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“Sescosem” Library
Bibliotheque “Sescosem”

18" Septembre 1978

TSi77 1976 Signal transistors and field effect transistors
Transistors de signal et transistors & effet de champ 1976

TPu 75 1975 Power transistors
Transistors de puissance 1975

THT 77 1977 High voltage power transistors
Transistors de puissance haute tension 1977

DSR 75 1975 Signal and regulator diodes
Diodes de signal de régulation 1975

DRT 76 1976 Rectifiers and thyristors
Diodes de redressement et thyristors 1976

CIP 78/79 1978/1979 Professional integrated circuits
Circuits intégrés professionnels 1978/1979

CIBC 79 1979 Cusomer integrated circuits (to be published)
Circuits intégrés pour biens de consommation (a paraitre)

HYB 77 1976/1977 Active components for hybrid circuits
Composants actifs pour circuits hybrides 1976/1977

MPR 78 1978 Microprocessor SF.F 96800
Microprocesseur SF.F 96800 1978

Manuels d’application CIL : Tome 3 : Filtres actifs a amplificateurs opérationnels

Manuel de programmation : Microprocesseur SF.F 96800

Every SESCOSEM catalogue and manual are at your disposal, at local "SESCOSEM" distributor.

Tous nos catalogues et manuels sont & votre disposition, chez le Distributeur “SESCOSEM’ de votre région.

Any statement affearing in this catalog is intended as information and does not involve any
lity of SESCOSEM without its formal agreement

Les renseignements donnés dans ce catalogue le sont a titre d’information et ne peuvent engager la respc
SESCOSEM sans un accord formel de sa part.

Jilité de




Numerical index
Index numérique

Numbers Page Numbers Page
Numéros Numéros

ESM 227 cisc* SF.C 2108 PM 125
ESM 227 N CiBC SF.C 2109 M 469
ESM 352 CiBC SF.C 2109 RM 469
ESM 374 CiBC SF.C2110M 141
ESM 381 649 SFC2111 M 561
ESM 382 667 SF.C 2118 M 153
ESM 383 683 SF.C 2200 431
ESM 463 cisC SF.C 2201 A 73
ESM 471 ciBC SF.C 2201 APT 73
ESM 544 CiBC SF.C 2204 443
ESM 620C CisC SF.C 2205 457
ESM 621 cisC SF.C 2207 93
ESM 700 CiBC SF.C 2207 PT 93
ESM 707 CIBC SF.C 2208 125
ESM 1350 P ciBC SF.C 2208 A 109
ESM 1406 ciBC SF.C 2208 PT 125
ESM 1410 cisC SF.C 2209 469
ESM 1600 B 695 SF.C 2209 R 469
ESM 1601 703 SF.C 2210 141
ESM 1602 B 709 SF.C 2211 561
ESM 1607 G 717 SF.C 2218 153
ESM 5405 CIBC SF.C 2300 431
SAY 115 X CiBC SF.C 2301 A 73
SAY 115Y CiBC SF.C 2301 ADC 73
SF.C 2006 607 SF.C 2301 AUC 869
SF.C 2008 611 SF.C 2301 AUT 869
SF.C 2011 611 SF.C 2304 443
SF.C2018M 617 SF.C 2305 457
SF.C 2036 M 617 SF.C 2307 93
SF.C 2046 EC 617 SF.C 2307 DC 93
SF.C 2054 EC 617 SF.C 2308 125
SF.C2100 M 431 SF.C 2308 A 109
SF.C2101 A 73 SF.C 2308 DC 125
SF.C 2101 APM : 73 SF.C 2308 UC 879
SF.C2104 M 443 SF.C 2309 469
SF.C2105M 457 SF.C 2309 R 469
SFC2107 M 93 SF.C 2310 141
SF.C 2107 PM 93 SF.C 2310 DC 141
SF.C 2108 A 109 SF.C 2311 561
SF.C 2108 M 125 SF.C 2311 DC 561

*See “Sescosem’’ Library (page 2)
Voir Bibliothéque “Sescosem” (page 2)




Numbers
Numéros

SF.C 2311 UC
SF.C 2315
SF.C 2318
SF.C 2318DC
SF.C 2318 UC

SF.C 2458 C
SF.C 2458 DC
SF.C 2458 M
SF.C 2458 UC
SF.C2476C

SF.C 2476 DC
SF.C 2476 UC
SF.C 2590C
SF.C 2590 M
SF.C 2709 A

SF.C 2709 AE
SF.C 2709 AP
SF.C2709C

SF.C 2709 DC
SF.C 2709 EC

SF.C 2709 ET
SF.C 2709 KM
SF.C 2709 M

SF.C 2709 PM
SF.C 2709 PT

SFC2709T
SF.C2710C
SF.C 2710 EC
SF.C 2710 KM
SF.C2710M

SF.C 2710 PM
SFC2711C
SF.C 2711 EC
SF.C 2711 KM
SFC2711 M

SF.C 2711 PM
SF.C2723C

SF.C 2723 EC
SF.C 2723 M
SF.C 2723 KM

*See ""Sescosem”’ Library (page 2)
VoirBibliothéque "“Sescosem” (page 2)
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887
177
153
153
893

181
181
181
903
193

193
911
625
625
205

205
205
205
205

205
205
205
205
205

205
573
573
573
573

573
585
585
585
585

485
485
485
485

Numbers
Numéros
SF.C2723 M
SF.C 2723 UC
SF.C2741C
SF.C 2741 DC
SF.C 2741 EC

SF.C 2741 M
SF.C 2741 KM
SFC2741 M

SF.C 2741 PM
SF.C 2741 UC

SF.C2741UT
SF.C 2747C
SF.C 2747 EC
SF.C 2747 KM
SF.C 2747 M

SF.C 2748C
SF.C 2748 DC
SF.C 2748 M
SF.C2761C
SF.C 2761 DC

SF.C 2761 DT
SF.C 2761 M
SF.C 2761 PM
SFC2761T
SF.C 2776 C

SF.C 2776 DC
SF.C 2776 KM
SF.C2776 M

SF.C 2776 PM
SF.C 2776 UC

SF.C 2778C
SF.C 2778 DC
SF.C 2778 M
SF.C 2790C
SF.C2790M

SF.C 2805 EC
SF.C 2805 LEC
SF.C 2805 RC
SF.C 2805 RM
SF.C 2806 EC

Page

485
923
225
225
225

249
249
249
263
263

263
263
263
263
275

301
301
301

cisc*

ciBc

497
502
497
521
497




Numbers
Numéros

SF.C 2806 LEC
SF.C 2806 RC
SF.C 2806 RM
SF.C 2808 EC
SF.C 2808 LEC

SF.C 2808 RC
SF.C 2808 RM
SF.C 2812 EC
SF.C 2812 LEC
SF.C 2812 RC

SF.C 2812 RM
SF.C 2815 EC
SF.C 2815 LEC
SF.C 2815 RC
SF.C 2815 RM

SF.C 2818 EC
SF.C 2818 RC
SF.C 2818 RM
SF.C 2820 LEC
SF.C 2824 EC

SF.C 2824 LEC
SF.C 2824 RC
SF.C 2824 RM
SF.C2861C
SF.C 2861 DC

SF.C 2861 DT
SF.C 2861 M
SF.C 2861 PM
SF.C2861T
SF.F 5010

SF.F 5011
SF.F 5013
SF.F 25002 EV
SF.F 25002 KM
SF.F 25002 KV

SF.F 25003 EV
SF.F 25003 KM
SF.F 25003 KV
SF.F 25004 EV
SF.F 25004 KM
* See “Sescosem”” Library (page 2)

Voir Bibliothéque "Sescosem”’ (page 2)

Page

509
497
521
497
509

497
521
497
509
497

521
497
509
497
521

497
497
521
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497

509
497
521
327
327

327
327
327
327
CiBC

CiBC
cisC
ciBC
ciBC
CiBC

cisC
ciBC
cisBC
cisC
cisC

Numbers
Numéros

SF.F 25004 KV
SF.F 25012
SF.F 25016 E
SF.F 25066 E
SF.F 25068 E

SF.F 25071
SF.F 25072
SF.F 25086 E
SF.F 25088 E
SF.F 25201

SF.F 25201 V

SF.F 25301 EV
SF.F 25301 KM
SF.F 25302 EV
SF.F 25302 KM

SF.F 25303 EV
SF.F 25303 KM
SF.F 25305 EV
SF.F 25305 JV
SF.F 25306

SF.F 25307
SF.F 25308
SF.F 25309 EV
SF.F 25309 JV
SF.F 26303 KV

SF.F 26310 JV
SF.F 26310 KV
TAA 550

TAA 661 A
TAA 661B

TAA 661 BC
TAA 790 A
TAA 790 B
TAA 930 A
TAA 930 AC

TAA 9308
TAA 930BC
TBA 120
TBA 120 A
TBA120T

Page

cisC
cisC
CiBC
cisC
cisC

CiBC
cisC
cisC
cisC

849

849
723
723
733
733

41
741
751
751
761

761
761
767
767
853

859
859
CiBC
cisC
CiBC

CiBC
cisC
CiBC
CiBC
cisC

CiBC
CiBC
CiBC
CiBC
ciBC.




Numbers Page Numbers Page

Numéros Numéros

TBA 120U cisc* TDA 1041 CIBC
TBA 331 CiBC TDA 1045 CIBC
TBA 341 ciBC TDA 1048 CIBC
TBA 395 CIBC TDA 1057 CIBC
TBA 396 CisC TDA 1067 773
TBA 400 CiBC TDA 1067 N 773
TBA 400D CiBC TDA 1100 ciBC
TBA 440C cisC TDA 1101 CIBC
TBA 440N CiBC TDA 1102 ciBC
TBA 440 P CiBC TDA 1103 SP cisC
TBA 790 A CiBC TDA 1104 DP CIBC
TBA 790 B CiBC TDA 1111 SP CIBC
TBA790C CiBC TDA 1151 CiBC
TBA 790 KB CIiBC TDA 1327 A CiBC
TBA 790 KC CiBC TDA 1405 CIBC
TBA 790 KD CiBC TDA 1412 CIBC
TBA 790 NB CiBC TDA 1415 CiBC
TBA 790 NC CiBC TDA 1418 ciBC
TBA 790 ND CiBC TDA 1424 CiBC
TBA 790 X CiBC TDA 1550 CiBC
TBA 800 CiBC TDA 2590 CiBC
TBA 800 A ciBC TDA 3950 CiBC
TBA 810 AS CIBC TDBO0082-CM 989
TBA 810S CiBC TDB0082-DP 989
TBA 820 CIBC TDB0084-DP 989
TBA 920 ciBC TDB0O111-CM 991
TBA 920S CiBC TDBO111-DP 991
TBA 1440 G cisC TDBO0118-CM 153
TBA 1441 ciBC TDB0119-CM 597
TCA 150 KA CIBC TDBO0119-DP 597
TCA 150 KB CciBC TDBO119-FP 957
TCA 150 NA CiBC TDBO0123-KM 533
TCA 150 NB CiBC TDBO0124-DP 343
TCA 150 NBT CiBC TDBO0124 A-DP 343
TCA 830 SR ciBC TDBO0124-FP 963
TCA 900 ciBC TDBO0139-DP 993
TCA 910 CiBC TDBO0146-DP 365
TCA 940 CiBC TDBO0148-DP 371
TCAQ40E CiBC TDB0149-DP 995
TDAO0759-CM 987 TDB0155-CM 377

* See “Sescosem” Library (page 2)
Voir Bibliothéque “Sescosem” (page 2)




Numbers
Numéros

TDB0155 ACM
TDB0O155-DP
TDB0156-CM
TDB0156 ACM
TDB0156-DP

TDBO0157-CM
TDB0157 ACM
TDBO0157-DP
TDBO0158-CM
TDB0158-DP

TDB0347-DP
TDBO0353-CM
TDBO0353-DP
TDBO0555-CM
TDB0555-DP/8

TDBO0714-CM
TDBO0791-DP
TDBO0791-EP/12
TDBO0791-EP/14
TDB0791-KM

TDBO0791-SP
TDB2022-CM
TDB2117CM
TDB2117-KM
TDB2117SP 3/2

TDB21178P 3/7
TDB2137-CM
TDB2137-KM
TDB2137-SP 3/2
TDB2137-SP 3/7

TDB2608-DP
TDB2905CM
TDB2905-KM
TDB2905-SP
TDB2905 ACM

TDB2905 A-KM
TDB2905 A-SP
TDB2912 CM
TDB2912-KM
TDB2912SP
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377
377
377
399
399

997
997
997
789

999
409
409
409
409

409
635
1001
1001
1001

1001
1003
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1003
1003

541
541
541
541

541
541
541
541
541

Numbers
Numeéros

TDB2915CM
TDB2915-KM
TDB2915-SP

TDC0082CM
TDCO0084-DP

TDCO111CM
TDCO118-CM
TDCO0119-CM
TDCO0119-DC
TDCO123-KM

TDC0124-DG
TDCO0124-DP
TDCO0124 ADP
TDCO0139-DG
TDCO0139-DP

TDCO0146-DP
TDC0148-DG
TDC0148-DP
TDC0149-DP
TDC0155CM

TDC0155 ACM
TDC0156-CM
TDC0156 ACM
TDCO157-CM
TDCO0157 A-CM

TDC01568-CM
TDCO0158-DP
TDC0555-CM
TDC0714-CM
TDCO0759-CM

TDCO0791-KM
TDC2117-CM
TDC2117-KM
TDC2117SP 3/2
TDC2117SP 3/7

TDC2137-CM
TDC2137-KM
TDC2137-SP 3/2
TDC2137SP 3/7
TDC2905-CM
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541
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153
597
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533

343
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371
995
377
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377
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399
399
789
999
987

409
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Numbers Page
Numéros

TDC2905-KM 549
TDC2905 ACM 549
TDC2905 ACM 549
TDC2912-CM 549
TDC2912-KM 549
TDC2915CM 549
TDC2915-KM 549
TDE0082-CM 989
TDEO0084-DP 989
TDEO111CM 991
TDEO118CM 153
TDEO119-CM 597
TDEO119-DP 597
TDEO0123-KM 533
TDEO0124-DP 343
TDEO0124 A-DP 343
TDEO0139-DP 993
TDEO0146-DP 365
TDEO0148-DP 371
TDE0149-DP 995
TDEO0155-CM 377

Numbers
Numéros

TDE0156-CM
TDEO0157CM
TDE0158-CM
TDE0158-DP
TDE1064

TDE1607CM
TDE1617-CM
TDE1637-CM
TDE1647-CM
TDE2117-CM

TDE2117-KM
TDE2117-SP 3/2
TDE2117-SP 3/7
TDE2137CM
TDE2137-KM

TDE2137-SP 3/2
TDE21378P 3/7
TDE?2608-DP
TDF2902-DP
TDF2902-FP

TDF2904-DP
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Industry cross reference Guide
Equivalences

ADVANCED MICRO DEVICES

ADVANCED MICRO

ADVANCED MICRO

DEVICES SESCOSEM DEVICES SESCOSEM

AM 555 TDBO0555 AMLM 208 H SF.C 2208

AM 723 DC SF.C 2723 EC AMLM 210 H SF.C 2210

AM 723 DM SF.C 2723 EM AMLM 211 H SF.C 2211

AM 723 HC SF.C2723C AMLM 218 H SF.C 2218
AM 723 HM SF.C 2723 M AMLM 224 AD TDEO124A-DP
AM 741 DC SF.C 2741 EC AMLM 224 D TDEO0124-DP
AM 741 DM SF.C 2741 EM AMLM 248 D TDEO0148-DP
AM 741 HC SF.C2741C AMLM 301 AH SF.C 2301 A
AM 741 HM SF.C2741 M AMLM 305 H SF.C 2305

AM 747 DC SF.C 2747 EC AMLM 307 H SF.C 2307

AM 747 DM SF.C 2747 EM AMLM 308 AH SF.C 2308 A
AM 747 HC SF.C2747C AMLM 308 H SF.C 2308

AM 747 HM SF.C 2747 M AMLM 310H SF.C 2310

AM 748 DC SF.C 2748 EC AMLM 311 H SF.C 2311

AM 748 DM SF.C 2748 EM AMLM 318 H SF.C 2318

AM 748 HC SF.C 2748C AMLM 324 AD TDBO0124A-DP
AM 748 HM SF.C 2748 M AMLM 324D TDBO0124-DP
AMLM 101 AF SF.C 2101 APM AMLM 348 N TDBO0148-DP
AMLM 101 AH SF.C2101 A LF 155 AH TDCO155ACM
AMLM 105 H SF.C2105 M LF 155 H TDCO155-CM
AMLM 107 F SF.C 2107 PM LF 156 AH TDCO156A-CM
AMLM 107 H SF.C2107M . LF 156 H TDCO0156-CM
AMLM 108 AH SF.C 2108 A LF 157 AH TDCO157A-CM
AMLM 108 H SF.C 2108 M LF 157 H TDC0157-CM
AMLM 110 H SF.C2110M LF 2656 H TDEOQ155-CM
AMLM 111 H SFC2111 M LF 256 H TDE0156-CM
AMLM 118 H SF.C2118M LF 257 H TDEOQ157-CM
AMLM 124 AD TDCO0124A-DP LF 355 AH TDB0O155A-CM
AMLM 124D TDC0124-DP LF 355 H TDB0155-CM
AMLM 148 D TDC0148-DP LF 3556 N TDBO155-DP
AMLM 201 AF SF.C 2201 APT LF 356 AH TDBO156A-CM
AMLM 201 AH SF.C 2201 A LF 356 H TDBO0156-CM
AMLM 205 H SF.C 2205 LF 356 N TDBO0156-DP
AMLM 207 F SF.C 2107 PM LF 357 AH TDBO157ACM
AMLM 207 H SF.C 2207 LF 357 H TDBO0157-CM
AMLM 208 AH SF.C 2208 A LF 357 N TDBO0157-DP

FAIRCHILD

FAIRCHILD SESCOSEM FAIRCHILD SESCOSEM:
CA 3018/ 5G SF.C2018 M LM 101 AD SF.C 2101 AKM
CA 3036/ 5E SF.C 2036 M LM 101 AF SF.C 2101 APM
CA 3046 / 6A SF.C 2046 LM 101 AH SF.C 2101 AM
CA 3054/ 6A SF.C 2054 LM 101 H SF.C2101 M




FAIRCHILD (continued)

FAIRCHILD SESCOSEM FAIRCHILD SESCOSEM
LM 104 H SF.C 2104 M uA 710 DM SF.C2710 EM
LM 105 H SF.C2105 M uA 710 HC SF.C2710C
LM 107 H SF.C2107 M A 710 HM SF.C2710M
LM 108 AH SF.C 2108 AM HA 710 FM SF.C 2710 PM
LM 108 H SF.C2108 M uA 711 DC SF.C 2711 EC
LM 109 K SF.C 2109 RM 4A 711 DM SF.C2711 EM
LM 110H SF.C2110M uA 711 HC SF.C2711¢C
LM 111 H SF.C2111 M UA 711 HM SF.C2711 M
LM 201 AH SF.C 2201 A HA 711 FM SF.C 2711 PM
LM 201 AF SF.C 2201 APT HA 723 DC SF.C 2723 EC
LM 207 H SF.C 2207 uA 723 DM SF.C 2723 EM
LM 208 AH SF.C 2208 A WA 723 HC SF.C 2723 C
LM 208 H SF.C 2208 HA 723 FM SF.C 2723 PM
LM 209 K SF.C 2209 R HA 741 DC SF.C2741 EC
LM 301 AH SF.C 2301 A uA 741 DM SF.C 2741 EM
LM 301 AN SF.C 2301 ADC uA 741 HC SF.C2741C
LM 304 H SF.C 2304 UA 741 HM SF.C 2741 M
LM 305 H SF.C 2305 HA 741 FM SF.C 2741 PM
LM 307 H SF.C 2307 uA 741 TC SF.C 2741 DC
LM 307 N SF.C 2307 DC uA 747 DC SF.C 2747 EC
LM 308 H SF.C 2308 WA 747 DM SF.C 2747 EM
LM 308 AH SF.C 2308 A uA 747 HC SF.C 2747 C
LM 309 K SF.C 2309 R HA 747 HM SF.C2747 M
LM 310 H SF.C 2310 KA 748 HC SF.C2748C
LM 311 H SF.C 2311 MA 748 HM SF.C 2748 M
LM 376 N SF.C 2376 DC UA 748 FM SF.C 2748 PM
MC 1458 G SF.C 2458 C WA 748 TC SF.C 2748 DC
MC 1458 P1 SF.C 2458 DC uA 776 DC SF.C 2776 EC
MC 1558 G SF.C 2458 M uA 776 DM SF.C 2776 EM
uA 148 TDC0148-DP uA 776 HC SF.C 2776 C
uA 149 TDC0149 HA 776 HM SF.C 2776 M
uA 248 TDE0148-DP uA 776 TC SF.C 2776 DC
MA 249 TDEO149 A 791 KC TDB0791-KM
HA 318 TDBO0118 uA 791 KM TDCO0791-KM
HA 324 TDBO124 MA 791 P5 TDBO791-EP/12
uA 348 TDB0148-DP MA 7805 KC SF.C 2805 RC
uA 349 TDB0149 MA 7805 KM SF.C 2805 RM
UA 555 HC TDB0555-CM uA 7805 UC SF.C 2805 EC
WA 555 HM TDC0555-CM uA 7806 KC SF.C 2806 RC
1A 555 TC TDB0555-DP WA 7806 KM SF.C 2806 RM
uA 709 AHM SF.C 2709 A MA 7806 UC SF.C 2806 EC
MA 709 AFM SF.C 2709 APM 1A 7808 KC SF.C 2808 RC
uA 709 DC SF.C 2709 EC uA 7808 KM SF.C 2808 RM
uA 709 DM SF.C 2709 EM 1A 7808 UC SF.C 2808 EC
WA 709 HC SF.C 2709 C uA 7812 KC SF.C 2812 RC
1A 709 HM SF.C 2709 M MA 7812 KM SF.C 2812 RM
4A 709 FM SF.C 2709 PM WA 7812 UC SF.C 2812 EC
uA 710 DC SF.C 2710 EC uA 7815 KC SF.C 2815 RC

12




FAIRCHILD (continued)

FAIRCHILD SESCOSEM FAIRCHILD SESCOSEM
uA 7815 KM SF.C 2815 RM uA 78M24 UC SF.C 2824 LEC
uA 7815 UC SF.C 2815 EC MAF 155 AHM TDCO155A-CM
uA 7818 KC SF.C 2818 RC HAF 155 HM TDCO0155-CM
uA 7818 KM SF.C 2818 RM MAF 1566 AHM TDCO156A-CM
kA 7818 UC SF.C 2818 EC MAF 156 HM TDCO0156-CM
MA 7824 KC SF.C 2824 RC UAF 157 AHM TDCO157A-CM
HA 7824 KM SF.C 2824 RM UAF 157 HM TDCO0157-CM
uA 7824 KC SF.C 2824 RM UAF 355 AHC TDB0155A-CM
1A 78MO5 UC SF.C 2824 EC MAF 355 HC TDB0155-CM
wA 78M06 UC SF.C 2806 LEC WAF 356 AHC TDBO156A-CM
WA 78M08 UC SF.C 2808 LEC WAF 356 HC TDB0156-CM
WA 78M12 UC SF.C 2812 LEC HAF 357 AHC TDBO157ACM
WA 78M15 UC SF.C 2815 LEC WAF 357 HC TDBO0157-CM
uA 78M18 UC SF.C 2818 LEC
MOTOROLA

MOTOROLA SESCOSEM MOTOROLA SESCOSEM
LM 117 K TDCO117-KM MC 1711 CF SF.C 2711 PC
LM 117 T TDCO0117-SP MC 1711 CG SF.C 2711 C
LM 123 TDC0123-KM MC 1711 CL SF.C 2711 EC
LM 317 K TDBO117-KM MC 1711 F SF.C 2711 PM
LM317T TDBO0117SP MC 1711 G SF.C2711 M
LM 323 TDB0123-KM MC 1711 L SF.C2711 EM
MC 1455 P1 TDB0555-DP/8 MC 1723 CG SF.C 2723 C
MC 1555 G TDC0555-CM MC 1723 CL SF.C 2723 EC
MC 1458 G SF.C 2458 C MC 1723 G SF.C 2723 M
MC 1458 P1 SF.C 2458 DC MC 1723 L SF.C 2723 EM
MC 1558 G SF.C 2458 M MC 1741 CF SF.C 2741 PC
MC 1590 G SF.C 2590 M MC 1741 CG SF.C2741C
MC 1709 CF SF.C 2709 PC MC 1741 CL SF.C 2741 EC
MC 1709 CG SF.C 2709 C MC 1741 CP1 SF.C 2741 DC
MC 1709 CL SF.C 2709 EC MC 1741 F SF.C 2741 PM
MC 1709 CP1 SF.C 2709 DC MC 1741 G SF.C2741 M
MC 1709 F SF.C 2709 PM MC 1741 L SF.C 2741 EM
MC 1709 G SF.C 2709 M MC 1747 CG SF.C 2747 C
MC 1709 L SF.C 2709 EM MC 1747 CL SF.C 2747 EC
MC 1710 CF SF.C 2710 PC MC 1747 G SF.C 2747 M
MC1710CG SF.C2710C MC 1747 L SF.C 2747 EM
MC 1710 CL SF.C 2710 EC MC 1748 CG SF.C 2748 C
MC 1710 F SF.C 2710 PM MC 1748 CP1 SF.C 2748 DC
MC 1710 G SF.C2710M MC 1748 G SF.C 2748 M
MC 1710 L SF.C 2710 EM MC 1776 CG SF.C 2776 C

13



MOTOROLA (continued)

MOTOROLA SESCOSEM MOTOROLA SESCOSEM
MC 1776 G SF.C 2776 M MC 79015 K TDC2915-KM
MC 7706 CP SF.C 2805 LEC MC 79052 CK TDB2905A-KM
MC 7706 CP SF.C 2806 LEC MC 79052 CP TDB2905A-SP
MC 7708 CP SF.C 2808 LEC MC 79052 K TDC2905A-KM
MC 7712 CP SF.C 2812 LEC MLM 101 AG SF.C2101 A
MC 7715 CP SF.C 2815 LEC MLM 104 G SF.C2104 M
MC 7718 CP SF.C 2818 LEC MLM 105 G SF.C 2105 M
MC 7724 CP SF.C 2824 LEC MLM 107 G SF.C 2107 M
MC 7805 CK SF.C 2805 RC MLM 109 G SF.C 2109 M
MC 7805 CP SF.C 2805 EC MLM 109 K SF.C 2109 RM
MC 7805 K SF.C 2805 RM MLM 110 G SF.C2110M
MC 7806 CK SF.C 2806 RC MLM 124 L TDCO0124-DP
MC 7806 CP SF.C 2806 EC MLM 158 G TDC0158-CM
MC 7806 K SF.C 2806 RM MLM 158 P1 TDCO0158-DP
MC 7808 CK SF.C 2808 RC MLM 201 AG SF.C 2201 A
MC 7808 CP SF.C 2808 EC MLM 204 G SF.C 2204
MC 7808 K SF.C 2808 RM MLM 205 G SF.C 2205
MC 7812 CK SF.C 2812 RC MLM 207 G SF.C 2207
MC 7812 CP SF.C 2812 EC MLM 209 G SF.C 2209
MC 7812 K SF.C 2812 RM MLM 209 K SF.C 2209 R
MC 7815 CK SF.C 2815 RC MLM 210 G SF.C 2210
MC 7815 CP SF.C 2815 EC MLM 224 P TDEO124-DP
MC 7815 K SF.C 2815 RM MLM 258 G TDEO158-CM
MC 7818 CK SF.C 2818 RC MLM 258 F1 TDE0158-DP
MC 7818 CP SF.C 2818 EC MLM 301 AG SF.C 2301 A
MC 7818 K SF.C 2818 RM MLM 301 AP1 SF.C 2301 ADC
MC 7824 CK SF.C 2824 RC MLM 304 G SF.C 2304
MC 7824 CP SF.C 2824 EC MLM 305 G SF.C 2305
MC 7824 K SF.C 2824 RM MLM 307 G SF.C 2307
MC 7905 CK TDB2905-KM MLM 309 G SF.C 2309
MC 7905 CP TDB2905-SP MLM 309 K SF.C 2309 R
MC 7905 K TDC2905-KM MLM 310 SF.C 2310
MC 79012 CK TDB2912-KM MLM 324 P TDBO0124-DP
MC 79012 CP TDB2912-SP MLM 358 G TDB0158-CM
MC 79012 K TDC2912-KM MLM 358 P1 TDB0158-DP
MC 79015 CK TDB2915-KM MLM 2902 P TDF2902-DP
MC 79015 CP TDB2915-SP

NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL NATIONAL
SEMICONDUCTOR SESCOSEM SEMICONDUCTOR SESCOSEM
LF 155 AH TDCO155ACM LF 157 AH TDCO0157ACM
LF 155 H TDCO0155-CM LF 157 H TDC0157-CM
LF 156 AH TDCO156A-CM LF 255 H TDEO155-CM
LF 156 H TDCO0156-CM LF 256 H TDEO156-CM
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NATIONAL SEMICONDUCTOR (continued)

NATIONAL

SEM%&%TJACLTOR SESCOSEM SEMICONDUCTOR SESCOSEM
LF 257 H TDE0157-CM LM 220 K 52 TDE2905A-KM
LF 355 AH TDBO155A-CM LM 220 K 12 TDE2912-KM
LF 355 H TDB0155-CM LM 220K 15 TDE2915-KM
LF 355 N TDB01556-DP LM 223 K TDE0123-KM
LF 356 AH TDBO156A-CM LM 224 N TDE0124-DP
LF 356 H TDB0156-CM LM 258 H TDEO158-CM
LF 356 N TDBO156-DP LM 300 H SF.C 2300
LF 357 AH TDBO157ACM LM 301 AH SF.C 2301 A
LF 357 H TDBO157-CM LM 301 AN SF.C 2301 ADC
LF 357N TDBO157-DP LM 304 H SF.C 2304
LM 100 H SF.C 2100 M LM 305 H SF.C 2305
LM 101 AF SF.C 2101 APM LM 307 H SF.C 2307
LM 101 AH SF.C 2101 A LM 307 N SF.C 2307 DC
LM 104 H SF.C2104 M LM 308 AH SF.C 2308 A
LM 105 H SF.C 2105 M LM 308 H SF.C 2308
LM 107 H SE.C 2107 M LM 308 N SF.C 2308 DC
LM 108 H SF.C 2108 M LM 309 H SF.C 2309
LM 108 AH SF.C 2108 A LM 309 K SF.C 2309 R
LM 109 H SF.C 2109 M LM 310 H SF.C 2310
LM 109 K SF.C 2109 RM LM 310N SF.C2310DC
LM 110 H SF.C2110M LM 311 H SF.C 2311
LM 111 H SFC2111 M LM 311N SF.C 2311 DC
LM 117 TDCO117-KM LM 311 N 14 SF.C 2311 EC
LM 118 ﬁ SF.C2118PM o o [rpdiinegy
100 e sz
LM 120 K 05 TDC2905-KM (M 319N TDB0119.DP
LM 120 K 52 TDC2905A-KM LM 320 K 05 TDB2905.KM
LM 120K 12 TDC2912.KM LM 320 K 52 TDB2905A-KM
LM 120K 15 TDC2915-KM LM 320 K 12 TDB2912.KM
LM 213 K TDCO123-KM LM 320K 15 TDB2915.KM
LM 214 TDC0124-DP LM 323K TDB0123-KM
LM 158 H TDCO158-CM LM 324 AN TDB0124-DP
LM 200 H SF.C 2200 LM 324 N TDB0124-DP
LM 201 AF SF.C 2201 APT LM 340 K 05 SF.C 2805 RC
LM 201 AH SF.C 2201 A LM 340 T 05 SF.C 2805 EC
LM 204 H SF.C 2204 LM 340 K 06 SF.C 2806 RC
LM 205 H SF.C 2205 LM 340 T 06 SF.C 2806 EC
LM 207 H SF.C 2207 LM 340 K 08 SF.C 2808 RC
LM 208 H SF.C 2208 LM 340 T 08 SF.C 2808 EC
LM 208 AH SF.C 2208 A LM 340 K 12 SF.G 2812 RO
LM 209 H SF.C 2209 LM 340 T 12 SF.C 2812 EC
LM 209 K SF.C 2209 R LM 340K 15 SF.C 2815 RC
LM 210 H  SE.C 2210 LM 340 T 15 SF.C 2815 EG
LM 211 H SF.C 2211 LM 340 K 18 SF.C 2818 RC
LM 218 H SF.C 2218 LM 340 T 18 SF.C 2818 EC
LM 219 H TDEO119-CM LM 340 K 24 SF.C 2824 RC
LM 220 K 05 TDE2905-KM




NATIONAL SEMICONDUCTOR (continued)

NATIONAL
SEMPC%RS%TLOR SESCOSEM SEMICONDUCTOR SESCOSEM

LM 340 T 24 SF.C 2824 EC LM 723 H SF.C 2723 M
LM 346 N TDBO0146-DP LM 741 CH SF.C 2741 C
LM 348 N TDBO148-DP LM 741 CN SF.C 2741 DC
LM 358 H TDB0158-CM LM 741 CN 14 SF.C 2741 EC
LM 358 N TDB0158-DP LM 741 F SF.C 2741 PM
LM 376 N SF.C 2376 DC LM 741 H SF.C 2741 M
LM 565 CH TDB0555-CM LM 747 CH SF.C 2747 C
LM 565 CN TDBOE55-DP.8 LM 747 CN SF.C 2747 EC
LM 555 H TDCO565-CM LM 747 H SF.C 2747 M
LM 709 AF SF.C 2709 APM LM 748 CH SF.C 2748 C
LM 709 AH SF.C 2709 A LM 748 CN SF.C 2748 DC
LM 709 CF SF.C 2709 PC LM 748 H SF.C 2748 M
LM 709 CH SF.C 2709 C LM 1458 H SF.C 2458 C
LM 709 CN SF.C 2700 EC LM 1458 N SF.C 2458 DC
LM 709 F SF.C 2709 PM LM 1568 H SF.C 2458 M
LM 709 H SF.C 2709 M LM 2902 N TDF2902-DP
LM 710 CF SF.C 2710 PC LM 2904 N TDF2904.DP
LM 710 CH SF.C2710C LM 3018 H SF.C 2018 M
LM 710 CN SF.C 2710 EC LM 3046 N SF.C 2046 EC
LM 710 F SF.C 2710 PM LM 3054 N SF.C 2054 EC
LM 710 H SF.C 2710 M LM 5524 D SF.C 2524 KM
LM 711 CF SF.C 2711 PC LM 5525 D SF.C 2525 KM
LM 711 CH SF.C2711C LM 5528 D SF.C 2528 KM
LM 711 CN SF.C 2711 EC LM 5529 D SF.C 2529 KM
LM 711 F SF.C 2711 PM LM 7524 N SF.C 2524 EC
LM 711 H SF.C 2711 M LM 7525 N' SF.C 2625 EC
LM 723 CH SF.C 2723 C LM 7528 N SF.C 2528 EC
LM 723 CN SF.C 2723 EC LM 7529 N SF.C 2529 EC
LM 723 N SF.C 2723 EM

RCA

RCA SESCOSEM RCA SESCOSEM

CA 101 AT SF.C 2101 A CA208T SF.C 2208
CA107T SF.C21C7 M CA 211 SF.C 2211
CA 108 AT SF.C 2108 A CA 224 E TDE0124-DP
CA108T SF.C 2108 M CA 258 G TDE0158.DP
CATIT SFC2111M CA258T TDE0158CM
CA124E TDCO124-DP CA 301 AE SF.C 2301 ADC
CA 158G TDCO158-DP CA 301 AT SF.C 2301 A
CA158T TDCO158-CM CA 307 E SF.C 2307 DC
CA 201 AT SF.C 2201 A CA307T SF.C 2307
CA207T SF.C 2207 CA 308 AT SF.C 2308 A

L CA 208 AT SF.C 2208 A CA308T SF.C 2308




RCA (continued)

RCA SESCOSEM RCA SESCOSEM
CA3NIIT SF.C 2311 CA747T SF.C2747 M
CA324E TDBO0124-DP CA 748 CE~ SF.C 2748 DC
CA 358G TDBO0158-DP CA 748 CT SF.C2748C
CA358T TDB0158-CM CA 748 E SF.C 2748 EM
CA 555 CE TDBO0555-DP CA748T SF.C2748 M
CA 555 CT TDB0555-CM CA 1458 E SF.C 2458 DC
CA 555 E TDBO0555-DP CA 1458 T SF.C 2458 C
CA555T TDC0555-CM CA 1558 T SF.C 2458 M
CA 723 CE SF.C 2723 EC CA 3018T SF.C2018 M
CA723CT SF.C2723C CA3036T SF.C 2036 M
CA723E SF.C 2723 EM CA 3046 E SF.C 2046 EC
CA723T SF.C2723 M CA 3054 E SF.C 2054 EC
CA 741 CE SF.C 2741 DC CA 7805 SF.C 2805
CA741CT SF.C2741C CA 7806 SF.C 2806
CA741E SF.C 2741 EM CA 7808 SF.C 2808
CA7MT SF.C2741 M CA 7812 SF.C 2812
CA 747 CE SF.C 2747 EC CA 7815 SF.C 2815
CA 747 CT SF.C2747C CA 7818 SF.C 2818
CA 747 E SF.C 2747 EM CA 7824 SF.C 2824

S.G.S

S.GS SESCOSEM S.G.S SESCOSEM
L 12381 SF.C 2723 EC LS 776 C SF.C 2776 M
L123T1 SF.C 2723 C TDA 1405 TDA1405
L123T2 SF.C2723 M TDA 1412 TDA1412
L 141 B1 SF.C 2741 EC TDA 1415 TDA1415
L141T1 SF.C2741C 709 - 11 -58 SF.C 2709 A
L 14172 SF.C2741 M 709-1-58B SF.C 2709 M
L 147 B1 SF.C 2747 EC 709-9-58 SF.C 2709 C
L 148 T1 SF.C2748C 710-1-58B SF.C2710 M
L 14872 SF.C 2748 M 710-9-5B SF.C2710C
L 7805 C SF.C 2805 EC, RC 711-1-5B SF.C2711 M
L7812C SF.C 2812 EC, RC 711-9-5B SF.C2711C
L 7815C SF.C 2815EC, RC 709 - 93 - 6E SF.C 2709 EC
L 7818C SF.C 2818 EC, RC 710-93 - 6E SF.C 2710 EC
L 7824C SF.C 2824 EC, RC 711-93-6E SF.C 2711 EC
LS 776 SF.C 2776 EC




SIGNETICS

SIGNETICS SESCOSEM SIGNETICS SESCOSEM
LM 101 AT SF.C 2101 AM NE 555 V TDB0555-DP/8
LM 107 AT SF.C2107 M SE555 T TDC0555-CM
LM 108 AT SF.C 2108 AM N 5558 T SF.C 2458 C
LM 108 T SF.C 2108 M N 5558 V SF.C 2458 DC
LM 109 DA SF.C 2109 RM S$5558 T SF.C 2458 M
LM 109 DB SF.C 2109 M N 5709 A SF.C 2709 EC
LM111T SF.C2111 M N 5709 G SF.C 2709 PC
LM119T TDCO119-CM N5709 T SF.C 2709 C
LM 201 A SF.C 2201 A N 5709 V SF.C 2709 DC
LM207 T SF.C 2207 S 5709 G SF.C 2709 PM
LM 208 AT SF.C 2208 A $5709 T SF.C 2709 M
LM 208 T SF.C 2208 N5710 A SF.C 2710 EC
LM 109 T SF.C 2209 N5710G SF.C 2710 PC
LM211 T SF.C 2211 N5710T SF.C2710C
LM 219 H TDE0119-CM S5710G SF.C 2710PM
LM 224 A TDEO0124-DP S5710T SF.C2710 M
LM 301 AT SF.C 2301 A N 5711 A SF.C 2711 EC
LM 301 AV SF.C 2301 ADC N 5711 K SF.C2711C
LM 307 T SF.C 2307 S5711 K SF.C2711 M
LM 307 V SF.C 2307 DC N 5723 A SF.C 2723 EC
LM 308 AT SF.C 2308 A N 5723 K SF.C2723C
LM 308 T SF.C 2308 S5723 A SF.C 2723 EM
LM 308 V SF.C 2308 DC S5723 K SF.C2723 M
LM 309 DA SF.C 2309 R N 5741 A SF.C 2741 EC
LM 309 DB SF.C 2309 N5741 T SF.C2741C
LM 311 A SF.C 2311 EC N 5741V SF.C 2741 DC
LM311 T SF.C 2311 S5741 A SF.C 2741 EM
LM 311V SF.C 2311 DC S5741 T SF.C2741 M
LM 319 H TDBO0119-CM N 5747 A SF.C 2747 EC
LM 319N TDBO119-CP N 5747 K SF.C2747C
LM 324 A TDB0124-DP S5747 A SF.C 2747 EM
LM 340 DA5S SF.C 2805 RC S5747 K SF.C 2747 M
LM 340 DA6 SF.C 2806 RC N 5748 A SF.C 2748 EM
LM 340 DA8 SF.C 2808 RC N5748 T SF.C 2748C
LM 340 DA15 SF.C 2815 RC N 5748 V SF.C 2748 DC
LM 340 DA18 SF.C 2818 RC S5748 T SF.C 2748 M
LM 340 DA24 SF.C 2824 RC SN 7524 B SF.C 2524 EC
LM 340 U5 SF.C 2805 EC SN 7525 B SF.C 2525 EC
LM 340 U6 SF.C 2806 EC
LM 340 U8 SF.C 2808 EC
LM 340 U12 SF.C 2812 EC
LM 340 U15 SF.C 2815 EC
LM 340U18 SF.C 2818 EC
LM 340 U24 SF.C 2824 EC
NE 555 T TDB0555-CM




TEXAS

TEXAS SESCOSEM TEXAS SESCOSEM
LF 155 AL TDCO155A-CM MC 1458 L SF.C 2458 C
LF 155 L TDCO155-CM MC 1458 P SF.C 2458 DC
LF 156 AL TDCO156A-CM MC 1558 L SF.C 2458 M
LF 156 L TDC0156-CM )
LF 157 AL TDCO157ACM HA 709 AML SF.C2709 A
LF 157 L TDC0157-CM HA 709 CL SF.C2709C
LF 355 AL TDBO155A-CM KA 709 CN SF.C 2709 EC
LF 355 L TDBO1 55-CM /.lA 709 cpP SFC 2709 DC
LF 355P TDBO0155-DP KA 709 ML SF.C 2700 M
t'; 3:6 t"' TDB°‘52':‘:::AM 4A 710 CL SF.C 2710C
%6 TDBO1S A 710 CN SF.C 2710 EC
LF 356 P TDBO0156-DP A 710 ML SF.C 2710M
LF 357 AL TDBO157ACM
LF 357 L TDB0157-CM uA 711 CL SF.C 2711C
LF 357 P TDBO0157-DP uA 711 CN SF.C 2711 EC
711 M ¥
LM 101 AL SF.C 2101 A HATTIML SFC2m1M
LM 301 AP SF.C 2301 ADC uA 723 CL SF.C 2723C
LM 108 L SF.C 2104 M uA 723 CN SF.C 2723 EC
uA 723 CP SF.C 2723 DC
LM204 L SF.C 2204 uA 723 ML SF.C 2723 M
LM 304 L SF.C 2304 |
LM 105 L SF.C2105M KA 741 CL SF.C2741C
LM 208 L SF G 2205 uA 741 CN SF.C 2741 EC
LM 308 L SF G 2305 uA 741 CP SF.C 2741 DC
uA 741 ML SF.C 2741 M
LM 107 L SF.C 2107 M
LM 307 L SF.C 2307 uA 747 CL SF.C 2747C
LM 307 P SF.C 2307DC KA 747 CN SF.C 2747 EC
uA 747 ML SF.C 2747 M
LM SF. ]
109 € 2109 uA 748 CL SF.C 2748C
LM 209 SF.C 2209
LM 300 SF.C 2300 UA 748 CP SF.C 2748 DC
uA 748 ML SF.C 2748 M
LM 111L SFC2111M JA 7805.C SF C 2805 EC
LM311L SF.C 231
LM311P SF.C 2311 DC KA 7806 C SF.C 2806 EC
: uA 7808 C SF.C 2808 EC
LM 118L SF.C2118M MA7812C SF.C 2812 EC
LM 318 L SF.C 2318 uA 7815C SF.C 2815 EC
LM 318N SF.C 2318 EC uA 7818 C SF.C 2818 EC
UA 7824 C SF.C 2824 EC
LM 158 L TDC0158CM UA78MO5C SF.C 2805 LEC
LM 388 L TDB0158-CM uAT8M 12C SF.C 2812 LEC
LM 358 P TDB0158-DP WA 78M 15C SF.C 2815 LEC
LM 324 TDB0124.DP
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Absolute maximum ratings

Absolute maximum ratings are limiting values of operating and environmental conditions applicable to
any electronic device of a specified type as defined by its published data, which should not be exceeded
under the worst probable conditions.

These values are chosen by the device manufacturer to provice acceptable serviceability of the device,
taking no responsability to equipment variations, environmental variations, and the effects of changes
operating conditions due to variations in the characteristics of the device under consideration and of all
other electronic devices in the equipment.

The equipment manufacturer should design so that, initially and throughout life, no absolute maximum
value for the intended service is exceeded with any device under the worst probable operating condi-
tions with respect to supply voltage variation, equipment component variation equipment control ad-
justment, load variations, signal variation, environmental conditions, and variations in characteristics
of the device under consideration and of all other electronic devices in the equipment.

Conditions in which absolute maximum ratings are defined, are proper to each parameter.

POWER DISSIPATION FOR OPERATIONAL AMPLIFIERS, VOLTAGE REGULATORS AND
COMPARATORS.

Maximum jonction temperature : +150°C.

Plus for OPERATIONAL AMPLIFIERS only :

INPUT VOLTAGE :
V| and V;p must never exceed the values shown in the “Absolute maximum ratings” table on each
data sheet.

For supply voltage less than +15 V, the maximum input voltage is equal to the supply voltage.

OUTPUT SHORT-CIRCUIT DURATION :
Permanent short-circuit autorized for maximum junction temperature.

With the SF.C 2709 family amplifiers, output short-circuit time is less than 5 seconds.
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Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues sont les limites qui ne doivent pas étre dépassées dans les pires conditions.
Elles concernent les conditions extérieures et les conditions de fonctionnement applicables a tout
dispositif électronique d’un type déterminé. Ces valeurs limites sont définies dans les notices.

Le fabricant détermine ces limites de fagon a fournir un dispositif aussi largement utilisable que possi-
ble. Il n‘assume aucune responsabilité en ce qui concerne les variations des équipements et des condi-
tions d’environnement en général, ainsi que les changements de conditions de fonctionnement dis aux
variations des caractéristiques du dispositif considéré, ou de tous les autres dispositifs électroniques
inclus dans I’équipement.

L’utilisateur doit donc étudier son équipement de telle sorte que, a sa mise en service comme au cours
de sa vie, aucune valeur limite concernant l'application envisagée ne soit dépassée pour tout dispositif,
dans les pires conditions probables d’utilisation. Ces conditions dépendent notamment des variations
de tension du réseau d’alimentation, des dispersions des piéces détachées de I’appareil, des modifica-
tions des réglages, des variations de charge ou de signal, de I’'environnement, ainsi que des dispersions
des caractéristiques du dispositif considéré et de tous les autres dispositifs électroniques de I’appareil.

Les conditions dans lesquelles sont définies les valeurs limites absolues sont propres a chaque paramétre.

PUISSANCE DISSIPEE POUR LES AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS, LES REGULATEURS
DE TENSION ET LES COMPARATEURS.

Température de jonction maximale : + 150° C.

Plus pour les AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS seulement :

TENS/ON D’ENTREE :
Ne pas dépasser les valeurs indiquées dans les colonnes Vyp et V; du tableau des Valeurs limites
absolues’ de la notice du circuit.

Pour les tensions d‘alimentation inférieures a £15 V, la tension d’entrée est égale a la tension d’alimen-
tation.

DUREE DE COURT-CIRCUIT EN SORTIE :
Court-circuit permanent autorisé pour la température de jonction maximale.

Pour les amplificateurs opérationnels de la famille SF.C 2709, la durée de court-circuit est limitée &
5 secondes.
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Type individualization codes
Codes d'appeéllation
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1 —GENERAL INFORMATION

1.1 — Package outlines

This terms stands for the outline drawing of the package : shape, dimensions min - max, number of
pins and arrangement, position end mark......

Each package outline is refered to by a SESCOSEM code number and eventually by a code from
International or French Standards : IEC, JEDEC, NF-UTE.

The drawings and codes appear in section "'Packages’’ of this handbook.

1.2 — Package variants

Packages may be manufactured with different materials or processes, while in conformance with

standard package outline drawings. Different variants are available with general conditions as
follows.

1.3 — Auvailable products

The data sheets of linear integrated circuits in this data book are supplied either in packages as
taken in the data sheets or in other variants.

1.3.1 — The electrical characteristics of the item coming in the data sheets or in a package
variant are identical except for power dissipation.

1.3.2 — The reliability (the capability for required characteristics to withstand electrical,
environmental or mechanical stresses) depends upon the package variant and selection class.

See also "Quality section’ in this handbook and “SESCOSEM Quality’’ and “SESCOSEM
Selection Programs’’ brochures.

1.3.3 — The ordering codes to be used for a package variant of the same device appear
§ 3 below.
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1 —INFORMATION GENERALE

1.1 — Boftier normalisé

Ces termes désignent la représentation graphique du dispositif : forme, dimensions min - max, nombre, disposition
et numérotation des sorties, position du repére de détrompage.....

Chaque bortier est désigné par un code propre a la SESCOSEM, et, éventuellement par un code correspondant a
une normalisation Frangaise ou Internationale : CEl, JEDEC, SITELESC-UTE.

Les codes et dessins correspondants sont présentés dans la section “Boitiers” du présent catalogue.

1.2 — Variantes de boftier

Un méme bofltier peut étre réalisé avec des matériaux ou des procédés de fabrication différents, tout en restant
conforme au dessin c6té normalisé. Les principales variantes possibles sont disponibles dans les conditions géné-

rales suivantes.

1.3 — Produits disponibles

Les circuits intégrés dont les notices sont contenues dans ce catalogue peuvent étre livrés dans les boitiers et les
variantes indiquées dans ces notices, mais aussi éventuellement, dans d‘autres variantes.

1.3.1 —  Les caractéristiques électriques du dispositif de base encapsulé présenté dans les notices ne sont
pas modifiées pour les différentes variantes de ce boitier. Seule la dissipation thermique est différente.

1.3.2— La fiabilité (aptitude a conserver dans le temps, aprés application de contraintes électriques,
mécaniques ou d’environnement, les caractéristiques requises) dépend de la variante du boitier et de la
classe de sélection. Consulter a ce sujet la section “Qualité’’ de ce catalogue et les plaquettes “Qualité
SESCOSEM’ et “Programmes de Sélection SESCOSEM”.

1.3.3 — Les codes d‘appellation & employer pour commander les variantes des boitiers d'un méme
dispositif sont indiqués ci-aprés § 3.
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2 —PACKAGES WITH VARIANTS

Variants can be supplied for the following packages :

2.1 — Dual in line packages

2.1.1 — The following packages variants may be supplied.

Standard Pro-Electron Sescosem Rth(i <) | Penjia)

Dual-in-line package code | variant code | variant code cem | eem
CB-2 DP E 50 150
Molded (Fe Ni frame) CB-98 DP D 50 170
CB-79 DP E 50 140
Molded (Cu frame) CB-2 bP E 35 80
CB-79 DP E 30 75
Ceramic CB-2 DC K 25 135
CB-79 DC K 20 115
Glass-ceramic CB-2 DG J 25 110
(CERDIP) CB-79 DG J 25 110

2.1.2 — PINNING

It is unchanged whatever the package variant.

2.1.3 — THERMAL DISSIPATION
Ceramic or glass packages have better thermal dissipation characteristics than plastic (see

table above).

Rth(j-a) datas given from circuits bonded on a 50 cm? glass-epoxy printed circuit 0,15 cm

thick with 5 cm2 of copper.

These datas are typical values. They depend upon the device chip area.
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2 —BOITIERS AVEC VARIANTES

Des variantes peuvent étre fournies pour les bofitiers suivants :

2.1 — Bof'tiers enfichables (”’Dual-in-line”’)

2.1.1 —  Les variantes suivantes peuvent étre fournies.

Code boitier | Code variante | Code variante Renlj<) | Ph(j-a)

Enfichable - DIL normalisé Pro-Electron Sescosem cem | com
CB-2 DP E 50 150

Plastique (grille Fe Ni) CB-98 DP D 50 170
CB-79 DP E 50 140
Plastique (grille C CB-2 DP E 35 80
astique (grille Cu) CB.79 DP E 30 | 75
Céramique CB-2 DC K 25 135
CB-79 DC K 20 115
Verre-céramique CB-2 DG J 25 110
(CERDIP) CB-79 DG J 25 110

2.1.2 - BROCHAGE

11 est toujours le méme quelle que soit la matiére dans laquelle est réalisé le bortier.

2.1.3 — DISSIPATION THERMIQUE

Les boitiers en céramique ou en verre céramique ont des caractéristiques de dissipation thermique meilleu-
res que les boitiers en plastique (voir tableau ci-dessus).

Les valeurs de Rth(ja) données ici sont obtenues pour des boitiers montés et soudés sur un circuit imprimé
en verre epoxy d’épaisseur 0,15 cm, surface de circuit 50 cm2, surface du cuivre 5 cm2.

Ces valeurs dont indicatives et dépendent de la surface de la pastille du circuit.
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2.2 — Flat pack-micropackages

2.2.1 — Variants may be supplied as follows :

Flat-packs Standard Pro-Electron | Sescosem Rintj<) | Pen(jia)
Micropackages package code | variant code | variant code ©ccm) | eom
CB-176 FP u 100 {250
CB-178 FP U 90 250
Molded CB-216 FP/1 un 100 |250
CB-218 FP/1 un 90 220
Ceramic CB-86 FC/X P/X 60 150

2.2.2 — PINNING

For flat-packs, the pin configuration cannot be derived from a package to another with a
simple scheme.

Mostly ordered types appear in the device data sheet.
Plastic micropackages appear in a special section of this handbook.
Ask our sales offices for any other device and package variant combination.

2.2.3 — THERMAL DISSIPATION
Ceramic or glass packages have better thermal dissipation characteristics than plastic (see
table above).

Rth(j-a) datas given from circuits bonded on a 50 cm? glass-epoxy printed circuit 0,15 cm
thick with 5 cm2 of copper.

These datas are typical values. They depend upon the device chip area.

3 —ORDERING CODES

3.1 — PRO-ELECTRON code (see page 30)

3.2 — SESCOSEM code CIL  (see page 32)
3.3 — SESCOSEM code MOS  (see page 33)
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2.2 — Boitiers plats - microboftiers

2.2.1 —  Les variantes suivantes peuvent étre fournies :

Boitiers plats Code boitier | Code variante | Code variante Rth(i_c) Reh(ja)
Microboitiers Normalisé Pro-Electron Sescosem o | cem)

CB-176 FP U 100 | 250

Jasti CB-178 FP . U 90 250

Plastique CB-216 FP/1 un 100 | 250

CB-218 FP/1 un 90 220

Céramique CB-86 FC/X P/X 60 150

222~ BROCHAGES

Pour les boftiers plats céramiques les brochages ne peuvent étre déduits simplement par référence & un
autre boitier.

Pour les types les plus utilisés les brochages sont indiqués dans les notices du catalogue.
Les microboitiers plastiques font I'objet d’une section spéciale de ce catalogue.

Pour les autres combinaisons de pastilles et boitiers consulter nos Services Commerciaux.

2.2.3 — DISSIPATION THERMIQUE

Les bortiers en céramique ou en verre céramique ont des caractéristiques de dissipation thermique meilleu-
res que les boftiers en plastique (voir tableau ci-dessus).

Les valeurs de Rtp(ja) données ici sont obtenues pour des boitiers montés et soudés sur un circuit imprimé
en verre epoxy d‘épaisseur 0,15 cm, surface de circuit 50 cm2, surface du cuivre 5 cm?2.

Ces valeurs dont indicatives et dépendent de la surface de la pastille du circuit.

3 —~CODES D'APPELLATION
3.1 - Code PRO-ELECTRON (voir page 31)
3.2 — Code SESCOSEM CIL  (voir page 32)

3.3 — Code SESCOSEM MQOS  (voir page 33).
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TYPE INDIVIDUALIZATION PRO-ELECTRON CODE FOR LINEAR CIRCUITS

FIRST TWO LETTERS
The first letter identifies the circuit as :

T : Analogue circuit

The second letter has no special meaning.

THE THIRD LETTER

Indicates the operational temperature range or exceptionally, another significant characteristic.

No temperature range specified
Oto + 70°C

—55to +125°C

—25t0 + 70°C

—25t0 + 85°C

—40to + 85°C

—55t0 + 85°C

OMMOO >

THE SERIAL NUMBER

May be either a 4-figure number

VERSION LETTERS

Can be added to indicate a variant of a basic type or after a dash a variant of the case.
PACKAGE SUFFIX : (two letters) used instead of package version letters
First letter : general shape

Cylindrical

Dual in-line

Power dual in-line (with external heatsink)
Flat pack (2 sides)

Flat pack (4 sides)

“TO-3" family (diamond)

Multiple in-line (more than 4 rows)
Quadruple in-line

Power quadruple in-line (external heatsink)
Single in-line

Triple in-line

w30 ARXOTMOO

Second letter : material

Beryllia-ceramic
Ceramic

Glass-ceramic (Cerdip)
Metal

Plastic

Others

XvZIoOHow
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CODE D’APPELLATION PRO-ELECTRON DES CIRCUITS LINEAIRES

DEUX PREMIERES LETTRES

La premiére lettre signifie :

T

Circuit analogique

La deuxiéme lettre n‘a pas de signification fixe.

LA TROISIEME LETTRE

IndiGue la gamme de température d utilisation ou exceptionnellement une autre caractéristique ifportante.

OMMODO®™>

LE NUMERO D'ORDRE

Pas de gamme de température spécifiée
0 a + 70°C
—55 & +125°C

a + 70°C

-25 4 + 85°C

a + 85°C

4 + 85°C

Est composé d’un numéro de 4 chiffres qui individualise le modéle.

DES LETTRES DE VERSION

Peuvent, si appropriées, étre ajoutées pour indiquer une variante du type de bas ou aprés un trait-d’union une variante

du type de boitier.

SUFFIXE BOITIER : (deux lettres) utilisé & la place d’une lettre de version boitier :

Premiére lettre : forme générale

N®IO0XTAXAOTNMOO

Cylindrique

“Dual-in-line’” (2 rangées de sorties)
“Dual-in-line” avec radiateur extérieur
Boi'tier plat (sorties sur 2 c6tés)

Boitier plat (sorties sur 4 c6tés)

Famille “TO-3" (losange)

“Multiple in-line”’ (plus que 4 rangées de sorties)
“Quadruple in-line” (4 rangées de sorties)
“Quadruple in-line” avec radiateur extérieur
“’Single in-line”’ (une seule rangée de sorties)
“Triple in-line”” (3 rangées de sorties)

Deuxiéme lettre : matériau

XTIOO®

Oxyde de beryllium - céramique
Céramique

Verre - céramique (Cerdip)
Meétal

Plastique

Autres
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TYPE INDIVIDUALIZATION SESCOSEM CODE FOR LINEAR CIRCUITS

CODE D’APPELLATION SESCOSEM DES CIRCUITS LINEAIRES

The flat-package circuits are shipped in carrier "'Barnes”,
Tous les boftiers plats sont livrés en porteur “Barnes”,

e 0B O 0 0B 0

Préfixe standard
Marque SESCOSEM

Bipolar device
Circuit bipolaire

Linear integrated circuit
Circuit intégré linéaire

Version of type

First source code
Racine de I’appellation 1ére source
ex.:709 - 741

101 - 109

Version dans le type

Package
Boitier

Operating temperature range
Gamme de température

Nothing :

Rien

C » U R &« mMO

Metal can (TO-5 ; TO-99 ; TO-100)
Boitier métallique

MINIDIP (CB-98)

DIL plastic (TO-116 ; MP-117)
DIL plastique

Cerdip package

Boitier Cerdip

[

A i

—

DIL ceramic

DIL céramique

Flat package (TO-91)
Boftier plat

Metal can (TO-3)
Boitier métallique
Micropackage
Microbortier

(9]

0°C, + 70°C
—25°C, + 85°C

—56°C, +125°C

formed and tinned, insulated bottom.
connex:ons mises en forme et étamées, fond isolé.
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TYPE INDIVIDUALIZATION SESCOSEM CODE FOR MOS CIRCUITS
CODE D'APPELLATION SESCOSEM DES CIRCUITS MOS

Factory numbers for circuits described in this section includes a eight part type number as explained in the following
example.

L’appellation commerciale des circuits décrits dans cette section comprend un numéro de type & huit caractéres comme expliqué ci-
dessous.

SF. F

A} | '} A
@ — Standard prefix
SESCOSEM
Préfixe standard
Marque SESCOSEM
@ — MOS device
Circuit MOS
1. Multiplex switch
Multiplexeur
2. C-MOS logic circuits
Circuits logiques C-MOS
3. Dynamic shift register
Registre & décalage dynamique
) 4, Static shift register
@ - Famlly Registre & décalage statique
Famille 5. General use circuits
Circuits d’usages généraux
7. Read only memory
Mémoire a lecture seule
8. Random access memory
Mémoire & accés direct
9. Microprocessors
Microprocesseurs
@ — Version of family
Version dans la famille 2 to 5 figures
2 8 5 chiffres
2 to 4 characters
@ — Version of type 2 & 4 caractéres
Version dans le type Nothing : Metal can
Rien Boitier métallique
D MINIDIP
E DIL plastic
DIL plastique
@ — Package J Cerdip package
Botier Boitier Cerdip
K : DIL ceramic,
DIL céramiqus Nothing : 0°C, + 70°C
- P . Flat package Rien
@ — Operating temperature range Boitier plat * T . _250C. + 859C
Gamme de température . 4 -
\" : -40°C, + 85°C
M : -B5°C, +125°C

For read only memories family extra digits are used to identify the code. See catalog MOS integrated circuits.
Pour la famille des mémoires & lecture seule, des caractéres supplémentaires sont utilisés pour identifier le code. Se reporter
au catalogue “Circuits intégrés MOS”.
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ORDERING INSTRUCTIONS FOR FLAT-PACKAGES
REDACTION DES COMMANDES POUR BOITIERS PLATS

Orders for circuits described in this specification should include an end number as
explained in the following example :
A la suite du numéro du circuit desiré, indiquer par le repére ci-dessous la version choisie :

Example :

SF.C 2709 PM3 Formed and solder dipped leads, insulated bottom
Exemple

Connexions mises en forme et étamées, fond isolé

. Pin1
Order Dash n° Formed leads Insulated bottom | Solder dipped leads Broche 1
Repére Connexions mises Isol du fond C i
en forme

0 no no no
1 yes yes no
2 no yes no
3 yes yes yes
4 no yes yes

s
5 yes no ye: 5

These flat-package circuits are shipped in carrier “Barnes”
Tous ces boitiers sont livrés en porteur “'Barnes””

ORDERING INSTRUCTIONS FOR MOLDED MICROPACKAGES
REDACTION DES COMMANDES POUR MICROBOITIERS MOULES

Orders for circuits described in this specification should include an end number as
explained in the following example :

A la suite du numéro du circuit desiré, indiquer par le repére ci-dessous la version choisie :

SF.C2723UC/1 | ;10 1eads
TDB0124-FP/1 Connexions longues

Example :
Exemple

Pin1
Broche 1

Order Dash n°
Repére

Long leads
Connexions longues

Packages
Boftiers

Nothing (Rien)

1

No

Yes

CB-176 — CB-178

CB-216 — CB-218

The micropackages dash 1 circuits are shipped in carrier “Barnes’’
Les microboftiers repére 1 sont livrés en porteur *‘Barnes”
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Symbols

Linear integrated circuits

Symboles

Circuits intégrés linéaires

Automatic gain control
Voltage gain (dynamic)
Voltage gain {(continuous)

Common mode voltage gain
Differential mode voltage gain

Susceptance
Band width

Collector-substrat capacitance
(transistors arrays)

Input capacitance (with ground)
Differential input capacitance
Load capacitance

Common mode rejection ratio
Output capacitance (with ground)

Short-circuit input capacitance
b = common base
e = common emitter

Open-circuit reverse transfer capacitance
b = common base
e = common emitter

Open-circuit output capacitance
b = common base
e = common emitter

Total harmonic distorsion

Temperature coefficient of input offset current

AGC

(af=f; —fp)
Ccs
C

Cip

c
12b
C12e

Ca2p
C22¢

(Dipy)

Contréle automatique de gain

Amplification en tension (dynamique)

Amplification en tension (continu)

Amplification en tension du mode commun

Amplification en tension du mode différentiel

Susceptance

Bande passante

Capacité collecteur-substrat
(réseaux de transistors)

Capacité d’entrée (par rapport & la masse)
Capacité différen tielle'd ‘entrée

Capacité de charge

Taux de réjection en mode commun
Capacité de sortie (par rapport & la masse)

Capacité d’entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Capacité de transfert inverse (capacité de
réaction), entrée en court-circuit

= en base commune
¢ = en émetteur commun

Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert
b = en base commune
e = en émetteur commun

Distorsion harmonique totale

Coefficient de température du courant
de décalage a I'entrée
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Temperature coefficient of output voltage

Temperature coefficient of input offset voltage

Equivalent input noise voltage

Common mode voltage range

Equivalent input noise electromotive force

Frequency

Cut-off frequency

Modulation frequency

Oscillator or oscillation frequency

Transition frequency

Tuning frequency

Noise figure

Conductance

Power gain

Short-circuit input impedance
b = common base
e = common emitter

Open-circuit reverse voltage transfer ratio
b = common base
e = common emitter

Short-circuit forward current transfer ratio
b = common base
e = common emitter

Static value of the forward current transfer
ratio(common emitter)

Dkvo

(DVpy)

mod
oscC
fT’

ftun

h
11b
h11e

h12p
hi2e

h
21b
h21e

h21g

Coefficient de température de régulation

Coefficient de température de la tension
de décalage a I'entrée

Tension de bruit ramenée a I’entrée

Gamme de la tension du mode commun

Force électromotive de bruit ramenée & I’entrée

Fréguence

Fréquence de coupure

Fréquence de modulation

Fréquence d’oscillation ou de I'oscillateur

Fréquence de transition

Fréquence d‘accord

Facteur de bruit

Conductance

Gain en puissance

Impédance d’entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Rapport de transfert inverse de la tension,
entrée en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Rapport de transfert direct du courant, sortie
en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Valeur statique du rapport de transfert direct
du courant (en émetteur commun)
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Open-circuit output admittance
b = common base
e = common emitter

Current

Automatic gain control stage input current

Input bias current

Bias current one input

Collector (D.C) current

Collector-base cut-off current with 'E =0and
VCB specified

Supply current

Supply currents

Collector-emitter cut-off current with 'B =0
and VCE specified

Input offset current

Full load current
Input current

Mean bias current (or input current without
input signal)

Input equivalent noise current
Null load current

Output current

Cut-off leakage current

High level output current

ha2p
h22e

IaGge

Icci
Icc2

Iceo

ho
(ipp

Admittance de sortie, entrée en circuit ouvert
b = en base commune
e = en émetteur commun

Courant

Courant d’entrée de ’étage de commande
automatique de gain

Courant de polarisation

Courant de polarisation d’une entrée

Courant (continu) de collecteur

Courant résiduel collecteur-base avec | = 0
et VCB spécifié

Courant d‘alimentation

Courant fourni par les alimentations

Courant résiduel collecteur-émetteur avec
IB =0 avec VCE spécifié

Courant de décalage a I'entrée

Courant maximum débité dans la charge
Courant d’entrée

Courant de polarisation (en courant d‘entrée
sans signal)

Courant de bruit ramené a I’entrée
Courant en l’absence de charge
Courant de sortie

Courant de fuite a /'état bloqué

Courant de sortie & I’état haut
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Low level output current
Short-circuit output current
Short-circuit current limit
Strobe current

(Continuous) on state current
Overshoot factor

Long term stability

Line regulation
Load regulation

Internal power dissipation

Output power (useful in-load) with specified
conditions

Power dissipation
External generator resistance

Input resistance (between input and ground)

Differential input resistance
Load resistance

Output resistance
Differential output resistance

Parallel loss resistance of a tuned oscillatory
circuit

Source resistance

Sense current resistance

Courant de sortie & I’état bas

Courant de sortie en court-circuit

Courant de court-circuit

Courant d’échantillonnage

Courant continu & I’état passant

Facteur de rebondissement
Stabilité dansle temps

Coefficient de régulation en fonction de la
tension d’entrée

Coefficient de régulation en fonction de la
charge

Puissance dissipée

Puissance de sortie (utile dans la charge)
dans des conditions spécifiées

Dissipation de puissance

Résistance de générateur extérieur

Résistance d’entrée (entre une entrée et
la masse)

Résistance différentielle d’entrée
Résistance de charge

Résistance de sortie

Résistance différentielle de sortie

Résistance paralléle de perte d’un circuit
oscillant & /'accord

Résistance de source

Résistance de limitation du courant




Junction-ambient thermal resistance

Junction-case thermal resistance

Case-ambient thermal resistance

Ripple rejection

Sensitivity (input signal voltage with output and
operating conditions specified)

Slew rate

Supply voltage rejection ratio

Delay time

Fall time

Turn off time

Turn on time

Strobe release time

Over shoot time

Pulse time

Rise time or response time

Ripple time

Carrier storage time

Fall time

Rise time

Ambient temperature

Rih (j-a)
Rth(j-c)

Rihic-a)

(o}
SvomSvoav
SVR
tq
4

Lotf
(ts+tg)

on
(td+ tr)

ost

Résistance thermique (jonction-ambiante)
Résistance thermique (jonction-boitier)
Résistance thermique (boitier-ambiante)
Taux de filtrage

Sensibilité (tension de signal d’entrée dans
des conditions de sortie et de fonctionnement
spécifides)

Pente du signal de sortie

Taux de réjection di aux alimentations
Retard a la croissance

Temps de décroissance

Temps total de coupure

Temps total de croissance

Temps de réponse entre échantillonnage
Temps de rebondissement

Durée d’une impulsion

Temps de montée ou temps de réponse
Temps de l{aci//ement

Retard a la décroissance

Temps de transition & la décroissance

Temps de transition & la croissance

Température ambiante
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Case temperature
Junction temperature
Operating temperature
Storage temperature

Voltage applied to automatic gain control stage

Base-emitter (D.C) voltage
Collector-base {D.C) voltage, with IE =0and
| c specified

Supply voltage (s)

Collector-emitter (D.C) voltage, with IB =0
and |C specified

Collector-emitter saturation voltage, with g
and lc specified

Collector substrate-voltage
Input offset voltage

Emitter-base (D.C) voltage, with lc=0and
'E specified

Positive output level
Dynamic input voltage

(Continuous) input voltage

Input offset voltage

Differential input voltage

Input voltage range

oper
stg

VaGe

Veso

Vee
Veer
Veez

Vceo

Température boitier
Température de jonction
Température de fonctionnement
Température de stockage

Tension appliquée & |’étage de commande
automatique de gain

Tension (continue) base-émetteur
Tension (continue) collecteur-base avec
lg= Oet /C spécifié

Tension d‘alimentation (s)

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
Ig=0et IC spécifié

Tension de saturation collecteur-émetteur,
avec | get / c spécifiés

Tension collecteur-substrat
Tension de décalage a I'entrée

Tension (continue) émetteur-base, avec
/ c= Oet! £ spécifié

Niveau de sortie positif
Tension d’entrée dynamique

Tension (continue) d’entrée

Tension de décalage & /’entrée

Tension différentielle d’entrée

Tension d’entrée limite
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Negative output level

Equivalent (input) noise voltage

Output noise voltage

AF output voltage (AF amplifier)

Output voltage

High level output voltage

Low level output voltage

Maximum range of output signal

Maximum output voltage (peak to peak)

Output voltage swing

Reference voltage

Gain control voltage

Supply voltage

Short-circuit input admittance
b = common base
e = common emitter

Short-circuit reverse transfer admittance
b = common base
e = common emitter

Short-circuit forward transfer admittance
b = common base
e = common emitter

Short-circuit output admittance
b = common base
e = common emitter

Input impedance

Y11p*
Y11e

Y12b*
Y12e

Y21p*

Y21e

Y221
Y22e

Niveau de sortie négatif

Tension équi de bruit (r alentrée)
Tension de bruit en sortie

Tension du signal de sortie BF (amplificateur BF)
Tension de sortie

Tension de sortie a I’état haut

Tension de sortie a /’état bas

Excursion maximale du signal de sortie

Tension maximale de sortie (créte & créte)
Dynamique de sortie

Tension de référence

Tension de commande de gain

Tension d’alimentation

Admittance d’entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Admittance de transfert inverse, entrée en
court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Admittance de transfert direct, sortie en
court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Admittance de sortie, entrée en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Impédance d’entrée
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Common mode input impedance Zj

C
(Zl c)
Differential input impedance Zid
Z,p)
Output impedance Z,
zg)
Differential output impedance Zod
(Zou)
Input offset voltage temperature coefficient VIO
Temperature coefficient o
Current temperature coefficient a
Input offset current temperature coefficient 110
Voltage temperature coefficient 23V}
Reference voltage temperature coefficient aVZ
Duty cycle (of a pulse) é
n

Efficiency

Impédance d’entrée en mode commun

Impédance différentielle d’entrée

Impédance de sortie

Impédance différentielle de sortie

Coefficient de température de la tension de
décalage a I’entrée

Coefficient de température

Coefficient de température du courant

Coefficient de température du courant de
décalage a |'entrée

(Po =n VCC ICC)

Phase angle ¢

Phase angle of input admittance with output

short-circuit $Y11b
b = common circuit dY11e
e = common emitter
Phase angle of reverse transfer admittance with
input short-circuit *Y12b
b = common base Y 12¢e
e = common emitter .

Coefficient de température de la tension

Coefficient de température de la tension
de référence

Facteur de forme (d’une impulsion)

Rendement

Angle de phase

Angle de phase de I'admittance d’entrée, sortie
en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Angle de phase de I'admittance de transfert
inverse, entrée en court-circuit
b = en base commune

e

= en émetteur commun
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Phase angle of forward transfer admittance with
output short-circuit

b = common base

e = common emitter

Phase angle of output admittance with input
short-circuit

b = common base

e = common emitter

Angular frequency

Y21b
Y21e

Y22h
$Y22e

Angle de phase de |'admittance de transfert
direct, entrée en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Angle de phase de I’admittance de sortie, entrée
en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Pulsation
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Symbols

MOS integrated circuits

Symboles

Circuits intégrés MOS

Clock input capacitance
Drain-substyate capacitance
Drain-case capacitance
Drain-source capacitance
Gate-substrate (input) capacitance
Gate-drain capacitance
Gate-output capacitance
Gate-source capacitance

Input capacitance
Input-substrate capacitance
Load capacitance

Logic input capacitance
Output-substrate capacitance
Source-substrate capacitance
Source-case capacitance

Reverse transfer capacitance
Clock frequency

Maximum clock frequency
Drain current

VDD power supply current per package
Quiescent device current
Output drive current, N channel

Drain leakage current

Capacité de I’entrée d"horloge
Capacité drain-substrat
Capacité drain-boitier
Capacité d/:ain-source
Capacité (d’entrée) grille-substrat
Capacité grille-drain

Capacité grille-sortie

Capacité grille-source

Capacité d’entrée

Capacité d’entrée-substrat
Capacité de charge

Capacité d’entrée logique
Capacité de sortie-substrat
Capacité source-substrat
Capacité source-bofitier
Capacité de transfert inverse
Fréquence d’horloge
Fréquence maximale d’horloge

Courant de drain

Courant de I'alimentation V ppy par boitier

Courant d‘alimentation au repos

Courant de sortie, canal N

Courant de drain au blocage
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MOS

Output drive current, P channel
Drain current at Vgg =

VGG power supply current per package

Pull-up current

Gate leakage current
Gate leakage current at VDS =

Input current

Input current at V.,

Input current at V| L

(input) leakage current

Logic input leakage current

Output leakage current

Output current

Output current at VOH

Maximum output disable current

Output current at VOL
Short-circuit output current
Output leakage current
Pull-up current

Source current

Source leakage current

VSS power supply current

Courant de sortie, canal P

Courant de drain pour VG S

Courant d‘alimentation Vg par boitier
Courant MOS de charge

Courant de fuite grille-substrat

Courant de fuite de grille a Vps=
Courant d’entrée

Courant d’entrée a V

Courant d’entrée a V;,

Courant de fuite (entrée)-substrat
Courant de fuite entrée logique-substrat
Courant de fuite de sortie

Courant de sortie

Courant de sortie & Vo

Courant maximal de sortie & I'état haute impé-
dance

Courant de sortie & VO L

Courant de sortie en court-circuit
Courant de fuite sortie-substrat
Courant de MOS de charge
Courant de source

Courant de source au blocage

Courant de I'alimentation VSS
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MOs

Clock input leakage current IS¢ B Courant de fuite horloge-substrat

Quiescent device dissipation/package PDL Puissance dissipée par boftier au repos
Power dissipation Ptot Puissance dissipée

Gate-source (input) resistance 'Gs Résistance (d’entrée) grille-source
Dynamic input resistance at VIH "H Résistance dynamique d’entrée & V/H
Dynamic input resistance at VI L "o Résistance dynamique d’entrée a V, L

Drain-source leakage resistance 'ps (off) Résistance drain-source au blocage
On drain-source resistance 'DS(on) Résistance drain-source & I'état passant
Access time ta Temps d’accés
. Tamb : .
Ambient temperature ,. am Température ambiante
{tamb)

Address to write set-up time t( A—W)set Temps de préétablissement de ['adresse par
rapport a l’écriture

Chip inhibit time tc) Temps de mise en inhibition
Chip enable to output time tco Temps de levée d’inhibition
Chip select time tcs Temps de levée d’inhibition
Data hold time tDhold Temps de maintien de I’information
Read set-up time tpset Temps de préétablissement de la lecture
Clock rise time tr¢ Temps de montée de I’horloge
Clock fall time t » Temps de descente de I’horloge
Hold time thold Temps de maintien
Junction temperature Ti= Tivj) Température de jonction
(4= tyj))
Previous read data valid with respect to address toH Temps de validité de I'information précédente par

" rapport aux adresses




MOS

Operating temperature

Propagation delay time (input signal to output
signal)

Propagation delay time high to low level output

Propagation delay time low to high level output

Read cycle time
Read set-up time
Clock rise time

Input set-up time

Storage temperature

Transition time high to low level
Transition time low to high level
Pulse width

Write cycle time

Chip enable to write set-up time

Write pulse width

Clock pulse width

Substrate voltage

Drain-source breakdown voltage

Drain-source breakdown voltage, with VGS =0
and Iy specified

oper
(toper)

tpio
tpHL
pLH

tRe

tRs
try
tset-up

Tstg

(tgeg)
THL

TLH

twe

tws

tww

two

Ve
V(BR)DSB

V(BR)DSS

Température de fonctionnement

Temps de propaga*on (entrée signal a sortie
signal)

Temps de propagation & la décroissance du signal
de sortie

Temps de propagation & la croissance du signal
de sortie

Temps de cycle de lecture
Temps de préétablissement de la lecture
Temps de montée de I’horloge

Temps de préétablissement

Température de stockage

Temps de transition a la décroissance
Temps de transition & la croissance
Largeur d‘impulsion

Temps de cycle d’écriture

Temps de préétablissement de l'inhibition par
rapport & l’écriture

Largeur de I'impulsion d’écriture
Largeur d’impulsion d’horloge
Tension de substrat “

Tension de claquage drain-source

Tension de claquage drain-source, avec VG s = 0
etlp spécifié

47



MOS

Gate-source breakdown voltage
Pull up-source breakdown voltage
Source-drain breakdown voltage
(DC) supply voltage

Drain power supply voltage
Drain-source voltage

Gate-case voltage

Gate power sup;ply voltage

Gate to source voltage

Gate-source threshold voltage
Input voltage

Noise immunity voltage

High level noise immunity voltage
Low level noise immunity voltage
Output voltage

High level output voltage

Low level output voltage

Pull up-substrate voltage

Pull up-drain voltage

Pull up-source voltage

Source to substrate voltage

V(BR)GSB
V(BR)PSB
V(BR)SDB
Vee
VDI()note 1)
Vbs
Vac
Vee
Vas
VGs(T0)
Vi
VI'I
ViH
VaL

Vo

Tension de claquage grille-source

Tension de claquage de MOS de charge

Tension de claquage source-drain

Tension d‘alimentation (continue)

Tension d‘alimentation drain

Tension drain-source

Tension grille-boitier

Tension d’alimentation de grille

Tension grille-source

Tension de seuil grille-source

Tension d’entrée

Tension d'immunité au bruit

Tension d'immunité au bruit a I’état haut

Tension d'immunité au bruit a I’état bas

Tension de sortie

Tension de sortie & I’état haut

Tension de sortie a |'état bas

Tension MOS de charge-substrat

Tension MOS de charge-drain

Tension MOS de charge-source

Tension source-substrat

Note 1 : Supply voltage VDpD—VSsS is negative for P-MOS circuits and positive for C-MOS circuits.
La tension d’alimentation V pp-V/ss est négative pour les circuits & canal P, positive pour les circuits C-MOS.
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Mos

Source power supply voltage
N channel threshold voltage
P channel threshold voltage

High level clock voltage
Low level clock voltage

Forward admittance

Tension d‘alimentation de la source

Tension de seuil du canal N

Tension de seuil du canal P

Tension d’horloge a I'état haut

Tension d’horloge a I’état bas

Admittance de transfert direct
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Quiality

SESCOSEM SELECTION PROGRAMS

In response to the increasing demand for components necessary for certain high reliability equipments,
principally in the areas of space, aeronautical, military and even industrial applications, SESCOSEM
has designed and established selection programs applicable to its major product lines. These programs
define 3 selection classes going in decreasing severity from A to B to C, allowing the appropriate
requirements to be satisfied.

Essentially, the devices submitted to these programs are put through a series of inspections and tests
divided into several phases :

— a manufacturing phase, including a 100 % special visual inspection prior to encapsulation, a high
temperature ageing, and a 100 % electrical selection.

— a 100 % preselection, including a group of thermal mechanical tests (temperature change, accelera-
tion, shock.....) followed by a 100 % sealing test.

a 100 % selection by means of a group of ageing tests (operating, reverse bias, storage), preceded
and followed by a 100 % measuring of essential parameters.

— lastly a final inspection.
The complete definition of these programs is described in a separate publication entitled :

""SESCOSEM Selection Programs for semiconductors and integrated circuits”’ in French and English
language.

SYNTHESIS AND TABLES OF RESULTS

The tables which follow give the cumulative results, over the period 1976 - 1977, of the test results
carried out by SESCOSEM on its standard product lines.

— ORIGIN OF THE RESULTS

These cumulative results are synthesided from results of periodic tests carried out according to the
same principles and under the same conditions as the CCQ for SESCOSEM standard products, finally,
when possible, some specific test results following the contractual device specifications.

— TEST REFERENCES, ORIGIN OF AQL, LTPD, LAMBDA

The tests are subdivided into subgroups (s.g.) with reference to the applicable French standards. In
the case of environmental, which is to say mechanical and climatic tests, the corresponding IEC 68-2
references are given: The AQL (Acceptable Quality Levels) values used, rounded off to nearest standard
value are extracted from the IEC 410 publication, which is identical with MIL STD 105 D.
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Qualité

LES PROGRAMMES DE SELECTION SESCOSEM

Répondant aux demandes croissantes de composants nécessaires & certains équipements spéciaux &
haut niveau de fiabilité, principalement dans le domaine des applications spatiales, aéronautiques,
militaires et méme industrielles, SESCOSEM a congu et mis au point des programmes de sélection
applicables & ses principales lignes de produits. Ces programmes définissent 3 classes de sélection A, B,
C de sévérité décroissante permettant de satisfaire les exigences appropriées.

Pour I'essentiel, les produits faisant I'objet de ces programmes subissent des séquences de contréles et
d’épreuves réparties en plusieurs phases :

— une phase de fabrication, comprenant un contréle visuel unitaire spécial avant encapsulation, d’un
vieillissement & haute température, et d’un tri électrique unitaire.

— une présélection unitaire constituée par un groupe d‘épreuves thermiques et mécaniques (variations
rapides de température , accélération, chocs....) suivi d’un tri unitaire en herméticité.

— une sélection unitaire constituée par un groupe d’épreuves de vieillissement (fonctionnement,
blocage ou stockage) précédé et suivi de la mesure unitaire des paramétres fondamentaux.

— enfin une recette finale.

La définition compléte de ces programmes est décrite dans une publication séparée intitulée :
“Programmes de sélection SESCOSEM pour semiconducteurs et circuits intégrés” édition bilingue
Frangais - Anglais.

SYNTHESE ET TABLEAUX DES RESULTATS

Les tableaux qui suivent, donnent les cumuls, sur la période 1976 - 1977, des résultats d’essais
effectués par SESCOSEM sur ses produits de fabrication standard de série.

— ORIGINE DES RESULTATS

Ces cumuls font la synthése des résultats d’essais périodiques exécutés suivant les mémes principes et
dans les mémes conditions normalisées que le CCQ pour les lignes standard SESCOSEM, et enfin,
quand cela a été possible, des résultats de certains essais spécifiques suivant cahiers des charges.

— REFERENCE DES ESSAIS, ORIGINE DES NQA, NQT, A

Les essais sont répartis en sous-groupes (s.g.) avec référence & la norme frangaise applicable. Pour les
essais d’environnement, c’est-a-dire mécaniques et climatiques, les références de publication CEl 68-2
sont données en correspondance. Les NQA (Niveaux de Qualité Acceptables) utilisés, arrondis aux
valeurs normalisées les plus proches, sont extraits de la publication CEl 410 qui est identique & la
spécification MIL STD 105 D.
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Certain AQL values for quantities exceeding the conventional limits have been computed from the
basis formulas. There are shown in parenthesis in the tables.

The LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) values used, rounded off to the nearest standard value,
are taken from MIL-M38 510 D specification and correspond to a 90 % confidence level.

The X (failure rates) used, are extracted from the CCTU 0109 or MIL-STD-690 specifications.

As usual, they are defined for catastrophic failures with a 60 % confidence level, symbol A (60 %).

Finally, in addition to the AQL, LTPD and A which are defined by statistical laws and are sometimes
difficult to interpret, the simple percentage of observed failed devices is also shown, or OQL (Observed
Quality Level).

THE FAILURE CRITERIA

After the environmental tests and endurance tests, the applied failure criteria are, those usually used
in standards, namely : )

— aspect, marking, in general rule, and particularly after mechanical tests.
— measurements of essential electrical parameters with the same minimum and maximum limits as for
the initial measurements, particularly after endurance tests.

— THE ACCELERATION COEFFICIENTS AND THEIR ORIGIN

It is fitting to note that the standardized life tests are as a general rule carried out under maximum
temperature or power dissipation stresses which are rarely met up with in pratice. That is why the
tables also supply some complementary values of X\ under reduced stress levels.

In the case of integrated circuits, the complementary values are given for conditions of operating
equivalent to an ambient temperature of 25°C by using the following coefficients :

- Junction temperature

— Temperature factor : according to MIL-HDBK-217 B Notice 1 of 7 September 1976
(7 9 of table 2.1.5—4)

- Operating

Operating

— Experimental coefficients
p Storage

at given same Tj (according to the product type)
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Certaines valeurs de NQA pour les quantités de piéces dépassant les limites conventionnelles, ont été
obtenues par application des formules de base. Elles figurent seulement entre parenthéses dans les
tableaux.

Les NQT (Niveaux de Qualité Tolérés) utilisés, arrondis aux valeurs normalisées les plus proches, sont
extraites de la spécification MIL-M-38 510 D et correspondent & un niveau de confiance de 90 %.

Les N (taux de défaillance) utilisés, sont extraits de la spécification CCTU 0109 ou MIL-STD-690.

Selon I'usage, ils sont définis pour les défauts catastrophiques, avec un niveau de confiance de 60 %,
symbole \(60 %).

Enfin, en plus des NQA, NQT et \ dont les définitions sont basées sur des lois statistiques parfois
difficiles & interpréter, on a fait figurer également les simples pourcentages des piéces défectueuses
observées ou NQO (Niveau de Qualité Observé).

LES CRITERES DE DEFAUTS

Aprés les essais d’environnement, et les essais de vieillissement, les critéres de défauts appliqués sont
ceux habituellement utilisés dans les normes, & savoir :

— aspect, marquage, en régle générale, et en particulier aprés les essais mécaniques.

— mesures des paramétres électriques essentiels, avec les mémes limites minimales et maximales que
pour les mesures initiales, en particulier aprés les essais d’endurance.

LES COEFFICIENTS D’ACCELERATION, ET LEUR ORIGINE

1l convient de noter que les essais normalisés de vieillissement sont en régle générale effectués dans les
conditions de contraintes maximales de température ou de dissipation de puissance, rarement rencon-
trées dans les applications pratiques.

Pour les circuits intégrés, des valeurs complémentaires de N\ sont données pour des conditions équiva-
lentes & un fonctionnement & la température ambiante de 25°C, en utilisant les coefficients suivants :

- Pour la température de jonction
— Facteur de température de la norme MIL-HDBK-217 B Notice 1 du 7 Septembre 1976

(T 1o delatable 2.1.5—4)
- Pour le fonctionnement

. . Fonctionnement
— Coefficients expérimentaux ————————

4 méme T; donnée (selon le type de produit)
Stockage /
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

Amplificateurs opérationnels

Régulateurs faible puissance

Comparateurs

{Nombre moyen de transistors par circuit : 20)

Boitiers métalliques{T0-39 ; TO99 ; TO-100
CB-106 ; CB-107

Période de fabrication : 1975 - 1976 - 1977

Essais d'Environnement

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

Operational amplifiers
Low power regulators
Comparators

(Average number of transistors per circuit : 20)

Metal cases {

Environmental tests

T70-39 ; TO-99 ; TO-100
CB-106 ; CB-107
Manufacture period : 1975 - 1976 - 1977

Meth Nb AQL oaL LTPD
sg. Essais Tests NF.C 1EC 68.2 p. tested Nb NOA Nao Nar
96.111 CEI68.2 | P.en essais defect | approx. approx.
% % %
Chocs Shock M 307 27 Ea 1
C1| Vibrations Vibration M 308 6 Fc 860 2 0,15 0,35 0,7
Accélération Acceleration M 305 7 Ga 0
Soudabilité Solderability M 302 2 T 0
C2| Soudure Soldering heat M 301 20A Tb 880 2 0,156 0,34 0,7
Rob. des sorties Rob. of terminals M 304 21 Ua 1
Var. rapidesde T Rapid change of T C 203 14 Na 2
c3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 860 2 0,15 0,45 1
C4| Chaleur humide 56 j.  Damp heat 56 d. C 204 3 Ca 820 4 0,16 0,49 1
Total ~ Cl—=C4 3420 14 | [o1s] |[041] | [0.7]

Essais d’endurance

Ageing/Operating life tests

hxe
Nb AaL oaL |, (se%)
. Nb NQA NQOo
sg. Essais Tests p. tested defect | apor
p. en essais 3 pprox. 10%h
10 %/1000 h | %/1000 h
Stockage 125°C Storage 125°C 440 2.560 0 0,004 0 350
C6 | stockage 150°C Storage 150°C 1640 [8040 | 6 0,025 0,07 900
C5 | Fonctionnement Tamb :125°C Operating Tamp < 125°C 1.280 3.510 15 0,25 0,43 4600
Total C5 + C6 3.360 14110 21

Taux de défaillance équivalent & un fonctionnement
aTymp = 25°C

A
Tj

fonctionnement

Tj identique, coefficient stockage =10

=Tamb +10°C en fonctionnement

Coefficient de température Ty (base g = 0,7 eV)

Failure rate equivalent to a life test at Tomp =25°C

At same Tl

operating
storage

coefficient = 10

Operating T/ = Tamb +10°C

Temperature coefficient Try (base g = 0.7 eV)

hxe Coeff hxe Np | N(60%)
Essais Tests equival. defect equival.
108 x 103 10:9/h
94
Stockage 125°C Storage 125°C 2.560 10x0.24 0,24 100.270 0 9
320
Stockage 150°C Storage 150°C 8.040 10x 024 1.072.000 6 6.8
i : ° i : ° 158, 2 80 15 7,2
Fonctionnement Tamb :125°C Operating ramb :1125°C 3.510 0,24 2.266.8 )
Total fonctionnement equiva- Total equivalent operating 3.439.150 21 6,6
lent a 25°C at 25°C

5.
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

Amplificateurs opérationnels de puissance
Régulateurs de puissance

{Nombre moyen de transistors par circuit : 20)
Boftiers métalliques : TO-3 ; CB-158

Période de fabrication : 1975 - 1976 - 1977

Essais d’environnement

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

Power operational amplifiers

Power regulators

(Average number of transistors per circuit : 20)
- Metal cases : TO-3 ; CB-168

Manufacture period : 1975 - 1976 - 1977

Environmental tests

Meth Nb AQL oaL | LTPD
s.g. Essais Tests ng"c 1 IEC68.2 | p. tested Nb NaA Nao | Not
. CEI68.2 | p.en essais defect | approx. approx.
% % %
Chocs Shock M 307 27 Ea 1
c1 Vibrations Vibration M 308 6 Fc 130 (] 04 0,78 3
Accélération Acceleration M 305 7 Ga 0
Soudabilité Solderability M 302 2 T 0
c2 Soudure Soldering heat M 301 20A Tb 130 (1] 0,1 0 2
Rob. des sorties Rob. of terminals M 304 21 Ua 0
Var. rapidesde T Rapid change of T C 203 14 Na 0
c3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 130 0 0.1 o 2
ca Chaleur humide 56 j. Damp heat 56 d. C 204 3 Ca 110 0 0,1 0 2
Total Cl———=C4 500 1| i |2 | o]
Essais d’endurance Ageing/Operating life tests
hxc AaL oaL
, Nb Nb | NOA Nao | A(60%)
s.g. Essais Tests p. tested defect | approx
! . . 9
Penessais | g3 %1000h | %1000h| 10°/h
C6 | Stockage 150°C Storage 150°C 220 970 2 0,1 0,2 310
C5 | Fonctionnement Tamb :125°C Operating Tomb - 125°C 140 460 2 0,15 0,22 660
Total C5 + C6 360 1.430 4

Taux de défaillance équivalent & un fonctionnement
aTymp = 25°C

. . N fonctionnement
A Tj identique, coefficient — 7 — =

stockage
Ti en fonctionnement =T, .\ +20°C
Coefficient de température o (baseq = 0,7 eV)

Failure rate equivalent to a life test at T, = 25°C

operatin, L
At same T, coefficient =3

operating
J storage
Operating Tl = Tamb +20°C

Temperature coefficient Try (base g = 0.7 eV)

. hxe Coeff hxe Nb A (60%)
Essais Tests equival. defect | Cdvival.
103 x 103 109/h
320
Stockage 150°C Storage 150°C 970 3x0,56 184.760 2 17
) 250
Fonctionnement T, :125°C  Operating T, : 126°C 460 056 205.120 2 15
Total fonctionnement équiva- Total equivalent operating 390.120 4 13
lent 3 25°C at 25°C
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

Amplificateurs opérationnels

Régulateurs

Comparateurs

(Nombre moyen de transistors par circuit : 20)

Boftiers plastiques enfichables{TO-l 16 ;CB-116 ; CB-79 ; CB-98

Grille Kovar CB-174 ;CB-176 ; CB-178
Période de fabrication : 1975 - 1976 - 1977

Essais d’environnement

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

Operational amplifiers

Regulators

Comparators

(Average number of transistors per circuit : 20 )

Dual in line plastic cases. { T70-116 ;CB-116 ; CB-79 ; CB-98
Kovar frame CB-174,CB-176 ;CB-178

Manufacture period : 1975 - 1976 - 1977

Environmental tests

Meth. Nb AQL oaL | LTPD
5. Essais Tests NFC | jrc682 | p.testes | Nb | NQA | NaO| NOT
96.111 CE168.2 | p.en essais | defect | approx. approx.
% % %
Soudabilité Solderability M 302 2 T 0
c2 Soudure Soldering heat M 301 20A Tb 420 2 0,25 0,71 15
Rob. des sorties Rob. of terminals M 304 21 Ua 1
Var. rapide de T Rapid change of T C 203 14 Na 0
c3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 420 2 0,15 0,48 15
(e Chaleur humide 21 j. Damp heat 21 d. C 204 3 Ca 400 0 0,04 0 0,7
Bombe a eau Bomb pressure
C4a | 7 pars 15h. 7 bars, 15 h. 17 a 1000 3 015 | 03 | 07
Autoclave 2 bars, Pressure cooker 2 bars |
Cib| g h, 122°C 8h,122°C 420 2 0,15 0,48 1,5
Brouillard salin 24 h Salt mist 24 h 11 ka 420 3 0,25 0,71 1,5
Total C2 ——=C4 3080 13 | [o2g] | [042]| [07]
Essais d’endurance Ageing/Operating life tests
Nb hxe AQL oaL
sg. Essais Tests p. tested Nb | NOA NQO | A(60%)
p. en essais defect | approx. 0
108 %1000 | %/1000h| 109/h
C6a | Stockage 125°C Storage 125°C 300 1.600 0 0,007 0 550
C6b | Stockage 150°C Storage 150°C 560 2340 | 3 0,04 0,13 1.750
C5 | Fonctionnement T, :1256°C  Operating T, :125°C 520 1240 | 19 1 1,53 16.500
Total C5 + C6 1.380 5.180 22

Taux de défaillance équivalent & un fonctionnement
aTymp = 25°C

fonctionnement
A Ti identique, coefficient — 1 —— =

stockage =20
Ti en fonctionnement =T, ., +10°C
Coefficient de température Tro (basea=0,7 eV)

Failure rate equivalent to a life test at Tamp =25°C

operating

storage coefficient = 20

At same T/

Operating TI =Tamb +10°C
Temperature coefficient Ty, (base g = 0.7 eV)

hxe Coeff hxe Nb | M(60%)
Essais Tests equival. defect | cavival.
108 x 108 109/h
94
Stockage 125°C Storage 125°C 1.600 m 31.330 0 30
320
Stockage 150°C Storage 150°C 2.340 20x0,24 156.000 3 26
155
Fonctionnement Tamb :125°C Operating ramb :125°C 1.240 m 800.830 19 26
Total fonctionnement équiva- Total equivalent operating 988.160 22 24
lent 4 25°C at 25°C
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

Régulateurs de tension

Régulateurs de vitesse

{Nombre moyen de transistors par circuit : 14)
Boftier plastique : TO-126 (grille ctivre)

Période de fabrication : 1977

Essais d‘environnement

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

Voltage regulators
Speed regulators

(Average number of transistors per circuit : 14)
Plastic case : TO-126 (copper frame)

Manufacture period : 1977

Environmental tests

AQL oaL LTPD
s Essais Tests NF.C IET‘?;} p. t'::ted Nb NOA Nao nar
96.111 CEI68.2 | p.en essais defect | approx. approx.
% % %
Soudabilité Solderability M 302 2 T 0
C2 | Soudure Soldering heat M 301 20A Tb 80 0 0,15 0 3
Rob. des sorties Rob. of terminals M 304 21 Ua 0
Var. rapides de T Rapid change of T C 203 14 Na 0
;3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 80 0 015 0 3
ca Chaleur humide 21 j. Damp heat 21 d. C204 3 Ca 80 0 0,15 0 3
Bombe & eau Bomb pressure ’
C4a| 7 bars,15h. 7 bars, 15 h. 7 a 200 0,065 0 !
Autoclave 2 bars, Pressure cooker 2 bars,
Cab| g, 122°C 8h.,122°C 40 0 0,25 0 5
Brouillard salin 24 h.  Salt mist 24 h. 11 Ka 80 0 0,15 0 3
Total C2———C4 560 0 |[oo2s]| o | [og

Essais d’endurance

Ageing/Operating life tests

hxe AaL oaL
) . Nb Nb NQA NGO A (60 %)
s.4g. Essais ests p. tested
p. en essais defect | approx. 109
108 %/1000 h | %/1000 h
C6 | Stockage 150°C Storage 150°C 170 570 0 0,025 0 1.500
C5 | Fonctionnement Tj :120°C Operating T/ :120°C 120 400 1 0,1 0,25 5.000
Total C5 + C6 290 970 1
Taux de défaillance équivalent & un fonctionnement Failure rate equivalent to a life test at T/ =75°C
a T’- = 75°C (Avec un dissipateur) (with a heatsink)
Coefficient de température T (base g = 0,7 eV) Temperature coefficient Tro (base q = 0.7 eV)
hxe Coeff hxe Nb A (60%)
Essais Tests equival. defect equival.
10 x 103 10:9/h
72 "
Fonctionnement Tj :75°C Operating Tl :76°C 400 5 5.760 1 350
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CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES

Amplificateurs opérationnels de puissance
Amplificateurs basse fréquence

(Nombre moyen de transistors par circuit : 46)
Boftier plastique : CB-173 (grille cuivre)

Période de fabrication : 1976 - 1977

Essais d’environnement

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

Power operational amplifiers

AF amplifiers

(Average number of transistors per circuit : 46)
Plastic case : CB-173 (copper frame)

Manufacture period : 1976 - 1977

Environmental tests

Meth. Nb AQL ooL | LTPD
sg. Essais Tests 9': F"c1 IEC68.2 | p. tested deNf:c:t .:':::x Nao u:‘::;(
. CEI68.2 . en essais " :
P % % %
Soudabilité Solderability M 302 2 T 0
C2 | Soudure Soldering heat M 301 20A Tb 100 0 0,10 0 2
Rob. des sorties Rob. of terminals M 304 21 Ua .0
Var. rapides de T Rapid change of T C 203 14 Na 0
c3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 100 0 0,10 0 2
C4 | Chaleur humide 21j.  Damp heat 21 d. C 204 3 Ca 100 1 0,65 1 3
Bombe a eau Bomb pressure
C4a | 7 pars, 15h. 7 bars, 15 h. 17 Q 190 0 0,065 0 15
Autoclave 2 bars, Pressure cooker 2 bars,
C4b| gp 122°C 8h., 122°C 40 0 0,25 ] 5
Brouillard salin 24 h. Salt mist 24 h. 11 Ka 100 1 0,65 1 3
Total C2——=C4 630 2 | [o1s] | [032)| [1]

Essais d’endurance

Ageing/Operating life tests

Nb hxc AaL 0oL | )\ (50%)
sg. Essais Tests p. tested d“::ct a;“pofx Nao
p. en essais e rox. -9
108 %1000h | %000n| 07"
C6b | Stockage 150°C Storage 150°C 120 230 0 0,065 0 4.000
C5b | Fonctionnement Tj :100°C Operating T/ :100°C 500 830 2 0,1 0,24 3.700
Total C5 + C6 620 1.060 2
Taux de défaillance équivalent & un fonctionnement  Failure rate equivalent to a life test at T; = 75°C
a Tj = 75°C (Avec un dissipateur) (with a heatsink)
Coefficient de température T, (base g = 0,7 eV) Temperature coefficient Ty, (base g = 0.7 eV)
hxe Coeff hxe Nb A (60%)
Essais Tests equival. equival.
103 x 103 | defect | qp.9/p
. 24
Fonctionnement Tj :75°C Operating TI :75°C 830 B 3.980 2 760
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DEVICES QUALIFIED BY “COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS”

AND DEVICES UNDER CENTRALIZED CONTROL OF QUALITY (C.C.Q/C.C.T and/orC.C.Q/C.EC.C)

DISPOSITIFS HOMOLOGUES CCT/NF C/UTE
ET DISPOSITIFS SOUMIS AU CONTROLE CENTRALISE DE QUALITE (C.C.Q/C.C.T et/ou C.C.Q/C.E.C.C)

TRANSISTORS

TRANSISTORS
A BUX 10 A 2N 2218 A
ABUX 11 A 2N 2219
ABUX 12 A 2N 2219 A
ABUX 13 A 2N 2221
ABUX 14 A 2N2221A
ABUX 15 A 2N 2222
A2N 706 A 52N 2222 A
A2N 708 A 2N 2368
A2N914 A 2N 2369
AA2NOI8 A 2N 2483
A2N 929 A 2N 2484
A2N 930 A 2N 2904
A 2N 1613 A 2N 2904 A
AN A 2N 2905
A 2N 1893 A 2N 2905 A
A 2N 2218 A 2N 2906
SIGNAL AND SWITCHING DIODES
DIODES DE SIGNAL ET DE COMMUTATION
A BAV 19 A INOI4A
A BAV20 AINO4B
A BAV 21 A 1N916
A BAX12 A INOIBA
A BAX 16 A 1IN916B
A BAX17 A 1N4148
A INO4 A 1N 4149
VOLTAGE REGULATOR DIODES RECTIFIER DIODES
DIODES DE REGULATION DE TENSION DIODES DE REDRESSEMENT
A 1N 3880
A 1IN 388t
A BZX 46-C 2V7 ——= BZX 46-C62 4 1N 3882
A A BZX 85-C 2V7 ——#~ BZX 85-C62 A 1IN 3883
4 BZX 55C 2V7 ——-BZX 55-C62 A 1N 3900
A 1N 3901
A 1N 3902
A 1N 3903

PROFESSIONAL INTEGRATED CIRCUITS
CIRCUITS INTEGRES PROFESSIONNELS

A Devices under C.C.Q/ C.C.T
Dispositifs soumis au C.C.Q/ C.C.T

Cylindrical metal case
Bortier cylindrique métallique

UTE designation SESCOSEM designation
Désignation UTE Désignation SESCOSEM
A MAM 0709 SF.C 2709 M
A MAMO0709 A SF.C 2709 A
A MAM 0741 SF.C2741 M

A Devices under C.C.Q/ C.E.C.C

Dispositifs soumis au C.C.Q/ C.E.C.C

A 2N 2906 A
A 2N 2907
A 2N 2907 A
A 2N 3055 S
A 2N 4091
A 2N 4091 A
A 2N 4092
A 2N 4092 A
A 2N 4093
A 2N 4093 A
A 2N 4391
A 2N 4392
A 2N 4393
2N 4416
2N 4416 A

A 1N 4150
A 1N 4151
A 1N 4446
A 1IN 4447
A 1N 4448
A 1IN 4449

A1N 4001
A1N 4002
A1N 4003
A1N 4004
A1N 4005
A1N 4006
A1N 4007
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CHIP AND WAFERS

1— GENERAL INFORMATION
1.1 — Terminology

1.1.1 — CHIP

Refers to a component in chip form specified and supplied without wiring or separate package.

1.1.2 — WAFER

Refers to the component still in waferlike shape before separation of chips.

1.2 — General conditions

1.2.1 — AVAILABILITY

1.2.1.1 — All SESCOSEM linear integrated circuits of the present handbook, may be supplied as chip
or wafer items.

1.2.1.2 — Applicable documents

The french registered UTE standard NF C 96-413, is the relevant document for the establishment of

the specific and general conditions applying to SESCOSEM chips or wafer linear integrated circuits
supplies.

2 — ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Each chip is electrically tested for dc parameters during probing at 25°C to the conditions applied to
the commercial circuit bearing the same identification main code.

Temperature dc electrical parameters (Military range) are guaranteed through 25°C dc guardband
tests.

3 — QUALITY ASSURANCE - VISUAL INSPECTION

Each linear circuit chip (or wafer) is visually inspected for conformance with NF C 96-413, section 9.

In addition, quality control visually inspects each lot to a given sampling plan before packaging and
shipment.
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PASTILLES ET PLAQUETTES

1 — INFORMATIONS GENERALES
1.1 — Terminologie

1.1.1— PASTILLE

Désigne un Je sans ion ni loppe, spécifié et livré comme un article séparé.

1.1.2— PLAQUETTE

Désigne un ble de comp encore sous forme de tranche avant séparation des pastilles.

1.2 — Conditions générales
1.2.1— DISPONIBILITES

1.2.1.1 — Tous circuits intégrés linéaires SESCOSEM pr dans ce catalogue peuvent étre fournis & |’état de pas-
tilles ou de plaquettes.

1.2.1.2 — Documents de référence
La norme Frangaise enregistrée UTE NF C 96-413 est le document de référence utilisé pour |’établissement des condi-

tions générales et particuliéres des spécifications applicables aux fournitures de pastilles ou de plaquettes de circuits
intégrés lindaires SESCOSEM.

2 — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Chaque pastille est contrélée électriquement en paramétre statiques sous pointes, & 25°C, dans les conditions appliquées
automatiquement pour le circuit cfal, correspondant a son code principal d‘identification.

4

Les caractéristiques électriques statiques en Je] e (g militaire) sont assurées par corrélations.

3 — ASSURANCE QUALITE - INSPECTION VISUELLE

Chaque pastille (ou plaquette) de circuit lindaire livrée est contrélée visuellement selon les conditions du paragraphe 9
de la norme NF C 96413,

En outre, le contrble qualité effectue, par prélé , des inspecti jsuelles de vérification de conformité sur cha-
que lot avant conditic et expédition.
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4 — SHIPPING PACKAGES
4.1 — Chips

Linear chips are packaged in containers with individual locations (10, 20, 100, etc....). An anti-static
sheet is inserted between chips and the removable lid.

4.2 — Wafers

Wafers are packaged for shipment in special plastic packages, and each wafer is inserted between plas-
tic sheets for protection. Different shipping conditions may be used as appears in § 6.2 below.

An ink-spot marks out-of-specifications chips.

5 — STORAGE - HANDLING

Chips or wafers should be stored in their original packages and protected from moisture in excess of
30% relative humidity.

Chips should not be squeezed between tweezers but preferably vacuum handled :
— either with a plastic nozzle

— or, preferably with a metallic nozzle, shaped as shown here :

Vacuum

Chip
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4 — CONDITIONNEMENTS

4.1 — Pastilles

Les pastilles des circuits lindaires sont placées dans des boi'tes alvéolées (10, 20, 100, etc.....) comportant au dessus des
pastilles une feuille de papier anti-€lectrostatique. La bolte est munie d’un couvercle amovible.

4.2 — Plaquettes

Les plaquettes sont conditionnées dans des boftes en plastique spéciales, chaque plaquette étant protégée par une feuille
de plastiques. Les divers conditionnements possibles sont indiqués au §6.2 ci-aprés.

Les pastilles hors spécifications sont marquées d‘une tache d’encre.

5 — STOCKAGE - MANIPULATION

Le stockage des pastilles ou plaquettes doit étre fait dans leur conditionnement d’origine et dans une enceinte dont
Ilumidité relative ne dépasse pas 30%.

Les pastilles ne doivent pas étre saisies par les bords avec des précelles mais doivent étre aspirées avec une pipette,
comportant :

— soit un embout plastique (et non métallique)

— soit, de préférence, un embout métallique agissant selon le schéma ci-dessous :

Vide

Pastille
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6 — ORDER CODES

Each SESCOSEM linear circuit model sold in chip or wafer form has an unique order code in two parts.

6.1 — Main code
a — First letter : J (common to all devices)

b — After a dash, the type number as used for the encapsulated item built with a similar chip.

6.2 — Complementary code

After a dash two characters may be used :

a — A number to specify a choice of the wafer back finish.
1 - not defined
2 - gold backed

b — A letter to specify :
A — Wafer

B — Full wafer attached to an elastic adhesive sheet, with chips separated and hold stretched by
a metallic ring

S — Full wafer attached to an elastic adhesive sheet with chips separated

V — Chips in containers with separate locations

EXAMPLE :
Handbook type Chip Wafer
SF.C2741 M J-SF.C2741 M -1V
TDBO0119 J-TDBO119 - 2A

6.3 — The minimum order quantity for one particular item depends on the product, and conditions
of delivery asked for, according to 6.2.
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6 — CODE D’APPELATIONS

Chaque circuit linéaire SESCOSEM fourni sous forme de pastilles ou de plaquettes, a une identification précise formée
de deux parties.

6.1 — Code principal

a — Premiére lettre : J (lettre ¢ a tous les dispositifs)

b — Apreés un tiret, le numéro en usage du modéle de circuit encapsulé comprenant une pastille semblable.

6.2 — Code complémentaire

Aprés un tiret deux caractéres peuvent indiquer respectivement :

a — Un chiffre indiquant une variante du revétement de la face arriére :
1 — aucun traitement particulier
2 — dorure

b — Une lettre représentant I'état de livraison :

A - Plagquette entiére

B - Plaquette découpée entiére, collée sur ruban adhésif élastique et mail par un anneau métallique

S - Plaquette découpée cornme au-dessus mais sans anneau

V - Pastilles séparées, livrées en boftes alvéolées

EXEMPLE :
Type catalogue Pastilles Plaquettes
SF.C2741 M J-SF.C2741 M -1V
TDBO119 J-TDBO119 - 2A
6.3 — La quantité minil d’une de sur un article dépend du produit et des conditions particuliéres de-

mandées, selon les options proposées en 6.2.

65



Operational amplifiers

Amplificateurs opérationnels

67



.l"
1

“’/ T0-91

0 CB-98 Q CB-176

i*' ¢B116 T0-99 T0-116
(cB-11) (cB-2) (CB-86)
Type Packages VCC SVO V|D Pay
Type Boitiers (v) (V/ps)| (V) Pag:
min max typ. max.

OPERATIONAL AMPLIFIERS

AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS
SF.C 2861C,2861M,2861T CB-107 2 10 9 £2 327
SF.C 2861 DC, 2861 DT CB-116  *2 +£10 9 327
SF.C 2709 A, 2709 C,2709 M, 2709 T  TO-99 9 £15 0,25 205
SF.C 2709 AE, EC, ET, KM TO-116 +15 0,25 205
SF.C 2709 AP, 2709 PM TO-91 +9 +15 0,25 205
SF.C 2709 DC CB-98 +9 +15 0,25 205
SF.C 2307 TO-99 15 +30 93
SF.C 2307 DC CB-98 +15 30 93
SF.C 2308 TO-99 +5 15 125
SF.C 2308 A TO-99 +15 +£30 109
SF.C 2308 DC CcB-98 +15 £30 125
SF.C 2308 UC CB-176 5 £15 +3 879
SF.C 2301 A TO-99 +5 +15 05 30 73
SF.C 2301 ADC CB-98 +5 +15 05 +30 73
SF.C 2301 AUC, 2301 AUT CB-176  *5 +15 05  *30 869
SF.C2741C T0-99 +5 +15 05 30 225
SF.C 2741 DC cB-98 +5 +15 05 30 225
SF.C 2741 EC TO-116 5 +15 05 30 225
SF.C 2741 UC, 2741 UT CB-176 %5 +15 05 +30 931
SF.C 2748C T0-99 +5 £15 0,5 +30 249
SF.C 2748 DC CcB-98 +5 +15 0,5 +30 249
TDA, TDC0759-CM TO-99 +15 06 +30 987
SF.C 2318 UC CB-176 %5 +15 50 +30 893
TDB, TDC, TDE0118-CM T0-99 £5 *15 50 £30 153
TDB0714CM TO-99 +3 £15 0,25 %30 999
SF.C 2761C,2761M,2761 T CB-107  #2 15 9 +2 263
SF.C 2761 DC, 2761 DT CB-116 2 #5 9 *2 263
SF.C 2761 PM TO-91 2 #5 9 *2 263
SF.C 2315 DC CB-116 %2 15 *30 177
SF.C 2107 M, 2207 TO-99 5 +20 *30 93
SF.C 2107 PM, 2207 PT TO-91 +5 *20 +30 93

tnorder of 1 1 Vegmax 2 Veemin ¥ Svor 4 Vip

68



f Win ’
———
T0-99 T0-91 m TO-116 CB -98 CB174

(CB-11) (CB-86) (CB-2)
Vee | Svo | Vip
'm:z PBZ‘;':;Q;S (V) (Vips) | (V) ;:g:
min. max. | typ. max.

OPERATIONAL AMPLIFIERS (continued)

AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS f(suite)
SF.C 2108 A, 2208 A TO-99 5 +20 +30 109
SF.C 2108 M, 2208 TO-99 +5 +20 +30 125
SF.C 2108 PM, 2108 PT TO-91 +5 +20 +30 125
SF.C 2101 A, 2201 A TO-99 +5 +20 05 +30 73
SF.C2741 M TO-99 5 20 05 +30 225
SF.C 2741 KM TO-116 %5 20 05 +30 225
SF.C 2741 PM TO-91 5 20 05 30 225
SF.C 2748 M TO-99 5 20 05 +30 249
SF.C 2118 M, 2218, 2318 TO-99 +5 +20 50 +30 163
SF.C 2318 DC CB-98 +5 +20 50 +30 153
TDC0714-CM TO-99 +3 +20 0,25 +30 999

J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS A ENTREE J-FET
TDB0155-CM, 0155A-CM TO-99 15 5 +30 377
TDB0155-DP CB-98 15 5 +30 377
TDB0156-CM, 0156ACM TO99 +15 12 +30 377
TDBO156-DP CB-98 15 12 30 377
TDB0157-CM, 0157ACM TO-99 +15 50 +30 377
TDB0157-DP CB-98 +15 50 +30 377
TDCO0155-CM, 0155A-CM, TDE0155-CM TO-99 +15 +20 5 +30 377
TDCO0156-CM, 0156A-CM, TDE0156-CM TO-99 +15 +20 12 +30 377
TDCO0157-CM, 0157A-CM, TDEQ157-CM TO-99 +15 +20 50 +30 - 377

POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS

AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS DE PUISSANCE
TDB0791-DP TO-116 +15 +30 lgc TAmax 409
TDB0791-EP CB-174 *15 30 Igc 1A max 409
TDBO791-KM CB-158 +15 30 Igc 1Amax 409
TDB0791-SP CB-173 +15 +30 ISC 1A max 409
TDCO791-KM CB-158 15 30 Igc 1A max 409

Inorderof : 1) Vecmaxe 2) Veemine 3 SVO' 4Vp

Classé par H
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- L ) it

T0-99 CB-98 CB-176 ! T0-116 T0-91 T0-100
(CB-11) (CB-2) (CB-86) (CB-3)
A S \4
Type Packages cc VO 1D Page
Type Bortiers V) (V/us) V) Page
min max typ max

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIERS

AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS PROGRAMMABLES
SF.C2476C TO-99 +15 0,8 +30 193
SF.C 2476 DC CB-98 +15 0,8 +30 193
SF.C 2476 UC CB-176 +15 0,8 +30 9N
SF.C 2776 C,2776 M TO-99 +3 +15 0,8 +30 275
SF.C 2776 DC CB-98 3 15 0,8 130 VCC = 15V 275
SF.C 2776 KM TO-116 +3 115 0,38 +30 ISET = 15 A 275
SF.C 2776 PM TO-91 +3 +15 0,8 +30 275
SF.C 2776 UC CB-176 +3 +15 0,8 +30 939
SF.C2778C,2778 M TO-99 +3 +15 08 30 301
SF.C 2778 DC CB-98 +3 +15 0,8 +30 301

FOLLOWING AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR SUIVEUR
SF.C 2110 M, 2210, 2310 TO-99 5 15 +30 141
SF.C 2310DC CB-98 5 15 130 141

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS

AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS DOUBLES
TDF2904-DP CB-98 1,5 +13 +13 399
TDB, TDC, TDE0158-CM TO-99 15 15 +30 399
TDB, TDC, TDE0158-DP CB-98 1,6 +15 130 399
SF.C2747C TO-100 15 0,5 +30 235
SF.C 2747 EC TO-116 %15 05 +30 235
SF.C 2747 KM TO-116 120 05 +30 235
SF.C 2747 M TO-100 20 05 +30 235
SF.C 2458 C TO-99 15 08 +30 181
SF.C 2458 DC CB-98 +15 0,8 +30 181
SF.C 2458 UC CB-176 +15 08 30 903

Inorderof = 4,y 2V, 3)Syg. MV

Classé par : CCmax CCmin’ VO 1D
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c CB-178 w

T0-99 " cBes T0-116 cB-79
(CB-11) i (CB-2)
Vee Svo | Vip
T Packa P
oo e | W ) (o
min. max typ. max.
J.FET INPUT DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS DOUBLES A ENTREE J-FET
TDB0082-CM TO-99 #15 12 %30 989
TDB0082-DP CB-98 15 12 %30 989
TDC, TDE0082-CM TO-99 +20 12 £30 989
TDB0353-CM T0-99 #1513 £30 997
TDB0353-DP CB-98 15 13 %30 997
QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
QUADRUPLES AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS
TDF2902-DP TO-116 +1,5 #13 +26 343
TDF2902-FP CB-178 15 13 426 973
TDB, TDE0148-DP TO-116 +5 115 05 30 371
TDB, TDE0149-DP TO-116 5 +15 +30 995
TDB, TDC, TDE0124-DP } TO-116  *1,5  +15 30 3a3
TDB, TDC, TDEO124A-DP
TDB0124-FP CB-178 15 %15 £30 963
TDC0148-DP TO-116 %5 20 05 *40 371
TDC0149-DP . TO-116 5 20 2 +40 995
J-FET INPUT QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
QUADRUPLES AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS A ENTREE J-FET
TDB0084-DP TO-116 15 12 £30 989
TDB0347-DP TO-116 + 13 +30 997
TDC, TDE0084-DP TO-116 20 12 +30 989
PROGRAMMABLE QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
QUADRUPLES AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS PROGRAMMABLES
TDB, TDE0146-DP CB-79  *15 *15 +30 365
TDC0146-DP CB79  *15 %15 +30 365
In order of I TRY; 2V . 3)s 4V
Classé par : CCmax’ CCmin’ VO ID
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SF.C 2101 A,SF.C 2201 A,SF.C 2301 A

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air

Output short-circuit

SF.C 2101 APM| TO-91
SF.C 2201 A
SF.C 2201 APT| TO-91
SF.C 2301 A

SF.C 2301 ADC| CB-98

T Package temperature range Storage tem.peratu re | Vg P 1Vip v | duration
ype Boitier de Temp de k Durée de court-circuit
biante de f (V) [ mw | (V) | (V) en sortie
SF.C2101 A TO-99 -b5°C, +125°C —656°C, +150°C +22 | 500 | £30 | £15

—55°C, +125°C
TO-99 | —25°C, + 85°C
~26°C, + 85°C
TO-99 0°C, + 70°C

0°C, + 70°C

—65°C, +150°C +22 1500 | +30 | +15
—65°C, +1650°C +22 /500 | +30 | £156
—65°C, +150°C +22 (500 | +30 | 15

—65°C, +150°C | #18 {500 | +30 | +15

Indefinite for
Hlimitée pour

tymp = +70°C

Indefinite for
Hlimitée pour

. =+55°C
_559C, +125°C | +18 |500 |30 | 15 ) amb

General description

Description générale

The SF.C 2101 A is a general-purpose operational
amplifier built on a single silicon chip, which features
improved performance over the SF.C 2709 and other
popular amplifiers.Advanced processing techniques ma-
ke possible an order of magnitude reduction in input
currents and a redesign of the biasing circuitry re-
duces the temperature drift of input current.

This amplifier offers many features which make its
application nearly foolproof : supply voltages from
+ 5V to * 20 V, low current drain,overload protec-
tion on the input and output, no latch-up when the
common mode range is exceeded, freedom from oscil-
lations and compensation with a single 30pF capaci-
tor. It has advantages over internally compensated
amplifiers in that the compensation can be tailored
to the particular application. For example as a sum-
ming amplifier, slew rates of 10 V/us and bandwidths
of 3, BMHz can be realized. In addition, the circuit
can be used as a comparator with differential inputs
up to = 30 V ; and the output can be clamped at any
desired level to make it compatible with logic
circuits.

The low input currents also make it particularly well
suited for long interval integrators or timers, sample
and hold circuits and low frequency waveform gene-
rators.

Le SF.C 2701 A sst un amplificateur opérationnel d‘usage

général a lithi qui présente de
nettes améliorations de caracténsthues par rappart au circuit
SF.C2709.Une meilleure i des logies de base

permet d‘obtenir une réduction importante des courants
d‘entrée, et une optimisation du schéma électrique a conduit
a une réduction des dérives en température de ces courants
d’entrée.

Le circuit p. de
qui rendent son utilisation trés sare : tensions d‘alimentations
de £5 V & £20 V, faible consommation,protection contre les
surcharges & I'entrée et a la sortie, pas de verrouillage (Latch-
up) quand les tensions maximales de mode commun sont
dépassées, absence d’oscillations et compensation dynamique
a l'aide d’une seule capacité de 30 pF.

Lab de ité de jon intégrée rend le cir-
cuit plus saup/a pour de nombreuses applications : par
un peut étre réalisé avec

une vitesse maxtma/e de montée de 10 V/us et une bande
passante de 3,5 MHz ; par ailleurs le circuit peut étre utilisé
en comparateur rapide avec des tensions différentielles allant
jusqu’a £ 30 V, et /a tension de sortie peut étre écrétée & un
niveau compatible avec la logique commandée.

La faible valeur de courant de polarisation rend le circuit
particulierement apte & remplir les fonctions suivantes :
Intégrateurs “longue durée”, Circuits & grande constante de
temps, Circuits d‘échantillonnage, Générateur & basse fré-
quence.

THOM ON-CSF

DMVISION SEMCONDUCTEURS

SES @S En

75-02 1/19
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SF.C 2101 A, SF.C 2201 A, SF.C 2301

A

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
Top view - - Top vie
To 99 (CB 1 1) Frequency Vug ;’g dessus TO g;l (CB 36) Vue de dessus CB-98 (CB-QB) Top view
METAL CAN compensation FLAT PACKAGE DUAL IN LINE O Vue de dessus
Boitier métal Col,npen:auon Boitier plat , PACKAGE S:r‘t?: ' " Balance
en fréquence Freq Y, comp: - Boftier vt/ Equilibrage|
Balance o oMo
Equilibrage ™ Q vt N.CI— o IN.C. / N 5
. Output | e— ——— _
' t F ~ Sortie —C 5 V+ Freq Y.
E?,prl;é:sé — | S— Compensation
Balance ) — en ) .
ves Equilibrage 5 r3 ol ~0O OO T u
alance = 3 -
IE';,p,','ét:,s Equilibrage . v
Pin 4 connected to case : Balance nputs
La broche 4 est reliée au boitier Balance gourtg:t Equilibrage  Entrées
Equilibrage
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
Batance O, Compensation — Input offset voltage
Equilbrege V" Compeniation 3 mV maximum (military range)
A H 10 mV maximum (industrial range)
8 17
an S a — Input bias current
Entrées Qe 100 nA maximum (military range)
e 14 Q13 300 nA maximum (industrial range)
] | output
Q3 Q4 25 O Sortie
e Tnro — Input offset current
5.0 Lles 0 20 nA maximum (military range)
70 nA maximum (industrial range)
Pl o 72 BN
€ O—1—07 620 @ an ‘Guaranteed over the operating tempera-
010 gy ture range
ke .
— Slew rate as inverting amplifier 10 V/us
— Tension de décalage a I'entrée
Y 3 mV maximum (série militaire)
10 mV maximum (série industrielle)
— Courant de polarisation moyen
100 nA maximum (série militaire)
300 nA maximum (série industrielle)
— Courant de décalage & I’entrée
20 nA maximum (série militaire)
‘A|B|C|D|E|F|G|H 70 nA maximum (série industrielle)
TO99 (11|213|4|5(|6|7|8 Garantis dans la gamme de température de
PIN CONFIGURATIONS . - foncti
BROCHAGES T091(2/3|4|5|6(7 (8|9
- - Pente maximale du signal de sortie en ampli-
cB98|1/2|3|4|5|6|7|8 ficateur inverseur 10 V/us
2/19
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SF.C 2101 A, SF.C 2201 A, SF.C 2301 A

BASIC DIAGRAMS
SCHEMAS DE BASE

BALANCING CIRCUIT
CIRCUIT D’EQUILIBRAGE

Output
Sortie

ALTERNATE BALANCING CIRCUIT
AUTRE CIRCUIT D’EQUILIBRAGE

SINGLE POLE COMPENSATION
COMPENSATION A UN POLE

TWO POLE COMPENSATION
COMPENSATION 2 POLES

Cs = 30pF c1

FEEDFORWARD COMPENSATION
COMPENSATION AVEC BOUCLE D'’AVANCE
DE PHASE

VI S
1 c2=-—1—--
@k 27 f1R2
150pF fl = 3MHz

Input
Entrée

Output
Sortie

Test point

| Point test

Input
Entrée

Input
Entrée

Inputs o—
Entrées o

Output
Sortie

Output
Sortie

PROTECTING AGAINST GROSS FAULT
CONDITIONS
PROTECT/ION CONTRE LES CONDITIONS
ANORMALES DE FONCTIONNEMENT
R1: protects input
protége |'entrée
R4 : protects output
protége la sortie
R5 : protects output. Not needed when R4 is used.
protége la sortie si R4 n’existe pas

COMPENSATING FOR STRAY INPUT
CAPACITANCES

COMPENSATION DES CAPACITES PARASITES
D’ENTREE

ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS
ISOLEMENT DES CHARGES TRES CAPACITIVES

¥$|1-TAGE COMPARATOR FOR DRIVING

COMPARATEUR DE TENSION POUR COMMANDE
DE CIRCUITS TTL

3/19
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SF.C 2101A ,SF.C 2201A ,SF.C 2301A

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

SIMULATED INDUCTOR
INDUCTANCE SIMULEE

FAST INVERTING AMPLIFIER WITH
HIGH INPUT IMPEDANCE

AMPLIFICATEUR RAPIDE AVEC HAUTE
IMPEDANCE D’ENTREE

C1
5pF

c2 Input
300 pF Entrée
Output
R4 Sortie
10kQ
. c2
Rs= R2 150 pF
RP = R1 30pF N\
SINE WAVE OSCILLATOR . FAST AC/DC CONVERTER
GENERATEUR D'ONDES SINUSOIDALES ggr‘f output CONVERTISSEUR RAPIDE * AC/DC
e sinus c2 ‘ 10 HF
B3 C342100pF P R2 20kQ )
186{{1 LLET) ‘:22;9 AAA1 - f‘zn AAA o)
1% S Cosine output v 4
g Sortie cosinus 22,2k
—O 1%
Input
Entrée
y
> RS5 15kQ
>
* Less than 1% error to 100 kHz
fo=10 kHz Erreur 1% & 100 kHz
VARIABLE CAPACITANCE MULTIPLIER
INSTRUMENTATION AMPLIFIER MULTIPLIEUR DE CAPACITANCE
AMPLIFICATEUR DE MESURE AMA_R2AAa10 kQ
'.5; "Vl' l
Rb c3
c=(1+c1| SF.C 1k2 _L
RZ 10kQ R
(1)%% Ra 2110M Ra Rb --210DF
! AAA
AAAL -
Qurput s g
2k 3. r
c2 1
R1 =R4 ; R2 =R3 c1 &k
Inputs Av =1+ R1 0,1 uF C2
_ Entrées O 30pF R2 [ 1l 150 pF
“ > - L1
LF SQUARE WAVE GENERATOR FAST HALF WAVE RECTIFIER
GENERATEUR DE SIGNAUX CARRES BF REDRESSEUR RAPIDE DEMI-AL TERNANCE
Output
R1 1MQ !
c1 ! Output Sortie
Sortie
Clamped output R
7 Sortie écrétée 20 ke D1
R3 e o 2x1N 914
1
1oMa 6.2V Input O—{1
_ Entrée
R2 1MQ R4
62V 15 kQ D2
N

4/19
76



SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  huniTs

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP.[MAX. UNITES|
Input offset voltage
Tension de décalage a I'entrée VD' RS < 50KkQ ¢ +26°C 0,7 2 mV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée 'pi tamg= +25°C 15| 10 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen IB télmb= +25¢°C 30 75 nA

i i Vg=+15V R 2k
Large signal voltage gain A S L=
Amplification en tension \ Vo= +10V +250C 50 | 160 V/mV
Supply voltage rejection ratio
Toux d réjection 0 aux alimentti SVR | Rg < 50kQ 80 | 96 d8
Supply current _
Courant fourni par les alimentations lCC1 'ICCZ VS =20V +25°C 18 3 mA
Averageﬁtempelrature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la Dvp, 3 15 {uv/°C
tension de décalage
Average temperature coefficient of +9250 o
input offset current DI 25°€ < tymp <*+125°C 001 o1 A/°
Coefficient de température moyen du D! n c
courant de décalage —55°C < tamb <+ 25°C 0,02| 0,2
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR  |'Rg < 50k 80 | 96 dB
Input resistance _
Impéde d’entrée (différ ) Zl tamp= +25°C 15 4 mQ
Slew rate S _ o
Pente maximale du signal de sortie (Note 2) VO tymp= +25°C 05 V/us
Vg = %15V R = 10kQ |£12| £14
Output voltage swing v
Dynamique de sortie oPP \
Vg =+15V R = 2kQ +1C| 213
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SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TS CONDITIONS AT UNlTS’l

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITE:
e o dionape s rantrs VoI | Rg < 50kQ 3 | mv
e ateainge 3 entrée 'pi 20 | nA
éﬁgﬁn??::;;:g‘;an moyen |B 100 | nA
Koot oo i N R i
e s limentaions leerleca| S = 1gsec 12 | 25 | ma
oaion oo e Vimax | Vg = 20V 15 v

NOTE 1:

These specifications apply for —65°C < tamp < 125°C, £ 5 V < Vg < + 20 V and C1 = 30 pF unless otherwise specified
Spécifications applicables pour —55°C tamp < 125°C, £5 V L Vg <+ 20 V et Cy = 30 pF sauf indications contraires

NOTE 2:

May be improved up to 10 V/us in inverting amplifier configuration (see basic diagrams)
Peut étre portée & 10 V/lus en amplificateur inverseur (voir schémas de base)
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SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM

INPUT VOLTAGE RANGE
TENSION D’ENTREE LIMITE

QUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

20 20
S
16 <
H 3
) > 2 15
= e § /,
c 8 o K Sy
8 12 oS Sg O
o¥ TS e N / /
%5 R i A 2T 10 v A
=K £3
>
H f B
- 3 z
59 38 9
ag vV /1 23 s e
co A _s550C <t < oc | RS o N
E€ 4 515 c T amb}\lzsl c 38 ‘5\“‘;:\&" —850C <tamb < 125°C
"W +
0 L1 11 oL | 1]
5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (£V) Supply voltage (£V)
Tension d‘alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
100
94
o
z
£8 88
& -
g% g o
e W ol
<] min!
>0 +
76
—559C <tamb < 126°C
. 1 T ]
5 10 15 20
Supply voltage (£V)
Tension d‘alimentation
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SF.C 2101A ,SF.C 2101 APM

STANDARD COMPENSATION
COMPENSATION A UN POLE

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE BOUCLE OUVERTE

120 ]
100 <N Vg=t15V J
tamb = 25°C
) 80 ]
k=)
.5.5 60,
88 C,=3pF
e 40
© o
Ec
o8 20
>0 C, =30pF
0 4 4
L
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)

Fréquence

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16
mer It
—— H— Vg=%15V
2 tamb = 25° C
Q
g 12 l l
=8
>.'2 ™
1!,_: C,=3pF
25 8
23
31:
2% 4
38 C, =30pF N
oL LU NS N
1K 10k 100k (Y 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION

Voltage gain (dB)
Gain en tension

Output swing (+ V)

Tension de sortie disponible

FEED FORWARD COMPENSATION
COMPENSATION AVEC BOUCLE D’AVANCE
DE PHASE

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120 t = 250C
—— amb .
100 N Vs =+15V
8 N |
\\ Phase
60 /
NN
40
2 Gain \\
0
-20
10 100 1k 10k 100k TM 10M 100M

Frequency (Hz)
Fréquence

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16 =
tamb — 25°C
Vs =*15V

[N

=
..
v

S

N

100k ™ 10M
Frequency (Hz)

Fréquence

INVERTER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR INVERSEUR REPONSE EN IMPULSION

80

10 - 10 I
8 8 Output —|
Sortie
6 6 -
- - — ==+
s J r S 4 Iant l’
= Input | =
.g’ 2 Entrée | I E’ 2 Entrée. [
-
H 0 Output o H 0
Sortie g
§s 2 rtie g5
s | st
o -
>8 4 b = ) | >8 — [ . p—
-6 ~ oco -6
tamb =25°C tamb — 25°C
-8 Vo =15V -8 Vg =t15V
-10 R —-10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 01 2 3 45 6 7 829
Time (us) Time (us)
Temps Temps
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SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM

Supply current (mA)
Courant d‘alimentation

Input current (nA)
Courant d’entrée

Mean square noise voltage (Veff)2/Hz

Tension de bruit

-
(=}

SUPPLY CURRENT VOLTAGE GAIN
COURANT D'ALIMENTATION GAIN EN TENSION
25 l } 120
S
2 1
tamb Z 10 ! _g8°C —
: S |
T 25°C =5 ’ $
1,5 tamb = £2 /Zmb —+25°C
| L 100 Lo .
o* _
& ]
! =122 Bl S
o S'% "1 tamb =+26°C
>6 o L
0,5
5 10 15 20 80 ‘B 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation Tension d’alimentation
INPUT CURRENT CURRENT LIMITING
COURANT D'ENTREE LIMITATION DU COURANT DE SORTIE
50 I 15 T +*
Ve=%15V
40 s
e — ® ~
30 — 'as ¢y, 3 9,
Courgpy rent H o KN
20 % oy 8 tamb = 125°C 2,
lsay, ~ S8 10 ‘e
0 ed s
>3
ot 25
<
4 3 § 3
5§ 5
3 Off, ag
L set g 83
Co, Urre, 5¢
2 Urang ré;/g;e ’ or
1
0 T 0
—75 -50-256 0 25 50 75 100 125 0 5 10 15 20 25 30
Temperature (°C) Output current (tmA)
Température Courant de sortie

INPUT NOISE VOLTAGE

, INPUT NOISE CURRENT
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE COURANT DE BRUIT A L'ENTREE

T I w02
| S
+ =
T k=
-
<
-
c
£
N E]
o 1028
n¥ 8
B 2
o2
Ss
23
Fx
16 § S tamb= 25°C
S8qp2el Ll 1 111
10 100 1k 10k 100k 10 100 1k 10k 100k
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
TEST CONDITIONS VALUES
MESURE MIN.] TYP. [ MAx|"V'TES
Input offset voltage B
Tension de décalage & I'entrée Vi Rs < 50kQ  ty = +25°C 0,7 2 mV
Input offset current -
Courant de décalage & I'entrée 'D| tamb~ +25°C 15 10 nA
Input bias current _
Courant de polarisation moyen lB taml;;_‘ +25°C 30 75 nA
Large signal voltage gain Ve = 215V R, > 2kQ
Amplification en tension Ay VS _+10V t L : +250C 50 | 160 V/mV
[ amb

Supply volt: jecti i
T o éfoction o sax afimenoti SVR | Rg < 50kQ 80 | 96 dB
Supply current
Courant fourni par les alimentations lCC1 dee2 Vg =$20V t = +25°C 18 3 mA
Averagef ftemperature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVpy 3 15 [uv/°C
tension de décalage
Average temperature coefficient of +25°C <typp < +85°C 0,01 | 0,1
input offset current
Coeffigient de température moyen du DI DI nA/°C
courant de décalage —259C < tamb < to250C . 0,02 02
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR Rg < 50 kQ 80 96 dB
Input resistance Z —

d'entrée (différentielle) L tamg= +25°C 15| 4 MQ
Slew rate S _
Pente maximale du signal de sortie (Note 2) Vo tami= +25°C 0,5 V/us

Vs=t15V R = 10kQ |12 +14
Output voltage swing Vv
Dynamique de sortie OoPP \")
Vg =15V R = 2kQ +10| £13

See note following page
Voir note page suivante
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TS CONDITIONS vaLturs  |UN |Tss|
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX UNITE:
Input offset voltage
Tension de décalage 8 I’entrée Vpi R s < 56 k2 3 mV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Ipi 20 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen lB 100 nA
Large signal voltage gain Ve =15V R, > 2kQ
Amplification en tension Ay Vg _+10V L= 25 V/mV
Supply current
Courant fourni par les alimentations ICC]'ICCZ Vs =320V tamb = +85°C 1.2 25 mA
Input voltage range
Tension d‘entrée limite Vlmax VS =*20V +15 \

NOTE 1:

These specifications apply for ~25°C < tamb < +85°C, £5 V < Vg < % 20 Vand C1=30 pF unless otherwise specified
+

Spécifications applicables pour —~25°C < tamp <+85 °C, 25V <Vs <

NOTE 2:

May be improved up to 10 V/us in inverting amplifier configuration (see basic diagrams) on)
Peut étre portée 3 10 V/us en amplificateur inverseur (voir schémas de base)

20 V et Cjy =30 pF sauf spécifications contraires
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT

Input voltage range (V)
Tension d’entrée limite

20

INPUT VOLTAGE RANGE
TENSION D’ENTREE LIMITE

&
8
?°"\"\'€“
?05 S
D
W

N
\

—259C < tamp <+ 85°CH
] | ] |
[ T [ ]

5 10 15 20

Supply voltage (V)
Tension d’alimentation

OUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

20

2
2
5 7
o
Sg \0‘9 7
O - 7
2 \
gy o5
Y
=3
S z
2% s e
35 = 4
(o1 N‘\;“‘ma\l—zsoc <tamb <+ 85°C]
e [
oLl L]
5 10 15 20

Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

100
94
@
z
cS 88
53
o e
\
- o
e ini
EH "
- |
—‘2500 <tamb <1 85°C
2 [ [ [ |

10

15 20

Supply voltage (V)
Tension d’alimentation
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT

SUPPLY CURRENT VOLTAGE GAIN
COURANT D’ALIMENTATION GAIN EN TENSION
25 120
—_ 2
<8 110
§§ —
= S . =0 C,
cs 15 tamb = 256°C — |
S mt
§§ 100 tamb = 25°C
oz
2z ‘
as 4
39 90
ZIS
80
5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d’alimentation
INPUT CURRENTS CURRENT LIMITING
COURANTS D’ENTREE LIMITATION DU COURANT DE SORTIE
50 15 T T
| Vg=%15V
40
0 Xy
z 00/'5/”’;9'7{ S
£, © 00/, T iy 10 T
3 'S¢/, ot ' %
£S5 10 =8 ERl EX
s 58 SR
£ 0
8 E < < : : ® b
o5 4 38 L3 I
>8 23 3
a3 5 5 o+
cs 3 Offse o
=0 t cyr, O~
Courap,y irent
2 "Es/dues
1
) T 0
—~75-50-25 0 25 50 75 100 125 0 5 10 15 20 256 30
Temperature (©C) Output current (tmA)
Température Courant de sortie
INPUT NOISE VOLTAGE INPUT NOISE CURRENT
TENSION DE BRUIT A L’ENTREE COURANT DE BRUIT A L’ENTREE
£ 1075 I 1024
S & I
=32 T
B2 T3
>3 <<
=3 <3
o3 =3
2T S
8 N =g
QE 3 §10-25
83 N 83
28 ‘\~~.. E s
o8 — °$
= N =
5¢ 58
Fe o
c c§
o2 st
23 2 31026
=R10'16 s §10°
10 100 1k 10k 100 k 10 100 1k 10k 100 k
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT

STANDARD COMPENSATION
COMPENSATION A UN POLE

OPEN LOOP FREQUENCY-RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE BOUCLE OUVERTE

120
100 Vg=£15V |
tamb = 25°C
@ 80 ]
z
c§ 60 }
‘DY
82 C,=3pF
2% 40
o
35 20
o
=0 C,=30pF
0 " }
- R

1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX
16

LLURAL
= _Vs=t15V
= o
g 12 tamb = 25° C
3
<5 Il
S2 s
KO C,=3pF
25 ¢
ig
s5g
83 4
38 €, =30pF N
oL LT TN IS
1k 10k 100k ™ oM
Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE

AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION

Output swing (*+ V)

Voltage gain (dB)
Gain en tension

Tension de sortie disponible

B —
FEED FORWARD COMPENSATION
COMPENSATION AVEC BOUCLE D’AVANCE
DE PHASE

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE

REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
120

t - =250C
— amb
100 SN Vg =15V
80 N I
N Phase

60
o
40 -
20 Gain \
0 Al

10 100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

100M

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16 = 2550 |
tamb 25°C
=+
Vs 15V
12
8
N
4
1N
0
100k ™M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

INVERTER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR INVERSEUR REPONSE EN IMPULSION

10 10 T
8 8 Output —
6 Sortie
- Z
S . s rl- s o o o :- tr ’
= Input —s»| = nput
4‘5” 2 Entrée : I g’ 2 Entrée. {
-
é o Output 4 2 o
%5 2 Sortie %5 -
cH 58
>R g B Sep mp g
_s _ -6 u|
tamb-—25°c . o = 250C
-8 Vg =t15V - Vg =15V
—10 | —10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 o1 2 3 4 5 6 7 829
Time (us) Time (us)
Temps Temps
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS vaLEuas  |UNITS

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. ] TYP. [MAX UNITES]
Input offset voltage = +250
Tension de décalage & 'entrée Vpr | Rs <B0KQ  tny c 2 |75 | mv
Input offset current | = ° 3 50 A
Courant de décalage & 'entrée DI |tamp +25°C n
Input bias current | _
Courant de polarisation moyen B tamp~ +25°C 70 | 250 | nA

! ) Ve = t15V R, > 2kQ
Large signal voltage gain A S L
Amplification en tension v VO =10V tamb™ +25°C 25 | 160 Vimv
Supply voltage rejection ratio SVR R s < 50 k&2 70 96 dB
Taux de réjecti aux alir
Supply current ot Vg = # t, = +25°C
Courant fourni par les alimentations cc1r’ccz| s 1BV amb’ 18 3 mA
Average fftempelrature coefficient of
input offset voltage DV /O
Coefficient de température moyen de ia DI 6 30 "N/ ¢
tension de décalage
Average temperature coefficient of +25°C <ty <+ 70°C 0,01} 03
input offset current D1 DI A/°C
Coefficient de température moyen du n
courant de décalage 0°Cgty,, <t 25°C 0,02 | 0,6
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 50k 70 90 dB
Input resistance =
dentrée (différentielle) Zi | tymg +25°C 05| 2 mMQ
Slew rate S —
Pente maximale du signal de sortie (Note'2)) VO | tamg= +25°C 05 Vius
Vg =+15V R =10kQ |,99|+14
Output voltage swing Vv
Dynamique de sortie OPP \Y
Vg =%16V R = 2kQ [£10,+13
15/19
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

poeress  [oweowsl  TEeMOTON [ IS lowrs
MESURE MIN. | TYP. [MAX.
oty isszeﬁgtfgerenm Vpi | Rs < 50kQ 10 | mv
::25:’:"?2?52;‘;;:?/@”"@ 'Dl . 70 nA
Large ignal voltagegin A BTy T v
Ioput voltoge rnge. Vimax | Vs = *15Y £12 v

NOTE 1:

These specifications apply for 0°C < tamb < +70°C, £ 5V < Vg < £ 15 V and C1 = 30 pF uniess otherwise specified
Spécifications applicables pour 0°C tamp < +70°C, 25 V < Vs <t 15 Vet Cy = 30 pF sauf indications contraires

NOTE 2:

May be improved up to 10 V/us in inverting amplifier configuration (see basic diagrams)
Peut étre portée & 10 V/Us en amplificateur inverseur (voir schémas de base)
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC

Input voltage range (+V)
Tension d’entrée limite

20

INPUT VOLTAGE RANGE
TENSION D’ENTREE LIMITE

QUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

20j
15
S8
e He
s\“\- < \‘g‘
?305‘“‘ < %E io “L’\O L~ 'l
et s O 1
N S — W ol
>5 ik ~ 7_\{3‘
/I 8% 5 = m“‘“?\\_’
3 - Al
0°C <tamb <70°C 21 \"“?,“ama' | 1
[TITT [ Jome <o <rye
0 PSS |
10 15 5 ‘10 15
Supply voltage (£V) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
100j
94
@
:
cS 88 o 3
‘T 8 PERTIL
g !
%8 Np\,;if‘imﬁ
os
e
o3 -
>38
76
00C <tamp <70°C
. TT11]
5 15

10
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC

SUPPLY CURRENT
COURANT D'ALIMENTATION

25
- 2
<$§ ~25°C
£ ‘§ lamb-; —
=& 15
€8
&
£
53,
S
a8
53
®*0 05
0
5 10 15
Supply voltage (+V)
Tension d‘alimentation
INPUT CURRENTS
COURANTS D'’ENTREE
100
80
e
. 60 gias Current -
ou, >
:é, 40 rant de POlarisa, tion —
£Ee o
3 E < <>
=5 8
31 ¢
cR
=< Offset Current
4 Courant résjq due/ |
2 { T
0 l I
0 20 40 60 80
Temperature (°C)
Température

10715

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE

Mean square noise voltage (Veff)2/Hz

3

Q

3

L3

3

g

3

§ N

3 N

@

2 -

5 y

B

2 |

g !

<

$ |

5,516 |

210

10 100 1k 10k 100k

Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE GAIN

GAIN EN TENSION
120
_ 110
) oC
z _25
c3 tambji
‘T2
S5 100
Sc
S o
P~
O'®
>3 g
80
5 10 15

Output swing (£V)
Tension de sortie

yen quadratique de bruit
iy
o

Mean square noise current (Aeff)2/Hz

Courant mo

5
»

b
&
y 4

1 0—26

Supply voltage (+V)
Tension d’alimentation

CURRENT LIMITING
LIMITATION DU COURANT DE SORTIE

15 T i
VS =115V
]
\s X§ |
10 3 %_
[\l |\l
24 %
° [}
o o
5
0
0 10 30

20
Output current (+mA)
Courant de sortie

INPUT NOISE CURRENT
COURANT DE BRUIT A L'ENTREE

X

10 100 1k 10k 100k
Frequency (Hz)

Fréquence
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC

STANDARD COMPENSATION
COMPENSATION A UN POLE

OPEN LOOP FREQUENCY -RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE BOUCLE OUVERTE

120 T

100 Vg=+15V |
tamb = 250C

> 80 'l

T

c8 60

gg Cy=3pF
40

$s

§'§ 20

© C, =30pF
0 + 4

L] [N

1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
‘réquence

|
3

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16 T T T
== Lt vg=2%15V
3 tamb = 26° C
3 12 amb
<
-3 |
S
83 \ C,=3pF
B
38
-
58
23 4
a8 C, =30pF
oL LI AN
k 10k 100k ™ 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE

AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION

Voltage gain (dB)

Gain en tension

Output swing (+ V)

Tension de sortie disponible

FEED FORWARD COMPENSATION
COMPENSATION AVEC BOUCLE D’AVANCE
DE PHASE

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120 —
§ tamp = 25°C
V, =%15V

100 \\ s

80

\ Phase
60 /
N MU
40
20 Gain \

o
4

|
nN
o

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M
Frequency (Hz)
Fréquence

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16 —255¢ ]

tomp = 25°C

Vg =15V
12

\
8
\
4
N
1 N
0 | -0
100k 10M

™M
Frequency (Hz)
Fréquence

INVERTER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR INVERSEUR REPONSE EN IMPULSION

10 I 10 1T
8 8 Output —{
| Sortie
6 6
; 4 — r - ; 4 )—- [t — - 7 - ’
~ -~ Input
Input —ee|
g 2 Entrée : l 2 2 Entrée. ’
-
§ 0 Output 4 z L]
Sortie
&5 2 thibd g5 -2
58 | 38
o -
L I = T >R =4 ==
-6 _ -6 —
o tamb=25°C 8 7 1 tamb = 25°C
= Vg =H15V - I [ Vg =%15V
-10 Lol | -10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 01 2 3 4 5 6 7829
Time (us) Time (us)
Temps Temps
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SF.C 2107 M, SF.C 2207, SF.C 2307

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Operating free-air P v Output short-circuit
T Package temperature range Storage temperature Vs V|D | duration
ype Boftier G: di p e | Tempé de k ) W)} (v) | (V) Duréedecow:&circuir
de en sortie
SF.C2107M | TO-99 | -—55°C, +125°C —66°C, +150°C | %22 [500|+30 |+15 |} |ndefinite for
SF.C2107 PM | TO-91 | —55°C, +125°C —65°C, +150°C |+22 |500(+30 |15 ””"""“"7"6':0
t =
SF.C 2207 TO-99 | —25°C, + 85°C —65°C, +150°C |+22|500|+30 |15 amb
SF.C 2207 PT | TO-91 —25°C, + 85°C —65°C, +150°C |[+22(500|+30|*15 o
Indefinite for
SF.C 2307 TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C [+18|500|+30|215 || simitée pour
SF.C 2307 DC | CB-98 0°C, + 70°C —55°C, +125°C |+18|500|%30|15 [} t,n, =55°C

General description Description générale

The SF.C 2107 M is a general-purpose operational
amplifier with the necessary frequency compensation

Le SF.C 2107 M est un amplificateur opérationnel d’usage
général & structure intégrée monolithique, compensé en

built into the chip, which features improved perfor- qui p de nettes ions de carac-
mance over the SF.C 2101 M and other popular téristiques par rapport au circuit SF.C 2101 M. Une meil-
y leure des de base permet d‘obtenir

amplifiers. Advanced processing techniques make
possible an order of magnitude reduction in input
currents and a redesign of the biasing circuitry redu-
ces the temperature drift of input current.

Improved specifications include :

— Offset voltage 3mV maximum over temperature

— Input current 100nA maximum over temperature

— Offset current 20nA maximum over temperature

— Guaranteed drift characteristics

— Offsets guaranteed over entire common mode
range.

Like the SF.C 2101 M, the device features operation
from = 5V to + 20V supplies, overload protection on
the input and output, low current drain, no latch-
up when the common mode range is exceeded. As a
comparator, the circuit will handle differential inputs
as high as £ 30V ;

The SF.C 2107 M is a direct,plug-in replacement for the
SF.C2101 M,SF.C2709 M,SF.C2101 Aor SF.C2741 M

une réduction importante des courants d’entrée, et une opti-
misation du schéma électrique a conduit & une réduction des
dérives en température de ces courants d’entrée. Les amélio-
rations de performance portent sur les caractéristiques sui-
vantes :

— Tension résiduelle inférieure & 3mV pour toute la gamme
de température

— Courant d’entrée inférieur & 100nA pour toute la gamme
de température

— Courant résiduel inférieur 4 20nA pour toute la gamme
de température

— Les dérives i en P e sont spé

— Les i et sont garantis pour toute

la gamme autorisée de tension en mode commun.

De méme que le SF.C 2101 M, le SF 02707 Mprésente ega

lement les caractéristiques d”

de * 5 4 20V ; protection contre les courts-circuits en

sortie ; tension dentrée différentielle maximale = + 30V ;

faible , ab. de phéi éne de “verrouil-

lage””

Le SF.C 2107 M est directement interchangeable avec les circuits

SF.C2101 M,SF.C 2709 M,SF.C2101 A ou SF.C 2741 M

oe

THOMSON - CSF
IVISION_SEMICONDUCTEURS,

Sesmeant’
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SF.C 2107 M, SF.C 2207, SF.C 2307

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES
TO-91 (CB-86) Top view TO-99 (CB-11) Topview s | CB-98 (CB-98) Top view
FLAT PACKAGE Vue de dessus METAL CAN U DUAL IN LINE Output Ve de dessus
Boftier plat Boitier métal PACKAGE Sortie  N.C
Boitier + o~
N.C. enfichable N.C. V
1 10 + L1
N.C.C . IN.C.
N.C.C IN.C. Output
- vt Inputs 4 " Sortie
"+t 3 Entrées -—N.C
v C 3 s J—
inputs N.C.
Entrées Pina -
in 4 connected to case
g;r"%“ La broche 4 est reliée au boitier
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
G
v
'd
! Q17
Qe
Q14 Q1
Outpu
26 o Sw'E " — Internally compensated
e e [ae, — Super input characteristics
ggD,H -~ — Particulary well suited for long interval
= G Sea '3 G integrators or timers, sample and hold
Nea 510 |y circuits and low frequency waveform J
R6
2ok h generators.
Q19
R8 i
1650 i
| — Compensation en fréquence interne
?g k2 j — Excellentes caractéristiques d’entrée
ot \ — Parti bien adapté pour des circuits
v ! g ou tempori: longue durée,
des circuits “’échantillonnage-mémoire”’, des
générateurs T. B. F.
B C D F G
TO-99 2 3 4 6 7
TO-91 3 4 5 7 8
CB-98 2 3 4 6 7

2/15
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SF.C 2107 M, SF.C 2207, SF.C 2307

BASIC DIAGRAMS
SCHEMAS DE BASE

INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR INVERSEUR

DC NON-INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR DC

AC NON-INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR AC

R2 R1 R2
AAA AAA AAA.
vy Yy
hhd 1M oM
N
Vo
R3
'A'l'l P + Rz
V. = Ri
o ==ct 0T m Y
I R, =R3
Vi R3 = R1//R2
BILATERAL CURRENT SOURCE MEUTRALIZING INPUT CAPACITANCE TO
OPTIMIZE RESPONSE TIME
SOURCE DE COURANT POSITIVE ET NEGATIVE NEUTRODYNAGE DE LA CAPACITE D'ENTREE
POUR OPTIMISER LE TEMPS DE REPONSE
AAA AAA AAA
YVV BRAL vvy
R3 R1
50k
1%
3
R1
100kQ p—O
SF.C R A Vo
B A .
2110M, b g
o A RS
v > Ry. V F:‘z"' > 5009 R n
| . | 1% <
o = g 100k s o——W—4¢ I._
1 5 R4 VI
R, = R, + R; ) 49,5k - C
Ra l:(4 5 o o S c <Rl ¢
= AAA n R2 H
1 2 \AAd _____>O "
INTEGRATOR WITH BIAS CURRENT COMPENSATION LONG INTERVAL TIMER
INTEGRATEUR AVEC COMPENSATION DE POLARISATION CIRCUIT TEMPORISATEUR "“LONGUE DUREE"
75k
v+
R3t
20k L
Reset
Rearmement D1 D2
’_I 1N 457 1N 457
1.R2*
3 ct
3 2k 2 A
R1 c1 03
AAAM
Vio—W <R2 1N 457
< 300k V0
V
+ o W + Load
W R3 Charge
A R1 2 15Ma ;;:?;MQ \
*SF.C2107M : R2 6,8 MQ 75k i
SF.C 2207 R2 6,8 MQ O
SF.C 2307 Ra 2,2 MQ V7T =-185V
T Adjust for zero integrator drift. 1 Low leakage. 0,017uF per second delay
Ajuster pour annuler la dérive de I'intégrateur Faibles fuites. 0,0171UF par seconde de retard
3/15
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SF.C 2107 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  |uniTs
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE VALEURS | niTes
MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée VoI Rg < 50kQ tamp = +25°C 07 2 mv
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Ipi tamb = +25°C 15 10 nA
Input bias current _
Courant de polarisation moyen IB tamp =+25°C 30 75 nA
Large signal voltage gain \Y = %15V R > 2kQ
Amplification en tension AV Vg - 10V tar‘;\b _: +25°(]| 50 160 VimV
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection dd aux ali e SVR RS < 50 kQ 80 9% dB
Supply current Vg =*20V
Courant fourni par les alimentations lCC1 'ICC2 tamb = +25°C 18 3 mA
Averagef ftempelrature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVDI 3 15 I-‘V/ °C
tension de décalage
Average temperature coefficient of +25°C <tamb <+125°C 0,01 01
input offset current DI nA/°C
Coefficient de température moyen du DI
de décal:
courant de décalage ~55°C < tamp <+ 25°C 002 02
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 50kQ 80 96 a8
Input resistance _
Impédance d'entrée (différentielle) 2 tamb = 725°C 15| 4 MQ
Vg =15V R = 10k +12| £14
Output voltage swing
Dynamique de sortie VOPP v
Vg =215V R = 2kQ +10| £13

4/15
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SF.C 2107 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symeoLs|  TEST CONDITIONS vaLEvrs __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX UNITES|
Input offset voltage
Tension de décalage 5 'entrée VbI |Rg < 50kQ 3 | mv
Input offset current
Courant de décalage a I'emtrée ID' 20 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen ! B 100 nA
Large signal voltage gain Vg =215V R, >2kQ
Amplification en tension AV VZ =10V L= 25 Vimv
Supply current i | _
Courant fourni par les alimentations cci1-'cc2 VS =0V 1,2 25 | mA
Input voltage range _
Tension d’entrée limite Vlmax VS = 20V 15 v

NOTE 1-These specifications apply for —65°C < tamb < 125°Cand £ 5 V < Vg < * 20 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour —55°C tamp < 125°Cet £5 V L Vs <+ 20 V sauf spécifications contraires
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SF.C2107 M

NPUT VOLTAGE RANGE

TENSION D’ENTREE LIMITE

20[
i 16L
]
RS
I
< ESE
o8 29
De &2
S 5 8 g&&\“,\‘
o 3
Se /%‘@ﬁ
53 r ! '
gf 4 —550C < tamp < 125°C
= | | Tl |
o [ 11
10 15 20
Supply voltage (+V)
Tension d’alimentation
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
100
o
g
~ g
=5 o
i+
o8 ]
25 g 59
25 Nini®
o8
>0 [
76 +
~550C < tamp < 125°C
7 [ 1]
5 15 20
Supply voltage (£V)
Tension d’alimentation
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
1204
— oC |
z 10 Tomb = 65
E <
c8 % _::250 cT]
4 tamb =
S _§ 100t
&e
§, c —— 125°C
= —
o'z tamb =
2 ‘3‘ |t aml
5 10 15 0

Supply voltage (+V)
Tension dalimentation

Input current (nA)
Courant d‘entrée

Output swing (V)

Tension de sortie disponible

Supply current (mA)
Courant d’alimentation

OUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE
0

15
10
5 +
—550C L tamp < 125°C
i
0 10. 15 20
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation
SUPPLY CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION
&
] 1
2 _ _8B° (¢}
tamb =
~ 25°C
5 tamn® l
i 50C
i = 12
0,5]
0
5 10 15 20
Supply voltage (£V)
Tension d‘alimentation
INPUT CURRENTS
COURANTS D’ENTREE
50)
40
- 30 Sias cy,
Co”faa;;,e"t‘ .
e !
2 po/"”:l?r/o ~
10, 7
o]
‘b
4 S
' Offse
e t cyr,
N C0rap, rent
.2 ’éé‘/d,.,e/v
1
0 .
—75 —650—-25 0 25! 50° 75 100 125

Temperature (° C)
Température

6/15 |
98



SF.C2107 M

CURRENT LIMITING

LIMITATION DU COURANT DE SORTIE
15

Output swing (+V)

Output current (¥tmA)
Courant de sortie

INPUT NOISE CURRENT
‘MCOURANT DE BRUIT A L’'ENTREE

3

tique de bruit

10-2 NG

uadra

yen qi

026!

puty

Mean square noise current (Agff)2/Hz

Courant mo

=
o

Frequency (Hz)
Fréquence

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE

REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16 T T TT
] tamb = 256°C
5 Vg =%*15V
§ 12 N
Se
23 \
P
=2
€3 3#
3g \
o
3s
or \\
het!
0 ...
3 10k 100k
Frequency (Hz)

Fréquence

Vg = %15V
> — s =
2 4 S~
3 % %,
§ 10 s N
o AN
3 5 X
£ 9 <
S
)
A
< 5|
S
g
I
o,
1) 0 15 20 25_?0

100 1k 10k 100k

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L’ENTREE

£ 15
I o

£5

23

2

o3

5t

25 ™

83 N

— »

2¢ B S~ y

e

38

o

L

538

2 §10-16 L
=" 10 100 1k 10k 100k

Frequency (Hz)
Fréquence

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
RFPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120 T
100N tamb = 25°C |

Vs =%15V
80 -

=23
(=}

[N
o

Voltage gain (dB)
Gain en tension

»

=)

o

N

1 10 10C 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SUIVEUR)

10
5
— - -
2 4 Input
> Entrée 4
% 0 Output
ﬂé,g —2 ortie
23 i
o§ —4
P < =\, 1
—6 tamb = 26°C
-8 Vs =*15V
-1 76720 30 46 50 60 76 50
Time (us)
Temps
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SF.C 2207

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS s UNITS
PARAMETRES SYMBOLES conol TS PE WIN TYP SM Ax|UNITES
Input offset voltage . _
Tension de décalage & I’entrée Vpi RS < 50kQ tymp =+25°C 0,7 2 mV
Input offset current _
Courant de décalage & I’entrée Ipi tamb = +25°C 15 10 nA
-—
Input bias current _ o
Courant de polarisation moyen 's tamb = +25°C 30 75 nA
Large signal voltage gain Vv =15V R > 2k g
Amplification en tension AV V?) —+10V t L b :>+25°C 50 160 V/mv
== amb .
Supply voltage rejection ratio
Tatﬁ(pd\; je ; dtl7 aux i SVR RS < 50 kQ 80 96 dB
Supply current \% =20V
Courant fourni par les alimentations Iectlec2 ta?nb = 4250C 1.8 3 mA
Averagef ft;;ﬂperature coefficient of
input offset voltage p
Coefficient de température moyen de la DVD' 3 16 |uv/ec
tension de décalage
Average temperature coefficient of +26°C < tamb < +85° c 001 0,1
input offset current DI °
Coefficient de température moyen du DI nA/°C
courant de décalage
Sourant € accats ~25°C <ty <+25°C 002 | 02
Common mode rejection ratio CMR R < 50kQ 80 96 dB
Taux de réjection en mode commun S s
Input resista _ .
ictieat i RO 2| tam = +25°0 1| e | |
Vg =215V R = 10kQ|+12|+14
Output voltage swing V]
Dynamique de sortie oPpP v
J Vg =215V R =2k | +£10] £13
8/15
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SF.C 2207

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symgoLs| ~ TEST CONDITIONS vaLEurs __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITES]
Input offset voltage
Tension de décalage a I'entrée vD' RS < 50kQ 3 mv
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée ID' 20 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen IB 100 nA
Large signal voltage gain Ve =*15V R, > 2k&
Amplification en tension Av Vg =*10V - 5 VimV
Input voltage range
Tension dentrée limite Vimax |Vg = %20V 15 v

NOTE 1 -

These specifications apply for —25°C < tamb < +85°Cand+ 5V < Vs < * 20 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —259C tamb <+85°Cet +5 V < Vs <*20 V sauf indications contraires .
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SF.C 2207

INPUT VOLTAGE RANGE

OUTPUT SWING
TENSION D’ENTREE LIMITE

TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

20 20
S 16 2
z = L S I/
o2 S o¥
oF vd S8 oA
s 12 ,\(c‘?' ] “
o g e
3] —— "0} =N —
2L ¢! &3 €5
3 X £9
3 8 $°Q’0 & H 3
i P // N ERS
35 | 28
25 af A -250C <tamp < 850 g§
] ] | |
I ] —259C Ltamp <850C
0 0 1 1 1 1
5 10 15 20 10 15 20
Supply voltage (+V) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d'alimentation
VOLTAGE GAIN SUPPLY CURRENT
GAIN EN TENSION COURANT D'ALIMENTATION
100 2,5
_ 2
2 £3 —
-l £ |t
z2 IS
-§ 88 §§ 15 tamp = 25°C
‘s 2 =S
S5 — 58
Se @ o2 1
&s 82 e =g
s WO ol a8
o'z min! | o3
>3 ] 338
76 0,5
—250C <tamp <85°C
L 1 | 0
70 5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (xV) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d’alimentation
VOLTAGE GAIN INPUT CURRENTS
GAIN EN TENSION COURANTS D’ENTREE
120 - 50
40
~—
30
-~ 110 —_ —
o <é ‘90 |Bias current I~
kel < =3 Courant de polarisation
£33 L~ ES 10
5 oS
%g 100 L= tamp = 25°C g5
o ! i o w <
S =5 4
K 25
>3 90 c§ 3 'Offset current
- 2 Courant résiduel
1
g 10 15 20 0 — :
-75'-50-25 0 25 50 75 100 125
Supply voltage (+V) Temperature (°C)
Tension d‘alimentation Température
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SF.C 2207

Mean square noise current (A

Output swing (V)

Output swing (V)

off)2/Hz

Courant moyen quadratique de bruit

Tension de sortie disponible

Tension de sortie disponible

1025 \

CURRENT LIMITING
LIMITATION DU COURANT DE SORTIE

15 —
Vg = t15V
i
10 \ s\ §
| %» o-‘—
e
J
al%
&l e
- 5)
0

0 5 10 15 20 .26 30
Output current (+mA)
Courant de sortie

INPUT NOISE CURRENT
COURANT DE BRUIT A L'ENTREE
10-24

1026 i
10 100 1k 10k 100k
Frequency (Hz)
Fréquence

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16 =TT

| tamb = 259C
Vg = *15V

12

’ :

. \

0 H

1k 10k 100k

Frequency (Hz)
Fréquence

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L'"ENTREE

£ 1015

Sy

55

>3

83

S8

58 N

>3

g 3 My

g § | ‘4..

28 f

S8 i

&s

cg

© 2 |

4 5 16 A

SR107%5 100 ik, 10k 100k
Frequency (Hz)
Fréquence

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120 I I l
100N tamb = 25°C _|
_ Vs = *15V
[22) 80
ko)
c8
'62 60
o8
4]
Ei 40
o3
>& 2
0 ‘\
—-20

1 10 100/ 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SUIVEUR)
10

8
6
s " - | -
nput
E’ 2 A'ntrée"" I
2 ° | e
@ Output
o8 >
&8 —2] Sortie
o8 |
> -4
>~ g
-6 tamb = 25°C
-8 Vg =15V
—10 I N
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Time (us)
Temps
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SF.C 2307

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES

PARAMETRES SYMBOLES colsﬂllt;/;'z’%zs DE o .VA’IEYEI‘?J.RSMAX, 3}':";35
oo 2?22&‘71;?%*,@”,@ VDI |Rg < B0KD typy, = +25°C 2 {75 | mv
2’2‘3“;"‘32?2;?7;;22‘,@""” Ipi | tamp = +25°C 3 |50 | nA
::Efn??::;:igfm moyen I8 |tymp = +25°C 70 | 250 | nA
imatiastion on toon " Ay xz Y Z ;bff;;zc 25 | 160 V/mv
T e e e SVR |Rg < 50kQ 70 | 9% o8

Supply current Vg =215V

Courant fourni par les alimentations ICC'I 'ICC2 t — +250C 1.8 3 mA

Average temperature coefficient of
input offset voltage DV o

Coefficient de température moyen de la DI 6 30 |uv/°C
tension de décalage

Average temperature coefficient of +25°C <tamb < +70°C 001 03
input offset current R
Coefficient de température moyen du DI DI nA/°C
courant de décalage

0°C <tamb< +25°C 0,02 06

Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun

CMR RS < 50kQ2 70 | 90 aB

Input resistance z
Impédance d’entrée (différentiells) !

= +25°C 05 2 MQ

Vg =215V Ry = 10k |12 | +14

Output voltage swing
Dynamique de sortie VOPR v

+15V R =2kQ |10 +13

<
n
]

12/1%
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SF.C 2307

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS sympoLs|  TEST CONDITIONS vaLevurs __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX UNITES]
Input offset voltage
Tension de décalage 3 I'entrée VbI | Rg < 50k 10 | mv
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée 'Dl 70 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen 'B 300 nA
Large signal voltage gain Ve =*15V R, > 2kQ
Amplification en tension AV Vg =10V - 15 Vimy
Input voltage range \] _ +
Tension d‘entrée limite Imax VS =t18V 12 v

NOTE 1 - These specifications apply for 0°C < tamp < +70°Cand +5 V < Vg < * 15 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour 0°C tamp <+70°Cand £5V Vs <t 15 V sauf spécifications contraires.
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SF.C 2307

INPUT VOLTAGE RANGE

OUTPUT SWING

TENSION D’ENTREE LIMITE TENSI/ON DE SORTIE DISPONIBLE
20 20
Y | @
g £
o <
8% < 9
S35 . >3g B
83 12 e ] )
g ~§ Q0° o i =L 10 =z /
€ PO e £
£ o it s
o% 8 W& gt 2o
> ne N
a8 7 55 -
3z P 3s ¢ ;
23 . /( é E > ‘\l\“‘"\“ma‘ ]
00C <tamp <70°C ™ 4
0oc <tamb<70°C
o LT T R -
5 10 15 5 10 15
Supply voltage (£V) Supply voltage (xV)
Tension d‘alimentation Tension d’alimentation
VOLTAGE GAIN SUPPLY CURRENT
GAIN EN TENSION COURANT D’ALIMENTATION
100 2,5
94 —_ 2
-— 13 _92560C
=] E 2 tamb ~ 2
L= -2 Lt 1"
S 88/ et g 15
£3 R L~ 3
m§ Ml,nﬂ‘a = 3
g5 o ] 8% 1
5< L z §
>3 N
338
76 05 "
0°C <tamb < 70°C
7 L[] 0
'5 10 15 5 10 15
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN INPUT CURRENTS
GAIN EN TENSION COURANTS D'’ENTREE
120 100 l
80
60 Bias ¢,
. 1o 2 OUra;rl;':zL o —t—
2 _ 989C T 40 Olarisation —
E § tamb = § 20
S5 100 28 o
o % 37 p.
o8 ow > <>
8 s H 8
° ‘,s, o § 6
>0 90 £3 Offset Current
4 Courant résidue/
2 1 1 T
80 0 l I I
5 10 15 0 20 40 60 80
Supply voltage (+V) Temperature (°C)
Tension d‘alimentation Température
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SF.C 2307

CURRENT LIMITING
LIMITATION DU COURANT EN SORTIE

15 —
Vg = 215V

2

S \

s -
s& 10 N X< -
as 3 \®
.gg L ]
& 3 °
2 S o
29 ' o
58
or

0
0 5 10 15 20 25 30

Output current (+tmA)

Courant de sortie

INPUT NOISE CURRENT
COURANT DE BRUIT A L’'ENTREE

1024

-

0-25

Mean square noise current (Aeff)2/Hz

Courant moyen quadratique de bruit

=2
=)
N
o

3

100 1k 10k

Frequency (Hz)
Fréquence

100k

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE

REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

1 —
& tamb = 25°C
5 Vg = t15V
g 12
b
e h
Pt
§§ 8
23
i3 \
22
3 4 N
N
1k 100k

10k
Frequency (Hz)
Fréquence

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L’ENTREE
IS

N o018 ~

S

53

>3

83

=% N

23 N

25 NN

28 S~

2 o

s3

=&

&<

c

53

Lei0te

10 100 1k 10k 100k

Frequency (Hz)
Fréquence

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120 I T
tamb = 25°C
100 N aml| .
Vg = *15V
@ 80 —
z
£8 w0
g2
og
§§ 40
e
5 S
2§ »
o N
~20
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SUIVEUR)

10
3
6
S . r-
= |
A I\ W = /
£ .
-% 0 Output
® Sortie
g8 —2
£z l
o — -
sSg 4 g T
-6 tamb = 25°C
-8 Vs = *15V
~10 L1 1 1
0 10 2330-40 50 60 70 80
Time (us)
Temps
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SF.C 2108 A,SF.C 2208 A,SF.C 2308 A

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Operating free-air Output short-circuit
Type Package| ~ temperature range Storage temperature Vs | P llhpl Vs Dw“duration. )
R I ciohichuits T ‘ (V) [(mwmA)| (V) G court circuit
Note
1
SF.C 2108 A | TO-99 —556°C, +125°C —65°C, +150°C | +20|500 | £10|+15
SF.C2208 A | TO-99 | -—25°C, + 85°C —65°C, +150°C |+20|500|*10|+15 Indefinite
Hlimitée
SF.C 2308 A | TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C |18 [500| +10|+15 .

General description

Description générale

The SF.C 2108 A is a precision operational amplifier
having specifications a factor ten better than FET
amplifiers over a —55°C to + 125°C temperature
range. The low offset voltage makes it possible to
eliminate offset adjustments, in most cases.

The device operates with supply voltages from 2 V
to 20 V (SF.C 2308 A : 2 V at 15 V) and have
sufficient supply rejection to use unregulated supplies.
Although the circuit is interchangeable with and uses
the same compensation as the SF.C 2101 A, an alter-
nate compensation scheme can be used to make it
particularly insensitive to power supply noise and to
make supply bypass capacitors unnecessary.

The SF.C 2208 A display similar characteristics except
for specified operating temperature range for which
they are guaranteed.

SF.C 2108 A —56°C, +1256°C

SF.C 2208 A —25°C, + 85°C

SF.C 2308 A 0°C, + 70°C
NOTE 1:

The inputs are shunted with back-to-back diodes for
overvoltage protection. Therefore, excessive current
will flow it a differential input voltage in excess of 1 V
is applied between the inputs unless some limiting
resistance is used.

Le SF.C 2108 A est un amplificateur opérationnel de préci-
sion dont les valeurs spécifiées sont 10 fois meilleures que
celles d’'un amplificateur & FET dans la gamme de tempéra-
ture —55°C & + 125°C. La faible tension de décalage permet,
dans la plupart des cas, d’éliminer le circuit de compensation
de la tension résiduelle.

Le circuit f avec des ions d’alir jon de
t2va+20Vv(t2Vva t15V pour SF.C 2308 A)et un taux
de réjection suffisant pour que I’on puisse utiliser des alimen-
tations non régulées. Bien que le circuit soit interchangeable
avec le SF.C 2101 A et utilise la méme compensation une
variante de ce circuit de compensation permet de rendre le
SF.C 2108 A particuliérement insensible au bruit des alimen-
tations et rend les ités de découplage d’alii i
inutiles.

LeSF.C 2208 A présente les mémes caractéristiques exception
faite de la gamme de température & I'intérieur de laquelle les

iq sont g
SF.C2108 A —55°C, +125°C
SF.C 2208 A —25°C, + 85°C
SF.C 2308 A o°c, + 70°c

NOTE 1:

Les entrées sont munies de diodes de protection contre les
surtensions, il y a donc un risque de surintensité si une
tension différentielle d’entrée supérieure & 1 V est appliquée
aux entrées sans résistance de limitation.

THOMSON - CSF
DIVISION_SEMICONDUCTEURS,

[Sesmseny
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SF.C 2108 A, SF.C 2208 A, SF.C 2308 A

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

TO-99 (CB-11)

METAL CAN
Boitier métal

Inputs

Frequency
compensation
Compensation
en fréquence

Entrées +

Top view
Vue de dessus

- Output
Sortie

(3~ No connected

Pin 4 connected to case
La broche 4 est reliée au boitier

Non connecté

Schematic
Schéma électrique

Principal features
Données principales

Compensation
Compensation

1

Compensation
Compensation

R6 R7
1002 []10k

ai1

Inputs
Entrées

Q20

R12|
3204

— Input offset voltage
1 mV maximum (military range)
0,73 mV maximum (industrial range)
— Input bias current
3 nA maximum (military range)
10 nA maximum (industrial range)
— Input offset current
0,4 nA maximum (military range)
1,5 nA maximum (industrial range)
— Power supply current
600 A maximum (military range)
800 uA maximum (industrial range)
— Guaranteed drift characteristics
— Slew rate as inverting amplifier 10 V/us

— Tension de décalage a I'entrée
1 mV maximum (série militaire)
0,73 mV maximum (série industrielle)
— Courant de polarisation moyen
3 nA maximum (série militaire)
10 nA maximum (série industrielle)
— Courant de décalage a I'entrée
0,4 nA maximum (série militaire)
1,5 nA maximum (série industrielle)
— Courant fourni par les alimentations
600 uA maximum (série militaire)
800 pA maximum (série industrielle)
— Caractéristiques garanties en dérive
— Pente maximale du signal de sortie en ampli-
ficateur inverseur 10 V/us

2/15
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SF.C 2108 A, SF.C 2208 A, SF.C 2308 A

BASIC DIAGRAMS
SCHEMAS DE BASE

STANDARD COMPENSATION CIRCUIT
CIRCUIT DE COMPENSATION STANDARD

R2

R1

-Vj0

+V|

ALTERNATE FREQUENCY COMPENSATION*
AUTRE COMPENSATION EN FREQUENCE

R3

R1

_\/l

+V,

* Improves rejection of

R1 Co ) 100 pF
C —_— -0 _ power supply noise
t > R vR2 Améliore Ia réjection du &
Ct  Co= 30pF bruit des alimentations 3
TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

STANDARD FEEDFORWARD
COMPENSATION AVEC BOUCLE

FEEDFORWARD COMPENSATION
FOR DECOUPLING LOAD CAPACITANCE
COMPENSATION AVEC BOUCLE D°’AVANCE

D’AVANCE DE PHASE OPEN LOOP VOLTAGE GAIN  DE PHASE (DECOUPLAGE DES CHARGES
(CIRCUIT STANDARD) GAIN EN BOUCLE OUVERTE CAPACITIVES) R2
- Rg>10 k@ 100 kQ
B - Feedforward __ligo ’ g -
Input R1 € 100 1 2 d
Entrée 10 kQ M S C 2 0,01 uF
S g N 4 avance de IZ 135 © AR
c 80 ~ hase, g
5 < - &
SF.C © 60 — hase— 00 & Input SFC
—_— «Q
2108 A 2 40 = AN \\ Y Entrée 2108 A
- k.
£ s s [\ Gain ?
g2 a3 “8 \
c & o[Compen . $
500 p! 5 N9 o
> -20! | Il .:,'
110 100 1k 10k 100k 1M 10M g 5x 10
“ h\ Frequency(Hz)—Fréquence c2> R2
SAMPLE AND HOLD * FAST SUMMING AMPLIFIER
CIRCUIT D’ECHANTILLONNAGE AMPLIFICATEUR RAPIDE DE SOMMATION
Power bandwidth : 250 kHz
| vt Bande passante fort signal s
nput R1 Small signal bandwidth : 3,5 MHz "
Entrée 1MQ Bande passante petits signaux
O—4r T} Slew rate : 10 V/uS Rt
LT - {1
a1 n I 2 Output Vitesse de montée p
i Sortie Rs
—O O—{J—¢-
Sample Q2 Input a1
Echantillonnage Entrée 150 kQ
-LC‘I -
&1 )
c2 —O
N 30 pF SF.C 2208 A SFC Qutput

2201A sortie

1MQ 8
Worst case drift less than 2,5 mV/sec. c5= §x10
Dans le plus mauvais cas dérive <2,5 mV/sec. Rf
N
. . ) In addition to increasing speed the SF.C 2201 A
Teflon, polyetylene or polycarbonate dielectric raises high and low frequency gain and eliminates
capacitor - thermal leedback.
Condensateur au téflon, au polyéthyléne ou au Le SF.C 2201 A augmente la vitesse, le gain aux basses
polycarbonate et hautes fi et élimine la t thermique.
3/15
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SF.C 2108 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  |uniTs
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. | MAX. q.INITES-
Input offset vol =
7:'::0» de d‘ula;:gael'enm le tamb = +25°C 0,3 0,5 mV
Input offset current _
Courant de décalage 3 I'entrée ] tamb = +25°C 0,05| 0,2 nA
Input bias current - o
Courant de polarisation moyen IB tamb =" 25°C 0,8 2 nA
Input resis;la‘:c';. (dif . Z tamb =+ 25°C 30 | 70 MO
Supply current _ o
Courant fourni par les alimentations lect "CCZ Lamb =+ 25°C 03 |06 [ mA
Large signal voltage gain Vg =%16V t = +25°C
Amplification en tension Av Vz _i0v A > 1oka| | 3 VimVv
Input offset voltage
Tension de décalage 3 Ientrée VDl 1 mV
Average fftseeﬂ'tpe:‘ature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVp, 1 5 |uv/eC
tension de décalage
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée ‘ol 04 | nA

4/15
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SF.C 2108 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES

PARAMETERS symeoLs|  TEST CONDITIONS vaLEURS __|UN rr;sl

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX. UNITE:
Average temperature coefficient of
input offset current o
Coefficient de température moyen du Dip, 05 | 25 |pA/C
courant de décalage
Input bias current 1 - 3 nA
Courant de polarisation moyen B
Supply current leey.l t, = +125°C 0,15 04 | mA
Courant fourni par les alimentations CC1°CC2| amb 4 4

; : Ve =%15V V4 =t10V

Large signal voltage gain A S (o]
Amplification en tension v R L >10kQ 40 V/imv
Output voltage swing -+ -
Dynemiqus de sortie VOPP VS 15V RL 10k +13 | +14 Y]
Input voltage range _
Tension d'entrée limite Vimax | Vg =%15V +13,5 v
Common mode rejection ratio
Teux de réjection en mode commun CMR 96 110 a8
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection dd sux ali . SVR 96 | 110 dB

NOTE 1: These specifications apply for —566°C < tamb < +125°C and £+ 5 V < Vg < % 20 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —55°C Stamp < +125°C et 5 V Vg <120 V sauf spécification contraire.
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SF.C 2108 A

OUTPUT SWING INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE - TENSION DE BRUIT A L’ENTREE
15 v N 10
Vg=%15V & = 35
> g -y
3
3 c3 1
§ [
sg 0 g3 Pty
ﬂ_; § § fodeld
S = g3 10°
=9 o r o D e =t
H K] 3 3 3 e g e
T, o = S
53 s R I N et R
=3 » 3 & S8 bl
5§ Q 3 a g g
(e} o. 34 z g
QS a
25
0 =k 10
0 2 a 6 8 10 100 3 10k 100k
Output current (tmA) Frequency (Hz)
Courant de sortie Fréquence
OUTPUT RESISTANCE INPUT OFFSET VOLTAGE
RESISTANCE DE SORTIE TENSION RESIDUELLE D’ENTREE
3 —
10
10 & E —55°C <ty < 126°
4 @ 1
g 7 g, !
® o ~ \ 4 °g .
o2 N\, 10 i
ct o1 \ 28
s§ 10 W} y—1 2L it
2 1Y} Ay=1, C¢=30pF g il
23 v ) o3 M
28 o Ay= 1000, C¢ =0 pF ER
55 1° AL 23 00 B
] = Ry
38 ' 1 b=
Ox 4o / o =%1mA 1 § +
Vg =15V R I
tymp = 25°C ERY \
10,2 amb SE 1071 i
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100k M 10M 100M
Frequency (Hz) Input resistance ($2)
Fréquence Résistance d'entrée
POWER SUPPLY REJECTION RATIO DRIFT ERROR
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS DERIVE
P~ 120 3 =
D L Vg =15V 10 E —55°C <ty < 126°C
2 100 o Av =1 | il
-,‘—3 ‘E N ~ tamp = 25°C il
© 3 N, P
2§ w0 NN Positive s ., EL.:- L
S3 \ \ Positif 2 10 =5
58 60 A3 >
g3 KON 2 —
T§ \ =
=8 40 \ oS
® G N\ = q
=X 5 -
L
g e 20 Negative A'\l'\ - &£ .3 10" = H
S Négatif \ R = .§
25 o |=——Ci=30pF _ -
g5 — = = Cy=100pF N
=)
ac _, 1 1 10°
100 1k 10k 100k 1M 10M 100k ™ 10M 100M
Fréquency (Hz) Input resistance (£2)
Fréquence Résistance d'entrée

6/15
114



SF.C 2108 A

(6ap) 141ys aseyd

SUPPLY CURRENT INPUT CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION COURANT D’ENTREE
600 2,0 l l ] T
1,56 B
500 N Bias current
_ o \ Courant de polarisation
-8 tamb = —55°C —_ 1.0
<8 am| 3 K N
335 00— . ™~
§ E tampb = 25°C € § s ™=
£5 300 ' S ot
N / 3 -
o L~ tymp = +125°C S & ]
23 amb + §0,15
a§ 200 3¢
3 "
33 et £8
no © o010 \\ Offset current
100 P Courant résiduel
0,08 |
0 . | [
5 10 15 20 —55-35—15 5 25 45 66 85 105 125
Supply voltage (V) Temperature (°C)
Tension d’alimentation Température
VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE
GAIN EN TENSION REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
120 120 T T T N
’ ! Ci=3pF 180
ALY 1 C¢=30pl
; 100 JC¢ =3 pF ll L
= o —_
g 110 tamp = +25°C T 80 \\\ ¢y =100 pF—l. 13653
2 ~c ] s
c$ tamb = —55°C £3 60 N\ P 3
‘33 8 N | S < N b7/ )
o§ L ° & T 90 2
> = 5t OSEA T S
g3 tamb = +126°C £33 N \fFT3op 3
- £ -
g.gloo/ t Se 20 | Gain  =—— NI a5 &
Phase = e A
C;=0 1] l, =100 pF N
f
f =100 Hz =30 pF/r‘* o
-20
905 10 15 20 1 10 100 ]k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d‘alimentation Fréquence
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPgNSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION
Tr—T—rT7rm 10
VS =+5V 8
~
© \ tamb = 25°C
3 12 i | = I
_3 C¢ =30 pF|C, = 3 pF S 4 put
Se 3 Entrée
s ct 2
;‘3 8 ] 2 \ Output
£5 1 &8 0 Sortie —
23 &e _2 l l
] ® S
- 25
5§ S5 -a _[.;.T
g% 4 S8 \ Vg =H15v
O= E —6 —+4+—+ C¢ =30pF
11t tamp = 25°C
n P [ 11
0 - -10
"w 10k 100k ™ 0 20 40 60 80 100120140160
Frequency (Hz) Time (us)
Fréquence Temps
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SF.C 2208 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1)
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES — [ =
VALEUR:
PARAMETRES SYMBOLES C‘OAAIfEI;LIl%AEIs DE AL sM {umires
Input offset voltage
Tension de décalege & I'entrée VDI | tamp= +25°C 03|05 | mv
Input offset current o
Courant de décalage & I'entrée ] tymp = *+25°C 0,05 0,2 nA
Input bias current -
Courant de polarisation moyen 's tamp =+ 25°C 0,8 2 nA
Input resistance o
Impédance d'entrée jole) 21 | tymp=+25°C 30 | 70 Mo
Supply current o
Courant fourni par les alimentations lect "CC2 tamb =+ 25°C 03] 06 | mA
Large signal voltage gain Vg =15V t = +25°C
Amplification en tension AV VO —+10V R_ > 10kQ 80 | 300 V/mV
Input offset voltage
Tension de décalage 3 I'entrée VoI 1 mV
Averagef ftempe:ature coefficient of
input offset voltage o
Coefficient de température moyen de la DVp, 1 5 (uv/eC
tension de décalage
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI 04 | nA
8/15

116




SF.C 2208 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symgoLs|  TEST CONDITIONS VALEURS UNITSJ
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. [MAX. UNITE.

Average temperature coefficient of

input offset current o
Coefficient de température moyen du D|D' 05 | 25 |pASC
courant de décalage

Input bias current Ig 3 nA

Courant de polarisation moyen

Supply current =
Coglglx fourni pear les alimentations ICC‘ ' lCC2 tamb = +85°C 0151 04 mA

Vg =£15V Vg =10V

g:::):mg‘aﬁnsziw Vopp | Vg =%18V R = 10kQ|+13 |14 v
e A Vimax | Vg =216V 28 v
oo 3o it vt o CMR % o @
mpz vglta_ge r:‘i,e.c:,i‘on.ratio . SVR 96 | 110 dB

NOTE 1: These specifications apply for ~26°C <tamp < +85°C and + 6 V < Vg <+ 20 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —25°C <tamp < +85°C et £5 V < Vg <20 V sauf spécification contraire.
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SF.C 2208 A

QUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE

15 v N 10
™~ Vg=%15V kS
S35
3 .
< o
S 3 =
S§ w0 ?g ~.ﬁ Rg =1ML
] 58 oy
e >R | n
2% - R3 10 T
£5 7 = = &5 FRg =100 k
H K] 3 3 3 €<
= o o <
Sc 5 1 It ——47 8 Rg=0
2 + + | (Y .
a 3
5 © N ] 3
58 & a & e
ox S (3] ST c$
&5
L
0 =~ 10
0 2 4 6 8 10 100 1k 10k 100k
Output current (tmA) Frequency (Hz)
Courant de sortie Fréquence
OUTPUT RESISTANCE INPUT OFFSET VOLTAGE
RESISTANCE DE SORTIE , ENSION RESIDUELLE D'ENTREE
10% > w0 -25°C <t < +85°C
E amb
P £
P 4 / g i
c % £
32 ~ 23 4o
£t o } B3
xS 1 »
23 \"l X\ {AV=I,C'=3ODF £5
@ \J K
) Ay= 1000, C; =0 pF 2%
5§ 10 y \ . 23 100 bt
23 / Ay=1000, C; =30 pF ot ==
5% ) | : H
O 4o 7 lo =t1mA 1 §
- ®
= (v S —tzzsicv 53
= <
102 2mb g 10!
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100k ™ 10M 100M
Frequency (Hz) Input resistance (§2)
Fréquence Reésistance d'entrée
POWER SUPPLY REJECTION RATIO DRIFT ERROR
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS DERIVE
— 120 3
g 2 § Vg =15V 10 T35°C <ty < +85°C]
< 100 \“ Ay =1 B it
S8 No tamb = 25°C
s g 0 N, —_~
-5 8 N Positive o P L] -
o \ :/_\ Positif °; 10 == =
g 3 60 LN =
T§ N 5
= 40 =
D
g:‘i’ \\ \‘ " s ® a1 d"
—'g ; 20 Negative A’ - g210 =
>3 Négatif \ L P 5 g, 1
Z5 o |=—C{=30pF -
gs = <C =100pF P
=)
DI _yg 1 1 10°
100 1k 10k 100k 1M 10M 100k ™ 10M 100M
Fréquency (Hz) Input resistance (£2)
Fréquence Reésistance d’entrée
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SF.C 2208 A

SUPPLY CURRENT INPUT CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION COURANT D’ENTREE
600 20 l ] I I I
500 15 Bias current o
z .§ tamb = —25°C z 10 \{, Courant de polarisation
33 400 -~ c
=% 8 05
S g tamp = 25°C €&
- N o c
=3 300 £E® 0
3% // [ 33 - RS
> tamb = 85°C =§015
a3 200 580
g3 as
S3 —l £80,10
"no ' Offset current
100 0.05 N Courant résiduel
0 o 11 |
5 10 15 2 —55-35-15 5 25 45 65 85 105125
Supply voltage (V) Temperature (°C)
Tension d’alimentation Température
VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE
GAIN EN TENSION REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
120 120
} L o180
C¢=3pF
100 N \\t,f=3m=-—fl P
— tamp = +25°C 5 AN /7]
amb Q C.= F- 135
% 110 3z . 80 A C,=100p g g
= s 3
c£$§ tamp = ~25°C £3 o0 A WA W ! i3
s 2 + + + o5 N \ 27/ 32
I : 2 7 90 2
o2 ))—-I" & 40 N\t =30 pH &3
g% tamp = +85°C g3 NXr=300R 5 2
55 100 A 55 ANAN 35
S3 / >Q ) Gain w—— N 45 3@
Phase == ws e A,
Ci=0 o Cg =100 pF X,
£ =100 Hz cf=30pF/'r0
- -2
905 10 15 20 01 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d‘alimentation Fréquence
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION
16 . 10
Vs =45V 8
) tamp = 25°C
3 ‘ | | 6
g 2 t - - 4
Input
_S Cs =30 pFle=39F > 4 Input
>2 o2 Ent
L E £§ 2 \ Output
g u
gy 8 H § o Sortie —
EH g5 -2 | |
3 52 \ e
3
2 ,g ‘ S8 -4 X VS =*15 V
S -6 C; =30pF
O~ — ko,
tamb = 25°C
N
N -8
o ) | 1 [ T 1
1k 10k 100k ™ 0 20 40 60 80 100120140160
Frequency (Hz) Time (us)
Fréquence Temps
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SF.C 2308 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
TEST CONDITIONS VALUES
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS 3;;1};29
PARAMETRES SYMBOLES MESURE N TYP TNAX.
Input offset voltage Vo t = +25°C 03| 05| mv
Tension de décalage & I'entrée amb
Input offset current _ o p
Courant de décalsge 4 I'entrée Ipi | tamp = *+25°C 02 1 nA
Input bias current - 3
Courant de polarisation moyen 's tamp =+ 25°C 15 7 nA
Input resistance _
I donce drancrse (di ) 2| |t,n,=+25°C 10 | 40 mMQ
Supply current - =
Courant fourni par les alimentations 'CQ1'lCC2 tamp =+25°C Vg =%15V 03 |08 | mA
Large signal voltage gain Vg =215V th= +25°C
Amplification en tension Av Vo =+10V R_ > 10k2 80 | 300 V/imv
Input offset voltage
Tension de décalsge 3 I'entrée VoI 0,73| mV
Average fftseempenature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVp, 1 5 |uv/eC
tension de décalege
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Y] 1,5 nA

12/15
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SF.C 2308 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS sympos|  TEST CONDITIONS vALEURS __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX |UNITE
Average fftseertnl:oerature coefficient of
input o current
Coefficient de température moyen du DlD' 2 10 |pA/°C
courant de décalage
Input bias current
Courant de polarisation moyen |B 10 nA
Large signal voltage gain Vg =215V Vg =110V
Amplification en tension Ay R, >10kQ 60 Vimy
Output vol swi _ _
Dyn;m'“m:’“:?;m'"ﬂ Vopp | Vg =*15V R = 10kQ|+13 |14 v
Input voltage ran
Tonsion d'enirée Jimite Vimax | Vg =15V 14 v
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR 96 110 dB
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection d0 aux ali . SVR 96 | 110 dB

NOTE 1: These specifications apply for 0°C < tamp < +70°C and 5V < Vg <t 15 V unless otherwise specified.

Spécifications applicables pour 0°C Stamp < +70°C et +5 V < Vg <15 V sauf spécification contraire.

13/15
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SF.C 2308 A

INPUT CURRENT INPUT NOISE VOLTAGE
COURANT D’ENTREE TENSION DE BRUIT A L'ENTREE
4 l T N 10° o =2
£ = -
3
T S S
2 Bias current ] 3
2 P——— Courant de polarisation ;’ e
c =
tg FL e Rs=1M
€S o S g
28 \ >8 L2 |
> < 33 10
3a 025 258 HHH— R = 100 k
58 0.20 Offset current 28 = - =
%S . B Courant résiduel Y - [ Rg =011
£gS 3 e e
0,15 c:r 3 ;e =
s s i
0,10 £
s§
0 =k 40
0 10 20 30 40 50 60 70 80 10 100 - 1k 10k 100k
Temperature (°C) Frequency (Hz)
Température Fréquence
OUTPUT RESISTANCE POWER SUPPLY REJECTION RATIO
RESISTANCE DE SORTIE TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS
3 —_ 120
10 @, Vg =15V
=5 B Ay =1
B4 - - -
= 102 "4 / §F 1O tamp = 25°C
= 7 = 5 ~ aml
= \J\ ( °% a0 >,
8 e N\, / c = N N Positive
2g g g3 \ \ Positif
g8 10 YANRY \ S8 60 N,
R Y] Ay=1, C{ =30 pF 83 NN
£ ¢ ‘
= 0 = 1000, C; =0 pF =2 40
E § 10 v c " :'f"é': \\ \ ”~.
&2 / Ay= 1000, C; =30 pF D Negative /{ \ W N
O o / ;g fléw!lf \ PR g9
> Y Cy =30pF o~
~A [ N
— 250 ag ==« C,=100pF
.2 tamp = 25°C S8 S
10 BE _y ] 1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz) Fréquency (Hz)
Fréquence Fréquence
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SF.C 2308 A

VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE
GAIN EN TENSION REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
120 120 T T T
AL ! C¢=3pF 180
4-_Lf=3p
-~ 100 Cs =3 pF il
— o= =
S o= g 8 \\\ ¢, =100 pF-—al. 1339
s — PE: NS
£3 2 60 77/ ~ 9
&5 | & 5§ > 9 3%
S = 250 - Q=
% § tamb = 70°C famb % Ic g’ § 40 A, ‘\f =30 pH ; =
Ec =8 >Sa
= O 's .
Sg 1w Ci=0 S8 g Gain =—— AN \ s §&
f=100 Hz | Phase = e e 4
0 C. =100 pF X,
S
C¢=30pF 3 1}
90 -20
10 15 20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d‘alimentation Fréquence
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION
16 . 10
VS =+5V
8
tamb = 25°C
2 6
T 12 T t —_ et -
8 C; =30 pF|C; =3 pF s 4 tnput 4
S2 o2 Entrée
D c t 2
— 9 s 9 Output
o= 8 H
2% »Q 0 Sortie —
52 e |
>3 g8 -2
Ss LO‘ g ]
23 4 Sg 4 Vg =*15V
38 -6 ¢ =30pF
tamb = 25°C
J am|
q -8
0 L -10 l l ]
1k 10k 100k ™M 0 20 40 60 80 100120140160
Frequency (Hz) Time (us)
Fréquence Temps
OQUTPUT SWING SUPPLY CURRENT
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE COURANT D’ALIMENTATION
15 T
Vg =15V 400 l T
Q\ 350 tamb = 0°C+
° { _ ___‘1__-—
s t =70°C < H /’_ = 25°C
S amb 39 300 $ T
S 10— =8 1 tamb = 70°C
S& T 1 2§ 250 e amb
b1 t =25°C S e .
T ey | S —
2 ES
25 R 35 0P
3 tamp = 0°C -
IR ] 5§ 15
35 ° H
g3 @8 100
O
O~ 50
0 0 -
0 2 4 6 8 5 10 15 20
Output current (tmA) Supply voltage (V)
Courant de sortie Tension d‘alimentation
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SF.C 2108 M, SF.C 2208, SF.C 2308

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See section Il § absolute maximum ratings)
(Voir la section 11 § limites absolues)

Operating free-air Output short-circuit
Type Package| temperature range | Storage temperature | Vs| P | lip| V| duration
Boitier Ge _,d‘l Tempé de k V) [(mW){(ma)| (v) Durée :"c:g:ltri:clmwt
Note
1
SF.C2108 M | TO-99 —55°C, +125°C —65°C, +150°C |20 (500 | +10| 15
SF.C 2108 PM { TO-91 —565°C, +125°C —65°C, +150°C | +20 (500 |+10 | =15
SF.C2208 | TO99 | -—25°C, + 85°C —65°C, +150°C | +20 | 500 | +1 Indefinite
SF.C 2208 PT | TO-91 —25°C, + 85°C —65°C, +150°C +20 {500 |+
SF.C 2308 TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C 18 (500 |+10
SF.C 2308 DC | CB-98 0°C, + 70°C —565°C, +125°C +18|500 |+10 |
General description Description générale

The SF.C 2108 M is a precision operational amplifier
having specifications a factor ten better than FET
amplifiers over a —=55°C to +125°C temperature range.
Selected units are available with offset voltages less
than 1 mV and drifts less than § uV/°C. This makes it
possible to eliminate offset adjustments, in most cases.

The device operates with supply voltages from £2 V to
+20 V (SF.C 2308 : +2 V at *15 V) and have suffi-
cient supply rejection to use unregulated supplies.
Although the circuit is interchangeable with and uses
the same compensation as the SF.C 2101 A, an alter-
nate compensation scheme can be used to make it
particularly insensitive to power supply noise and to
make supply bypass capacitors unnecessary.

NOTE 1:

The inputs are shunted with back-to-back diodes for
overvoltage protection. Therefore, excessive current

Le SF.C 2108 M est un amplificateur opérationnel de préci-
sion dont les valeurs spécifiées sont 10 fois meilleures que
celles d‘un amplificateur &8 FET dans la gamme de températu-

re —55°C & + 125°C. On peut obtenir par tri des dispositifs
dont les tensions d’offset sont meilleures que- 1 mV et les
dérives inférieures & 5 uV/°C. Ceci permet, dans la plupart
des cas, d‘éliminer le circuit de compensation de la tension
résiduelle.

Le circuit fi avec des i de
t2vat2ov(t2vatis VpaulSFCZ308Ietun
taux de réjection suffisant pour que I‘on puisse utiliser des
alimentations non régulées. Bien que le circuit soit interchan-
geable avec le SF.C 2101 A et utilise la méme compensation
une variante de ce circuit de compensation permet de rendre
le SF.C 2108 M particuliérement insensible au bruit des all
mentations et rend les capacités de dé d‘alir

inutiles.

NOTE 1:

Les entrées sont munies de diodes de pritection contre fes
surtensions, il y a donc un risque de surintensité si une tension

will flow if a differential input voltage in excess of 1 V dif ielle d‘entrée supéri a1 Vest aux
is applied between the inputs unless some limiting entrées sans résistance de limitation.
resistance is used.
A
75-7 1/16

THOMSON - CSF
DIVISON_SEMICONDUCTEURS,
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SF.C 2108 M, SF.C 2208, SF.C 2308

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES
| TO-91 (CB-86) Top view TO-99 (CB-11) LZ’; y:“‘;’e”us CB-98 Top view
FL_A_T PACKAGE Vue de dessus METAL CAN DUAL IN LINE Output Vue de dessus
Boitier plat Boitier métal PACKAGE Sortie
Guard  Freq y ion e Boitier
Ecran  Compensation en fréquence E(‘)rv;pe nsation v‘ enfichable
1 Compensation ® v"'
NCC—T7, en fréquence 0] Q

N S— .__Output

B m— Inputs <~ F Sortie

R e— Entrées +

5 — NC
\
I[:ppuéts
ntrées Frequency
Pin 4 connected to case : Entré
?u({put La broche 4 est relige au boitier compensation rees
ortie Compensation
en fréquence

Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales

Compensation

Compensation

Compensation Compensation
oA Ho °V+
G
Q18
R1
an 90?1‘:Output
Sortie
R11
are L2400
a1
Inputs
Entrées
Q20
Cc
R12)
[820]
Q
D
oV~
A B Cc D F G H
TO-99 1 2 3 4 6 7 8
TO-91 [10|3 | 4|6 |7 |8 09
CB-98 1 2 3 4 6 7 8

— Input offset voltage
3 mV maximum (military range)
10 mV maximum (industrial range)
— Input bias current
3 nA maximum (military range)
10 nA maximum (industrial range)
— Input offset current
0,4 nA maximum (military range)
1,5 nA maximum (industrial range)
— Power supply current
600 A maximum (military range)
800 uA maximum (industrial range)
— Guaranteed drift characteristics
— Slew rate as inverting amplifier 10 V/us

— Tension de décalage a I'entrée
3 mV maximum (série militaire)
10 mV maximum (série industrielle)
— Courant de polarisation moyen
3 nA maximum (série militaire)
10 nA maximum (série industrielle)
— Courant de décalage 3 |'entrée
0,4 nA maximum (série militaire)
1,5 nA maximum (série-industrielle)
— Courant fourni par les alimentations
600 pA maximum (série militaire)
800 pA maximum (série industrielle)
— Caractéristiques garanties en dérive
— Pente maximale du signal de sortie en ampli-
ficateur inverseur 10 V/us

2/16
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SF.C 2108 M, SF.C 2208, SF.C 2308

BASIC DIAGRAMS
SCHEMAS DE BASE

STANDARD COMPENSATION CIRCUIT
CIRCUIT DE COMPENSATION STANDARD

ALTERNATE FREQUENCY COMPENSATION*
AUTRE COMPENSATION EN FREQUENCE

R1 R2. R1 R3
- V0 - —V'
\ Vo
+V,| ° +V)
* Improves rejection of
R1 Co power supply noise 100 pF
R1 +R2 Améliore la réjection du
Ct Co = 30pF bruit des alimentations h
TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

STANDARD FEEDFORWARD
COMPENSATION AVEC BOUCLE

FEEDFORWARD COMPENSATION
FOR DECOUPLING LOAD CAPACITANCE
COMPENSATION AVEC BOUCLE D’AVANCE

D’AVANCE DE PHASE OPEN LOOP VOLTAGE GAIN DE PHASE (DECOUPLAGE DES CHARGES

(CIRCUIT STANDARD) GAIN EN BOUCLE OUVERTE CAPACITIVES) R2
5 120 Rg>10 ke 100 k0
S Feedforward __}1g9

Input R1 2 100 ion o

Entrée 10 k2 2 Y C g 0.01 uF
S . N 4 avance de 1385 & LAy
s ~ hase, &

[ S 60 K Phase{ 3
SF.C 7 3 90 & Input _SFC )
2108M = < < 2108M
g 40 kg L3 ‘\ T Entrée Output
't% 20| _Standard ~ Gain | ;5 s; Sortie
4 jon 42+ 3 §
c % ofc i N & ci CL
500 £ fard 0 500
P P i 3 PF =loor to o 01
110 100 1k 10k 100k 1M 10M & 5x 105
N
h\ Frequency(Hz)—Fréquence C2> —5—

SAMPLE AND HOLD *
CIRCUIT D’ECHANTILLONNAGE

+
Input R1
Entrée 1MQ
a1l I 2 Output
i - 6 Sortie
Sample Q2 3|, ) o
Echantillonnage 1
—bC1**
1uF
R\ 30 pF

Worst case drift less than 2,5 mV/sec.
Dans le plus mauvais cas dérive <2,5 mV/sec.

* Teflon, polyetylene or polycarbonate dielectric
capacitor
Condensateur au téflon, au polyéthyléne ou au
polycarbonate

FAST SUMMING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR RAPIDE DE SOMMATION

Power bandwidth : 250 kHz

Bande passante fort signal

Small signal bandwidth : 3,56 MHz
Bande passante petits signaux
us

Slew rate : 10 V/, R
Vitesse de montée D—D—Jr
Rs
o—7
Input R 1,
Entrée 150 k.
SF.C 2208 O
SF.C Qutput

2201 A" sortie
c2

&SOO pF
A

N\
In addition to increasing speed the SF.C 2201 A
raises high and low frequency gain and eliminates
thermal leedback.
Le SF.C 2201 A augmente la vitesse, le gain aux basses
et hautes fréquences et élimine la contre-réaction thermique.
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SF.C 2108 M, SF.C 2208, SF.C 2308

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES
Frequency | t
T0-99 compensation Top view Er:1ptlr'ée o0—{—} {1}
METAL CAN  Compensation Vue de dessus
Boitier métal de fréquence
Output
( O sortie
+
A
Pin 4 connected to case INVERTING AMPLIFIER
La broche 4 est reliée au boftier AMPLIFICATEUR INVERSEUR
o 1
{1
L - .
Output
9 Sortie
+
p——OOutput
Input Sortie
Entrée
\N
Input
Entrée

FOLLOWER AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR SUIVEUR

NON-INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR NON-INVERSEUR

Leackage currents are on the verge of causing trouble
at 126°C. The standard pin configuration of most IC
op amps has the input pins adjacent to pins wich are
the supply potentials. Therefore, it is advisable to
employ guarding to reduce the voltage difference
between the inputs and adjacent metal runs.

A ten-lead pin circle is used, and the leads of the IC
are formed so that the holes adjacent to the inputs
are vacant when it is inserted in the board. The guard,
which is a conductive ring surrounding the inputs, is
then connected to a low impedance point that is at
the same potential as the inputs.

Les courants de fuite sont susceptibles de provoquer des
perturbations & 125°C. Le brochage standard de la plupart
des amplificateurs place les entrées & cbté des broches qui
des alir . C’est pourquoi, il est
recommandé de réaliser un écran pour réduire la différence

sont au p

de tension entre les entrées et les zones de métal adjacents.
On trace 10 trous en cercle, et on monte les broches du
circuit intégré de telle sorte que les trous a cOté des entrées
soient libres. L’écran, qui est un anneau conducteur entou-
rant les entrées, est relié & un point basse impédance, de
méme potentiel que les entrées.

4/16
128




SF.C 2108 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

PARAMETERS symsoLs|  TEST CONDITIONS VALUES — luniTs
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITES|
Input offset voltage - 0
Tension de décalage & I'entrée VD' tamb = +25°C 0,7 2 mV
Input offset current _ "
Courant de décalage a I'entrée Ipi tamp = +25°C 0,05( 02 | nA
Input bias current = o
Courant de polarisation moyen s tambp =+ 25°C 0.8 2 nA
Input resistance
Impédance d'snirée (diftérentiele) Z,  |typ=+25°C 30 | 70 M
Supply current _
Courant fourni par les alimentations Icer-leca| tamp =+ 25°C 03 | 06 | mA
Large signal voltage gain Ve =15V timb = +25°C X
Amplification en tension Ay V?J —£10V R, > 10k 50 | 300 V/mV
Input offset voltage
Tension de décalage 3 I'entrée Vpi 3 mV
Average fftseempe:'ature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVp, 3 15 | uv/°C
tension de décalage
Input offset current | 4
Courant de décalage & I'entrée DI 0, nA
5/16
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SF.C 2108 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES

PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS vaLEURS  |UN |Ts§|

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. | MAX. UNITE.
Average ﬂEseemperature coefficient of
input offset current °
Coefficient de température moyen du Dip, 05 | 25 |pA/°C
courant de décalage
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B 3 nA
Supply current | -
Courant fourni par les alimentations ICC' r'CC2 tarnb = +125°C 015 | 04 mA
Large signal voltage gain A, Vg =%15V Vg =210V 25 V/mV
Amplification en tension v R, >10kQ
Output voltage swing - -
Dynemique de sortie Vorp | Vs 165V R 10kQ2| 13 | 14 Vv
Input voltage range _
Tension d'entrée limite Vimax | Vs =15V 135 v
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR 85 100 d8
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection d0 sux ali . SVR, 80 | 96 dB

NOTE 1: These specifications apply for —55°C < tamp < +125°C and + 5 V < Vg < £ 20 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —55°C Stamp < +125°C et 5 V < Vg <20 V sauf spécification contraire.
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SF.C 2108 M

Tension de sortie disponible

Output swing (V)

Output resistance (£2)
Résistance de sortie

Supply voltage rejection ration (dB)
Rapport de rejection des alimentations

OQUTPUT SWING INPUT NOISE VOLTAGE

TENSION DE SORTIE DISPONIBLE e 3 TENSION DE BRUIT A L’ENTREE
15 T N
e Vg=+15V £ 1
S$
c3
%3 _
10 gg et LRs=1MY
| [ e
>
= 8 '§_ 10% 44 !- 1
o 'y o B o - Rg =100 k
3 2 s =
5 Il il ——4 3 -u CRg =011}
o N | TS -
g I EXS
© 61 c §
Ss
0 =R 10! ol
0 2 4 6 8 10 100 1k 10k 100k
Output current (tmA) Frequency (Hz)
Courant de sortie Fréquence
OUTPUT RESISTANCE INPUT OFFSET VOLTAGE
RESISTANCE DE SORTIE 2 TENSION RESIDUELLE D'ENTREE
3
10 10
E tamb = 2.?1”
5 A U/ s
10 X1 ER
~ A / § .1
K H
1 ™ \ 1\ % 5 10 Szi H
10 i ! o8 Maximt
Y &(Av_ncf_so.f 23 ot T4
10° A= 1000 C; =0 pF £3 Typical
Ay= 1000, C; = 30 pF S ¢ 10° E-Typique.
/ Vo v G _| P 5 '§
1071 / lp =t1mA 1 2 E
) Vg =%15V -
2 tamb = 25°C -1
10 10
10 100 1k. 10k 100k 1M 10M 100k m™m 10M 100M
Frequency (Hz) Input resistance (2)
Fréquence Reésistance d'entrée
POWER SUPPLY REJECTION RATIO DRIFT ERROR
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS DERIVE
120 f Vg =%15V 5 § 10° : =
‘S - O L]
100 > Ay = i ¢ 2 F—55°C <t <125°CH
\\ tymp = 25°C g &
~, amb o8
80 N, E oo 3 v
N Positive §; 2 Y
\ t/_\ Positif 28 10 z
58 —
N 588 il
40 hE-
NP gost
Nega*ive/;' Ne Ef.—;%§ 10" E =
0 Négatif b B2ed ETypical
. d 8682 Typique
0 |=—C;=30pF. - £238%
- —C,=100pF N\~ §a§§ H
I it $23% LU0
100 1k 10k. 100k 1M  10M 100k ™ 10M 100M
Fréquency (Hz) - Input resistance (£2)
Fréquence Résistance d’entrée
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SF.C 2108 M

SUPPLY CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION
600
500
< E, tamb = ~-55°C
2§ 400
£ L~ t,p = 25°C
st amb = 25°C
5§ %0 —
>x il tamp = +126°C
= c
a§ 200
3
38
100
0
5 10 15 20
Supply voltage (V)
Tension d’alimentation
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
120
' 26°C
o=+
- amb
2 110
=
t = —55°
£3 amb — 7857
o§ 1
ot /.E—T——-r—
25 tamb = +125°C
£5 100 |AA—F ‘
>0 /
Ci=0
f =100 Hz
%0 5 10 15 20
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX
16 T
Vg =%15V
R \ tamp = 25°C
2 12 t t
g Ci=30 F‘C =
s§ Urberill Mk
s
g
25 °®
i
-
S 8
23 4
3§
O~
N L
0
1k 10k 100k ™
Frequency (Hz)
Fréquence

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
HUBEEEEE
.5 N Bias current
—_ 1.0 \‘Courant dg polarisation
: ~
;c: § 0,5
e
53 °
QO
o?-; § 0,15
[ AL
= Q0,10
NY Offset current
0.05 — Courant résiduel

0
—-55-35—155 25 45 65 85 105 125

Temperature (°C)
Température

OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120
R % I 180
C¢=3pF
100 N\{C; =3 pF] fl s
P~ 1 '
3 e \\\ Cy = 100 pF I |35
< s
£8 2
S,g 60 N 27/
g <5 )
§ 40 —= F
52 N X =30r
S 3 -
>3 oo} Gain  em—— AN S 45
| Phase == e A \
0 Cy =100 pF ¥
Cr=30pF"{ —©
—-20
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)

Fréquence

VOLTAGE FOLLOWE

R PULSE RESPONSE

aseyd ap uonejoy
(6ap) 141us aseyq

AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION
10

8
6
S o Input
=3 Entrée
c 5 2
'z S Output
23 0 Sortie —
285 -2
=25
oS
S8 4 - Vg =15V
6 C; =30pF
s tamp = 25°C
10 [ [ 1

0 20 40 60 80 100120140160

Time (us)
Temps
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SF.C 2208

ELECTRICAL CHARAC'l;ERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

TEST CONDITIONS VALUES
;'::: ——eas SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS
JAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. [ MAX UNITES
Input offset voltage _ -
Tension de décalage & I'entrée VDI | tamp = +25°C 07| 2 | mv
Input offset current _ o
Courant de décalage & I'entrée Iy tamb = +25°C 0,05 0,2 nA
Input bias current _ "
Courant de polarisation moyen '8 tamb =+ 25°C 08 | 2 nA
Input resistance oo
Impédance dentrée (dif ) Z,  |typ=+25°C 30 | 70 MQ
Supply current
Courant fourni par les alimentations Iecr-lec2 tamp =+ 25°C 03 | 06 | mA
Large signal voltage gain A Vg =%15 Vo otp= +25°C
Amplification en tension \ Vo =*1 oV R > 10k 50 | 300 V/imV
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vpi 3 mV
Average ffternr:erature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVp 3 16 | uv/°C
tension de décalage
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée Di 0,4 nA
9/16
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SF.C 2208

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1)
VALUES

PARAMETERS symgoLs| ~ TEST CONDITIONS vALEURS __|UNITS

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX | UNITE
Average fftsernperature coefficient of
input offset current o
Coefficient de température moyen du oI DI 05 |25 |pA/C
courant de décalage
Input bias current 1 3 nA
Courant de polarisation moyen B
Supply current | _
Courant fourni par les alimentations Iccrlec2| tamp = +85°C 0,15 0,4 | mA

: ; Ve =215V V4 =%10V

Large signal voltage gain A, S (o]
Amplification en tension v R L >10kQ 25 V/mv
Output voltage swing —+ - kQ
Dynamique de sortie Vorp | Vs 1BV R 10 £13 | 14 \
Input voltage range _
Tension d‘entrée limite Vimax | Vg =%15V +13,5 v
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR 85 100 ds
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection da aux alii i SVR 80 96 dB

NOTE 1: These specifications apply for —26°C < tamp < +85°C and £5 V < Vg < * 20 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —25°C Stamp < +85°Cet £5 V Vg <*20 V sauf spécification contraire.
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SF.C 2208

Tension de sortie disponible

Output swing (£V)

Output resistance (£2)
Résistance de sortie

Supply voltage rejection ration (dB)
Rapport de rejection des alimentations

OUTPUT SWING INPUT NOISE VOLTAGE .
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 5 TENSION DE BRUIT A L’ENTREE
15 + ~
“ Vg=215V EVL = =:
\ S 5 1
c3
<3 |
3
10 %g s tRs=1M4
g 3 =
2 s 102 5
- R ~ 2 FRg = 100 k
R LE 2f -
® I LT 0] §3 R S
® 2 | ERS H
g Sl g Zs
o & § .g
0 SR o
0 2 4 6 8 10 100 1k 10k 100k
Output current (tmA) Frequency (Hz)
Courant de sortie Fréquence
OUTPUT RESISTANCE INPUT OFFSET VOLTAGE
o RESISTANCE DE SORTIE 5 TENSION RESIDUELLE D’ENTREE
10’ 10° E 3
E tamb = 25°C3 ;
/ S
2
10 N £t
N A 85 1
. \ ) 28 10
10 T e ==:i
\,’ \<(Av=1,Cf=300F 23 -Maximur e
v ,A 1000, Cr = 0 oF § 3 laximale
10° 7 \IV— 0. f_—oP e3¢ o Typical
/ Ay= 1000, C; = 30 pF §~§ 10° E Typique.
1 1 3
107 74 lo =t1mA 1 g8
y Vg =15V -
t =256°C
102 amb 107
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100k ™ 10M 100M
Frequency (Hz) Input resistance (§2)
Fréquence Résistance d‘entrée
POWER SUPPLY REJECTION RATIO DRIFT ERROR
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS DERIVE
120
Vg =%15V s 5 10°
BY Ay = - g —25°C <ty <85°C —
100 - V] 1 3 2 amb
“No tamb = 25°C | g & H
AS £03
80 NN Positive LS !
S positif 8¢ 102 =
60 TN 238
\\ é 8% Maximum
“0 Ny gostd
, 8298 o1
Negative /.' N & 288 10'E =
20 @ 3
Négatif . b g E E Typical
0 |=—C¢=30pF - 8533 Typique 8!
== =Cy=100pF - §§§8§ H ]
S
I il 2838 o (111
100 1k 10k 100k 1™ 10M 100k ™ 10M 100M
Fréquency (Hz) Input resistance (£2)
Fréquence Résistance d‘entrée
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SF.C 2208

SUPPLY CURRENT INPUT CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION COURANT D’ENTREE
600 2,0 l I ]
500 15 Bias current N
z 5 tamb = —25°C z 10 \‘caia"t de polarisation
3§ 400 [} S ~
v s X
S8 tamb = 25°C =%
£S 300 an ; 85
3s |+ [ 55 °& 1
> tymb = 85°C ot
=g am| + 50,15
g8 200 23
3
33 =t £8
»n o ©0.10 ~ Offset current
100 _— Courant résiduel
0,05 T T
0 : [T

5 10 15 20
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

—55-35—-155 25 45 65 85 105 125
Temperature (°C)

Température
VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE
GAIN EN TENSION REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
120 12
0 [ I P PP
NN _ 1 C=3 p?F
100 N NCr=3 pF % I]
= tamb =—25°C s 20 NN A =100 pF (7] 135 5
S 110 2 N s g
=< ~ c§ Ly 3
£ tamp = —55°C g 60 N \ %7 §
© 2 4 S S S U&a N— a0 3
o8 ! 2 AA I 3
e 8§ 40 N ¢ =30 p 5
g tymp = +85°C = N B
5.5 100 amb S5 - 3
g 'g / >3 20} Gain  e— \ 45 %
| Phase e« N
Ci=0 0 Cs =100 pF '\
f =100 Hz Cf=3OpF/r'{0
—2
905 10 15 20 01 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d’alimentation Fréquence
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION
16 T T 7T 10
< VS = 115 \% 8
. tamp = 25°C .
2 12 H— - +
S C; =30 F‘C =3 pF > 4 Input
s % f P f P ; 2 En'; 6
F ’: c 5 2 O
Te s 8 utpu
2% 8 g o© \ Sortie —
= a3 4
i g8 2
S 3 &
2% .4 S8 4 AV Vg =115V
8 E -6 C; =30pF
tamb = 25°C
N -8 L
0 iy | 10 [ 11
1k 10k 100k ™ 0 20 40 60 80 100120140160
Frequency (Hz) Time (us)
Fréquence Temps
12/16
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SF.C 2308

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS vaLEuRs  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. |MAX. UNITES]
Input offset voltage . - o
Tension de décalege & I'entrée VDI | tamp = +25°C 2 | 75| mv
Input offset current — o
Courant de décalage & I'entrée Ipi tamp = *+25°C -0,2 1 nA
Input bias current - o .
Courant de polarisation moyen 's amb ="+ 25°C 1,5 7 nA
lnp‘,’f m's;.a’:c:“ P ) Z tymp =+25°C 10 40 MQ
Supply current _ _
Courant fourni par les alimentations ICC"ICCZ tamb =+ 25°C Vg =216V 03 | 08| mA
Large signal voltage gain Vg =15V t = +25°C
Amplification en tension Ay VZ —+10V Ra:'-n > 10kQ 25 | 300 V/mV
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée VD| 10 mV
Averagef ftempe:'ature coefficient of
input offset voltage 0
Coefficient de température moyen de la DVp, 6 30 |uv/eC
tension de décalage
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI 15 | nA
13/16
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SF.C 2308

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALEURS UNlTs;l
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. [MAX. UNITE:!

Average temperature coefficient of

input offset current A/°
Coefficient de température moyen du ot DI 2 10 | pASC
courant de décalage

Input bias current s 10 nA

Courant de polarisation moyen

Kire inal voltage gain I AL R Vi
g:n;m:;::%’st\;v;ing Vopp | Vs =%15V R_ = 10kQ| 13| 214 '
F'T:S::::':mm Vimax | V5 =215V v
oo de jocon onmode commun CMR 80 | 100 a8
Supply voltage rejection ratio SVR 80 | 9% d8

NOTE 1: These specifications apply for 0°C < tamb < +70°C and +5 V < Vg < 15 V unless otherwjse specified.
Spécifications applicables pour 0°C  Stgmp < +70°C et £5 V <Vg <+ 15 V sauf spécification contraire.
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SF.C 2308

Average temperature coefficient of
input offset voltage (uV/°C)

Input current (nA)
Courant d’entrée

Coefficient de température de la tension

résiduelle a I'entrée

Output resistance (£2)

Résistance de sortie

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
a .
8 ! LI ; JI
2 Bias curr;nt i
— Courant de polarisation
. P—— polari.
0 >
0,25 S
Offset current
0,20 || Courant résiduel]
P ——
0,15
0,10

]
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Temperature (°C)

Température
DRIFT ERROR
DERIVE
103 v 11
= H
0°C <tymp <70°CHT T
TN
2
10 'Max[mum
o
Typical Pq
10" | Typique. S= =
10°
100k ™ 10M 100M
Input resistance (£2)
Résistance d’entrée
OUTPUT RESISTANCE
RESISTANCE DE SORTIE
10° ?
" A U/
10 7
\J, /
S h
R AVANY Ay
\ =1, C; =30 p
D
10° Anv= 1090, Cs = 0 pF
/ Ay= 1000, C; = 30 pF
1l 1
1071 / lo. =t 1mA 1
- e
1 0.2 amb
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

Supply voltage rejection ration (dB)

Input offset voltage (mV)
Tension résiduelle d’entrée

Mean square noise voltage (nV/VHz)
Tension moyenne quadratique de bruit

Rapport de rejection des alimentations

10°

INPUT OFFSET VOLTAGE
TENSION RESIDUELLE D’ENTREE

tan

I

b= 25°C

2

=

Maximum 4
L Maximale

T\;pi'cél' H
I Typique 4

HEl

100k

10

™ oM

Input resistance (£2)
Résistance d’entrée

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L’ENTREE

100M

T
4

N 1

) mw s

10

100

1k 10k

Frequency (Hz)
Fréquence

100k

POWER SUPPLY REJECTION RATIO
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS

120
L Vg =%15V
100 o Av = 4
\N N tamb = 25°C
80 >
N \ Positive
\ \ < Positif
60 Ny N
\,
40
N}
20 Negative /: \.l' -
Négatif R
0 | C;=30pF _ -
~==C,=100pF N\
_20 1 |
100 1k 10k 100k 1M 10M
Fréquency (Hz)
Fréquence
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OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120
i s I
AL | Lf=3p!
100 NCt = 3 pF4 f | ]ﬁ"‘
—_ = — I 'f
z tamb = 0°C Z g \\ C, =100 pF 73 1330
~ - s S ~
=5 —-—— £% 6 ANIAN 'y ::: 3
g8 Sc N N b7/ 90 Se
) : tamp = 25°C S g 0 AN, 3 s g
85 tamp = 70°C | gs 4 N NG = 30 pF] el
55 100 S5 Py AN $e
=38 C;=0 >© g0f @n = NN 48 8a
f=100 Hz | Phase ===
0 C. =100 pF \,
s
C;=30 oF 3 *1°
90 -2
5 10 15 20 01 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (£V) Frequency (Hz)
Tension d‘alimentation Fréquence
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION
16 T 10
V., =15V
3 tomb = 25°C 8
s U 6
2 t t _ - -
_3 C =30 pF|C; =3 pF S input
S o3 Entrée
us ey 2 \ ot
2o S utpu
gg 8 1L1 ‘-LL Eé ] ,.?., —
e s 2
3 st \
23 414N i >g 4 \ Vg =%15V
8 8 —6 C; =30pF
F—-HH NG L tamp = 25°C
DS _g am|
0 b ¥ 10 I
1k 10k 100k ™ 0 20 40 60 80 100120140160
Frequency (Hz) Time (us)
Fréquence ) Temps
OUTPUT SWING SUPPLY CURRENT
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE COURANT D’ALIMENTATION
15 v T 400
~ Vg = +15 V| I
- 350 {tamb = 0°C
B3 1 —_ =
2 tamb = 70°C -+ <S$ 300 ! ST
§ L 3% P4 x
<2 10 T 1 i P tamp = 70°C
>2 — 28°C c§ 250
Rl : tamb = | ek 1
ot —— 58 200
£3 1 i o%
E tamp =0°C ZE§ 150
5% 5 g 5
g2 a8 100
O
O~ 50
0 0
0 2 4 6 8
Output current (+tmA) Supply voltage (V)
Courant de sortie Tension d’alimentation

16/16
140



SE.C 2110 M, SF.C 2210, SF.C 2310

FOLLOWER AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS SUIVEURS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

fier internally connected as a unity - gain non - inver-
ting amplifier. It uses super gain transistors in the
input stage to get low bias current without sacrificing
speed. Directly interchangeable with SF.C 2101 A,
SF.C 2741 M-and SF.C 2709 M in voltage follower
applications, this device has internal frequency com-
pensation and provision for offset balancing.

The SF.C 2210 display similar characteristics except
for specified operating temperature range for which
they are guaranteed.

SF.C2110M —55°C, + 125°C

SF.C 2210 —25°C, + 85°C

SF.C 2310 0°C, + 70°C
NOTE 1:

Continuous short circuit is allowed for case tempera-
ture to + 125°C and ambient temperature to +70°C.

It is necessary to insert a resistor greater than 2 k&2 in
series with the input when the amplifier is driven from
low impedance sources to prevent damage when the
output is shorted.

Operating free-air | P Output short-circuit
Type Package temperature range Storage temperature Vs v duration
Boitier Ga Jde P Te de k (V) | (mw)] (v) | Durée de com:r-:ircuit
ae en sortie
(note 1 page 4/12)
SF.C2110M |T0O-99 —55°C, +125°C —65°C, +150°C | +18 | 500 | *15 Indefinite for
Hllimitée pour
SF.C 2210 TO-99' —25°C, + 85°C —65°C, +150°C +18 | 500 | %15 tamp = 70°C
SF.C 2310 TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C +18 | 500 +15 L
Indefin:te for
SF.C 2310 DC | cB-98 0°C, + 70°C —55°C, +125°C | +18 | 500 | 15 HHlimitée pour
tymp = 55°C
General description, Description générale
The SF.C 2110 M is a monolithic operational ampli- Le SF.C 2110 M est un amplifi pératic / lithi

que connecté intérieurement & un amplificateur de gain unité.
11 utilise, dans son étage d‘entrée, des transistors & trés fort
gain pour obtenir un trés faible courant de polarisation sans
sacrifier la vitesse. Directement interchangeable avec SF.C
2101 A, SF.C2741M et SF.C 2709 M dans les applications
d’amplificateur suiveur, ce dispositif est muni d’une compen-
sation en fréquence interne et permet une compensation aisée
de /a tension résiduelle d’entrée.

Le SF.C 2210 pré: les mémes iq P
faite de la gamme de température a I'intérieur de laquelle les
istiques sont ga. fe

SF.c2110M -55°C, + 125°C

SF.C 2210 -25°C, + 85°C

SF.Cc2310 °Cc, + 70°C
NOTE 1:

Court-circuit permanent autorisé pour des températures de
boitier jusqu'd + 125°C et ambiante jusqu’a + 70°C.

11 est nécessaire d’insérer une résistance supérieure & 2 k2 en
série avec I'entrée lorsque le circuit est commandé par une
source & basse impédance pour éliminer le risque de destruc-
tion quand Ia sortie est court-circuitée.

THOMSON - CSF
OIVISION_SEMICONDUCTEURS,

Ses®sSeEnn
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SF.C 2110 M, SF.C 2210, SF.C 2310

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES
TO-116(CB-2) Top view TO-99 (CB-11) Top view CB-98 (CB-28) Top view
DUAL IN LINE Vue de dessus | MeTAL CAN Vue de dessus | AL IN LINE Vue de dessus
PACKAGE Boitier métal PACKAGE Output
Boitier enfichable g: ;3:‘ Boitier enfichable sgrtﬁe
. Balance Booster
Balance Booster Balance Equilibrage Ballast
Equilibrage Ballast Equilibra +
NN v
M v s NZle + =
arnnnonn O,
No connection Output
) Non connecté Sortie
Input ® (3 Booster
[f
Qg l\[l_(‘: b.J_I;J Entrée v Ballast 1 _
v
Balance Input
Equilibrage Entrée Pin 4 connected to case E;Lai?;:rage 'Er;g';éte

La broche 4 est reliée au boitier

Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
Balance
A Equilibrage H
b b Sv+
— Input offset voltage
mV maximum (military range)
10. mV maximum (industrial range)
— Input bias current
0 nA maximum (military and
a8 industrial ranges)
— Power supply voltage range
5V to £18 V (all types)
c J ¢ R6 o — Slew rate : 30 V/us
Input %9 utput _ : i .
Entrée an a8 = 2 Sortie Small signals bandwidth : 20 MHz
o §1010 08 i
vl 50 k2
Fate <) b — Tension de décalage & I'entrée
Q16 a5 14 6 mV maximum (série militaire)
! Q14 10 mV maximum (série industrielle)
Q17 ] E Booster — Courant de polarisation moyen
a3 2 Ballast 10 nA maximum (séries militaire et
R11 . .
Q18 3 k@ 15 k2 200 2 industrielle)
3V - de tensions d’alimentati
+5 v a 18 V (tous types)
Alclp E|F H - — Pente maximale du signal de mr:: ;‘0 V/us
— Bande passante petits signaux : Hz
To99 |1 |3|4|5|6|7|8 passante petits sign
TO-116 {3 (6|6 | 9 |10]| 1112
CB98 (1 |3|4|5(6|7]|8
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SF.C 2110 M, SF.C 2210, SF.C 2310

AUXILIARY CIRCUITS
CIRCUITS AUXILIAIRES

R1

v+
Input
Entrée Output
—o Outpu
Sortie

OFFSET BALANCING CIRCUIT
CIRCUIT D’EQUILIBRAGE

* May be added to reduce
internal dissipation
Peut étre ajoutée pour réduire
la dissipation interne

Input
Entrée

R1>100 Q2

INCREASING NEGATIVE SWING UNDER LOAD
AUGMENTATION DE L’EXCURSION NEGATIVE SOUS CHARGE

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

TUNABLE NOTCH FILTER

REJECTEUR DE FREQUENCE ACCORDABLE

HIGH INPUT IMPEDANCE AC AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR ALTERNATIF A IMPEDANCE
R1=R2=R3

D’ENTREE ELEVEE
R3’ R4 =R5=R1/2
100 k2 1
R1 01% fy =—————=50Hz
100 k2 2x R4NC1C2
0,1%
2
Y A 6 ——oV o Output
1 o Sortie
3 Input

R2 Entrée
100 k2
0,1%

C1 -t

500 pF7-
q
R4
50 kﬂg
0,1%
1
L
RS & Or Or
201';? 6u A SF.C2107 M 4, SF.C 2207 5, SF.C 2307

N

BUFFER FOR ANALOG SWITCH

BandC SF.C2110M ' SF.c 2210 F SF.C 2310

et

CIRCUIT INTERMEDIAIRE POUR COMMUTATEUR ANALOGIQUE

Analog inputs
Entrées analogiques

Q1 47 k2
SF.F 151 ? ? ? 1 N
i
C1
0,01 uF
Analog output
Sortie analogique
$ - é . J> —e SF.C2110M
Ir
ou SF.C 2210
Digital drive 8; SF.C 2310
Commandes digitales.
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SF.C2110M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1)
TEST CONDITION VALUES
PARAMETRES MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input offset voltage = ©
Tension de décalage & I'entrée Vi tamp = +25°C 15 4 mV
Input bias current = °
Courant de polarisation moyen 's tamb = +25°C 1 3 nA
Input resistance = 1 12
Impédance d‘entrée Z Gmb ™ * 25°C 10910 Q
Input capacitance
Capacité d’entrée C| 15 pF
. . Ve =15V t = + 25°C

Large signal voltage gain S amb :
Amplification en tension Ay Vo =*10V R =8 kO 0,999/0,9997| VIV
Output resistance = 425°
Impédence de sortie Zg  |tymp= +25°C 075| 25 | @

tamp = +25°C 39 | 55| mA
Supply current \ 1
Courant fourni par les alimentations cc1-'ccz

tmb= * 125°C 2 4 mA
Input bias current
Courant de polarisation moyen 's 10 nA
Large signal voltage gain Vg =115V Vg =%10V
Amplification en tension Ay RSL —10KQ 0,999 VIV
Output voltage swing v =+15V
Dynamique de sortie {note 2) opP R =10 kQ £10 v
Input offset voitage v
Tension de décalage & I'entrée DI 6 | mv
Average temperature coefficient of —55°C <ty < +85°C 6 uv/ec
input offset voltage DV
Coefficient de température moyen de la DI
tension de décalage tamp = +125°C 12 uv/ec
Supply voltage re]ectuon ratio SVR |t5V<V.<tigv 70 | 80 dB
Taux de réje da aux i S

NOTE 1:
These specifications apply for —55°C < < +125°C, 35V < S < £18 V unless otherwise specified.

Spécifications applicables pour —55°C <ta <m +125°C, ¥5 v VS < * 18 V sauf spécification contraire.
NOTE2:
Increased output swing under load can be obtained by connecting an external resistor between the booster and V™
terminals (See curves)
La tension de sortie disponible sur la charge peut étre en une rési: entre les broches V™ et 5 (voir courbes)
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SF.C2110M

INPUT CURRENT OUTPUT NOISE VOLTAGE
COURANT D’ENTREE TENSION DE BRUIT A LA SORTIE
102 = ~,_ 10 T
T—t—3 = T T
 —— N Vg = +15 VvV
Ve =%15 V] < — ]
z s V] 23 tamb = 25°C
< 1 | o3
zf w0 £ N ——Rg =1Ma
[T oX
fe
£s 53 102 N S
o F £ ASh——Rs = 100 k®
5 E e g NS 2
28 10° ©g i
= S 9 L
— gt Rg= 10 k&2
c 8
5t I
o’ =R 4o
—56-35—15 5 25 45 65 85 105125 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Temperature (°C) " Frequency (Hz)
Température Fréquence
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE VOLTAGE GAIN
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX GAIN EN TENSION
15 0,99999 T
H—-He | =—55°c
10 287" — 4asc
= = 0,9999 amb =
z, 2 tymb = +125°C
o8 b >
c 5 ~ s
s 8 l \ £38
iy, § Sose0
28 Vg =%15V [T
5 § tamb = 25°C = : -
~ -5 o '3 =
° >3 0,99
—-10 Cvg=%t15V
ERg=10kn
-15 0,9
0 1 2 3 4 100 1k 10k 100k ™
Time (us) Frequency (Hz)
Temps Fréquence
VOLTAGE GAIN VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION GAIN EN TENSION
0,99999 T T 10 “ ["
Rg=10kQ 5
f =200 Hz| _ 0 - 270
— Q ™ \ /
S -5 225 3 o
< c 8 I g~
2 5% —10 ) tHil 180 & 2
c$ Vg=£15V 5 15 85 it
§ & 0.9999 &= Rg =10 ka2 T8
g [ NG £2 -2 A 9 33
%E Vg=%5V o3 B Phase §‘3
s >0 25 —-Rg =3 kaNg 45 °2
3 I o
>0 -30 L R =30 kn) T ©
a5 |Vs =E18V TS =2
. —_ T
0,999 _ao L2TP i
—56-35-15 5 25 45 65 85 105125 100k ™ 10M 100M
Temperature (°C) Frequency (Hz)
Température . Fréquence
5/12
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SF.C2110M

OUTPUT RESISTANCE SYMMETRICAL OUTPUT SWING
RESISTANCE DE SORTIE TENSION DE SORTIE DISPONIBLE SYMETRIQUE
10? =3 10" T T
FHvg =115V, Hit 8fVg=%10V
FVg= 15V
— T ) _ 6
g tomp = +125°C=] 5 ! 4 A
1
gg 3 -
€ 2 <
238 — 2% N
Zg [ tomp = +25°C] i Sg
?.’ O ‘3 L3 /
oy 88 ]
a. £ 10° / o g 2 y.
Se / Q2 -
38 /- o8 /
o= / - L+ L~
tamp = —58°C "n54 =300 QPR/ bo
107! I l ” 100 17 ] 54 =1
1k 10k 100k ™ -55-35-15 5 25 45 65 85 105 125
Frequency (Hz) Temperature (°C)
Fréquence Tempdrature
POSITIVE OUTPUT SWING SUPPLY REBJECTION
TENSION DE SORTIE POSITIVE DISPONIBLE REJECTION DES ALIMENTATIONS
15 +~— 90
t = +125°C @
amb FVe =1 <
U [Vs=t1sV § w0
2 =3 1 o &
3 3 58 °
S TN - 8
8 | €3 60
>3 =8 50
g i : gt
g - o<
£3 ‘é_—ls 4+— T8 40
EEY + —5 +— 28 30
= o 5 I -+ It T
33 1 + L =" 2
22 ! 318 23
3R 8 S _>E 10 -Vs =*15V
% § § 0 tamb =25°C
o AT _yo
0 10 20 30 40 100 1k 10k 100k 1M 10M
Load current (mA) Frequency (Hz)
Courant de charge Fréquence
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE SUPPLY CUR’RENT
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX COURANT D’ALIMENTATION
14
Vg =15V
s 12 A | tamb = 25°C "r' 5
3 Distortion <5 % . N
T 6 istorsi <5
10 L
s 5 £ 8 4 \\
] =B Vg=15V
z 8 c s =+15V
g,.g \ g § s \%Vs 5
£ 58
g © 33 R
55 \ a8 2
g3 ¢ \ £3 N
38 no
3¢ F :
\
. 0
100k ™ 10M -55—-36—15 5 25 45 65 85 105 125
Frequency (Hz) Temperature (°C)
Fréquence Température
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SF.C 2210

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1)
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALES  lunits
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN T TYP. TWax |UVITES
Input offset voltage — o
Tension de décalage  I'entrée Vpi tamb = * 25°C 15 4 mV
Input bias current - o
Courant de polarisation moyen s tamb = +25°C 1 3 nA
Ilnput gs‘:i::c"e“ z, tamp = +25°C 1010|1012 Q
Input capacitance
Capacité d’entrée Cl 15 pF
Large signal voltage gain Vg =%15V t = +25°C
Amplification en tension Ay VZ 10V ;:"b e |0:09909997 VIV
Output resistance = 3
Impédance de sortie Zy  |tymp= +25°C 075 | 25 | @
Supply current = o
Courant fourni par les alimentations Icc1/lecz | tamb = +25°C 39 [ 55 | mA
Input bias current .
Courant de polarisation moyen g 10 nA
Large signal voltage gain Vs =+15V Vo =%10V
Amplification en tension Ay R =10kQ 0,999 VIV
Output voltage swing : VS =*15V
Dynamique de sortie (note 2) VOPP RL =10k *10 v
Input offset voltage Vv,
Tension de décalage & I'entrée Di 6 mv
Avemgef ftempe:'ature coefficient of
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVp, 6 uv/°c
tension de décalage
Supply voltage rejection ratio
o e e et SVR [t5V<Vg<ti18V 70 | 80 d8
NOTE 1:

These specifications apply for —25°C <t

Spécifications applicables pour —25°C <t amb

NOTE 2:

am
<

hS +85°C, 16V < VS < 18 V unless otherwise specified.
+85°C, t5v< VS < * 18 V sauf spécification contraire.

Increased output swing under load can be obtained by connecting an external resistor between the booster and V™

terminals (See curves)

La tension de sortie disponible sur la charge peut étre

hes V™ et 5 (voir courbes)

en une

entre les b

7112
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SF.C 2210

INPUT CURRENT OUTPUT NOISE VOLTAGE
COURANT D’ENTREE TENSION DE BRUIT A LA SORTIE
102 = 10°
T % t T
—— 2 Vg =*15V]
Vg =+15 V] > S Z n
z S z3 tymb = 25°C ]
c ®© g
= 1
2% 10 g8 BNd—Rg=1Mn
N LI\
3% 2 E 102 PO t e 2
o s o5 A W W — .
2§ S ® O Rg = 100 kQ.
Q3 ) c g S
£§ 10 @S T
R I
gs Rg=10kQ
c
S5
<
1 e 10! ]
—-55-35—15 5 25 45 65 85 105 125 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Temperature (°C) Frequency (Hz)
Température Fréquence
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE VOLTAGE GAIN
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX GAIN EN TENSION
15 0,99999
10 1
—_ = 0,9999
2, 2
ot 5 >
c 3 ~c 1
3 I \ E § =
23 5 20,999
g
55 Vs =£isV gt !
5e tamb = 25°C = :
or -5 28 Vg =*15V
>0 09 f'S T—
Rg =10kQ
-10 tamb = 25°C H
—15 0,9 .
[ 1 2 3 4 100 1k 10k 100k ™
Time (us) Frequency (Hz)
Temps Fréquence
VOLTAGE GAIN VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION GAIN EN TENSION
0,99999 T 7T 10 I
Rg =10 kQ 5
f =200 Hz™] _ 0 b 270
- @ N
3 =, -5 I 225 5 5
S £92 10 180 § B
Ts Vg=%156V S5 Rg =3 k2 24 18
'3 & 0,9999 T 15 TX 135 8 5
S5 = Rg =10 kQ «Q
o% [ ] £8 2 % 33
= Vg=15V, o% Phase 22
2 >0 _25 | Rg =3 kNG Hfas °<
o% ot
>0 r -30 1T Re =30 k AN ©
_as |Vs =*15V] s =30 k@
0,999 _a0 L2 i
-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 100k ™ 10M 100M
Temperature (°C) Frequency (Hz)
Température Fréquence
8/12
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SF.C 2210

Output resistance (£2)
Résistance de sortie

Tension de sortie disponible

Output swing (V)

Tension de sortie disponible

Output swing (V)

QUTPUT RESISTANCE

RESISTANCE DE SORTIE
10°
il I
|
10"
10° =
1
+
- l ‘
1k 10k 100k ™
Frequency (Hz)
Fréquence

POSITIVE QUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE POSITIVE DISPONIBLE
15

Vs I= + 1‘5 VA
10
tymb = +25°C
5
0
0 10 20 30 40

Load current (mA)
Courant de charge

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX
14

Vg = 15V
12 | tamb =25°C 4
Distortion <5 %
10 o
° \
6 \\
¢ \
N
2 \
N
0
100k m™ oM
Frequency (Hz)
Fréquence

10" 1T
sfvo=t10v
Fvg= 15V
6
[ 1
T—1
Regy> =
4 }—1+Rgg”> = 4
™~~~
A
2 /

Load resistance (k2)
Résistance de charge

/
1 {
ge =005 AT |
100 L1 54—

38 8
\ .e/’ '
/ V.,
6N
A

Rapport de réjection des alimentations

A ""b
2%,
60 .7//«?96’ ¢6¢°¢
50 X % <) —
. %, &3
40 "69%4_ Cy——
2
30 %,
%
20 ) \
10 'Vs =t15V
0 ftamb = 25°C \

Supply voltage rejection ratio

L
=)

Supply current (mA)
Courant d’alimentation

6
5 N
N
NERAN
. Vg=%5V \%vs=t 5V
N
2
1

o B
-55-35—15 5 25 45 65 85 105 125

SYMMETRICAL OUTPUT SWING
TENSION DE SORT/E DISPONIBLE SYMETRIQUE

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 126

Temperature (°C)
Température

SUPPLY REJECTION
REJECTION DES ALIMENTATIONS

100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

SUPPLY CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION

Temperature (°C)
Température
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SF.C 2310

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES|
. MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input offset voltage = o
Tension de décalage 3 Ientrée VDI Lmb = * 25°C 25| 75| mV
Input bias current Ig tamp = +25°C 2 7 nA

Courant de polarisation moyen

722“.2.%‘3".’),?2, z, tymp = +25°C 1010|1072 Q
Pl owiiing “ b PF
Kare siona vl tage ain MO Tliov R e ool |
%::‘rx;:‘e?:t‘mi Z4 tymp = +25°C 0,75 | 2,5 Q
B s e 'c011052] ™ 225 59 | &5 | ma
Input bias current |B 10 nA

Courant de polarisation moyen

VS =15V Vg =10V

Large signal voltage gain A v
10 k2

Amplification en tension R L 0,999 V/IV

VS =15V

Output voltage swing (note 2) vV .
oPP - 10 v
R =10kQ

Dynamique de sortie

Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée VDl 10 mV

Aver:-)gef ftst:mperature coefficient of
input offset voltage DV, o
Coefficient de température moyen de la DI 10 uviec
tension de décalage

Supply voltage rejection_ratio ) SVR +E5V < VS <+18V 70 80 4B

Taux de réj da aux

NOTE 1:
These specifications apply for 0°C < tamb < +70°C, 35V < VS < +18 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour 0°C <tam b < +70°C, 5 v< Vs < * 18 V sauf spécification contraire.

NOTE 2 :
Increased output swing under load can be obtained by connecting an external resistor between the booster and V™
terminals (See curves)
La tension de sortie disponible sur la charge peut étre aug ée en une résis entre les broches V™~ et 5 (voir courbes)
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SF.C 2310

Voltage gain (V/V)

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
2
10
< Vg =115V
E s
=3 10 ==
=~
28
5%
o —
=
£§10°
107"
0 10 20 30 40 50 60 70 80,
Temperature (°C)
Température
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX
15
10
I
gt ®
3 S
2%
28 Vs =218V
g t = 25°
s
O: g s amb
-10
-15
0 1 2 3 4
Time (us)
Temps
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
0,99999 T T
Rg =10k
f =200 Hz
tamb =25°C
§
20,9999 e ——
] -1
5 Vs
<
S
0,999
5 10 15 20

Temperature (°C)

Température

Hz)

Mean square noise voltage (nV

0,99999

OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

10° =
S 1 T
2 Vg =%*15V
= S —2sc ]
3 tamb = ]
H
-.‘;Z ‘\ Rg=1Mg
3
3 102 PO T  m—
:'  » ns=100kf
] NSO ° ]
< p—
S 1
) s
g Rg =10kQ
<
s
: l
Ty
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

| 1
T T
1
s 0,9999
<
>
~ e 1T
£ =
8 20,999
gt
o] § 1 T
% < smmu:
S8 go9 Vs =%15V
| Rs =10kQ |
E tamb = 25°C
09 .
100 1k 10k 100k ™
Frequency (Hz)
Fréquence
VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION
10 ”
5
— o 270
% 5 B 225
50 o0 § 2
88 s 3ke 38
§§ - 135 E‘g
£2 -2 3 90 Y35
o3 Phase U_ §3
>0 _25 1Rg=3kaNg Hdas <
: L N y
-30 T — - i ©
_a5 |Vs =t15v|Rs=30ka
t =25°C
o Lemoz e T T
100k ™ 10M 100M
Frequency (Hz)
Fréquence
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SF.C 2310

OUTPUT RESISTANCE

RESISTANCE DE SORTIE
10” ——rrrm
FVg =15V
[ tamb = 25°C
S [T }
8o 10 | ===
c £
=8
2 .
.g%
Ca .
58 .0
R — =it
38 ]
107" lU 1

1% 10k 100k ™
Frequency (Hz)
Fréquence

POSITIVE OUTPUT SWING
‘TENSION DE SORTIE POSITIVE DISPONIBLE

15 —
Vg =115 V]
2
B
S .,
S
3 =
z.g tamb = +25°C
[N al
'§’9‘ tamb = 0°C
a3 tamb = +70°C<g
S 5
a |
g3
e
O~
0 10 20 30 40

Load current (mA)
Courant de charge

LARGESIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

14
V. =+15V
A S —asec
® 12 'amb -
3 Distortion <5 %
S Distorsion
s 10
S3
+H D 8
2e
g3 \
s: 6
23
-
S &
ES
58 N
O~ 5 .\
N
0
100k ™ 10M
Frequency (Hz)

Fréquence

Load resistance (k$2)
Résistance de charge

Supply voltage rejection ratio

Supply current (mA)

SYMMETRICAL OUTPUT SWING

Rapport de réjection des alimentations

Courant d’alimentation

TENS/ON DE SORTIE DISPONIBLE SYMETRIQUE

10 T
s Vo= 1ov _
Vg =t15V
s I
a4
— Rsﬁ:/ ——
—T""| Rsq=3002__{—
2
——
—T" Rg4 =100
hmmy
10° ' .
0 10 30 40 50 60 70 80
Temperature (°C)
Tempsrature

SUPPLY REJECTION
REJECTION DES ALIMENTATIONS

9

100 1k 10k 100k M  10M
Frequency (Hz)
Fréquence

SUPPLY CURRENT

COURANT D’ALIMENTATION
6
5
~
4
vg=t
vs=¢5v\§§ s=F15V
3
2
1

0 -
0 10 20 30 40 50 60 70

Temperature (°C)
Température
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SF.C 2118, SF.C 2218 ,SFC 2318
TDBO0M8 ,TDCO118 , TDEO118

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air Output short-circuit

T Package temperature range Storage temperature Vg | P 'ID A duration
ype Boitier de é T destock (V) | mW [ mA | (V)| Durée de court-circuit
biante de fonctic M| @ en sortie
Note 3

SF.C2118 M |TO-99
‘SF.C 2218 TO-99

—55°C, +125°C
—25°C, + 85°C

—66°C, +160°C | +20|500|£10|+15
—65°C, +150°C | +20|500|%10|*15

SF.C2318  |T0-99 o°C, + 70°C —65°C, +150°C | +20|500 | 10|15
SF.C2318DC | CB-08 0°C, + 70°C —65°C, +150°C | +20|500 [ £10|+15 Indefinite
TDBO118CM |T0-99 | —55°C, +125°C —65°C, +150°C | +18|500 | £10|%15

TDCO118-CM | TO-99 0°C, + 70°C
TDEO118-CM | TO-99 —25°C, + 85°C

—65°C, +150°C | 18 (500 |+10|£15
—65°C, +150°C | +18|500 | 10| %15

Note 1 : The inputs are shunted with shunt diodes for overvoltage protection. Therefore, excessive current will flow if a
differential input voltage in excess of 1V is applied between the inputs unless some limiting resnstance is used.
Les entrées sont shuntées par des diodes de pr contre les sur 7 Par suite un Igéré peut p
naissance si- la tension différentielle entre les entrées dépasse 1 V et si des résistances de limitation n‘ont pas été prévues.

Note 2 : For supply voltage less than 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltqge.
Pour les tensions d‘alimentation inférieures & 15 V, la tension d’entrée limite absolue est égale & la tension d’alimentation.

- o~ for all categories
Note 3 : T max = 150°C pour toutes catégories

General description Description générale

The SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318 and
TDx0118 are precision high speed operational ampli-
fiers designed for applications requiring wide band-
width and high slew rate. They feature internal
frequency compensation and a factor of ten increase
in speed over general purpose devices.

Although, no external frequency compensation com-
ponents are needed for operation, feedforward com-
pensation may be used#to further increase the speed.
For inverting applications, feedforward compensation
will boost the slew rate to over 150 V/us and almost
double the bandwidth. However, for non-inverting or
differential application feedforward cannot be used.

The high speed and fast settling time of these op
amps make them useful in A/D converters, oscillators,
active filters, sample and hold circuits, or general
purpose amplifiers.

Les circuits SF. 021 18 M, SF. 02218 SF.C 2318 et TDx0118
sont des pli Je /s de préci: rapides.

lls sont particuliérement destinés aux applications nécessi-

tantune Iarge bande passante at une grande vitesse de montée.

s une de interne et pré-

sentent une rapidité dix fois plus grande que les dispositifs
d‘usage général habituels.

Quoiqu’aucune compensation de fréquence extérieure ne soit
nécessaire, la rapidité peut encore étre accrue en utilisant une
compensation avec avance de phase. Dans les montages inver-
seurs celle-ci portera la vitesse de montée a plus de 150 V/us
et doublara la largeur de la bande passante. Pour les montages

ou 7 iels cette ion de fré-
quence avec avance de phase ne peut étre utilisée.

La grande rapidité de ces circuits et leur temps d’acquisition
trés bref, les rendements particuliérement adaptés aux conver-
tisseurs Analogique-Digital, oscillateurs, filtres actifs, circuits
“sample an hold” et amplificateurs dusage général:

78-24 1/23
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SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318, TDx0118

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE
TO-99 (CB-11) Top view CB-98 Top view
METAL CAN Vue de dessus | pUAL IN LINE PACKAGE Vue de dessus
Boitier métal Boitier enfichable
Output
Sortie

inputs

Entrées

Compensation 2

Pin 4 connected to case
La broche 4 est reliée au boitier

Compensation 2

Compensation 3
v +
8 I 7 l 6 5

D

1
Compensation 1‘|}J

[

2| |3
v
Inputs
Entrées

Schematic
Schéma électrique

Principal features
Données principales

[
100pF ==

R15|
6k R16|

Bk

om

1Q17]

ar

Q3s|

as as)

Q27

R20.

R21
255

5kl

Tio—

I/:m

23
3052

‘Elz'
Q23

19
| Q22 y 45,
R18 R24|
l,zkn?

— Input offset voltage
4 mV max. (military range)
10 mV max. (industrial range)

— Input bias current
250 nA max. (military range)
'500-nA max. (industrial range)

— Input offset current
50 nA max. (military range)
200 nA max. (industrial range)

Guaranteed over the operating
temperature range.

— Slew rate as inverting amplifier
50 V/us

— Tension de décalage & I'entrée
4 mV max. (série militaire)
10 mV max. (série industrielle)

— Courant de polarisation moyen
250 nA max. (série militaire)
500 nA Ynax. (série industrielle)

— Courant de décalage a l'entrée
50 nA max. (série militaire)
200 nA max. (série industrielle)

Garantis dans la gamme. de
de fc i

300l
D
A E| F G H
TO-99 1 2 3 4 5 6 7 8
CB-98 1 2 3 5 6 7 8

P

— Pente maximale du signal de sortie
en amplificateur inverseur 50 V/us.
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SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318, TDx0118

BASIC DIAGRAMS
SCHEMAS DE BASE

FEEDFORWARD COMPENSATION FOR
GREATER INVERTING SLEW RATE }
COMPENSATION AVEC AVANCE DE PHASE

5 k2

27 kQ
1%

Balance

Slew rate typically 150 V/us

25k Equilibrage.

Vitesse de montée typique 150 V/us

OFFSET BALANCING COMPENSATION FOR MINIUM SETTLING

EQUILIBRAGE DE LA TENSION  TIME
DE DECALAGE REDUCTION DU TEMPS D°’ACQUISITION

10 kQ

#m
=
]

FSlew and settling time to 0,1 % for
a 10 V step change is 800 ns
Montée et acquisition & 0,1 % pour un
échelon de 10 V en 800 ns

ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS
COMPENSATION DANS LE CAS DE CHARGES

TRES CAPACITIVES
R2 :
e
{1
10 pF 100 Q
Output
o —"Sortie
B tnput ALy
Entrée L
=cC
+
N N
'OVERCOMPENSATION
SURCOMPENSATION
» Output
Sortie

5 kQ

10 pF

3/23
155



SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318, TDx0118

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS

SCHEMAS D’APPLICATIONS TYPIQUES

FAST SAMPLE AND HOLD
ECHANTILLONNEUR/MEMOIRE RAPIDE

2N 4391 and 1N 914 can be changed

by SF.T 7004 analogic gate

Les 2N 4391 et 1N 914 peuvent étre remplacés
par la porte analogique SF.T 7004

FAST SUMMING AMPLIFIER WITH LOW INPUT
CURRENT

SOMMATEUR RAPIDE AVEC FAIBLE COURANT
D’ENTREE

| 1
10pF
5 kQ
71—+ i
° —1
Input _L
Entrée 2,2nF
) ! []‘50 ka2 100 ke
2N 4391 \ +
A 5 kQ
1nF o
v
Output
Sortie 30 pF
1N 914 ==1nF
10 pF
1
SFC
2308
+
Sample @
Echantillonnage \N N
D/A CONVERTER 5 pF
CONVERTISSEUR N/A 11
1
* Optional - reduces settling time
Facultatif - réduit le temps d’acquisition R
—
 —
5 kQ 5 kQ 5 kQ.
e o — 2 — 8 I} i}
Output
Sortie
10 k2 10 kQ 10 kQ +
0,1 uF*

5k

<',___|
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SF.C2118M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALEURS UNITSJ

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.[ TYP.[MAaX. UNITE:
Input offset voltage T - o
Tension de décalage & I'entrée Vo amb=+25°C 2 4 | mv
Input offset current | T .= .
Courant de décalage & I'entrée DI amb= +25°C 6 50 nA
Input bias current — o
Courant de polarisation moyen 's Tamb =+25°C 120 | 250 nA
Large signal voltage gain Ve =%16V R, >2kQ
Amplification en tension Ay Vg =+10V Tatl;|b = +25°C 50 | 200 V/mV
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection dd aux ali . SVR 70 | 80 dB
Supply current — o
Cogmnt fourni par les alimentations ICC1 'ICC2 Tamb="+ 25°C 5 8 ‘mA
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR 80 100 dB
Slew rate Vg =:15V T, =+25°C
Pente maximale du signal de sortie (Note 2) SVO AV =1 50 70 Vips

6/23
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SF.C 2118 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Dutput voltage siing Vopp |Vg =#15V R_ =2kQ |12 | 13- v
E;\;ZIJ 3;325.':3 f’.:g/v: ;‘:jgt:a/ Fo Vg =%15V Tp=+25°C 15 MHz
Torsionde décanges renrte Vo 6 | mv
Couransde décloge s retrée ol 100 | nA
::’:J?ltr‘utn?::: ::lz::ion moyen s 500

A tiation on seion " Ay \\;g i :g \\; AL 22k g V/imv
g:g,‘::.,y, ?:J:;r::ar les alimentations lCC‘I . IC(:2 Tamb= +125°C 4,5 7 mA
Tonion dPenrée e Vimax Vg =215V 115 v

NOTE 1 : These specifications apply for —55°C <Tamb< 125°C, +5 V < Vg < +20 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour —55°C < T, << 125°C, 35 V SVig <20 v sauf indications contraires

NOTE 2 : May be improved up to 150 V/us in inverting amplifier configuration (see typical application)
Peut étre portée & 150 V/us en amplifi i (voir d‘application)

6/23
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TDCO0118

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES

PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS VALEURS UNITS;]

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITE:
Input offset voltage =
Tension de décalage & I'entrée vD' Tamb +25°C 2 6 mV
Input offset current §
Courant de décalage & I'entrée Ipi Tamb = +25°C 6 | 50 | nA
Input bias current -
Courant de polarisation moyen s Tamb =+25°C 120 | 300 | nA
Large signal voltage gain Ve =%15V R, >2kQ
Amplification en tension Ay VS =+10V T L = +285°C 50 | 200 V/mV

0 amb
Supply voltage rejection ratio
Teux de réjection d@ aux alir i SVR 70 | 80 dB
Supply current _
Courant fourni par les alimentations lccrleca| Vg =18V 5 8 | mA
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 50 kQ 80 | 100 dB
Input resisdt:r’:c"e“' § o z| Tamb= +25°C 3 MQ
Slew rate Vg =#£15V T, . =+25°C
Pente maximale du signal de sortie (NOte 2) Svo Ay =1 am 50 | 70 V/us
7/23
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TDC0118

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS VALEURS uNITS|
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX UNITE.
Output voltage swing V. _ _
Dyomious de sortte PP |Vg =%15V R =2kQ |12 |13 v
Small signal bandwidth F - -
Bande passante faible signal D VS =%15V Tamb =+25°C 15 MHz
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vol 75 | mV
Input offset current | 100 | na
Courant de décalage & I'entrée DI
Input bias current
Courant de polarisation moyen 's 600 | nA
Large signal voltage gain Ve =%15V R, >=2kQ
Amplification en tension AV VZ =+10V L 25 V/mv
Supply current _
Courant fourni par les alimentations lccrlee2 Tamb =+125°C 4,5 7 mA
Input voltage range _
Tension d’entrée limite V'ma" VS =%15V 115 v
NOTE 1 :These specifications apply for —55°C <Tamb< 125°C, 35 V< Vg <

Spécifications applicables pour —55°C < T

NOTE 2:

(voir

May be improved up to 150 V/us in mvertmg amplifier conflguratlon (see typical application)
Peut étre portée & 150 V/us en h d’

+18 V unless otherwise specified
< 125°C, 45 V'< Vg <+18 V sauf indications contraires
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SF.C 2118 M, TDCO118

‘Input current (mA)
Courant d’entrée

Supply rejection (dB)
Réjection des alimentations

Common mode rejection (dB)
Réjection en mode commun

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
200 LI T
Bigs current
150 |1~ Courant de polarisation
100
50 V. —t15V
0 2
10
8 —1Offset current
Courant résit
6
4
2

0
—56-35—156 5 25 45 65 85 105 125

Temperature (°C)
Température

POWER SUPPLY REJECTION
REJECTION DES ALIMENTATIONS

(=3
o

T
Tamb= 25°C
— amb )

o
o

\\ Positive supply )
Alimentation positive

[+
o

\\ A

8

1. Negative supply
Alimentation négative

8
Ve

N

o

3

—20

100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

COMMON MODE REJECTION
REJECTION EN MODE COMMUN

:
Rg =2k
100 Tamb= 25°C ]

80 N

60 \

40

120

20

0

100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE GAIN

-
Q
&

Voltage gain (dB)
Gain en tension

(=3
o

GAIN EN TENSION
1
|
I
T = ~—55°C.

ami L

P — Tamb= 25°C

'_Tamb = 125°C—
I
1
|
|
Limit of TDC0118 T
Limite du TDCO118 |
[ [ | !
1
10 15 18 20

Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT D'ENTREE

Tamb = 25°C
Vg =%15V

Hz)

MUl Rs = 100 k2

Noise (nV/

1 q:as=1oon, =1k
100 1k 10k 100k
Frequency (Hz)
Fréquence
SUPPLY CURRENT

COURANT D'ALIMENTATION

°C__ LT

Supply current (mA)
Courant d’alimentation

"Fa"b=25°Ic_
|
)
Tomb= 126°C "]
amb - // {
L1 ~ l
P I
Y Limit of TDCO118 !
Limite du TDCO118 !
10 15 18 20
Supply voltage (V)

Tension d’alimentation
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SF.C 2118 M, TDC0118

CLOSED LOOP OUTPUT IMPEDANCE
IMPEDANCE DE SORTIE EN BOUCLE
FERMEE
103 v
Vs =15V
. 102 Tamb= 25°C |
g Av = 1000
1
g 10
€
‘§ 8 100 \ /]
a3 A, =1
Eg v
= S .1 A
3810
a3
53
3 102 /
102
10 100 1k 10k 100k 1M
Frequency (Hz)
Fréquence
INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
600 T T
Tlamb= 25°C—
400
H
- 200
o
= 1]
5%
O~
28
g $-200
c R
-_Q ‘
—-100
—~600

-08-06-04-02 0 02 04 06 08

Differential input (V)
Entrée différentielle

VOLTAGE FOLLOWER SLEW RATE
VITESSE DE REPONSE DE L'AMPLIFICATEUR

SUIVEUR
130 T
Positive slew
120 p—t— Front
et
g 110
58
2E 100
>3
3 % 90 Negative slew
2x Front d
”w> go $ ]
VS= 15V \\
70 -RS = Ftf =10 kQ
C1= 5pF
60 1 1 1 1

—55-35—-15 6 25 45 65 85 105125

Temperature (°C)
Température

Output swing (£V)

Tension de sortie disponible

CURRENT LIMITING

LIMITATION EN COURANT
14 '1
VS =315V
12 F—
10
8
o 13
©, o
6 & 2 —
I ]
4 g £
° -
2
0

0 5 10 15 20 25
Output current (mA)
Courant de sortie

UNITY GAIN BANDWIDTH
BANDE PASSANTE (GAIN : 1)

24 I
N 22
§ N *20V
2 20 + 165 V
= Y
:g 18 ‘\\ tiov 4 |
'g 16 \ §\
©
25 NS
&8 , v ™.
23 ~
58 10
8
—56-35—15 5 25 45 65 85 105125
Temperature (°C)
Température
INVERTER SETTLING TIME
TEMPS D’ACQUISITION
15 TTIHH‘ZS"C
mb 10 mv
10
2
5 N mV
@
8% qr
S2 o
b \
28 v NUN,
3 _ —
OSE. 5 Rg =5ka \ N m
_10|Rr =5ke
Cl =10pF ' 49 mv
s lescr=01uF | ]]
0,03 0,1 0,3 1 3
Time (us)
Temps
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SF.C 2118 M, TDC0118

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE (1
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX P ONSE EN FREQUENCE GRANDS
1 LN 14 TTTTT
Vo =115V Vo =%*15V
g 12 TS —25c T 12 T T
s \ amb™ g amb = 25°C
58 10 § 10
S8 S8
s g oI
U.g m'g 8
£
H £5 \
23 \ 23
5 s a 5s
g3 N ag 4
33 N 33
Ok Y or ,
N
0 . 0
05M 1M 2M 5M 10M 20M 50M ™M 3M oM 30m 100M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE (1)
OUVERTE OUVERTE .
120 T 120 T 1
_\\ Vs =+15V Vs =+15V
=25°Cc 1225 100 - 12256
100 \\ aml 25l C Tsm )= 2-T’C
— —_ i N e
@ 80 180 3 @ g 180 B
k=l \\ Pha‘se/ % g 2 < \\ | %2
c§ 60 S 135 T § £3 60 Phasey— 135 T §
® E ) L] o5 } - Q
>3 gL = — )
B 40 0 =3 S5 40 %0 =3
g3 N 3 | £ ~1 N\ 3}
S§ 2 45 £3 S§ 2 5 £8
GaiN \
V] 0 0 [4]
N\ Gain®
-20 -20 |
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE INVERTER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR,; REPONSE EN AMPLIFICATEUR INVERSEUR, (1)
IMPULSION REPONSE EN IMPULSION
20 20
16 16
_ 12 = 12 By g gup \
> 2 8
-~ Input ~={ I--—C utput @ Input —=4 te— Output
= 4 Entrée Sortie £ 4 Entré ortie
£ \ | z \ ]
3 ) @« 0. ‘
© @
S
$s / Y
= g 8 o§ -8
g 3 p= >~ B A G N
=12 Vg =t15vT| —12 Vg =215V
—16 T —250C — —16 T, =25C 7
—20 ﬂmbl - —-20 1amﬂ A1
-0,2 0,2 0,6 1 1,4 1,8 -0,1 0,1 0,3 0,5 07 09
Time (us) Time (us)
Temps Temps
(1)  With feed forward compensation
Compensé avec avance de phase
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SF.C 2218

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symeoLs|  TEST CONDITIONS vaLeyrs __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX. UNITES)
Input offset voltage = o
Tension de décalage & I'entrée VoI Tamb +25°C 2 4 mv
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Ipi Tamb ™ +25°C 6 50 nA
Input bias current _
Courant de polarisation moyen IB Tamb =+25°C 120 | 250 nA
Large signal voltage gain Vg =*15V R, >2kQ
Amplification en tension AV VSO —+10V T L = +28°C 50 | 200 V/mV
amb
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection d0 aux alii i SVR 70 80 dB
Supply current _
Courant fourni par les alimentations lCC‘ el) Tamp =+ 25°C 5 8 mA
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR 80 | 100 dB
Input resistance z _ o
Impédance d’entrée (différentielle) | Tamb = +25°C 1 3 MQ
Slew rate s Vg =%15V Tamp ="+ 25°C
Pente maximale du signal de sortie (Note 2) VO | A v =1 50 | 70 V/us
12/23
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SF.C 2218

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

PARAMETERS SYMBOLS TS COND I IONS VALeums _|UNITS

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[max | YV/TES
Sutput voltage swing Vopp |Vs =*18V R =2kQ |12 | £13 v
S pesianes e sl o |Vg =218V Ty, =+25C 15 Mz
Ir:g:':r? 2?3227;;3 gel'entrée Vol 6 | mv
L:gtfnglszté;l:;: N entrée ‘ol 100 | nA
:;3‘::/:?: ::Iz?s::ian moyen 'B 500 nA
Korgesana voltagegain A Ty BT e
g:frg% ;::J:l:r:ar les alimentations lecrlec2 Tomb= * 85°C 8 mA
AL Vimax |Vg =15V 115 v

NOTE 1:

Spécifications applicables pour —25°C ST, < +85°C, £5 V '< Vs <20 V sauf indications contraires

NOTE 2 :

(voir

May be improved up to 150 V/us in inverting amplifier conflguratlon (see typical application)
Peut étre portée a 150 V/us en

These specifications apply for —25°C <Tamb < +85°C, 5 V < Vg < 20 V unless otherwise specified
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SF.C 2218

Common mode rejection (dB)
Réjection en mode commun

Input current (mA)
Courant d‘entrée

Supply rejection (dB)

Réjection des alimentations

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
200 T T T
Bias current
150 Courant de polarisation
~ |
100
50 Ve =£15V
0
>
10
8 —1Offset current
6 Courant résiduel
4
2

0
-55—-35—-15 5 25 45 65 85 105 125

Temperature (°C)
Température

POWER SUPPLY REJECTION
REJECTION DES ALIMENTATIONS

100 T
o Do

R iti ly
Positive su
Y pply

60

N\
40 | Negative supply

A
Alimentation négative \«
20 \

o
-20
100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence
COMMON MODE REJECTION
REJECTION EN MODE COMMUN
120 T
Fls =2kQ
100 Tamb = 25°C
80 \\
60 \
40
20 N
0
100 1k 10k 100k ™M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

115
T . =—25°
— 110 p amb
% —— | Tamb= 25:0
c 5 *\
=8
3§ 105 —"Tamp=285°C
S
g8
Ee
S S
> S 100
95
5 10 15 20
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation
INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT D’ENTREE
3000 T
Tamb= 25°C
1000 Vg =15V,
T 300 i
MU Rs = 100 k2
S 100 S =
£
1l
2 30 : '
o3 L L {Re = 10092, Rg = 1 k2.
2§ SN 5
10 =5
H T
1
3
10 100 1k 10k 100k
Frequency (Hz)
Fréquence
SUPPLY CURRENT
COURANT D’ALIMENTATION
5,5
- T, ., ——250 | =]
<s amb=—25°C —T1—"T_
ES 5 T =25°C_|
1) > amb
€8 /
2E ]
58 -
o% LA _ssoc
>% / amb’
ag 45 7
S3
@*Q
a4
5 10 15 20

Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation
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SF.C 2218

CLOSED LOOP OUTPUT IMPEDANCE
IMPEDANCE DE SORTIE EN BOUCLE

FERMEE
10 Vg =%15V
= 102 Tomb=25°C _|
= Ay = 1000},
8o 10
g5 ™\
2 o 10° /]
23 Ay =1
Eg v
5 5107
9'§ /
=3
S Eq02 //
102
10 100 1k 10k 100k 1M
Frequency (Hz)
Fréquence
INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
600 T T_1
Tamb = 25°C—]
400
<
£ 200
-$
cs
E5 o |\
5%
O W
58 —
3 S-200
c R
-_-Q \
-100 \
-600

-0,8-0,6-0,4-02 0 0,2 04 06 08

Differential input
Entrée différentielle

(\%]

VOLTAGE FOLLOWER SLEW RATE
VITESSE DE REPONSE DE L°'AMPLIFICATEUR

SUIVEUR
130 T T 1
Positive slew
120 t+— Front
I~
‘g 110
=8
5 € 100
<
>3
;3 %0 Negative slew
38 Front d:
»w> go -
Vg= 15V —
70 -Rs=Rf=10kS‘
C1= 5pF
6o bl L 1 1

—55-35—-16 5 26 45 65 85 105125

Temperature (°C)
Température

Unity gain bandwidth (MHz)

Bande passante
S

Output swing (+V)

Tension de sortie disponible

24
22
20

CURRENT LIMITING
LIMITATION EN COURANT

—
Vg=215V

nb
b= 25°C

Tamb= 85°C

Ta

o s

UNITY G

10 15 20 25
Output current (mA)
Courant de sortie

AIN BANDWIDTH

BANDE PASSANTE (GAIN : 1)

l

2

o
<

~
~

H—

LAV

/ 1/

~

+
e
N

N
N
N

—55—-35-15 5 25 45 65 85 105125
Temperature (°C)

Température ’
INVERTER SETTLING TIME
TEMPS D°’ACQUISITION
15 URRALLT™S
arrn—I ¢ 10 mV
“THE TV
E ! oo my vi]
o 5 mV / 1 m
g5, | it
° 7z,
>3 I 2 N
=R A \
a,o V, =+15V \¢&
2% 510 _ske 1 mv—
or RS _5 kQ
—-10) f -
Cl =10pF 1omv
_islescr=01uF |||
0,03 0,1 0,3 3
Time (us)
Temps
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SF.C 2218

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

" T 1.1
Vg =%15V
e 12 T =28°C
s mb
5 10
28
Al
i3 8
ot
c
£3
3¢ © \
55 A\
S 4
83 N\
S5 \
oK o
N
N

0
05M 1M 2M 5M 10M 20M 50M
Frequency (Hz)

Fréquence

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE

Output swing (V)

Tension de sortie disponible

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS
SIGNAUX

14 T

12
‘ Tamb= 25°C
10

™M 3M 10M 30M
Frequency (Hz)
Fréquence

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE

REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE

100M

168

OUVERTE OUVERTE (1)
120 T T 120 T T
. Vg =*15V Vg =%15V
=25°C 1225 — 1225
100 \ Tamb 25l C 100 Tamh - 25|°c
= N = @ N =
= 80 T 180 g 8 80 180 &
o N Phase, S 2 S
= < o8
£8 60 \\ Lf— 135 §§ £3 o0 \\ Phasey— 135 T &
&g —1 =3 : g g g’ :
g% 4w % =3 s 40 %0 =3
S8 N 23 g3 N N\ 2%
°: N g O3 £%3
23 20 \ 45 £ >3 20 AN 45 £@
Gain \
) 0 0 0o
AY Gain
-20 -20
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE INVERTER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR,; REPONSE EN AMPLIFICATEUR INVERSEUR
IMPULSION REPONSE EN IMPULSION (1)
20 20
16 16
12
_ - —_ 12 st nathe Soudl e R \
S 8 2 8
=~ Input —==§ He—Output = Input —={ l--Output
g; 4 Entrée Sortie E’ 4 Entrée ortie
£ \ | : \ [
5 0 3 0
')
&5 —4 S -a /
£3 8 58 \
o8 — -8
S§ - >R C -l =
-12 Vg =15V -12 Vg =%15V]
—16 Tamb=2soc — -16 Tom —259C
—20 L1 1 1 —-20 11
-0,2 0,2 0,6 1 1,4 1.8 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
Time (us) Time (us)
Temps Temps
(1) With feed forward compensation
Compensé avec avance de phase
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TDB0118, TDE0118

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symoLs|  TEST CONDITIONS vaLEurs __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX. UNITES)
Input offset voltage = o
Tension de décalege & 'entrée VDI |Tymp=+25°C 4 |10 | mv
Input offset current _ o
Courant de décalage 8 I'entrée oI | T,mp= +25°C 30 | 200| nA
Input bias current - o
Courant de polarisation moyen IB Tamb_ +25°C 150 | 600 nA
Large signal voltage gain Ve =%15V R, >2kQ
Amplificstion en tension Av VZ =+10V Ta':'nb= +o50c| 25 | 200 V/imv
Supply voltage rejection ratio
Taux de fon d0 aux alir i SVR 65 a8
Supply current
Courant fourni par les alimentations lecrlcez Tamb= +25°C 5 10 mA
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR 70 100 dB
Input res'szr’:ct:f“: ) o Zl Tamb= +25°C 3 Ma
Slew rate Vg =16V T __ =+25°C
Pente meximale du signal de sortie (Note 2) Svo Ay =1 amb 50 V/ps
17/23
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TDB0118, TDE0118

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

[ VALUES
PARAMETERS symgoLs|  TEST CONDITIONS vaLeurs |UN 'TS;I
PARAMETRES SYMBOLES "MESURE MIN.] TYP. [MAX. UNITE:
Output voltage swing _ _
Dynemique de sortie Vpp |Vg =%15V R =2kQ [+115| 13 v
Small signal bandwidth B 15 MHz
Bande passante faible signal
Input offset voitage
Tension de décalage & I'entrée VDI 15 mV
Input offset current
Courant de décalsge & I'entrée ‘ol 300 | nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B 1000 | nA
Large signal voltage gain Ve =%15V R, >2kQ
Amplification en tension AV V(S) —+10V L 20 V/mV
Supply current —
Courant fourni par les alimentations Iccr-lec2|Tymp= *+70°C 10 | mA
Input voltage range v _
Tension dentrée limite Imax |Vg =%15V 11,5 v

NOTE 1 : These specifications apply for 0°C < Tamp < + 70°C, 15 V < Vg < 18 V unless otherwise specified for

TDBO0118 and —25°C < Tamp <+85°C, 6 V < Vg < 218 V unless otherwise specified for TDE0118.
Spécifications applicables pour 0°C < Taymp < +70°C, 5 V < Vg <118 V sauf indications contraires pour TDBO718 et

—25°C < Tymp S+85°C, 25 V < Vg <118 V sauf indications contraires pour TDE0118.

NOTE 2 : May be improved up to 100 V/us in mvertmg amplifier conﬁguratlon (see typical application)

Peut 8tre portée & 100 V/usen

(voir
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SF.C 2318

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALEURS UNITSsl
PARAMETRES SYMBOLES| MESURE MIN.[ TYP. [Max |V TE
Input offset voltage -
Tension de décalage & I'entrée VDI Tamb +25°C 4 10 mV
Input offset current _ o
Courant de décalage & I'entrée o1 [Tymp=+25°C 30 | 200 | nA
Input bias current | T = +25°C 150 | 500 | nA
Courant de polarisation moyen B amb
Large signal voltage gain Vg =%15V R, >2kQ
Amplification en tension AV VS =+10V T L = +25°C 25 | 200 V/mV
0 amb
Supply voltage rejection ratio
Toux de d0 aux ali i SVR 65 dB
Supply current
Courant fourni par les alimentations Iecrlec2 Tamb—+ 25°C 5 10 | mA
Common mode rejection ratio )
Taux de réjection en mode commun CMR 70 |.100 dB
Input resistance - o
' d'entrée (différentielle) 2 | Tymp=+25°C 05| 3 MQ
Slew rate Vg =#£15V T, =+25°C
Pente maximale du signal de sortie (Note 2) SVO Ay =1 50 70 V/us
19/23
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SF.C 2318

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

{Note 1)

PARAMETERS symoLs|  TEST CONDITIONS VarEums _|UNITS

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITES]
sy e ore (v “zv n e |z s |
Bond pessane file sgna fo 15 MHz
i 5 | o
oottt 0| on
‘::f;?ll’l:nt:?: :;;:z::ian moyen 's 750 | nA
Ll s O e AL L P
oo e Vimwe v =215 ‘

NOTE 1 : These specifications apply for 0°C <Ta b< +70°C, t6 V < Vg <
Spécifications applicables pour 6°C <T

NOTE 2 : May be improved up to 150 V/us in mvertmg amplifier conflguratlon (see typical application)

Peut étre portée & 150 V/us en

icateur

(voir

+20 V unless otherwise specified
mbS +70°C, 25 V<V <+20 Vsauf indications contraires
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SF.C 2318, TDB0118, TDE0118

g

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE

Qo o
o ©

Bias current '
.Courant de polari

o

\l\o o
\J

Input current (mA)
Courant d’entrée

Offset current

Courant

g

-]
o

[+
o

0O 10 20 30 40 50 60 70

Temperature (°C)
Température

POWER SUPPLY REJECTION
REJECTION DES ALIMENTATIONS

T
Tomb=25°C
~ |

S ;o;itive su_pply '

N
o

[N

Réjection des alimentations
=]

Supply rejection (dB)

o

\ A
| Negative supply 74
Alimentation négative

N

)

100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency (Hz)
Fréquence

COMMON MODE REJECTION
REJECTION EN MODE COMMUN

o
(=]

.
Rg =2ka
T, =25°C

amb

™

[~}
o

N\

'
o

N
(=]

Common mode rejection (dB)
Réjection en mode commun

100 1k 10k 100k 1M 10M

Frequency (Hz)
Fréquence

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

2
o

=70°C

T
Tamb = 25°C )

Voltaye gain (dB)

Gain en tension

Limite des TDE, TDBO1 118

|
Limit of TDE, TDBO118 L
}

I

|

1

10 15

Supply voltage {V)
Tension d’alimentation

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT D’ENTREE

b = 25°C
Vg =%15V,

Hz)

NIl Rs = 100 k2

==

Noise (nV/

I
L1 [Rg = 1002, Rg = 1 kiz

100 1k 10k 100k

Frequency (Hz)
Fréquence

SUPPLY CURRENT
COURANT D'ALIMENTATION

| ]
|
I

o

=0°C

l/\ e 1

Zo e

Tamb =70°C,

»
o

" am

Limit of TDE, TDBO118
Limite des TDE, TDB0118

Supply current (mA)
Courant d‘alimentation

[P (N JN N S

10 15 18 20
Supply voltage (V)
Tension d’alimentation
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SF.C 2318, TDB0118, TDE0118

Output impedance (£2)

Impédance de sortie

Input current (nA)
Courant d’entrée

Slew (V/us)
Vitesse de montée

CLOSED LOOP OQUTPUT IMPEDANCE
IMPEDANCE DE SORTIE EN BOUCLE

FERMEE
10° v
Vs =%15V
W2 Tomb=25°C |
f—
, AV=1000
10
100 \
Av —/
107
102 //
103
10 100 1k 10k 100k 1M
Frequency (Hz)
Fréquence
INPUT CURRENT
COURANT D'ENTREE
600
400
200
0
—200
-100 “
—600 ‘
-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 06 08

Differential input (V),
Entrée différentielle
VOLTAGE FOLLOWER SLEW RAT

E
VITESSE DE REPONSE DE L’AMPLIFICATEUR
SUIVEUR

120
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Front montant
110 l‘
_ +
100 Vg= *¥15v  _J
R =Rf=10 kQ
L?: 5 pF —
90 | |
N ive slew
Front de d:
80 =
70
0 10 20 30 40 50 60 70

Temperature (°C)
Température

Output swing (+V)

Tension de sortie disponible

CURRENT LIMITING

LIMITATION EN COURANT
14 .
V., =16V
12 S
)
10
(3] 'O
8 2 1%
= N
I Il
6 9 o—
I
“ - -
2
0o

0 5 10 15 20 25
Output current (mA)
Courant de sortie

UNITY GAIN BANDWIDTH
BANDE PASSANTE (GAIN : 1)
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N
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= I~
£ <20V
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'S 18
§ e
S8 10V —
c T
.gg N~ l I~
2% 14 ‘8;\15 >
€5
Da |
12 I
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Temperature (°C)
Température
INVERTER SETTLING TIME
TEMPS D’ACQUISITION
16 7T n_'nzsoc 8 [
amb 10 mv
10 /
2 5 00 mV. mv
28
gt ,{/ v/ h
29 /
g © &
=3 N || )
28 vg =%15VN\£ N
=8 5 1 mV—y
R Rg =5k \ \
_10fRe =5ke
Cl =10pF 10mv
_15 1C8.L7 =01 4F | 11
0,03 0,1 0,3 1 3
Time (us)
Temps
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SF.C 2318, TDB0118, TDE0118

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS

SIGNAUX (1)
14 T 1 B T TITT
V, =115V V, =%15V
o 12 3 e o 12 S H
8 \ mb s ‘ amb = 25°C
5§ 10 - § 10
22 >
..—E 8 ~ : 8
o e €
£5 £% \
E @ 2o 6
] 23
55 \ 25
ag 4 al 4
g3 N es
>8 \ 38
orR , Ok 2
N
0 0
05M 1M 2M 5M 10M 20M 50M ™ 3M oM 30M 100M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE
OUVERTE OUVERTE 1)
120 T 1 120 IR
0 N Vg =*18V - Vg =ti5V
1 =25°C 1 4
\\ T mt 2.'Is C 100 o =25°C 1225
@ 80 180 3 T g N 180 3
2 \\ Prase £y 2 N l %y
£§ 60 Ff— 135 5 8 £% 60 Phasey— 135 T 8
82 :f’(\_/ 33 &% N 7 -
s 40 % =23 40 90 =3
£ N, i3 | £ N 2
-3 -~ 'a -~
S5 2 : 45 £8 >& 20 AN %5 g
Gain \
0 0o 0 [}
N\ Gain\
—-20 -20 L
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 10 100 1tk 10k 100k 1M 10M 100M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence
VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE INVERTER PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR; REPONSE EN AMPLIFICATEUR INVERSEUR,
IMPULSION REPONSE EN IMPULSION (1)
20 20
16 16
. 12 - — 12 -l - - o \
S 8 2 8
-~ Input —==4 HMe—Output = input —={f l-'—Output
o 4 Entrée Sortie £ 4 Entré ortie
c
g | H \ I
i o 0
e -4 % g —4 \ I
g3 S8 [ 1\
°§ -8 - ’ | i >R T [ QY SR
>~ 2 ) -12
-1 Vg =%15V7] Vg =%15V]
—-16 r . =25C —-16 T,  =286°C
20 anmhl 1 —20 lamP J ﬁ
—0,2 0,2 0,6 1 14 1.8 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 09
Time (us) Time (us)
Temps Temps
With feed forward compensation
Compensé avec avance de phase
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SF.C 2315

OPERATIONAL AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(See § absolute maximum ratings)

PRELIMINARY DATA

VALEURS LIMITES ABSOLUES (Voir § limites absolues) NOTICE PRELIMINAIRE
Operating free-air .
T Package temperature range Storage temperature Vs o \7
yee Boftier ?mm:dg P Temp de ki (V) mA (v)
SF.C 2315 DC |CB-116 0°C, +70°C — 40°C, + 125°C +15 70 15
General description Description générale

SF.C 2315 is an operational amplifier intended for
use in regulator circuits or car electronic on account
of its properties of Schmidt Trigger and comparator.

Output is provides for direct TTL drive.

Independently of its high gain, low offset voltage,
low temperature or voltage change dependent its high
output current gives it a high fan out.

Le SF.C 2315 est un amplificateur opérationnel particuliére-
ment adapté pour étre utilisé en régulation et en électronique
automobile du fait de ses propriétés de Trigger de Schmidt et
de comparateur.

La sortie est prévue pour ’attaque directe de TTL.

Indépendamment de son grand gain, de sa faible tension
d‘offset et de sa faible aux iati de né
ture et aux variations de la tension d‘alimentation il est
caractérisé par un fort courant de sortie d’o0 une sortance
élevée.

ip it

THOMSON - CSF
DIISON_SEMICONDUCTEURS,

74-11
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SF.C 2315

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

T

2
Non inverting ;

non-inverseuse

Output
Sortie

F-124 (cB-116) Top view
DUAL IN LINE Vue de dessus
PACKAGE
Pyl Collector  Output —
5:;itclngle Cgllecteur Sortie VS
(6] [
KR E
vi -
S
Inputs
Entrées
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
9
+
Vg |
|
|
| |
|
g—D—K o
]
Inverting ]/ 680 L'J'
input N | Supply voltage range :
Entrée
inverseuse : 2 Vto*l5V
L : Low VOsat

High input impedance

TTL compatibility

de tension d’alii

t2vatisv
Faible VOsa "
Grande impédance d’entrée

Compatible TTL
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SF.C 2315

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

— j— o
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Vg=+15V tamb = + 25°C
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALEURS UNITS;]
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. [MAX UNITE:
Input offset voltage _
Tension de décalage & I'entrée Vpi Rg =60Q 0 | 20 | mv
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI 10 | 25 | nA
Input bias current ’
Courant de polarisation moyen IB 20 50 nA
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection dd sux ali . SVR 35 uv/v
Average fftseempe:'ature coefficient of
input offset voltage _
Coefficient de température moyen de la DVp, Rg =600 6 uvre
tension de décalage
Average ﬁtemperature coefficient of
input offset current
Coefficient de température moyen du Dip, Rg =600 0,3 nAPC
courant de décalage
Common mode rejection ratio _
Taux de réjection en mode commun CMR R L - 2kQ 85 dB
RL = 2kQ +14 \
Output voltage swing v R, =620Q +12
Dynamique de sortie OPP L — = \
RL = 2kQ f =100 kHz +10 \
| t resistal
npuJ resi d,’m: . o) Z| f = 1kHz 3 MQ
Av R, =2kQ f=1kHz 84 dB
Large signal voltage gain _ _
Amplification en tension Ay R =10kQ f=1kHz 20 dB
Ay R =2kQ f=1MHz 35 dB
Input voltage range _
Tension d’entrée limite Vlmax R L = 2kQ +13,5 \Y
Supply current
Courant fourni par les alimentations, fccrr 'cc2 1.8 mA
Qutput saturation voltage vV _
Tension de saturation en sortie Osat |0 = 10mA 350 | mV
3/4
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SF.C 2315

BASIC DIAGRAM
SCHEMA DE BASE

Inverting input
Entrée inverseuse

o

o—

non inverting input
Entrée non inverseuse

SF.C 2315 DC p

j680 Q

I

2kQ

+
O Vg

o Output

Sortie
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SF.C2458

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
DOUBLE AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air QOutput short-circuit
Type Package| temperature range | Storage temperature | Vg | P |Vip| V| duration
yp Boitier de temp Temp de stock V) [tmw)| (V) | (V) | Durée de court-circuit
bic defi i en sortie
SF.C 2458 M TO-99 | -b5°C,+125°C —65°C, +150°C |+22|680|+30|+ 15
SF.C 2458 C TO-99 0°C,+ 70°C —65°C, +150°C |+ 18| 680 |+30(+ 15 Indefinite
Ilimitée
SF.C2458DC | CB98 |  0°C,+ 70°C -55°C, +125°C |+ 18|500 [+30|* 15

General description

Description générale

The SF.C 2458 is a high performance monolithic dual
operational amplifier constructed on a single silicon
chip. It is intended for a wide range of analog
applications.

Improved specifications include :
- low power consumption
- large input voltage range
- no latch-up
- high gain
- short-circuit protection
- no frequency compensation required

The high gain and wide range of operating voltages
provide superior performance in integrator, summing
amplifier, and general feed back applications. The
internal roll-off (6 dB/octave) insures stability in
closed loop applications.

Le SF.C 2458 est un double amplificateur opérationnel
monolithique de haute performance, utilisable dans de
nombreuses applications analogiques.

Caractéristiques principales :
- faible consommation
- gamme de tension d‘entrée élevée
- absence de phénoméne de verrouillage
- gain élevé
- protection contre les courts-circuits permanents en sortie
- compensation en fréquence interne

Ces caractéristiques permettent [’utilisation en intégrateur,
en sommateur, et en général toutes les applications d‘amplifi-

cateur contre réactionné. Le circuit de compensation interne
(6 dB/octave) assure la stabilité dans les utilisations en boucle

fermée.

75-5 171
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SF.C 2458

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES
TO-99(CB-11) Top view CB-98 (CB-98) Top view
METAL CAN Vue de dessus | DUAL IN LINE Vue de dessus
Boitier métal PACKAGE Output  Inputs
Boftier enfichable ~ Sortie 5’"’?”
Vet /
2 vt I -
Qutput 5 (1 € [
Sortie
4’- Aln uts L
g;:#;:s + + Entrées LJ 2] LH I
Vg T Vs
Output Inputs
Sortie Entrées
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
Non inverting input Inverting input
Entrée non i Entrée il
— Summing amplifier
— Follower amplifier
Q8 Q9 |Q12
— Integrator
— Active filter
Q1 | Q2 —I — Generator of functions
C
R5 it
a3 az
|Q6) — Amplificateur sommateur
. K_KQ” Q24
— Amplificateur suiveur
Q5, Q6 Q10 Q11 — Intégrateur
. Q22 Q23 — Filtre actif
R1 2 R4 R12 R11
3 — Générateur de fonctions
oV—
2/11
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SF.C 2458

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES
LOW-PASS FILTER GYRATOR
FILTRE PASSE-BAS GYRATEUR
r R‘Y R
— Tt
R
—~— —{ 1+
L
SF.C 2741 N
: & ——l I———' SF.C 2458
N
R R2
]R‘ ———e—( 3+—9
SF.C 2458
R1
>+ D
Vl p
+ -+
C
il @@ "
A L1 h Vo
R,y =Gyration resistance (> 1,5 k§2)
W, = 1_ E = 1 R A = _R
(] Ro 2 R2 Ri 0,1 R7< R<05 R,y
TUNABLE NOTCH FILTER
FILTRE REJECTEUR ACCORDABLE 1
wO:—
10 kQ 10 kQ R1 R2
—{— 11— — 1 CV2Rl ——M
R1 +R2.
) 10 kQ 1
Aw = —— (Bandwidth notched)
l CR1 (Largeur de la bande rejectée)
c 2R1
C
O—4 . F‘ = XQ
O 7
! > A o
SF.C 2458 0d8
—3dB{-————
vy R2 2R1 3.3kQ v
o Aw |
Tuning driver (wg) & \ '
M Commande d'accorg D N
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SF.C 2458 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1)
VALUES
PARAMETERS symgoLs| ~ TEST CONDITIONS VALEURS UNITSJ
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX. UNITE.
Tnput offset voltage F‘s < 10kQ
Tension de décalage & I'entrée Voi tymb= 25°C 1 5 mV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Ipi tamb= 25°C 20 | 200 | nA
Input bias current Jp
Courant de polarisation moyen 'B tamb =25°C 30 500 nA
Large signal vo'tage gain Vo =210V
Amplification .1 tension Av t._ ., = 250C R =2 kQ 50 | 200 V/mV
amb’
B AN AR A SVR | Rg <10kQ 30 | 15C | pv/v
Supply current
Courant fourni par les alimentations lccr-lcc2| tymp= 25°C 3 5 | mA
*
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR l:‘S < 10kQ 70 90 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
V| =20mV
Rise ti C_ < 100pF
ise time t X N
Temps de transition 3 la croissance TLH Unity gain R =2 kQ 0,3 us
Gain unité
tymt= 25°C
Overshoot
Rebondissement 5 %

* Consumption of both amplifiers
Courant consommé par les deux amplificateurs

4/11
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SF.C 2458 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

TEST CONDITIONS VALUES
MESURE MIN.| TYP. | MAX.

Input resistance
Impédance d'entrée (différentielle) Z tymp= 25°C 03| 2 mMQ
Slew rate tymb= 25°C Unity gain
Pente maximale du signal de sortie SVO R L >2kQ Gain unité 08 Vius

R > 10kQ 12 |14 Vv
Output voltage swing Vopp
Dynamique de sortie

RL >2kQ +10| £13 \Y
Input offset voltage V, Re < 10k 6 mv
Tension de décalage 3 I'entrée DI s <
Input offset current | tamp= —55°C 500 | nA
Courant de décalage & I'entrée DI tmb™ 125°C 200 | nA
Input. bias current | amb= —95°C 15 | wA
Courant de polarisation moyen B amb= 125°C 05 | A
Large signal voltage gain R >2kQ
Amplification en tension Av V; =10V % V/mv
Input voltage range \7 _
Domaine de tension d’entrée max. VS 15V 12| 13 v

NOTE 1 — These specifications apply for =65°C < tamp < +125°C ,Vs =% 15 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —55 °C < tamp <+125°C, Vg =+ 15 v sauf spécifications contraires.
5/11
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SF.C 2458 M

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
GAIN EN BOUCLE OUVERTE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
115 o 120
tame=25°C
100
110
@ @ 80
g T g
c§ 105 cS 6o
‘'z 2 'S @
o3 - 53
8§ 100 / gs 4 ‘\
- & -t
S '3 S '3
>3 >3 20
o N
0 -~
90 -20
0 4 8 12 16 20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d’alimentation Fréquence
POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL
SWING) POWER DISSIPATION
BANDE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX) DISSIPATION DE PUISSANCE
32 100 L
I
> i
) ™ 80 Vo =04
2 % s
2 —§ 20
2e 20 53 I
St \ %3 /
53 18 ge 10 7
>3 S 7
- 12 |- Voltage follower 58
28 15 V supplies THD <5 % L st—f
5c | Amplificateur suiveur g S
S 8[ %15 V alimentations 34
e €5 ,
HIREHERIEES
0 1
10 100 1k 10k 100k 2 6 10 14 18 22
Frequency (Hz) Power supply voltage (V)
Fréquence Tension d’alimentation
OUTPUT VOLTAGE SWING OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE TENSION DE BRUIT A LA SORTIE
_— 1.4
= . [T T
28 +18 2% 12 2 A, =02
+15 VvV E NI vV = R1
- S
> 24 E e 10
< *12V - %
ge 2 | g2 os
< Sae 0817
£ 2 16 100 ke ____J 3=
a3 g3 o8
3§ 12 v, ‘5 R R1
a3 o
g3 10kQ 3 -
S5 I 04 = =
oR 8 T 55
f=1kHzO 39,1kQ 3R 23
L 3 o
s - IS
olro<ta il | 171]] \
100 200 500 1k 2k 5k 10k 100 1k 10k 100k
Load resistance (£2) Source resistance (£2)
Résistance de charge Résistance de source
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SF.C 2458 M

Relative value
Valeur relative

Output voltage (mV)
Tension de sortie

TRANSIENT RESPONSE
REPONSE TRANSITOIRE

28
24
20 I\'
90 %—;L
16
/ Vg =3%5V
12 [ tamb = 25°C
8 I i RL =2kQ
c, =100 pF
4 L
10 %!
Rise time
—4 Temps de montée
-05 0 0,5 1 15 2 25
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

—
tamb = 25°C

0,6

15 20

Supply voltage (+V)
Tension d’alimentation

Relative valeur
Valeur relative

Output voltage (V)
Tension de sortie

VOLTAGE FOLLOWER
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE

AMPLIFICATEUR SUIVEUR
i‘?(’)EPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX
) Vg =%15V
8 tamb = 25°C
6
v -
4 Output \
2 Sania'I
Input
0 Entr
-2 \
-4
AN
-6
-8
—-10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

1.4

Vg =% 15V
1 1 1
.
o
1,2 ~ (e;*;‘:"‘o"e
RS
~ "“’g‘\;“se ‘-%lgw 'rat;
1 N m’é%% ©
e é’go’eo'
7 RGN
by e R, 0 B3
S 0, g
08 — Yoy "qut
el
06 | |

—60 —20 20 60 100 140

Temperature (°C)
Température
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SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TES T CONDITIONS VALEURS  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX. UNITE.
< 10kQ
Input offset voltage RS =
Tension de décalage & I'entrée Vi ‘tamb: 25°C L 6 mv
‘Input offset current _
‘Gburant de décalage a I'entrée 'Di tamb™ 25¢°C 20 | 200 | nA
Input bias current
‘Courant de polarisation moyen IB tamb= 25°C 80 500 nA
Large signal voltage gain
Amplification en tension Av VO =*10V Ry >2kQ 20 | 200 Vimv
Supply voltage rejection ratio
Taux de réiection do sux ali . SVR Rg < 10kQ 30 | 150 | uVv/V
Supply current
Courant fourni par les alimentations Iccrlecz tamb™ 25°C 3 56 | mA
*
Common mode rejection ratio CMR Re < 10k 70 20 dB
Taux de réjection en mode commun S =
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
V) =20mV
C, <100 pF
Rise time t. L .
Temps de transition & la croissance TLH g:igxngfém RL =2kQ 03 Hs
tamb™ 25°C
Overshoot
Rebondissement 5 %

* Consumption of both amplifiers
Courant consommé par les deux amplificateurs
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SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES
PARAMETERS symoLs|  TEST CONDITIONS VALEURS UNITSJ
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITE!

Input resistance =
Impédance d'entrée (différentielle) 2 tamb= 25°C 03| 2 MO
Slew rate S RL > 2k§ Unity géin
Pente maximale du signal de sortie Vo tamb™ 25°C Gain unité 08 Vips

R =>10kQ +12 |14 v
Output voltage swing \/
Dynamique de sortie OopP

R =>2kQ +10 | £13 \Y
Input offset voltage y
Tension de décalage a I'entrée Vol Rs < 10kQ 75 | mV
Input offset current 1
Courant de décalage & I'entrée DI 300 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen 's 800 | nA
Large signal voltage gain Vg =%16V |
Amplification en tension Ay VZ - 10V R =>2kQ 15 V/mV
Input voltage range \
Domaine de tension d‘entrée max. +12 | +£13 Y

NOTE 1 — These specifications apply for 0°C < tamb < +70°C, V§=2%15 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour 0°C < tagmp <170 °C, Vg=% 15 V sauf indications contraires.
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SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
GAIN EN BOUCLE OUVERTE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
118 n=25°C 120
-
100—N
110 \
) | ) 80 N
° L~ z
5§ 108 = c$ e
52 1 32 N
S5 e >3 N\
S /] Ss a0
& & 100 74 &S N
3% /] 35 \
>3 >3 20 N
95 . \
N
90 —20 \
0 4 8 12 16 20 110 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d‘alimentation Fréquence
Q%YVNE‘; BANDWIDTH (LARGE SIGNAL POWER DISSIPATION
BANDE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX) DISSIPATION DE PUISSANCE
32 100 —
A
28
50 Vo =0
24 N
= €3
2 T§ 20
gg 20 o2
gt \ R /
=8 186 S 10
Qe S
bt E 12 |- Voltage follower g § .
32 +15 V supplies THD <5 % °% 5
=R | Amplificateur suiveur g S
SR 8[xys Vallmentat/ons \ 38
THD <5 aQ 5,
a LA
NEHINENIREN :
10 100 1K 10k 100k 2 6 10 14 18 22
Frequency (Hz) Power supply voltage (V)
Fréquence Tension d’alimentation
OUTPUT VOLTAGE SWING OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE TENSION DE BRUIT A LA SORTIE
1,4
%2 , I T
Py
28 a2
+£15 V g“% 1,2 = Ay =
o >'&E _ R1 R2
g 2 2T 10 Rg=R3=
= 20 £l2y =3 R2 |
g5 OOIk;[ | fe o8 ! ’
25 16 100k L S Vn K
>3 0 W 25 osf > >’
28 R R13 3R3
23 10k0% Vo 8s L 13
3 8 i (I h 3% FT 1T
3
= 1kHz (" 91k<zi,_ 3% T [
4 T 1 H 38 02 v=1
= o il
0 THD<5%|1IIII |_ o Ay =10
100 200 500 1k 2k 5k 10k 100 Tk 10k 100k
Load resistance (£2) Source resistance (2)
Résistance de charge Résistance de source
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SF.C 2458 C, SF

.C 2458 DC

Relative value
Valeur relative

Output voltage (mV)
Tension de sortie

TRANSIENT RESPONSE
REPONSE TRANSITOIRE

28
24
20 /\'
90 %
16 7 T
/ Vg =215V
12 I tamb = 25°C
8 I RL =2kQ
C, =100pF
s L
10 %
Rise time
—4 Temps de montée

-05 O 0,5 1 15 2 25
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE
1,4 T T
tamb = 25°C

0,6

5 10 15 20
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

Output voltage (V)
Tension de sortie

Relative valeur
Valeur relative

VOLTAGE FOLLOWER
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR

:?OEPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX

Vg =%15V
8 tamb = 25°C
6
e
4 Output
2 Sarria'
Input
0 entre
L
4 W
-6
-8
-10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

1,4 T
’ Vg=+15V
Il i i
Cd
1,2 Lsof‘,::o‘\te
“é\e“; Af o0
"‘290“5 Slew rate
N R Vitesse de
1 montée
/ /o,
oy
7y, 7% 1, 00
B
0.8 / 3 _'uﬁo;f"’du,,i L_
/ b0,
i
06 [ ]
—60 -20 20 60 100

Temperature (°C)
Température
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SF.C 2476

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL PROGRAMMABLE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air Output short-
Type Package temperature range Storage temperature | Voo | P Vip | Vi () circuit duration
Boitier | Gammeda Température destockage| (V)" | (mw)| (V) [(V) | Durés du court-
o circuit
(2,
SF.C 2476 C TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C | +18| 500 [+30 | +15
SF.C 2476 DC | CB-98 0°c, + 70°C —56°C, +125°C | +18 | 310 |+30 |+ 15 L?,»‘,’:,-f';“e
SF.C 2476 UC |CB-176 0°C, +70°C —65°C, +150°C | +18| 200 |+30 | £15

(1) - For supply voltages less than *+ 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
Pour des tensions d‘alimentations inférieures & * 15 V, la tension d’entrée maximale est égale & la tension d‘alimentation.

(2) - Short-circuit may be to ground or either supply.

. Rating applies to +75°C ambient temperature for ISET < 30 uA.

Le court-circuit peut se produire soit avec la masse soit avec I'alimentation. Cette limite est valable pour des températures bofitier de

+75°C (série C) pour un courant de réglage <30 uA.

General description

Description générale

The SF.C 2476 programmable operational amplifier
is characterized by high input impedance, low supply
currents and low input noise over a wide range of
operating supply voltages.

Coupled with programmable electrical characteristics
it is an extremely versatile amplifier for use in high
accuracy, low power consumption analog applications.

Input noise voltage and current, power consumption,
and input current can be optimized by a single resistor
or current source that sets the chip quiescent current
for nano-watt power consumption or for characteris-
tics similar to the SF.C 2741.

Internal frequency compensation, absence of latch up,
high slew rate and short circuit current protection
assure ease of use in long *ime integrators, active
filters, and sample and hold circuits.

This amplifier is plug-in replacement for the MC 3476
of Motorola.

L‘amplificateur opérationrel programmable SF.C 2476 est
caractérisé par une forte impédance d‘entrée, un faible
courant d‘alimentation et un faible bruit & |'entrée dans une
plage due de tension d ¢

Ces iq avec des istiques élec-
triques programmables en font un-amplificateur utilisable
dans une gamme trés étendue d‘applications analogiques

une faible et une grande précision.

Le courant et la tension de bruit & |'entrée, la consommation
et le d‘entrée p étre és par une simple
résistance ou une source de courant qui régle le courant de
repos permettant d‘obtenir une consommation trés faible

le tts) ou des éristiques équivale a
celles du SF.C 2741.

La ion en f interne, l'ab de “latch
up”, la grande pente du signal de sortie et la protection contre
les courts-circuits le rendent particuliérement facile & utiliser
pour les intégrateurs a longue durée, dans les filtres actifs ou

les circuits d‘échantillonnage.

avec le MC 3476 de

Cet amplifi est i " oy
Motorola.

THOMSON-CSF
DMSION SEMICONDUCTEURS
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SF.C 2476

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

TO-99 (CB-11)
METAL CAN
Boi'tier métallique

Top view
Vue de dessus

CB-176
PLASTIC CASE
Boitier plastique

»

Top view
Vue de dessus

il

A

Jex
)

Top view
Vue de dessus

G
7
=

B F
D 1 2 3 4
A B C D
CB-98
DUAL IN LINE PACKAGE
Boitier enfichable

o=
[ w»m

U Do T

> =

@ N

OuE
o~

Principal features

— Micro power consumption

— No frequency compensation required
— Wide programming range

— High slew rate

~ Short circuit protection

Données principales

— Trés faible consommation

— Compensation en fréquence interne
— Grande plage de programmation

— Grande pente du signal de sortie

— Protégé contre les courts-circuits

2/1
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SF.C 2476

PINS CONFIGURATION

BROCHAGES
TO-99 CB-176 CB-98

Compensation A ‘ 1 1 1
Inverting input

Entrée inverseuse B 2 2 2
Non-inverting input .

Entrée non inverseuse C 3 3 3
VEC D 4 4 4
Compensation E 5 5 5
Output

Sortie F 6 ) )
vée G 7 7 7
IseT s s s
Courant de réglage
SCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

Q14 Q15 Q1
C Q1 Q2 B
a3 Q4

AO——e

R1 R2
10k 10k

m O~

3
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SF.C 2476

BIASING CIRCUITS
CIRCUITS DE REGLAGE

RESISTOR BIASING
REGLAGE PAR RESISTANCE

BO—of

co—

Vee
RSET connected to V¢
Rési de réglage au-Vee
RSET connected to ground Recommended for : VCC <t 6V
Résis de réglage a la masse Recommandé pour
TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING FET CURRENT SOURCE BIASING
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TRANSISTOR REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TEC

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT
CIRCUIT D’EQUILIBRAGE CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE

4/1
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SF.C 2476

SET CURRENT AS A FUNCTION
OF SET RESISTOR
COURANT DE REGLAGE EN FONCTION
DE LA RESISTANCE DE REGLAGE

Rser
2N \\ \\
oM N PN
5 \\ N F\\\O\\x
Y A Y N,
NN N s,
) lé“\\\\ \; \\
o N
1Me SOSTNTY N
; BINRN
] \
\ \ NN
2 N
100 kQ2 A h
™
5 Rgey to VEC.— o
RggT 10 GND e e A
kel L LI 1 1
- 46 2 4
0?2 10° 10' 'seT

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR

geT

RESISTANCE DE REGLAGE DU COURANT DE REPOS

to VCC)

(réunie au =V o)

IseT
Vee
10 pA 15 uA
t6V 1 MQ 820 k2
t9V 1,8 MQ 1,2 MQ
+12 vV 2,2 MQ 1,5 MQ
15V 2,7 MQ 2 mMQ

IsET EQUATIONS :

EQUATIONS DONNANT LE COURANT DE
REGLAGE

IseT =

vdc -0.7-vge
SET

where Rgg is connected to Voo
lorsque la résistance de réglage est connectée au —V oo

IseT =

vée - 07
Rser

where RggT is connected to ground
lorsque la résistance de réglage est connectée & la masse.

Note :

The SF.C 2476 may be operated with
RSET connected to ground or VCC.
Ce circuit SF.C 2476 peut fonctionner avec
la résistance de réglage réunie & la masse ou
au-Vee

5/11
197



SF.C 2476 C, SF.C 2476 DC, SF.C 2476 UC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25° =% = 15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamp=25°C Vge=+15V IgeT =154
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage
Te&}lion de décalage 3 I'entrée Rs <10 kQ Vol 2 6 mV
Input offset current
Courant de décalage 3 I'entrée Rg <10k IDI 2 25 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen 's 15 50 nA
Input resistance
Impédance d’entrée zl 5 MQ
Differential input capacitance .
Capacité d’entrée différentielle Cld 2 pF
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de Ia tension de décalage VDimax 18 mvV
Large signal voltage gain RL =10 kQ A " 5
Amplification en tension Vo =t10V \ 5.10" 4.10
Output resistance
Résistance de sortie Ro 1 k§2
Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie los 12 mA
Su current
cof,?f,y, dalimentation ICC 160 200 HA
Power consumption
Puissance consommée P 6 mwW

vV, =20mV

s R, =10kQ

Rise time L
Temps de transition & la croissance C, =100pF & 0,35 Hs

C =30pF

Vi =20mv
Overshoot R >10kQ 10 %
Rebondissement CL =100 pF

C =30pF
Slew rate R, =>10kQ
Pente maximale du signal de sortie c L =30 pF SVO 0.8 V/us
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L = 10 kQ VOPP +12 #13 \

6/11
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SF.C 2476 C, SF.C 2476 DC, SF.C 2476 UC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS oc<T < 70°C Vee=:15V | =15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 0°C <Tamb cc SET
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage RS <10k le 75 mV
Tension de décalage a I’entrée
tamb = 70°C 25 nA
Input offset current 1 |
Courant de décalage & I’entrée D
tamp = 0°C 40 nA
tymp = 70°C 50 nA
Input bias current 1
Courant de polarisation moyen B
tamp = 0°C 100 nA
Input voltage range v +10 Vv
Tension d’entrée limite Imax -
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 9 a8
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection dG aux alimentati Ry <10k SVR 2% 200 | WYV
Large signal voltage gain R >10kQ A 25.10%
Amplification en tension VO =10V v :
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L >10kQ VOPP 12 v
Supply current
Courant d’alimentation |CC 225 HA
Power consumption
Puissance consommée P 6.75 mw
711
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SF.C 2476

INPUT BIAS CURRENT INPUT BIAS CURRENT
Courant de polarisation d’entrée Courant de polarisation d‘entrée
- (IB )
(nA) = nA — T
8:V(:C—_iL’;V Ve =215V
6 Tamb = 25°C
a
24 [
2 (/ \
// N
10! N
s / 18
)4
a
\\IQ:T =15 A
2 12 N
. N
10 8 \ J—
6 \
4 6 \
. N
107 0
2
1020 Ti01? %l S0 lgerieA) 60 -20 20 60 100 t_,(°C)

OUTPUT VOLTAGE SWING
Dynamique de sortie

Vorp

(v) 'arnl‘) 2500

36

32

28 tyo=%1

IseT =15 —TT]
24
20
2 4 68 2 4 68 2 4
103 o4 G Ry ()

8/11
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SF.C 2476

STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION

GAIN - BANDWIDTH

OF SET CURRENT Produit gain - bande
Courant d jon en f du de
Icc o (SS T— T 17
WA) -ty = 25°C [ tamb = 25°C
3V <+18V
4 3 4]
. /|
74 2
102 / 108 /
8 s 7
6 6
4 Vee=£15V
a / ) s cc A
2 2 //
1 /]
10, 10°, v
6 6
4 4l ,/
2 2 /
100 10*
s 2 5 2 g1 (kA) 12 46 2 46 2 4
102 10! '100 10’ SET¥ 107" 10° 10 IggT(HA)
SLEW RATE
Pente maximale du signal de sortie
S
(V/us) |
e
2
10°
5
2§ =315V
4
107 /]
//
5 7
2
102
5 /
2 LA
103
2 s 2 s 2 5 2
102" 10! 10° 100 ° lserieA)
9/11
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SF.C 2476

TYPICAL APPLICATIONS

APPLICATIONS TYPIQUES
HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION
Sample 50 nA S5V
Hold 0,75 nA
o
100 k@
Analoginput V) 2N 4979
Entrée analog o} ’
5 VKV, <HEV LI -L
100 k2 -
- Gate g‘ F N
& Au 'set| -15v
1N 4148 3
Sample
+15V
o K
BCY 69
—15Vv
Hold
R1 L] R2 ] —-—
300 k@ 30 MQ T
A\
NANO-WATT AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR FAIBLE CONSOMMATION
—
3}
R2
1M
v a1 +12V
| 100 kQ 5
o — - o
Vo
£
O
;]
+
¢ i
—12vV
PD = 600 nW
R3
91k 2MQ

P

10/1t
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SF.C 2476

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES
MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER
WITHOUT FET'S AMPLIFICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D’ENTREE
MULTIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP
R2 1MQ

R3
270 k
4
10k0
s1 0 3 BCY 69
5R'2 kQ 50 Mo
R2
1 M0
500 k2
500 kQ
50 MQ

N\

1,
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SFC 2709

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See § absolute maximum ratings)
VALEURS LIMITES ABSOLUES (Voir § limites absolues)

Operating free-air v P lv v Output short-circuit
Type ::;::ba’ge tempe;:ture range Storage tinlferatyre S ID| "I Dw“?;:?ot‘:tr):; reuit
o s P @ (V) [(mw)| (V) | (V) !
de en sortie
SF.C2709 A | TO-99 —55°C, +125°C —65°C, +150°C [|+18|300| 5+ 10 5s
SF.C 2709 AP | TO-91 —55°C, +125°C —65°C, +150°C |+18|250( +5 )% 10 5s
SF.C2709M |TO-99 -55°C, +125°C —65°C, +150°C |+18(300| +5|*10 5s
SF.C 2709 PM | TO-91 —-55°C, +125°C —65°C, +150°C |+ 18] 250 +5 |+ 10 5s
SF.C 2709KM*[ TO-116 -55°C, +125°C —565°C, +125°C |+18(300| +5|+ 10 5s
SF.C 2709 ET |TO-116 —-25°C, + 85°C —56°C, +125°C +18| 300| +5 |+ 10| 5s
SF.C2709T |TO-99 -25°C, + 85°C —65°C, +150°C [+18|300( +5|+ 10 5s
SF.C 2709 PT |TO-91 -25°C, + 85°C —65°C, +150°C |+18]250| £5|+ 10 5s
SF.C2709C |TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C |+18|300| £5(+ 10 5s
SF.C 2709 EC |TO-116 0°C, + 70°C —55°C, +125°C |+18]300| £5|+10 5s
SF.C 2709 AE | TO-116 0°C, + 70°C —556°C, +126°C |+18|300| +5|+ 10 5s
SF.C 2709 DC | CB-98 0°C, + 70°C —55°C, +125°C |+18]300| +5|+ 10 5s
* On request available in epoxy package
Sur demande en bofitier époxy
General description Description générale

The SF.C 2709 is a monolithic operational amplifier in-
tended for general-purpose applications. The design,
in addition to providing high gain, minimizes both
offset voltage and bias currents.

Le SF.C 2709 est un amplificateur opérationnel d’usage géné-

ral a structure intég. lithiq 11 p un gain en
tension élevé ainsi que des dérives de tension résiduelle et des

courants d‘entrées faibles.

The SF.C 2709 A is identical to the SF.C 2709 but
this device displays exceptional temperature stability.
Furthermore both input offset voltage and input
offset current are specified over a —55°C to

+125°C temperature range.

External components are used to frequency compen-
sate the amplifier. Although the unity-gain compensa-
tion network specified will make the amplifier uncon-
ditionally stable in all feed-back configurations,
compensation can be tailored to optimize high-
frequency performance for any gain setting.

Le SF.C 2709 A est de conception identique a celle du SF.C
2709 mais il présente par rapport & ce dernier une caractérisa-
tion plus serrée ; en particulier les dérives maximales en tem-

pérature des tension et sont sp

Des composants extérieurs sont utilisés pour la compensation

en q Les de P

sur les

d‘application rendent |'amplifi stable

pour tous types de cont mais ils p étre
ajustés pour optimiser les performances en fréquence pour

chaque type de contre-réaction.

THOMSON - CSF

DIVISION_SEMICONDUCTEURS, |
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SF.C 2709

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
T0-99 (CB-11) Top view TO-116 (CB-2) Top view TO-91 (CB-86) Top view
METAL CAN Vue de dessus | uAL IN LINE Vue do dessus | £\ AT PACKAGE Vue de dessus
Boitier métal PACKAG Frequency compensation Boitier plat
F Boitier N.c .Compensation en fréquence F .
o;:?;eer?sca‘(ion . enfichable WA / ,\_I?'l- ‘e Compensation en fréquence
Sompanaan G SA 0P Al A S | \noo——tre——— e,
3 . Output D —— g
g Sortie —C— V.
Inputs 4 + S
Entrées Frequency SSRRERE _: ——3
compensation LI’VI,—' U = 3 o-7N.C. VS C —I—~I
VS_ Compensation NC I V Vg 5 6 )
en fréquence bdd Inputs Frequency compensation
Frequency  Inputs Entrées Compensation en fréquence
Pin 4 connected to case compensation Entrées Output
La broche 4 est reliée au boitier E:’;',g:zm" Sort?:
Output Frequency N
CB-98 (cB-98) Sortie compensation ng“;':gsm
DUAL IN LINE Compensation s
PACKAGE en fréquence
Bottier enfichable Vet
8 5 5.
1 n
Frequency
compensation
Compensation
en fréquence \
TRHY
f Vs_
Inputs
Entrées
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
Frequency compensation
Compensation en fréquence — DC servo systems
A H — Low-level instrumentation
+ . age
- Vs — Summing amplifier
210k — Generation of special linear and non-linear
1 transfer functions
Y3
Qs ;).59 — Asservissement
k
A3 MveoF Output — Instrumentation
3k Sortie
— Sommateur
| — Générateur de fonctions linéaires, et de fonctions
de transfert non linéaires
Frequency
oF compensation PINS CONFIGURATIONS
Bo— Compensation ~BROCHAGES
Inputs (o en fi
Entrées - 3 A|B|C|D|E G|H
C Q
e T0-99 |1(2]3[4[5]6]7
TO-116|/3|4 (5|6 |9(10|11]12
oD v§ TO9112|3|4|5(6(7|8]|9
CB-98|1|2|3|4|(5(6]7|8
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SF.C 2709

MEASUREMENT DIAGRAMS
SCHEMAS DE MESURES

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE

A
vy
o

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

VOLTAGE FOLLOWER
AMPLIFICATEUR SUIVEUR
D1
1NO14
Vem (max)

Input
Entrée

200 pF

R3 should be equal to dc source resistance on input
R3 égale a la résistance de la source d’entrée

UNITY GAIN INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR INVERSEUR A GAIN UNITE

Pin numbers only apply to TO-99 and MP-48 packages
Les numéros de ces brochages sont ceux des boitiers TO-99 et MP-48

OFFSET BALANCING CIRCUIT
CIRCUIT DE COMPENSATION DE
LA TENSION RESIDUELLE

RS
160 kQ

R4
100 k@

Cc1
6000 pF

R3
430 k.

Output
Sortie

200 pF

FET OPERATIONAL AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL
(TRANSISTORS “EFFET DE CHAMP")

- 00—

Inputs
Entrées

R3 =
120 knﬁ’

Balance )
Equilibrage

2N 3955

* To be used with any capacitive loading output
Doit tre utilisé lorsque la charge est capacitive

3/20
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SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS VALUES  uniTs
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. [MAX. UNITES
Input offset voltage -
Tension de décalage 2 I'entrée Voi Rg <10kQ t, = +25°C 0,6 2 mV
Input offset current _
Courant de décalage & I'entrée ID' tamb_ +25¢°C 10 50 nA
Input bias current _
Courant de polarisation moyen g tymb= +25°C 100 | 200 | nA
Large signal voltage gain Vg =15V R =2kQ )
Amplification en tension Ay Vg =10Vt = +25°C 45 Vv
?_:‘ZDD; voltage ?ée:ut;on_ratno ) SVR Ry <10k a0 | 100 | wviv
Supply current _ _
Courant fourni par les alimentations lect-lec2 Vg =15V tyny= +25°C 25| 36 | mA
tymp= +25°C, | Rg =50Q 1,8 | 10
to/a
Average temperature coefficient of t =°+12500 Re =10k 2 15
input offset voltage DV amb S v/ec|
Cosfficient de température moyen de la DI o H
tension de décalage tamb= +25°C, Rg =50 Q 1,8 10
to/a
tymp= — 55°C{ Rg = 10kQ 48 | 25
Average temperature coefficient of = +25°C, +125°C 0081 05
input offset current Dip, amb ’ ’ Y2
fficient de d u
coarane de chvaimge " OV M t,5= +25°C, - 5°C 045 | 28
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 10kQ 80 110 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur v, = 20 mV Vg=215V
Rise time t C, <100pF Ry =2kQ
Temps de ition & la TLH L= p L 1,5 us
Overshoot timb= +25°C
Rebondissement 30 %
Input resus;,a;f,e“ (différentielle) Z tymb= +25°C 350 | 700 K
Output resistance
Impédance de sortie Z0 tymp= +25°C 150 Q
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie Svo tamb= +25°C 0,25 V/us
Output voltage swing Vopp Vg =15V R :>10kQ £12 |14
Dynamique de sortie v
Vg =+15V R >2kQ +10 | £13
a/20

208



SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T%,Lg?,’,‘g’,;;},‘}“‘s VALEURS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MINTYP. IMAX.|UNITES]
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vb Rg <10k 3 mV
= o
Input offset current | tamp= +125°C 35 | 50 A
Courant de décalage a I’entrée DI _ 550 n.
tamb™ — [of 40 | 250
Input bias current _
Courant de polarisation moyen s tymp= — 55°C 300 | 600 | nA
L 1 vol Vg =+15V
arge signal voltage gain
Amplification en tension Ay \F/‘L = f ';gzv 25 70 | V/imV
o~*=
Supply current lon | Vg =£15V t, = +125°C 21| 3 A
Courant fourni par les alimentations ccr-'cc2 - — o
Vg =15V t, = — 55°C 2,7 | 45
Input voltage range \ _
Tension d‘entrée limite Imax Vg =%15V 8 [£10 \"
Input resistance -
Impédance d'entrée (différentielle) Z tamb= —55}°C 85 | 170 k2

NOTE 1 :These specifications apply for —566°C < tamb < +125°C, t9 V< Vg< +15V, C1 = 5000 pF, R1 = 1,56k,
C2 = 200 pF and R2 = 51 £ unless otherwise specified.

Spécifications applicables pour —55°C Stamp S +125°C, +9 VSVg< £15 V, €7 = 5000 pF, Ry = 1,5 kR,
Co = 200 pF et Rz = 51 Q sauf spécifications contraires.

5/20
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SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP

VOLTAGE GAIN INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE
710% GAIN EN TENSION 'quS/ON D’ENTREE EN MODE COMMUN
ey $ P[ILLIII1]
-~ <t, 125°C’ 4 = —55°C <t, £125°C
g 610° amb<< Py 10 Stamb <
c
£ ; ] g ]
&3 510f © g5 8 L ——
&9 F—— og\ - £ i jmal_3
85 4107 _\t\e‘,;\t“[r > S S, N Minim?
S8 ,//| [ L § § 1"
g .
8§ 340" ‘T‘;’p. ol EE 4
8§ 58
2y el . 1 €85
Q'3 210" Finimu™ s 2
oé Winimal =" £
1% | — Ok o M
10 1 12 13 14 15 9 10 1 12 13 14 15
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation Tension d‘alimentation
OUTPUT VOLTAGE SWING POWER CONSUMPTION
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 110 PUISSANCE CONSOMMEE
[T TTTT] tamb = 25°C
—_— ! O O
S = 55 °C < tamb < 125°C - B
g2 = 2 A
=% = )
R = Co N A
= ’:: S g 70 W2k
=]
2% gt SN
3s 38 50 «we
<8 €8 WA
@
8-§- e LA
2% ¢ 23 30
O 2
~2 o3
85 es
an o 10
10 1 12 13 14 15 9 10 1 12 13 14 15
Supply voltage (£V) Supply voltage (£V)
Tension d‘alimentation Tension d‘alimentation
INPUT BIAS CURRENT
OUTPUT VOLTAGE SWING COURANT DE POLARISATION
20 TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 108 D’ENTREE
28 F’S = 315V ' tampb= 25°C
—_— = 3
=~ tmb=25°C 3
Hs 26 g 100 —
] =98 —1
E’§ 24 <3 — ]
3% 22 / TS o5 ]
o8 g8 1
&% 20 s
23 53
Sg 18 2l %0
k=4 o3
38§ 16 8w
85 / =8
35 1 35 8
12 / £3
10 80
0,1 05 1 5 10 9 10 1 12 13 14 15
Load resistance (k2) Supply voltage (V)
Résistance de charge Tension d‘alimentation
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SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP

VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

Gain en tension en boucle ouverte

Open-loop voltage gain

RL=2 kd_
<
VS < 15
Tk
] Vs o, | ~T
T~2y
I l i
~|Vs=39y
l [ -__—_-
—20 20 60 100 140

Temperature (°C)
Température

INPUT OFFSET CURRENT
COURANT RESIDUEL D’ENTREE

\

Input offset current (nA)
Courant résiduel d’entrée

~

-20 20 60 100 140
Temperature (°C)
Température

INPUT BIAS CURRENT
COURANT DE POLARISATION
D’ENTREE

Input bias current (nA)
Courant de polarisation d’entrée

\N

-20 20 60 100 140

Temperature (°C)
Température

Input resistance (MS2)

Résistance d’entrée

Common mode rejection ratio (dB)
Rapport de rejection en mode commun

Power consumption (mW)

Puissance consommée

INPUT RESISTANCE

RESISTANCE D’ENTREE

3

o
//
1 >
Z
-
0,54
03 A
//
7

0,1

-60 -20 20 60 100 140
Temperature (°C)
Température

COMMON MODE REJECTION RATIO
RAPPORT DE REJECTION EN MODE COMMUN
112

Rs <10k
110
Ve \'\
/ \\
108
106
104
102 .
-60 —20 20 60 100 140
Temperature (°C)
Température
POWER CONSUMPTION
PUISSANCE CONSOMMEE
20
Vg = +16V
~
80 =
T~y

70 S

60

50

40

—60 —20 20 60 100 140

Temperature (°C)
Température
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SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP

OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE

REPONSE EN FREQUENCE EN FREQUENCY CHARACTERISTICS
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SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM, SF.C 2709 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
o R A M
MESURE MIN.| TYP. [MAX "/ TES
Input offset voltage _
Tension de décalage & I'entrée le RS < 10k tamb™ +25°C 1 5 mV
Input offset current
Courant de décalage & I’entrée IDI tamb= +25¢°C 50 200 nA
Input bias current -
Courant de polarisation moyen 's tamb= +25°C 200 | 500 | nA
Large signal voltage gain Vg =+18V R =2kQ
Amplification en tension Ay Vo =£10V tat‘lb= +250C 45 V/mV
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection do aux ali 7 SVR | Rg < 10kQ 25 | 150 | uv/V
Supply current = _
Courant fourni par les alimentations ICC1 "CC2 VS 15V tamb‘ +25°C 26 55 mA
Averag? ftempe:'ature coefficient of Rg =50Q 3
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVDI uv/°c|
tension de décalage RS = 10k 6
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 10kQ 70 90 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
Vi =20mV
Rise time t Vg =115V
Temps de transition & la croissance TLH CS <100pF R, =2kQ 03 1 Hs
L s L=
Overshoot tamb= +25°C
Rebondissement 10 30 %
Input resistance _
! d'entrée (dif jelle) Z) b= +25°C 150 | 400 kQ
Output resistance ’
.Impédance de sortie Z0 tymp= +25°C 150 Q
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie Svo tymb= +25°C 0,25 V/us
Vg =£15V R; > 10kQ + +1
Output voltage swing Vopp S L 12 4 v
D it de sortie
yramique de sorte VS =+15V RL>2kSZ +10| £13
See note following page
Voir note page suivante
9/20

213



SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM, SF.C 2709 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALEURS UNITSJ
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITE:
Input offset voltage V,
Tension de décalage & I'entrée DI RS < 10kQ 6 mv
t, = +125°C 20 | 200
Input offset current | amb nA
Courant de décalage & I’entrée DI °
tamg= — 95°C 100 | 500
Input bias current = _ °
Courant de polarisation moyen |B tamb 55°C 05 15 HA
L | VS =+15V
arge signal voltage gain >
Amplification en tension AV \R;L = 3 I:f)-zv 25 70 | V/mV
o~*=
Input voltage range =
Tension d’entrée limite Vlmax VS 15V 8 %10 v
Input resistance -
Impédance d'entrée (différentielle) Z) tamp= — 55°C 40 | 100 kQ

NOTE 1 :These specifications apply for —656°C < tamb < +126°C, +9V<Vg< +15V, C1 = 5000 pF, R1 = 1,5k{2,
C2 = 200 pF and R2 = 51 § unless otherwise specified.

Spécifications applicables pour —55°C Stamp < +125°C, +9 VS V< £15 V, Cy = 5000 pF, Ry = 1,5 kR,
C2 = 200 pF et Ry = 51 §2 sauf spécifications contraires.
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SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM, SF.C 2709 PM

-
o

Output voltage swing (£ V)
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SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM, SF.C 2709 PM

INPUT OFFSET CURRENT INPUT BIAS CURRENT
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SF.C 2709 T, SF.C 2709 ET, SF.C 2709 PT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS VALUES
PARAMETRES SYMBOLES CoNDITIONS DE _vateuns __|UMITS
MESURE MIN.] TYP. [mMAx ]S

Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vpi  |[Rg <10kQ t, = +25°C 1 5 | mV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée b1 tymp= +25°C 50 | 300 [ nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen Ig tmb= +25°C 03 [075| wA
Large signal voltage gain A Vg =+15V R Z2kQ 5 ViV
Amplification en tension \ -tamb= +25°C m
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection d0 aux ali i SVR Rs <10k 25 | 200 | uV/V
Supply current
Courant fourni par les alimentations lecrlec2 Vg =215V t, = +25°C 26| 66 | mA
f_\verage temperature coefficient of RS =500 3 20
input offset voltage DV v/oC
Coefficient de température moyen de la DI M
tension de décalage RS = 10 k2 6
Average temperature coefficient of - ° °
input offset current DI tamp~ +25°C, +85°C 03| 2 AoC
Coefficient de température moyen du DI n
courant de décalage tamb™ —25°C, +25°C 0,6 4
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 10kQ 65 90 dB

Follower amplifier

Amplificateur suiveur

Rise time t Vi =20mV Vg=+£15V 3

Temps de transition & Ia croissance TLH CL < 100 pF 0, 1 us

Overshoot

Rebondissement tamp= +25°C 10 | 30 %

Impédtance & nsrée (diftrentite 2l |ty +25°C 70 | 250 kQ

Output resistance

Impédance de sortie 2o tmb= +25°C 150 Q

Slew rate

Pente maximale du signal de sortie SVO amb™ +25¢°C 0,25 V/us
=+ = + +

Output voltage swing Vopp Vg =15V R =10k 12 14 v

Oynemiae g sorti Vg =+15V R =2kQ +10| £13

See note following page
Voir note page suivante
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SF.C 2709 T, SF.C 2709 ET, SF.C 2709 PT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALEURS UNITSsl
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.TMAX. UNITE.
Input offset voltage
Tension de décalage 3 I'entrée Vpi RS < 10kQ 75 | mV
= o
Input offset current | tamb™ +85°C 30 | 300 N
Courant de décalage 3 I’entrée DI _ ° n
tymp= —25°C 80 | 500
Input bias current
Courant de polarisation moyen 's tamp= —25°C 036 2 HA
L ianal vol VS =+15V
arge signal voltage gain
Amplification en tension Av \F;L > 3 :(S)ZV 25 VimV
o=t
Input voltage range v _
Tension d’entrée limite Imax | Vg =%15V £8 |10 v
Input resistance _
Impédance d'entrée (différentisiel 2| | tamp= —25°C 70 | 250 kQ

NOTE 1 : These specifications apply for —26°C < tamb <+85°C , +9 V< Vg< +15V, C1 = 5000 pF, R1 = 1,6 k%,
C2 = 200 pF and R2 = 51 Q unless otherwise specified.

Spécifications applicables pour —25°C Stgmp < +85°C , 9 VSV < +15 v, Cy = 5000 pF, Ry = 1,5k,
C2 = 200 pF et R2 = 51 Q sauf spécifications contraires.
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SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS tamb = +26°C  £9V<Vg< £15 V unless otherwise specified
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1) sauf indications contraires
TEST CONDITION: VALUES
PARAMETERS SYMBOLS DI TIONS vaLeurs  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. [MAX UNITES]
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée le RS <10k tamb= +25°C 2 75 mvV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Ip1 tamp= +25°C 100 | 500 | nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen 'B tamb= +25°C 03 1.5 HA
Large signal voltage gain Vg =+15V R >2kQ
Amplification en tension AV VO =110V 15 45 VimV
Suppl! voltage rejection ratio
T e SVR | Rg <10kQ 25 | 200 | uv/v
Supply current - _
Courant fourni par les alimentations lcer-lccz VS £15V ty = +26°C 26 | 66 | mMA
Average fftempelrature coefflcuent of Rg =508 6
input offset voltage
Coefficient de température moyen de la DVD' uv/ec
tension de décalage RS =10 k) 12
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 10kQ2 65 90 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
Vi =20mV Vg=%15V
Rise time C, <100pF R;= 2kQ
Temps de transition  la croissance tTLH X L . 252 c L 03 us
amb™
Overshoot
Rebondissement 10 %
e e < (aittérentiole) Z) |ty #25°C 50 | 250 kQ
Output resistance
Impédance de sortie Zo tymp= +25°C 150 Q
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie SVO tamb™ +25°C 0,25 Vlus
) Vg =+16V R >10kQ +12| 14
Output voltage swing VOPP v,
Dynamique de sortie Vs —+15V RL>2kQ +10‘ £13

See note following page
Voir note page suivante
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SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symoLs| ~ TEST CONDITIONS vALEURS __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX UNITES]
Input offset voltage Vv
Tension de décalage & I’entrée DI RS < 10kQ 10 mv
Input offset current 1 tamb- +70°C 75 | 400 nA
Courant de décalage & I’entrée DI | tamb= 0°C 125 750
Input bias current =
Courant de polarisation moyen 'B [amb 0°Cc 0,36 2 KA
L ©vol Vg =%15V
arge signal voltage gain >
Amplification en tension Ay R = 2k& 12 V/mV
Vo =£10V
Input voltage ran \%
Tension d’en?rie Iimgise Imax VS =£15V 8 |10 v
Input resistance = .
Impédance dentrée (diffé Z tamp™ 0°C 35 kQ

NOTE 1 :These specifications apply for
C2 = 200 pF and Rg =

Spécifications applicables pour 0°C Stamp S +70°C, 29 VSVg< +15 V, Cy = 5000 pF, Ry = 1,5k,
C2 = 200 pF et Rp = 51 K sauf spécifications contraires.

0°C <tamp < +70°C, +9V<Vg< +15V, C1 = 5000 pF, R1 = 1,5k,
1 £ unless otherwise specified.
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SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC

Qutput voltage swing (+ V)
Tension de sortie disponible

OUTPUT VOLTAGE SWING
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SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC

INPUT CURRENT OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE

COURANT D’ENTREE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
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SF.C 2709 AE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS VALUES !
) MESURE MIN.| TYP. | MAX.

Input offset voltage

Tension de décalage & I’entrée VD' RS <10kQ 1 35 mVv
Input offset current |

Courant de décalage 3 I'entrée DI 50 | 200 | nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B 200 | 500 [ nA
Large signal voltage gain Vg =%16V V =210V

Amplification en tension Ay R >2kQ 25 V/imV
Supply voltage rejection ratio

Taux de réjection d0 aux alil i SVR F(S <10kQ 25 | 150 | uV/V
Supply current 1 _

Courant fourni par les alimentations ccr-lecz Vg =%15V 26 | 55 mA
Averagefftseempell'atu re coefficient of

input offset voltage

Coefficient de température moyen de la DVp) Rg =508 3 10 |uv/°C
tension de décalage

Averagef fts:mperature coefficient of

input offset current

Coefficient de température moyen du DI ]| 0,3 1 (nA/°C
courant de décalage

Common mode rejection ratio

Taux de réjection en mode commun CMR Rg <10kQ 70 90 dB
Follower amplifier

Amp{ificateur suiveur v 0mV Vv 5V

ise ti | =20m s=*%
Rise time
Temps de transition & la croissance TLH ct:L < 102052'; R 2 k0 03 |15 us
= L=

Overshoot amb

Rebondissement 10 30 %

1 t resist

édence d'antrée (diftérentielie) Z tymg= +26°C 120 | 400 kQ
Output resistance

Impédance de sortie Z0 tamp= +25°C 150 | 500 | Q
Slew rate

Pente maximale du signal de sortie SVO tamb™ +25°C 0,25 V/us

=1 = + +

Output voltage swing Vopp Vs 18V R =10 k$2 12 14 v
Dynamique de sortie Vs - 15V R|_ - 2kQ +10 | +13

Input voltage range _

Tension d'en?rée Iin?ite vl M VS =15V 8 *10 v

NOTE 1 : These specifications apply for 0°C <tamp < +70°C, +9V<Vg< £15V,Cq = 5000 pF, R1 = 1,5k,
C2 = 200 pF and R2 = 51 L unless otherwise specified. ’

Spécifications applicables pour 0°C Stamp S +70°C, 19 VSVs< +15 v, Cy = 5000 pF, Ry = 1,5 kS,
C2 = 200 pF et Rp = 51 Q sauf spécifications contraires.
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SF.C 2709 AE

OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE

REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE FREQUENCY CHARACTERISTICS
OUVERTE CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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SFC 2741

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air Output short-circuit
Type Package temperature range Storage temperature Vs P V|D V| duration
Boitier de P pé de k Durée de court-circuit
bi; de f i (V) |(mW)) (V) | (V) en sortie
SF.C2741 M TO-99 —55°C, +125°C —65°C, +1560°C | +22| 500 | +£30| +15
SF.C 2741 JM |TO-116| -55°C, +125°C —65°C, +150°C | +22| 500 | +30| 15
SF.C 2741KM*| TO-116| -55°C, +125°C —65°C, +150°C +22 | 500 [+30 | %15 Indefinite
Hlimitée
SF.C 2741 PM |TO-91 —556°C, +125°C —65°C, +150°C +22 | 500 [ =30 | +15
SF.C2741C |TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C +18| 500 | £30 | 15
SF.C 2741 DC | CB-98 0°C, + 70°C —55°C, +125°C +18| 500 | 30 | £15
SF.C 2741 EC |TO-116 0°C, + 70°C —56°C, +125°C +18| 500! +30| 15
* On request available in epoxy package
Sur demande en bofitier époxy
General description Description générale

The SF.C 2741 is a high performance monolithic ope-
rational amplifier constructed on a single silicon chip.

Le SF.C 2741 est un amplific ératic !

de haute performance, utilisable dans de nombreuses applica-
It is intended for a wide range of analog applications.
Improved specifications include :

tions analogiques.

Caractéristiques principales :

— Large input voltage range — Gamme de tension d‘entrée élevée
— No latch-up

— High gain

— Short-circuit protection

— No frequency compensation required

— Same pin configuration as the SF.C 2709.

— Absence de phénoméne de verrouillage T

— Gain élevé

— Protection contre les courts-circuits permanents en
sortie

— Compensation en fréquence interne.

The high gain and wide range of operating voltages = Méme brochage que le SF.C 2709.

provide superior performance in integrator, summing
amplifier, and general feedback applications. The
internal roll-off (6dB/octave) insures stability in closed
loop applications.

Ces caractéristiques permettent |'utilisation en intégrateur, en

sommateur, et en général toutes les applications d’amplifica-

teurs Le circuit de interne
(6dB/octave) assure une stabilité dans les utilisations en boucle

fermée.

78-27 1,10

225

THOMSON - CSF
DIVISION_SEMICONDUCTEURS.



SF.C 2741

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
TO-99 (CB-11) Top view TO-116 (CB-2) Top view
METAL CAN N.C‘ Vue de dessus | DUAL IN LINE Outout Vue de dessus
Boitier métal PACKAGE N.C. Sorrp:: gffsk;tbnull
Offset null \ Boitier ‘ / quilibrage
» 4
Equilibrage V;' enfichable rl |—1 J’l OfsnC.
Output
e - Qutp
Inputs 4 Sortie >
Entrées (5= Offset null
- Equilibrage LIJ ooy Li u_|71 ~
Vg Vv / VYT he
N.C. inputs
Pin 4 connected to case Offset null Entrées
La broche 4 est reliée au boitier Equilibrage
TO-91 (CB-86) Top view CB-98 (CB-98) Top view
FLAT PACKAGE Vue de dessus | DUAL IN LINE out Vue de dessus
Boitier plat __ ofgset nuil PACKAGE Sort Offset null
Equilibrage Boitier NC. vg» / / Equilibrage
NG ' 10 enfichable N M on
C—T, — >NC 5 5
——— ——
——— v >
i —
VS_ 5 6 ._] ! 4
Inputs Offset null [SES
Entrées Equilibrage Vs
Offset null Inputs
50‘:"3: t Equsﬁ:br;:ge Entrées
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
Non inverting input
Entrée non inverseuse
[ot:] Q9 Q12 Q13
Inverting
Q1 input Y Typical applications :
B Entrée ==c1|4.5 s ) Jifi
inverseuse| §95 L 32 k&, d18 — Summing amp' If ier
S|P — ifi
Q3 a3 R8 Follower an?p i .ler
— Integrator circuitry
7,5k R
— Active filter
1\' Q16 — Generator of functions.
Offset Q22 Q17
Q6 null  aig}éa11]
Equilibrage: Applications typiques :
E Ra ?g 2,: ) — Amplificateur sommateur
QD) 1k 5k k2T 3 — Amplificateur suiveur
Offset null — Intégrateur
Equilibrage AlBlc|DIE|F|G — Filtre actif
— Générateur de fonctions
TO-99 [112]|3|4|5
PIN CONFIGURATIONS |TO-116/3 |4 | 5| 6] 9|10|11
BROCHAGES
TO91 |2{3|4{5|6 8
cB98 |1/213|4|5(6|7
2/10
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SF.C 2741

MEASUREMENT DIAGRAMS
SCHEMAS DE MESURES

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT

CIRCUIT DE REGLAGE DE LA TENSION
RESIDUELLE

2 TO99-MP48 (@ TO-116

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT

CIRCUIT DE TEST POUR LA MESURE DE LA
REPONSE EN TRANSITOIRE

N
®
3

A

——O Vo

CURRENT TO VOLTAGE CONVERTER
CONVERTISSEUR COURANT / TENSION

R1

—
{1

+

Vo = R1 1|

for minimum error due to bias current
R2 = R

pour minimiser I'erreur dde au courant de
polarisation Hz = Ry

POSITIVE VOLTAGE REFERENCE
TENSION DE REFERENCE POSITIVE

NEUTRALIZING INPUT CAPACITANCE TO
OPTIMIZE RESPONSE TIME

OPTIMISATION DU TEMPS DE REPONSE EN NEU-
TRALISANT LA CAPACITE D’ENTREE

S oy
R2
R1
.—o Vo
A +

R3 Cn

viot——¢+—|}—-
——

Cs R1
! CN <35 Cs
h

NEGATIVE VOLTAGE REFERENCE
TENSION DE REFERENCE NEGATIVE

68V _ _ BIX55 BZX55 6,8V
v+
R1, 2 R1 2
<]~ ® @ - @x
@ 6 7 N6
—o0 Vo . ——o Vo
3| 4 \ . % ©
) s ® ®
v-
N
R2 R2
R3 R3
R4 R4
A\ N
3/10
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SF.C 2741 JM, SF.C 2741 KM, SF.C 2741 M, SF.C 2741 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
TEST CONDITIONS VALUES
MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input offset voltage Rg < 10k
Tension de décalage & I'entrée Voi tamb= +25°C 1 5 mv
Input offset current = ° ,
Courant de décalage & I'entrée ID' tamb +26°C 20 200 nA
Input bias current = 4
Courant de polarisation moyen 'B tamb™ +25°C 80 | 500 nA
Large signal voltage gain Vo =%10V R >2kQ
Amplification en tension AV Iam = +25°C 50 200 VimV
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection dd sux alimentati SVR | Rg <10k& 30 | 150 | uv/V
Supply current _
Courant fourni par les alimentations ICC1 "CC2 tamb_ +26°C 1,7 28 mA
Common mode rejection ratio CMR Re < 10Kk 70 90 dB
Taux de réjection en mode commun S ==
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
V) =20mV
Rise time € <100pF R =2kQ
Temps de transition & la croissance TLH gnjty qra;n 03 us
ain uni
tymp= +25°C
Overshoot
Rebondissement 5 %
| i -
Impédance d entée (diférantiste Z| | tamb™ +25°C 03| 2 Mo
Slew rate Svo R »2kQ Unity gain 05 /
Pente maximale du signal de sortie tamp= +25°C  Gain unité s V/us
Ri > 10k +12 | £14
Output voltage swing
Dynamique de sortie VOPP v
R >2 kQ +10 | £13
4/10

228



SF.C 2741 JM, SF.C 2741 KM, SF.C 2741 M, SF.C 2741 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES e OF VN TP VA UNITES
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vpi RS < 10kQ 6 mv
tamb =t 125°C 200 | nA
Input offset current I
Courant de décalage a l’entrée o]}
tamb = —55°C 500 [ nA
tamp = +125°C 05 | wA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
tymb = —55°C 15 | MA
Large signal voltage gain Vg =%15V  R| > 2kQ
Amplification en tension Av Vo =%10V L %5 VimV
Input voltage range
Tension d’entrée limite Vlmax 12 £13 v
Output short-circuit current _
Courant de court-circuit Isc tamb = +25°C 25 mA
tymp = 1125°C 25 | mA
Supply current 1
Courant fourni par les alimentations cc
tymb = —95°C 33 mA

NOTE 1 - These specifications apply for Vg =% 15V, =55°C < tamb < 1+125°C unless otherwise specified
Spécifications applicables pour VS =115V, —550C Ltamp <t 125°C sauf indications contraires

5/10
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SF.C 2741 JM, SF.C 2741 KM, SF.C 2741 M, SF.C 2741 PM

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN (typ.)

GAIN EN BOUCLE OUVERTE
115
110
//
% 105
2. /
c.S 2
‘&3 100
S
§'E 95 '/
83 4
S8
>3 %
85
800 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Supply voltage (£V)
Tension d’alimentation
TRANSIENT RESPONSE (typ.)
8 REPONSE TRANSITOIRE
24
S 2 A
E 0%1
o 16
g3 /
£3 12
>3 I
55
3 8 I Vs _ £15V
3§ —
ag 4 10% tamb= 25°C
0 R = 2k{2
Rise time
Temps dg montge  Cl. = 100 pF

0 0,5 1 1,5 2 25

Time (us)
Temps

OUTPUT VOLTAGE SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

=55°C Sty ST 125°C
RL > 2k
2 /

V
24 A

v

12 /

Tension de sortie disponible créte & créte
N
o

Peak to peak output swing (V)

5 10 15 20

Supply voltage (£V)
Tension d‘alimentation

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE (typ.)
REPONSE EN FREQUENCE EN 'BOUCLE OQUVERTE
120

100

AN

80

60

N

40

Voltage gain (dB)
Gain en tension

20

N

1 10 100 1k 10k 100k 1M TOM
Frequency (Hz)
Fréquence

ABSOLUTE MAXIMUM POWER DISSIPATION
BF(’)%ISSANCE DISSIPEE MAXIMALE

500

Y
N
400 \\

300

200 N

Power dissipation (mW)

Puissance dissipée

100

0
25 45 65 85 105 125
Ambient temperature (°C)

Température ambiante

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE
GAMME DE TENSION EN MODE COMMUN

A L’ENTREE
—_ 16 T T T
S, —55°C Sty S T125°C
23 14
8§
(=2
§§ 12
23
=2 10
SE /’
2% 8 7
38 /
62 6

<
g8 /
§8 4
E 3
Ef 2
Qs
oS

5 10 15 20

Supply voltage (+V)
Tension d‘alimentation
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SF.C 2741 C, SF.C 2741 DC, SF.C 2741 EC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS symgoLs| ~ TEST CONDITIONS vaLEuss __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.[ TYP.[MAX UNITES]
Input offset voltage Rg < 10kQ
Tension de décalage & I'entrée Vpi b= +250C 2 6 mV
Input offset current 1 -
Courant de décalage & I'entrée DI | tyqp= +25°C 20 | 200 | nA ‘
Input bias current _
Courant de polarisation moyen I tamb™ +25°C 80 | 500 | nA
Large signal voltage gain VO =10V RL > 2kQ
Amplification en tension Av tamb = +25°C 20 | 200 VimV
—_ . Re < 10kQ
Supply voltage rejection ratio S S
Taux de réjection dd aux alimentati SVR | o= +25°C 30 | 150 | vV
Supply current
Courant fourni par les alimentations ICC1 ! ICC2 tamb= +25°C 17 28 mA
i aati : Re < 10kQ
Common mode rejection ratio S s
Taux de réjection en mode commun CMR tamb = +256°C 70 20 a8
Follower amplifier
Amplificateur suiveur VI _20mV
C, <100pF R;=2kQ
Rise time t L s P L 03 .
Temps de transition @ la croissance TLH Unity gain ! K
Gain unité
Overshoot tamp= +25°C 5 %
Rebondissement
Input resistance = °
/ dentrée (diftérentiolle) Z) | tymp= +25°C 03 | 2 MQ
R >2kQ
Slew rate . .
Pente maximale du signal de sortie SVO g:ir'thng'taém 0,5 V/us
tymb= +25°C
R >10kQ +12 | £14
Output voltage swing Vv
Dynamique de sortie opPP \"
R > 2k +10|+13
See note following page
Voir note page suivante
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SF.C 2741 C, SF.C 2741 DC, SF.C 2741 EC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VaLEURS  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES|
MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vpi 75 | mV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Ipi 300 | nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen s 800 nA
i i Ve =16V R, > 2kQ

Large signal voltage gain S L=
Amplification en tension Ay Vo =*10V 15 V/my
Input voltage range = o
Tension d'entrée limite Vimax | tamb= *25°C +12 | £13 v
Output short-circuit current = o
Courant de court-circuit 'SC tamb +25°C 25 mA

NOTE 1 - These specifications apply for Vg = 15V, 0°C < tamp < +70°C unless otherwise specified
Spécifications applicables pour Vs = %15V, 0°C tamp < + 70°C sauf indications contraires
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SF.C 2741 C, SF.C 2741 DC, SF.C 2741 EC

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN (typ.) OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE (typ.)
GAIN EN BOUCLE OUVERTE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
115 | I I 1 120 |
110 }tamp = 25°C 100 —< tamb = 25°C—|
E‘.; 106 %‘ 80
~c LA ~c
c.9 1 c.9
£9 £98
g g 00 /, g g 60
@ g |
g5 o g5 40
=t =g
o3 o3
S8 9 o S8 2
85 - 0
80 —20 \
0 2 4 6 810 12 14 16 18 20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d‘alimentation Fréquence
TRANSIENT RESPONSE (typ.)
REPONSE TRANSITOIRE
28
24
S 20 a8
é 90% 7(
%.9 16 /
]
£
£3 12
>3 l
-
3§ 8
g.é’ / Vs = £15V
38 4 tamb = 25°C 1
10%
0 Rise time R, =2k
Temps de F
montée | CL 100p
0 0,5 1 1,5 2 25
Time (us)
Temps
INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE
OUTPUT VOL FrAGE SWING GAMME DE TENSION EN MODE COMMUN
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE A L’ENTREE
40 T 16 T
H 0°C Sty < +70°C S 0°C < tymp < +70°C
S B >oke 28 4
S ® - EH
2% / €8 12
25 28 e Sq
23 2 Vs 28 10 ”
&% St /|
58 2 °% 8
ag / > /
=3 s
3% 16 89 /|
52 & 8% 6
x £ / £8
5§ 12 7 s y.
g8s gl §3 4
ey °P EQ
s E o
x9S 4 E g
35 83
&8 o 0
5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension-d’alimentation Tension d‘alimentation
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SF.C 2741

POWER CONSUMPTION
PUISSANCE CONSOMMEE

T T
amb = 25°C

100
t

=
E 80 /
c
o‘)
£% 60 /
gs /
33 /|
S8 a0
[=] Yy
°8
55 v
n%_s 20 //

0 /

5 10 15 20

Supply voltage (V)
Tension d’alimentation

QUTPUT VOLTAGE SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

g 28 T 1T
S Ve =15V L4
S —
—a B [tym,=25°C //
22 2
.
e 2
&% 2
‘5 S
e_g 18
3e 16
T8 18
Q
QL
o‘u 12 /
8¢t
~3 10
© &
&8s L/
0,1 02 05 1 2 5 10
Load resistance (k2)
Résistance de charge

INPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE BRUIT A L’ENTREE

10
VAR=T

~ t, =25°C
EN o 1q [2mD
< 30

S
Pt

® 4416
g5 2
st
g %10-16
£33
75
§810"7
2§
=R

1018
10 100 1k 10k 100k
Frequency (Hz)
Fréquence

INPUT OFFSET CURRENT
COURANT DE DECALAGE A L’ENTREE
40 T T
tamp = 25°C
-3
]
£ E, 30
€
o8 20 L
55 ]
£3
St
58 10
23
£8
0
5 10 15 20

40

32
28
24
20
‘16

Peak to peak output swing (V)
Tension de sortie disponible créte & créte

O A

-

o,
]
o

ique

o,
)
@

Mean square noise current (AZ/Hz)
5
N
o

Courant de bruit moyen quadrat.
3
N
»

Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

OUTPUT VOLTAGE SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

Vs

RL

tamb

=115V
=10k |
=25°C

N

N

Frequency (Hz)
Fréquence

INPUT NOISE CURRENT
COURANT DE BRUIT A L’ENTREE

—
1k 10k 100k ™

Vg =%16V,
tamp = 25°C
»
10 100 1k 10k 100k

Frequency (Hz)
Fréquence
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SF.C 2747

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
DOUBLES AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See § absolute maximum ratings)

(Voir § limites absolues)

VALEURS LIMITES ABSOLUES

TENTATIVE DATA
CARACTERISTIQUES PROVISOIRES

Operating free-air Output short-circuit
Type Package| temperature range | Storage temperature | Vs | P |V|p| V| duration
P Boitier de temp Te de stock (V) {(mW)} (V) | (V) | Durée de court-circuit
i de f i en sortie
SF.C2747M |[TO-100| -55°C, +125°C —65°C, +150°C |+22|680(+ 30|+ 15
SF.C 2747 KM* TO-116| -55°C, +125°C —65°C, +150°C |+22|680|+30|+15
Indefinite
Hlimitée
SF.C2747C |TO-100 0°C, + 70°C —65°C, +150°C |+ 18| 680(+30(+ 15
SF.C 2747 EC |TO-116 0°C, + 70°C —55°C, +125°C |+ 18| 500|+ 30|+ 15

% On request available in epoxy package
Sur demande en boitier époxy

General description

Description générale

The SF.C 2747 is a high performance monolithic dual
operational amplifier constructed on a single silicon
chip. It is intended for a wide range of analog
applications.

Improved specifications include :
- low power consumption
- large input voltage range
- no latch-up

- - high gain

- short-circuit protection
- no frequency compensation required
- offset null voltage capability (TO-116).

The high gain and wide range of operating voltages
provide superior performance in integrator, summing
amplifier, and general feed back applications. The
internal roll-off (6 dB/octave) insures stability in
closed loop applications.

Le SF.C 2747 est un double amplificateur opérationnel
monolithique de haute performance, utilisable dans de

Caractéristiques principales :
- faible consommation
- gamme de tension d‘entrée élevée
- absence de phénomeéne de verrouillage
- gain élevé
- protection contre les courts-circuits permanents en sortie
- compensation en fréquence interne

- possibilité de compenser la tension de décalage (TO-116)

Ces caractéristiques permettent l'utilisation en intégrateur,
en sommateur, et en général,toutes les applications d’amplifi-
cateur contre réactionné, Le circuit de compensation interne
(6 dB/octave) assure la stabilité dans les utilisations en boucle

fermée.

THOMSON - CSF
DIVISION_SEMICONOUCTEURS,

SES®mSEmM)
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SF.C 2747

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES
TO-100 (CB-3) Top view TO-116 (CB-2) Top view
METAL CAN Vue de dessus DUAL IN LINE Vue de dessus
Boitier métal PACKAGE
Boitier enfichable
A G F NC F G A
[14] [i3] [iz] [i7] [ro] [e]
J T B BT T e U4
B C E D E C B
G and G’ are internally connected G and G’ are internally connected
G et G’ sont reliés intérieurement G et G’ sont reliés intérieurement

Principal features

Schematic (Each side)
Schéma électrique (Par opérateur) Données principales
Non inverting input Inverting input
Entrée non inverseuse %ntrée inverseuse
B
— Summing amplifier
Q13 e
asg' Q9 |Q12 — Follower amplifier
— Integrator
Q19
KL — Active filter
Q1 | Q2
— Generator of functions
Rsﬂ i R13
Q3
Q4
\ Q16
Q7 _ .
N"‘ﬁ“ 7 {é24 Amplificateur sommateur
'y " .
Qs Q6 Q10 Qi1 — Amplificateur suiveur
— Intégrateur
Q22 Q23
R1 IR2 R4 R12 R11 _ Filtre actif
R3
8 V— — Générateur de fonctions
E
A Offset null
Equilibrage

2/13
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SF.C 2747

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

QUADRATURE OSCILLATOR
OSCILLATEUR A DEPHASAGE

Sine output
c2 Sortie sinus c3
820 pF 820 pF
1% 1%
1L 11
11 L1}
D1 D2
———f——
+15V
R3 +15V
190 k2
1% Cosine
1/2 SF.C 2747 1 output
+ 1/2 SF.C 2747 tp
+ Sortie
cosinus
fooka ] -5V R4 [ foo ka
1% 190 k2 -5V 1%
11
e
f= - (R1C1=R2C2) b
20 pF
2m/C2 R2C3R3 m 1%
ANALOG MULTIPLIER
MULTIPLICATEUR ANALOGIQUE 15V
Current source Amplifier
Source de courant Amplificateur
R1
R2 1 53k9 R14
20 kQ ! 258 kQ*
1% 1%
— —
1 1
BZX-55
R1 +15V c12
20 k2 R11 R12
. 1% 12kae| ] [Jizker
11 1% 1% +15V
1/2SF.C 2747 b h s
Multiplier 1/2 SF.C 2747 —Ej
—15V Rs ] Multiplic
5 kn[ 2N 2642
1% Ei2 Q1 R15
25,8
a2 ka* -5V
1%
——1{ 1 _—
R4 n N
15 k2
1%
R3
]
1%
* Matched to 0,1 % A
Appairées a 0,1 % .
E-=100E, . X E Zero adjust
- (o 11 12 —-15V Réglage du zéro +15V
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SF.C 2747

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

COMPRESSOR/EXPANDER AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS COMPRESSEURS/EXPANSEURS

R D1
R2
10 k2
R5
R D2 R D3 1kQ
o, —
ompressor
R1 +i5Vv output
Compressor 1 kQ Sortie
input o—{ 1} compresseur
Entrde cour 112 € 2747 Lo ---0 Expander
’ E";’%at"de" 172 Sortie
expanseur
A3 sV Entrée SF.C 2747 P
10 k2 expanseur
A\ :
Compressor Expander
Compresseur Expanseur
Notes: Maximum compressmn expansion ratio = R1/R (10 k2>R >0)
Rappel maxii P jon =R1/R (10 kL >R >0/
Diodes D1 through D4 are matched
Les diodes D1 4 D4 sont appairées
TRACKING POSITIVE AND NEGATIVE VOLTAGE REFERENCES
REFERENCES DE TENSION POSITIVE ET NEGATIVE
R4
12k
—{L 31—
D1 R5 R6
62V 10ke 10 ke
— —
"} T 1
v+ v+ Negative
Positive regulated
regulated g;xrt&ut
1/2 SF.C 2747 o output 1/2 SF.C 2747 O régulée
" Sortie négative
régulée -12V
positive 1| <5mA
v I LS
R3 \Y +12V \ Source or
180 k2 sink
L [] R7 Courant
R2 5 ke entrant ou
R1 14k sortant
10 kQ
V=
. N \m
Positive output  _ v R1+ R2
Sortie positive D1 R2
Negative output = — positive output x Re
Sortie négative sortie positive 5

4/13
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SF.C 2747

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

NOTCH FILTER USING THE SF.C 2747 AS A GYRATOR
FILTRE REJECTEUR UTILISANT LE SF.C 2747 COMME GYRATEUR

R2
30k’

B ey T
Input — 0 Output
Entrée —— Sortie
3

4
SF.C 2747

4
7,5 kQ

2
— 1+
_—
o
ml;v
N2
|
N
o
3z

4
7.5kQ

b

-0 o
N
5" v

NOTCH FREQUENCY AS A FUNCTION OF C1
FREQUENCE DE REJECTION EN FONCTION
DE LA CAPACITE C1

10%

10

Center frequency (Hz)
Fréquence centrale

10% 102 102 10" 10°

Capacitor C1 (uF)
Capacité C1
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SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Each amplifier)

(Note 1)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  (Pour chaque opérateur)
VALUES
PARAMETERS symoLs|  TEST CONDITIONS vALEURS __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX. UNITES|

Input offset voltage v Rg < 10k 1 5 mV
Tension de décalage 8 I'entrée DI tymp= 25°C
Input offset current ~
Courant de décalage & I'entrée 'pi tamp= 25°C 20 | 200 | nA
Input bias current g0
Courant de polarisation moyen 'B tamp=25"C 80 | 500 | nA
Large signal voltage gain A Vo =%10V
Amplification en tension v tamb= 25°C RL >2kQ 50 200 Vimy
Suppl It jecti ti
e T v b SVR | Rg <10kQ 30 | 150 | uv/V
Supply current bath amplifiers
Courant fourni par les alimentations |cc1 "CC2 tamb= 25°C 3 56 [ mA
pour les deux opérateurs a
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS <10k 70 20 a8
Follower amplifier
Amplificateur suiveur

V| =20mV
Rise time CL < 100pF

t. o .

Temps de transition & la croissance TLH Unity gain RL =2kQ 03 Hs

Gain unité

tym= 25°C
Overshoot
Rebondissement 5 %
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SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Each amplifier)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  (Pour chaque opérateur) (NOte 1)

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VAEES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES
MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input resistance
dentrée (diffe ) Z tamb= 25°C 03| 2 mMQ
Slew rate . tymb= 25°C Unity gain
Pente maximale du signal de sortie Svo R >2kQ Gain unité 05 Vips
Vopp | R_ >10kQ £12 |14 v
Output voltage swing
Dynamique de sortie
Vopp | R_ =2k +10| £13 v
Input offset voltage Vv Re < 10kQ 6 mv
Tension de décalage 8 I’entrée DI S s
Input offset current | tamb= —~550°C 500 nA
Courant de décalage 8 I’entrée DI tamb= 125°C 200 nA
Input bias current | tamp= —55°C 15 | uA
Courant de polarisation moyen B tamb= 125°C 0,5 HA
Large signal voltage gain R >2kQ
Amplification en tension AV v; =10V 5 Vimv
Input voltage range \Y
Domaine de tension d’entrée y 12| £13 v
max.
Offset voltage adjustment range Vpi +15 mv
Gamme de réglage de la tension de décalage max. -

NOTE 1 — These specifications apply for =565°C < tamb < +125°C ,Vg =% 15 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour —55 °C <tamp <+125°C, Vg =1 15 V sauf spécifications contraires.
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SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
GAIN EN BOUCLE OUVERTE REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
115 e 120
'amb_zs Cc
100 ™

110
™) ) 80
c§ 105 €S &
T & ® 2
oF e 5§
=3 /' 25 40 N
ST T £e N
E-rY k-4

£ 5 S |

S8 S8 N

95

0o
" N
1] 4 8 12 16 20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (+V) Frequency (Hz)
Tension d’alimentation Fréquence

POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL
SWING) POWER DISSIPATION

BANDE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX DISSIPATION DE PUISSANCE
DISPONIBLES, 100
32 T
28 5 it
N =0
\ _ 50 Vo= 0_
s ® s
2 z§ 20
ge 20 I 84 d
235 18 8§ 10 /
g 3 Vol [l z :
= 12 |- Voltage follower 25
35 +15 V supplies THD <5 % Ev; 5 f
5¢ | Amplificateur suiveur gs
or 81+ 15 V alimentations \ 34
THD <5 % aQ ,
4 A TR
L LT TS
0 1
10 100 1k 10k 100k 2 6 10 14 18 22
Frequency (Hz) Power supply voltage (V)
Fréquence Tension d’alimentation
OQUTPUT VOLTAGE SWING OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE TENSION DE BRUIT A LA SORTIE
32
28 +£15V =
- >§
8 24 2 e
< +12V e
gy 2 T &3
8
25 16 10k L S
O o > e
>3 .
25 12 23
23 10 ke 23
S5 |
ST 1 55
f=1kHz () 29.1 k2 2%
g
4 T == a8
ol THD<s5% |||}l | | o
100 200 500 1k 2k 5k 10k 100 1k 10k 100k
Load resistance (£2) Source resistance (£2)
Résistance de charge Résistance de source
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SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM

TRANSIENT RESPONSE
REPONSE TRANSITOIRE

28

24
S 20 i
E 90%%
oo 16 =
oE / Vg =215V
=8 -
g b 12 I tamp = 25°C
s 5 8 RL =2k
g3 l c, =100pF
3§ L
SR 4

10 %
Rise time
4 Temps de montée

-05 O 0,5 1 15 2 25
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

T T o
tamb = 25°C

Relative value
Valeur relative

0,6

5 10 15 20
Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

Relative valeur
Valeur relative

Output voltage (V)
Tension de sortie

VOLTAGE FOLLOWER

LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR

%EPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX

Vg = 15V
8 tamb = 25°C
4 Output \
2 Sz:rriel
Input
O entre
-2
4 \
e[
-8
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

1.4

Vg=+15V
o
o
| e
1,2 = ﬁ‘;‘:\g‘w\
é
~ "‘f‘;u“se FSlew rate
™N R Vitesse de
1 montée
/ /o,
>, s 0
a 0% /00y
I
0.8 /] % '5/7,6,”(7.@\,\._
b0, s
|
06 [ [

-60 -20 20 60 100 140
Temperature (°C)
Température
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Each amplifier) (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  (Pour chague opérateur) \\O€

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TS CONDITIONS VALEURS  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP [max |YV/TES
Inpu} offset voltage § VDI Rs < 10kQ 1 6 mv
Tension de décalage & I'entrée tamb™ 25°C
Input offset current _
Courant de décalage & I'entrée )] tamp= 25°C 20 | 200 | nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen IB tamb= 25°C 80 500 nA
Large signal voltage gain
Amplification en tension Av Vo =310V R >2kQ 25 | 200 V/mV
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection d0 aux alil e SVR Rg <10k 30 | 180 | uV/V

Supply current bath amplifiers
Courant fourni par les alimentations ICCI 'ICC2 t A= 25°C 34 | 56 mA
pour les deux opérateurs

Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 10kQ 70 90 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
V| =20 mV
C, < 100pF
Rise time t L .
Temps de transition & la croissance TLH g:i/l'rthgi?ém R =2kQ 03 us
tamb™ 25°C
Overshoot
Rebondissement 5 %
10/13
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Note 1)
VALUES

PARAMETERS symoLs|  TEST CONDITIONS vaLEURS __|UNITS

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. IMAX UNITES)
Input resistance -
Impéd. d‘entrée (dif ielle) ZI tamb™ 25°C 03 2 mMQ
Slew rate S R =2kQ Unity gain
Pente maximale du signal de sortie Vo tamb™ 25°C Gain unité 05 Vius

Vorp R =>10kQ £12|£14 v
Output voltage swing
Dynamique de sortie
Vopp R =2kQ +10 | £13 \Y

Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Vbl RS < 10kQ 75| mv
Input offset current | 300 A
Courant de décalage & ’entrée DI n
Input bias current '
Courant de polarisation moyen 's 800 nA
Large signal voltage gain A Ve =15V
Amplification en tension v Vg _soy RL =22 | 15 Vimv
Input voltage range \
Domaine de tension d‘entrée ma|x‘ 121 £13 v
Offset voltage adjustment range Vv
Gamme de réglage de la tension de décalage manl . 15 mv

NOTE 1 — These specifications apply for 0°C < tamp < +70°C, Vg=%15 V unless otherwise specified.
Spécifications applicables pour 0°C < tamp <170°C, Vg=% 15 V sauf indications contraires.
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN
GAIN EN BOUCLE OUVERTE

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

120
15 t =25°C
amb
100 N
110 \
o T ) 80
T 1] =
Z 5 108 < c 8
£8 LA =8 60 N
RS S .
(S / 8 \
@ 7 @
D / oec 40
© & 100 // s : \\
Z=c =
£ 5 S
S8 S§& 20
95 \
0 N
90 -20
4] 4 8 12 16 20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Supply voltage (V) Frequency (Hz)
Tension d’alimentation Fréquence
POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL
SWING) POWER DISSIPATION
BANDE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX DISSIPATION DE PUISSANCE
DISPONIBLES) 100
32 —=
> i
28 \ 50 Vg =0
24 I
o~ E8
< 20
s 20 53 4
o3 = 3 /
© & © Q
=8 16 g 10 v
<Y ‘%D
>3 2 7
< = 12 }-Volitage follower o8 y 4
23 *15 V supplies THD <5 % °% 5
5S¢ | Amplificateur suiveur ; .%
&2 8[ 215V alimentations \ 34
THD <5 % aq ,
a N AT
HRRHRRHIEEIS
o 1
10 100 113 10k 100k 2 6 10 14 18 22
Frequency (Hz) Power supply voltage (V)
Fréquence Tension d’alimentation
OUTPUT VOLTAGE SWING OUTPUT NOISE VOLTAGE
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE TENSION DE BRUIT A LA SORTIE
32 1.4 I T
28 - I /|\000
+15 [ z
_ 2 € ™
g 24 E
l:
2 » +12V P
gt Ll | s
E 10ka! T[]} =3
[ F > e
> < =
ERRY] v.H 23
23 10 k2 0 gs
3¢ 8 - 1 53
=1 kHz' L 23
4 ! H R
| 11 = = = 382
olo<ss [JNI] | | .
100 200 500 1k 2k 5k 10k 100 1k 10k 100k
Load resistance (£2) Source resistance (£2)
Reésistance de charge Résistance de source
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC

TRANSIENT RESPONSE
REPONSE TRANSITOIRE

28

24
S 2 A
£ 90%%
gy ® / Vg =%5V
£3% 12 t =250C
33 I amb
s 5 8 RL =2kQ
273 I c, =100pF
38 L
OrR 4

10 %|
Rise time
—4 Temps de montée

-05 0 05 1 15 2 25
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

1.4

T T
tamp = 25°C

Relative value
Valeur relative

0.6

5 10 15 20

Supply voltage (V)
Tension d’alimentation

Relative valeur
Valeur relative

Output voltage (V)
Tension de sortie

VOLTAGE FOLLOWER

LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE
AMPLIFICATEUR SUIVEUR

HOEPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX
1

Vg =%*15V
8 = 250C
tamb = 25
6
v A
4 Output \
2 jurtiel
Input
0 Entré
-2
—a \
-6
-8
-10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Time (us)
Temps

FREQUENCY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE

1.4 y

FSlew rate
55 Vitesse de
montee

\/

08

os | |

—-60 —20 20 60 100 140

Temperature (°C)
Température
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SF.C 2748

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(See § absolute maximum ratings)
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(Voir § limites absolues)

Operating free-air v plv y Output short-circuit
Type Package temperature range Storage temperature S ID| V1 duration
Boitier Ge d:i : e | Tempé de k V) {(mw) (V) | (v) Durée de cqurt—circuit
en sortie
SF.C2748M | TO-99 —55°C, +125°C —65°C, +150°C +22 | 500 | +30 | £15
indefini
SF.C2748C | TO-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C | +18 |500 |30 [415| e
SF.C 2748 DC | CB-98 0°C, + 70°C —55°C, +125°C +18 {500 | +30 | £15

General description

Description générale

The SF.C 2748 is a general-purpose operational am-
plifier built on a single silicon chip. The resulting
close match and tight thermal coupling gives low of-
fsets and temperature drift as well as fast recovery
from thermal transients.

In addition, the device features :

— Frequency compensation with a single 30 pF capa-
citor

— Operation from £ 5V to + 20V

— Low power consumption : 50 mW at = 15V

— Continuous short-circuit protection

— Operation as a comparator with differential inputs
as high as + 30V

— No latch-up when common mode range is exceeded

— Same pin configuration as the SF.C 2709

The unity-gain compensation specified makes the cir-
cuit stable for all feedback configurations, even with
capacitive loads. However, it is possible to optimize
compensation for best high frequency performance
at any gain. As a comparator the output can be
clamped at any desired level to make it compatible
with logic circuits. Further, the low power dissipation
permits high-voltage operation and simplifies packa-
ging in full-temperature-range systems.

Le SF.C 2748 est un amplificateur opérationnel d’usage
général & structure intégrée monolithique. Il présente de
faibles i et rési de faibles dérives
en température.

Principales caractéristiques :
— Compensation en fréquence par une seule capacité de

30 pF
— Tension d‘alimentation = 5V 4 £20v
— Faible consommation = 50mWa t 15V

— Protection contre les courts-circuits permanents

— Utilisation en comparateur avec une tension d’entrée
différentielle jusqu‘a * 30V

— Pas de “Latch up” en cas de dépassement de la tension
d’entrée limite en mode commun

— Méme brochage que le SF.C 2709

La ité de i D pour le gain unité
rend le circuit stable pour tout circuit de contre réaction,
méme avec des charges iti\ En P les

niveaux de sortie peuvent étre ajustés & volonté pour la
de de circuits De plus, la faible puissance
dissipée permet de f sous des it élevé
implifie I’ lation dans les sy

«toutes tempé-

raturesy.

THOMSON - CSF

OWISON_SEMCONDUCTEURS,
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SF.C 2748

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
TO-99 Top view CB-98 Top view
METAL CAN  Vue de dessus DUAL IN LINE Qutput Vue de dessus
Boitier métal  Frequency compensation PACKAGE Sortie  Offset null
Compensation en fréquence Boitier &/ Equilibrage
Offset null enfichable v /
Equilibrage P
Frequency
compensation
Compensation
Inputs <7 en fréquence
Entrées \
[T L]
= v
Offsggbnull / h;{s S
Pin 4 connected to case Equilibrage Entrées
La broche 4 est reliée au boitier

input
Entrée inversée

Ho

Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
X Frequency compensation
Inverting Compensation en fréquence

Non-inverting
input

Entrée non inversée
H{'T
C qj

Offset"null
Equilibrage E

G
—o Vs+
— Short circuit protection
— Offset voltage null capability
— Large common-mode and differential
F voltage ranges
Output — Low power consumption
Sortie — No latch-up

Qs
R1 — Protection contre les courts-circuits
1k . — Possibilité de régler la tension de décalage
S0k 1k G o 50k D 'S 3 I'entrée
Offset null — Gamme étendue de tension en mode commun
Equilibrage et différentielle
— Faible consommation
— Absence de Latch-up.
A|B(C|D|E|F|G|H
PIN CONFIGURATIONS|10.09 |1]2/3]al5]6|7 |8
BROCHAGES
CB-98 (1|2(3|4|5|6(7 |8
2/13
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SF.C 2748

FEED-FORWARD COMPENSATION
COMPENSATION AVANCE DE PHASE

1N 4148 10ke
—> =5
3
b
1N 4148
“l;\ Lo 4
10 k2
V| O S
Vo
3
LARGE SIGNAL FEED-FORWARD
TRANSIENT RESPONSE
AVANCE DE PHASE GRANDS SIGNAUX
REPONSE TRANSITOIRE
10 fvg =15V
N
3 75 |CL = 10°pF
H tamb = 25°C
-2
>0 5
e l
ot
B s 2 | |
A~ ’ \
R
8%
3g o
-25

Response time (us)
Temps de réponse
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SF.C 2748

TYPICAL APPLICATIONS

APPLICATIONS TYPIQUES .
PRACTICAL DIFFERENTIATOR
DIFFERENTIATEUR SIMPLE
c2
1l
1)
R2
— —
+15V O -15V
c1
B R1
v, o—r————]}

OPERATING WITHOUT A NEGATIVE SUPPLY
FONCTIONNEMENT SANS ALIMENTATION NEGATIVE

R1

+20V

<

]
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SF.C 2748

PULSE WIDTH MODULATOR
MODULATEUR LARGEUR IMPULSION

R1 R2
VI 100 k2 100 k2
X I
45y O—F 3
+15V -15V
Vo
O
R3
10kQ
—————¢
Cl o
0,47 uF R4
100 kQ
—1
1
'C = —
2r R2C1 N
=y D1
fo= X ooy
2r R1C1 RS
1 100 @
= 27R2c2 D2
62V
fc<fn <f unity gain
gain unité

FREQUENCY COMPENSATION
COMPENSATION EN FREQUENCE

FoLENCE
Vg =f15V

|'lll'.-l. R =2kn
: 20 tamb =25°C |
Q
c
550 1\ ||
8 § No overshoot
ge . Sans rebondissement
°s 5 NS (CL < 100pF) ]
K<} g NN\
5
3
S ; 2% overshoot'%
E- 'E Rebondissement 2 N
53 1 [-(c, < 20 pF) =
Q
oslL 1 | | |

10 20 30 40 50 60 70

Closed loop voltage gain (dB)
Gain en boucle fermée

5/13
253



SF.C 2748 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
_ PARAMETERS symsoLs|  TEST CONDITIONS vaALEURS __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. |MAX UNITES]
Input offset voltage Rg < 10kQ
Tension de décalage & I'entrée Voi L— +25°C ! 5 mv
Input offset current =
Courant de décalage 8 I'entrée oy tamb +25¢°C - 20 {200 | nA
Input bias current =
Courant de polarisation moyen IB tamb +25°C 80 | 500 nA
Large signal voltage gain Vo= t10V R > 2kQ
Amplification en tension Ay tyop +259C 50 | 150 VimV
Supply voitage rejection ratio
Toux de rijection db aux al 7 SVR |Rg < 10kQ 30 | 150 | puV/V
Supply current —
Courant fourni par les alimentations lcer lCC2 amb +25°C 1.8 2'8‘ mA
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR R s < 10 kQ2 70 90 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur v 20mV
| = m
Rise ti CL<100pF RL:2kQ
ise time f A
Temps de transition & la croissance YTLH unity gain 0,3 us
gain unité
t = +25°C
Overshoot amb
Rebondissement 5 %
Input resistance =
Impédance d'entrée (différentielle) 2 | tamp +25°C 03| 2 mMQ
Output resistance _ .
Impédance de sortie Zg tamp~ +25°C 7% Q
Slew rate R > 2k unity gain
Pente maximale du signal de sortie Svo G +25°C  gain units 0,5 Vius
RL>10kQ +12 ]| +t14
Output voltage swing \
Dynamique de sortie opp \
R > 2kQ +10| £13
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SF.C 2748 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
TEST CONDITIONS VALUES
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP.IMAX UNITE:
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée VDI RS < 10k$2 6 mv
t =+125°C C
Input offset current | amb 200 nA
Courant de décalage 3 I'entrée DI tamp = —55°C 500
am|
= +125°
Input bias current Ig tamb 125°C 0.5 uA
Courant de polarisation moyen
t,p = —55°C 15
amb
Large signal voltage gain Vg =215V R > 2kQ
Amplification en tension Ay Vo= £10V 25 V/mV
Vo = 15V
S
tamp T 125°C 1225
Supply current | | mA
Courant fourni par les alimentations cci1-'cc2 v 5V
s =1
19 | 33
tymb = —55°C
Input voltage range
Tension d’entrée limite Vimax +12 Vv
Output short-circuit current -
Courant de court-circuit tamb +25°C 25 mA

. These specifications apply for V§ = *15V, —=55°C < tamb < +125°C, C1 = 30 pF unless otherwise specified
NOTE 1- spacifications applicables pour Vs = * 15 V, =559C < tamp <+1259C, Cy = 30 pF ssuf indications contraires
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SF.C 2748 M

INPUT VOLTAGE RANGE OUTPUT SWING
TENSION D’ENTREE LIMITE TENSION DE SORTIE DISPONIBLE
20 20
7. 3 15 j
RN ]
g8 P s < //
& S8
g5 12 23
§t 7 Ei:
S5 8 A 53
> /7@\‘7 e o3
59 7 W 23
asg 2
£
0 0
5 10 20 .10 15 20
Supply voltage (£V) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN SUPPLY CURRENT
GAIN EN TENSION COURANT D’ALIMENTATION
100 25 ]
|
~-55°C
—_ 94 <s 2 tamb™ S
g ES
kel -2 ~5°C
=S 88 T8 1,5 put \amb’25
'z 2 28 l
of o 3
o= o o%
25 82 ﬁ\“‘ \ & 1 ~125°C
= 1iMm? =35 tamb™
o3 Mif al @
s Qs
>0 33
76 i 0,5
70
5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (£V)
Tension d’alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN INPUT BIAS CURRENT
GAIN EN TENSION COURANT DE POLARISATION D’ENTREE
120 J 400
| . $
o -
a "o o= ] —§ 300 f—t,y=-55°C
=l B s <> R
3 cs I
£ tamb=25°C pegs
g¢ o , £3
o8 100 5~ I g% 200
DS 3
LK) 39
£ =T_125°C o3 =250
K o' gs tamb=25°C
90 S % 100 S
58 [ o
e S tamb=125 ° C
80 0 ] ] |
5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (£V) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d‘alimentation
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SF.C 2748 M

CURRENT LIMITING
LIMITATION DU COURANT DE SORTIE

15 T
Vg =15V
2 Ny
2
S \
S5 10
23 & Fl
Y 3 E)
of o [
€ W
£8 [ )
é% bl o
s 5 S Q
or
0

0 5 10 15 200 25 30

Output current (tmA)
Courant de sortie

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

Input current (nA)
Courant d’entrée

INPUT CURRENT
COURANT D’ENTREE
400,
Vg =%15V
300.
\\
200 \; Bias current
Courant de pelarisation
JOffset currentf
[Courant ré:idush\
100 _|-~g
\\
V]
—75-50-25 0 25 50 75 100 125

Temperature (°C}
Température

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

L ‘0 T
100 famp=25°C.__ N T sirs v
o Vg =%V % 12 >
o )
2, s
£§ €0 &3 \ C1 =3 pF
gg C1 =3 pF ot 8
9% 40 43
o
@ s 5 Q
e 20 2 ’:
O'x 5 )
>é €y =30 pF \'\ g8 o
0 ! 38 \ N
= N
—20 v I N\ olCLTE2RF | [N (1IN
110 100 1k 10k 100k 1M 10M 1% 10k 100k ™ 10M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence

Voltage swing (V)

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SUIVEUR)
10

8|
6
- -
K3 4 \ Input I-q.f I
£ 2 Entrée t
] | ==
8 V] Output
5 -2 .mia
S
-4
& o T
-6 tamb=25°C
-8 Vg =15V
—10 [ 11
0 10 20 304050 60 70 80
Time (us)

Temps




SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS vALEURS  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.[MAX. UNITES]
Input offset voltage Re < 10kQ
Tension de décalage & I'entrée Vpi tafnb: +250C 2 6 mV
Input offset current =
Courant de décalage & I'entrée Ini tamb +25¢°C 20 | 200 | nA
Input bias current -
Courant de polarisation moyen lB tamb‘~ +25°C 80 500 nA
Large signal voltage gain Vo=+¢# 10V R > 2kQ
Amplification en tension Av tami= 250C 20 150 V/mV
am
Supply voltage rejection ratio
Taux de réjection d0 aux ali i SVR Rg < 10 kQ 30 | 150 | uV/V
Supply current -
Courant fourni par les alimentations |C(.‘.1 'ICC2 amb +25°C 1.9 28| mA
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun CMR RS < 10kQ 70 90 dB
Follower amplifier
Amplificateur suiveur
V| = 20mV
Rise ti C_ < 100pF R; = 2k
ise time d .
Temps de transition 8 la croissance trLy | unity gain 0,3 us
gain unité
t, = +25°C
Overshoot amb
Rebondissement 5 %
Input resistance =
d. d’entrée (diffe ielle) Z| tamb +25°C 03 2 MQ
Output resistance —
Impédance de sortie ) tamg= +25°C 75 Q
Slew rate s R > 2kQ unity gain
Pente maximale du signal de sortie VO b +25°C  gain unité 05 V/us
R > 10kQ +12| 14
Output voltage swing
Dvnamique de sortie VOPP V]
R > 2kQ +10| £13
10/13
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SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS VALUES
MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Input offset voltage
Tension de décalage 3 I'entrée Vbi Rg < 10 k2 7,5 mV
Input offset current
Courant de décalage 3 I‘entrée IDl 300 nA
Input bias current .
Courant de polarisation moyen s 800 | nA
Large signal voltage gain Vg =215V R > 2kQ .
Amplification en tension Ay Vo= 10V 15 VimV
Supply current i Vg =215V
Courant fourni par les alimentations §ICC1 'ICCZ RL > 2kQ 2 33 mA
Input voltage range v 12| 13 v
Tension d’entrée limite Imax -
Output short-circuit current = +25°
Courant de court-circuit tamb c 25 mA
NOTE 1 - These specifications apply for Vg =+ 16V, 0°C < tamb < +70°C unless otherwise specified

Spécifications applicables pour Vg =X 15 V, 0°C K tamp < +70°C sauf indications contraires

1113
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SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC

INPUT VOLTAGE RANGE.
TENSION D’ENTREE LIMITE

QUTPUT SWING
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE

20 20
s 2
*H 16 .g
£ P -3
g o 23
2g 12 Lo
s 2%
3% s A0 e
2 W o 58
=S A S\ 3
32 58
% 4 oR
0 o !
5 10 15 20 5% 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN SUPPLY CURRENT
GAIN EN TENSION COURANT D’ALIMENTATION
100! 2,5
94 = 2
= <
) S
ke £3 =" 25°C
8§ = =5 15 tamb=2°
88 eE
& ) 38
g% ® Wl >80
o3 Min as
8
>0 g- 3
76 a8 o5
70
5 10 - 15 5 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d’alimentation Tension d‘alimentation
VOLTAGE GAIN INPUT BIAS CURRENT
GAIN EN TENSION COURANT DE POLARISATIQN D’ENTREE
120 400
$
110 g
— )
% % S 300
= fam— £s
£ '§ /// temb=25°C e §
S5 100 5 S€ 200
8¢ e
s 8 )
35 8g famn= 2572
>c 9% 8% 100
’é 8
28
80 o
5 10 15 20 5 10 15 20
Supply voltage (V) Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation Tensjon d‘alimentation
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SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC

CURRENT LIMITING INPUT CURRENT
LIMITATION DU COURANT DE SORTIE COURANT D’ENTREE
15 T 400 - - )
Vs =15V Vs =15V |
2
8
I3 300
<% 10 2 \
23 - £,
-2 P
2t \a.a — SE 200 Bias current
E § I3 ‘;‘, S ourant dg polarisation
= : 5 % - St [Offset currentt N
328 o E g 0 Courant résidue|
&3 100
3 co
o1 =° N
. -
0 : i 0
) 5 10 15 20 25 30 ~75-50 —25 0 25 50 75 100 125
Output current (+tmA) Temperature (°C)
Courant de sortie Température
OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX
120 1 16 [ mT 1 51' gr
tamb=25°C == tagmb=25°C
100 N va: rivie 2 Vg =ti5V
‘E 12 U
g ® s§ I
2. 2% tH—
cg 60 —.o Cq =3pF
85 1 =3F £ o
[ 40 3Sa
S ]
355 2 EH
o8 2
>0 C1 =30 pF \ oa 4
] =30p 33 C1 =30 pF
0 N or ) s . N
20 oL LT TN TN
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1k 10k 100k ™ 10M
Frequency (Hz) Frequency (Hz)
Fréquence Fréquence

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SUIVEUR)

10
8
< 6
>
;s 4 — Input =
58 \ Entrée=1 [ [
”3 | [
&s O Output
88 Sortie
58 2
SR ]
-4
b ol = T
—6 tamb=25°C
-8 Vg =H15V
-10 L1l
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Time (us)
Temps
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SF.C 2761

OPERATJONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Type ::‘,:::ge G%;,’:,?ﬁ?&é’?;ﬁ; Storage tef:‘ferature Vs p* v D Vi | 'omax. tjmax.

ante de foncti ’ (V) [ (mW) | (V) | (V)| (mA) | (°C)

SF.C2761C |[CB-107 0°C, + 70°C —65°C, +150°C |18 | 500 | *2 | +Vg 70 150
SF.C 2761 DC | CB-116 0°C, + 70°C —40°C, +125°C [ +18| 500 | 2 | +Vg 70 150
SF.C2761M (CB-107 -55°C, +125°C -65°C, +150°C | 18| 500 | 2 | Vg 70 150
SF.C 2761 PM | TO-91 —55°C, +125°C -66°C, +150°C | £18| 500 | %2 |+Vg 70 150
SF.C2761T |CB-107{ =25°C, + 85°C —65°C, +150°C | %18| 500 | *2 | Vg 70 150
SF.C 2761 DT | CB-116] —25°C, + 85°C —40°C, +125°C | £18| 500 | £2 | +Vg 70 150

* = =
Ren(j-c) = 45°C/W, Ryp(jg = 150°C/W — CB-107

= and
Rth(j-a) = 190°C/W — CB-116 °" TO-91

General description

Description générale

The SF.C 2761 is a general purpose operational
amplifier built on a single silicon chip. It provides a
high voltage gain and an excellent temperature
stability.

Frequency compensation is obtained with a single
50 pF capacitor. The amplifier is built with an
input protection ; the principal advantage is the
possibility to deliver an output current of 70 mA.
The SF.C 2761 is specified over a large supply voltage
range :22Vto+18 V.

The SF.C 2761 C is specified over a 0°C to 70°C
temperature range.

Le SF.C 2761 est un amplificateur opérationnel d’usage
général & structure intég lithic 1l p un

gain en tension élevé ainsi qu'une excellente stabilité en
température.

La compensation en fréquence est réalisée avec une seule
capacité de 50 pF. L‘amplificateur comporte un circuit de
protection & I%entrée ; le principal avantage est de pouvoir
fournir un courant en sortie de 70 mA.

Le SF.C 2761 est spécifié dans une large gamme de tension
d‘alimentation : £2 V 4 £ 18 V.

Le SF.C 2761 C est spécifié dans une gamme de température
de0°Ca70°cC.

THOMSON - CSF
DIVISION_SEMICONDUCTEURS

75-07  1/12
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
TO-91(cB-86) Top view CB-107 Top view CB-116 Top view
FLAT PACKAGE Vue de dessus | METAL CAN Vue de dessus | DUAL IN LINE Vue de dessus
Boltier plat Boltier métal PACKAGE Output
OBI?I;:";:DI‘ Sortie
f‘roquoncy compensation Frequency = Frequency ——
en C ® Ou -compensation
Vet | Q— Sk’ | Soppenation
r ) vte ©v~
+C =
C ) @
- + @ + -
— . - IRY) = \"
o] | \
Etrdes Sortie' Entrdes Extrdes
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
G
OoV+
Frequency compensation
B Compensation en fréquence | — High input impedance
— E . .
— High voltage gain
Inputs .
Entrmc Output| — Excellent temperature stability
+Ot—"F1—¢ sFoma — Output current : 70 mA
— Supply voltage range : + 2 Vto+ 18 V
- Haute impédance d‘entrée
D — Gain en tension élevé
v— — Excellente stabilité en température
— Courant de sortie : 70 mA
- de tension d’alii :*2vatigy
B{c[o|e[F|e neion @ ’
g};%g/./oNFlGURAHONS cB-116 |3 2| 4 5
CB-107 (4136 712
cB91 [5|3|6|10|8] 1
212
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC

MEASUREMENT DIAGRAMS
SCHEMAS DE MESURE

(Pin connection for CB-107 can)

(Brochage du boitier CB-107)

NON-INVERTING AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR

INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR INVERSEUR

+
f Vv vt
3,9 pF
300 k2 2k 'l 2 k2
A 18 ({2
1 w
\ 18 kQ ‘
§7 JLO "" -
Output 390 pF —0
6 * L ]
Sort, - | Output
" % im -I- «l;— T -
22 pF v OoV™
&%
TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES
INVERTING AMPLIFIER NON-INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR INVERSEUR v+ AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR  \+
R=1kQ 100 kQ2 2k
R N N
SCHMITT TRIGGER POWER AMPLIFIER
TRIGGER DE SCHMITT AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
v+ ————ov*
R 2 kﬂé
'—-QN 3441
1k 100 kQ
Rq
10 kQ RL
Vlo—m— — RL VO
1009
. " Vof
1 BDX 16
¥R2 )
—00 (Vo
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

PULSE GENERATOR SELECTIVE AMPLIFIER v+
GENERATEUR D’IMPULSIONS AMPLIFICATEUR SELECTIF
e V+
>
1@ R1 R1 2ka
100 kﬂx—_l < 15 kQ 15 kQ
¢ l'
100kQ
7 | orLn
120 Q 3 L M
L 35 kQ
=22 nF
500 2 10kQ
o
1k 1kQ ., 16
v Vo
1
‘ 47 pF
—O 1 10 kQ —
R\ AN N
fom
2nR1C1
AC-DC CONVERTER
CONVERTISSEUR ALTERNATIF-CONTINU V+
o

10 kQ

k2
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'SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC

"ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES’
PARAMETERS symgoLs| ~ TEST CONDITIONS VALEURS __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. | TYP.[MAX. (UNITES)|
Input offset voltage v RL=2kQ Rg =60 Q
Tension de décalage & I'entrée DI tamb = 25°C 6 mv
Input offset current _ _ oE°,
Courant de décalage & I'entrée Ipi RL=2kQ tamp=25"C 80 | 300 | nA
Input bias current _ 9E°,
Courant de polarisation moyen 's tamp =25"C 05 1 A
R =2kQ f=1kHz
L b = 25°C 81,5 85
Large signal voltage gain Ry = 10k f=1kHz
Amplification en tension Ay tamb = 25°C 90 dB
RL =2kS f=1MHz
tamb = 25°C 43
Positive supply current °
Courant fourni par I'alimentation lect tamb=25C 1,8 | 25 | mA
positive
Averagef ftempelrature coefficient of
input offset voltage — A
Coefficient de température moyen de la DVD' Rs 60 2 6 uv/ec
tension de décalage
Average temperature coefficient of
input offset current DI Re= 60 Q
Coefficient de température moyen du DI S 03 nA/°C
courant de décalage
Supply voltage rejection ratio t =250C
Taux de réj G aux ali i SVR amb 25 | 200 | uv/V
Common mode rejection ratio Ry =2k t =25°C
Taux de réjection en mode commun CMR L amb 65 7 d8
Input resistance = — 25°
édance dentrée (différentialle) Z f=1kHz  tyyp=257C 200 kQ
Slew rate S tamb = 26°C
Penta maximale du signal de sortie (note 2) Vo amb 9 Vips
Output voltage swing Vv ° R =2kQ +14
Dynamique de sortie opPP tamb=25"C R =620 +12 v
Input voltage ran _ 25° _
Tsssion d'ln?ric Iimg;e Vimax tamb=26'C R =2k +12 (135 \
Internal power dissipation RL=2kQ, Vg =0
Puissance dissipée P tamb = 25°C 170 | 190 | mW
NOTE 1: These specifications apply for 0°C < tgmp < +70°C, Vg =+ 15 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour 0°C <tgmp < +70°C , Vs =t 15V sauf spécifications contraires
NOTE 2 : May be improved up to 18 V/us in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams)
Peut étre portée & 18 V/ius en amplificateur inverseur (voir schémas de mesure)
5/12
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SF.C 2781 C, SF.C 2761 DC

INPUT OFFSET VOLTAGE VARIATION INPUT OFFSET VOLTAGE
VARIATION DE LA TENSION RESIDUELLE D’ENTREE 5 TENSION RESIDUELLE D'ENTREE
08
-3 Y
E E LAVDI=VD| (R)=Vp (2kQ) Vg =+ 10V
E g 04 s 4 RL‘ =2k
< Ky 8
-g § - _E/g:
=8 S
53 0 g s
§ s V g = +10V § %
D / 5% 2 ——
o8 3
>e =Y
Se 8§
° 8 3%
i g
3.9
[
£3 12 0 —
10 103 104 10° 0 20 - 60
Load resistance ($2) Temperature (°C)
Résistance de charge Température
VOLTAGE GAIN VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION GAIN EN TENSION
920 90
Vg=+10V
@ @
2. 2. -
£9Q £
3¢ 80 S¢ 80
] o8
gs gs
55 £
>3 >8
Vg=110V
70 [ 111 70
102 10° 104 10% 20 40 %
Load resistance (S2) Temperature (°C)
Résistance de charge Température
OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE
100
Vg =+ 10V
80 RL =2kQ
g
*E'g 60 \ Ay
=%
°’§ » — 200 -
g5 40 Nav] N Ji heo®
- -~
o3 120
>3 Cy =47 23
1=47 pF <
20 v 80 £ 8
40
0 A 0
104 104 108 108
Frequency (Hz)
Fréquence
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC

INPUT VOLTAGE RANGE TRANSFER FUNCTION
10 TENSION D’ENTREE LIMITE CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT
12 T T T T
R'. =2k + 1b Vv
s 8 8 |
5t s Fev
183 oe 4 +
‘2% 8 §§ =12V
§ € Se 0
S8 l >3
T 4 ,/ 55 |
<$ *Vi max A/ Vi ma % 4 ]
] O
g5 2 V4 oF
£ P’ -8
0 -12
o 5 10 -3 -1 1 3 5 7
Supply voltage (+ V) Input voltage (mV)
Tension d’alimentation Tension d’entrée
TRANSFER FUNCTION VOLTAGE GAIN
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT 100 GAIN EN TENSION
12 T 1
s=% 10
8 €0
s, g —
o
gt c§ ©o
£3 'E%
0y O og
>3
55 L &5 40
e..g —4 + L= 50 % £
38 1500 >3
-8 L H—140 2 R =2 kQ
—{2 k9 L=2 -
-12 1 L : 0 [ [ 1
-3 -1 1 3 5 7 0 5 10
Input voltage (mV) Supply voltage (£ V)
Tension d’entrée Tension d‘alimentation
INPUT CURRENT INPUT OFFSET CURRENT
1 COURANT D’ENTREE COURANT RESIDUEL A L’ENTREE
1
Vg= 210V 0o Vg= t 10V
R =2kQ - R =2k
- € %
< - g
Tt g2
£5 os 55 so[™
3% 53 ——
FA N — 55
£8 = 58
23
£q
0 0
C 20 40 60 0 20 40 60
Temperature (°C) Temperature (°C)
Température Température
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SF

.C 2761 M, SF.C 2761 PM!

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

(Note 1)

VALUES
VALEURS
PARAMETERS symeoLs|  TEST CONDITIONS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE TYP. UNITES)
MIN. 250C MAX.
R =2kQ
Input offset voltage Vv L= t = 25°C 4 mV
Tension de décalage 3 'entrée DI lrg =600 amb
Input offset current = tamb = 25°C 50 | 100 | nA
Courant de décalage a I’entrée ID' RL 2kQ amb
Input bias current Ig tamb = 25°C. 03 |07 | pA
Courant de polarisation moyen
R =2kQ = 0
L t, =25°C 85 | 87
£ =1kHz _°mb
Large signal voltage gain A R =10kQ tymp = 25°C 92 dB
Amplification en tension v f =1kHz
RL=2kQ ¢ =25°C 43
f_ =1MHz °™P
Positive supply current
Courant fourni par I'alimentation |CC1 tamb = 2%5°C 18 25 mA
positive
Average temperature coefficient of
input offset voltage DVp, tRg =600 6 25 juv/°C
Coefficient de température moyen de la
tension de décalage
Average temperature coefficient of
input offset current Dlp, |Rg=60Q 03 | 1,6 |nA/°C
Coefficient de température moyen du
courant de décalage
Common mode rejection ratio _ _ 285°
Taux de réjection en mode commun CMR RL = 2kQ tamb=25C 70 81 dB
Input resista
moé resusd'e:ct;’ (différentielle) Z if = 1kHz |tyy,=25°C 200 kQ
Slew rate _ oE°
Pents maximale du signal de sortis(note 2)| VO tamp =25"C 9 Vius
Output voltage swing RL =2k
Dynamique de sortie Vorp R = 6200 v
Input voltage range = = 9250
Tension d‘entrée limite Vimax RL =2kQ tamb = 25°C 12 | #135 v
Internal power dissipation l:‘|_ =2kQ =
Puissance dissipée P Vo =0 tamb = 25°C 170 | 180 | mw
NOTE 1: These specifications apply for —65°C < tamp < +125°C, Vg = +15 V unless otherwise specified

NOTE 2 :

Spécifications applicables pour

—55°C Stamp < +125°C, Vg =+ 15 v sauf spécifications contraires

Peut étre portée 4 18 V//us en amplificateur inverseur (voir schémas de mesure)

May be improved up to 18 V/us in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams)
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SF.C 2761 M, SF.C 2761 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. | MAX. UNITES|
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Voi Rg < 609 6 | mv
Input offset current
Courant de décalage 3 I'entrée Ipi 300 [ nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen g 1 HA
Large signal voltage gain Vg = 16V
Amplification en tension Ay ¢ s — 1KHz R >2kQ | 80 dB
Supply voltage rejection ratio — 950
Taux de réjection db aux alimentati SVR | tamp=25°C 25 | 200 | uv/v
NOTE 1: These specifications apply for —=55°C < tamb < +125°C, Vg = * 15 V unless otherwise specified
Spécifications applicables pour —55°C <tamp < #125°C, Vg = 15 V sauf spécifications contraires
9/12
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SF.C 2761 T, SF.C 2761 DT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
: VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T?;,g?,’}g,g'pi“s VALEURS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. | TYP.[MAX UNITES|
Input offset voltage Vv RL=2 k& Rg =60 Q 6 v
Tension de décalage & I'entrée DI tamb = 25°C m
Input offset current - =25°
Courant de décalage & I'entrée ID' RL_ 2 k&2 tamb = %°C 80 300 nA
Input bias current — 25°
Courant de polarisation moyen lB tamb =2cC 0:5 1 I‘A
R =2kQ f=1kHz
815| 85
tamb = 25°C
Large signal voltage gain R = 10kQ f=1kHz
Amplification en tension AV tamb = 25°C 20 d8
R =2k f=1MHz
L= b = 25°C 43
Positive supply current °
Courant fourni par I'alimentation |cc1 tamp=25C 18| 25 | mA
positive
Average ﬁtempe:‘ature coefficient of
input offset voltage -
Coefficient de température moyen de la DVp, Rg= 600 6 uv/ec
tension de décalage
Average fftemperature coefficient of
input offset current DI Rg = 60 Q °
Coefficient de température moyen du DI S 03 nA/°C
courant de décalage
Supply voltage rejection ratio t =250
Taux de réjection di aux ali it SVR amb ¢ 25 | 200 |uV/V
Common mode rejection ratio po = = 25°
Taux de réjection en mode commun CMR RL=2k2 tamp =25"C 65 79 dB
Input resistance = = 25°
Inddans Semecbe (dit . Z, f=1kHz tamb = 25°C 200 kQ
Slew rate S, _ oE°
Pente maximale du signal de sortie (note 2) vo tamb =25°C 9 Vius
Output voltage swing ° R =2kQ +14
Dynamique de sortie VOPP tamp = 25"C R =620 Q 12 v
Input voltage range — 25°
Tension d'entrée fimite Vimax | tamb=25C R_=2kQ 12 |+135 v
Internal power dissipation R =2k, Vg =0
Puissance dissipée P L tamb = 250% 170 | 190 | mW
NOTE 1: These specifications apply for —25°C < tamp < +85°C, Vg =+ 15 V unless otherwise specified

Spécifications applicables pour

NOTE 2 :

—25°C <tamp < +85°C , Vg =* 15V sauf spécifications contraires

Peut étre portée & 18 V/us en amplificateur inverseur (voir schémas de mesure)

May be improved up to 18 V/us in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams)

10/12
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SF.C 2761 M, SF.C 2761 PM. SF.C 2761 T. SF.C 2761 DT

Output voltage (V)

Voltage gain (dB)
Gain en tension

Input voltage range (V)
Tension d’entrée limite

TRANSFER FUNCTION
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT

16 T 1
R =2k Ti5V
12 1]
t10V
8 l ]
g :
g 4 1 5V
2
]
)
s vs=2vJ]
g —4
R
-8
—-12
-15

-4 =2 0 2 4 6 8
Input voltage (mV)
Tension d‘entrée

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE

Vs=£‘10V/":15V
R =2kQ
80 \‘\ L I 320
N Y\ ~ —
60 \\ \\V 20 O
e
40|——Cq =16 pF \XI 160 §’§°
~ | N\
0 \‘
107 10° 10" 102 10° 10% 10°
Frequency (kHz)
Fréquence
INPUT VOLTAGE RANGE
TENSION D’ENTREE LIMITE
14
L
12
10 A /
4
s /|
" 4
6 ——+V max 74
4 /—Vlmax
2 V4
oL [

2 4 6 8 10 12.14 16

Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation

Output voltage (V)
Tension de sortie

-16

Outpurt swing (V)
Tension de sortie

Voltage gain (dB)
Gain en tension

TRANSFER FUNCTION
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT

1] Ty
Vg=*£15V

12

8

4

0

—4 2kQ

_8 l 1kQ
/

-12

-4 -2 0 4 6 8
Input voltage (mV)
Tension d’entrée

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX

16
14
\~\~
12
Vg =100
10 \ NCi =0 TT]
8 Vg=1
6 Cy=18pF
4 \‘ \
) \\ N
W\ N
10" 2 5 102 2 8 0°

Frequency (kHz)
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VOLTAGE GAIN
GAIN EN TENSION

R =2kQ //
84Ftnb =25°C 7
82
80 /’

74

0o 4 6 8 10 12 14 16

Supply voltage (V)
Tension d‘alimentation
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SF.C 2761 M, SF.C 2761 PM, SF.C 2761 T, SF.C 2761 DT

VOLTAGE GAIN INPUT OFFSET VOLTAGE
100 GAIN EN TENSION TENSION RESIDUELLE A L’ENTREE
tamb = 25°C Vs=t18V
+15V |
L~ s
= 20 A4 + 10V - E ®
2, | RIS
‘Vg=1% K
£3 gl | LA VemtsY g N\
o & / P o § % 0 N
g H 4 y 232 N
3 ™ £3 ~J
>¢ ¢ 2 [~
v 58
60 ac
£e
I —4
50— 3 ]4 5 5 2
102 5 10% 2 5 10* 2 59 102 2 10202 5q0%2 540°
Load resistance (£2) Load resistance (£2)
Résistance de charge Résistance de charge
INPUT OFFSET VOLTAGE INPUT OFFSET CURRENT
5 TENSION RESIDUELLE A L’ENTREE COURANT RESIDUEL A L’ENTREE
T T T T
s, e i
- L=
£ 8= g 80
=g P
gs 2 5
23 1 53 oy
23 ]
23 © 23
B " 9
£8 -1 — £ 40
o o Ow —
g8 -2 58
32 23
gg -3 £8 =
—4
— 0
-25 0 25 50 75 100 125 —26 0 25 50 75 100 125
Temperature (°C) Temperature (°C)
Température Température
INPUT BIAS CURRENT VOLTAGE GAIN
COURANT D'’ENTREE % GAIN EN TENSION
— T T
_ RL=2ka | R_=2ka :t|15v
< f =1kHz .
3 o & — I
€ gg — 10V
e kel ———
58 os c£§ @& —
58 — &5
2o [ =]
o« \ s "
=§ oe ~— g8 et Vg=%5V
5 S
g '§ >3 ]
0,2 74
o 70
=25 0 25 50 75 100 125 -25 0 25 50 75 100 125
Temperature (°C) Temperature (°C)
Fempérature Température
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SF.C 2776

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL PROGRAMMABLE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air o h
Type Package| temperature range | Storage temperature |Vec | P | Vip | V(1) Ci:‘:&‘:‘ short(2)
Boitier : d:g P Tempé de (V) [ (mW)| (V) [(V) | puration
SF.C2776 M |T0-99 | —55°C, +125°C —65°C, +150°C | +18 [ 500 | +30 | *15
SF.C 2776 KM| TO-116| —55°C, +125°C —65°C, +1560°C | +18 | 670 | +30 | +15
SFC2776PM | TO.91 | —55°C, +125°C | —65°C, +150°C | +18 | 260 | 230 | x15 | jndefinite
SF.C2776C |T0-99 0°C, + 70°C —65°C, +150°C | +18 | 500 | +30 | 156
SF.C 2776 DC | CB-98 o°C, + 70°C —55°C, +125°C | +18 | 310 | +30 | 15

(1) - For supply voltages loss than = 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
Pour des tensions d‘alimentations inférieures & % 15 V, la tension d'entrée maximale est égale 3 la tension d’alimentation.

(2) - Short circuit may be to ground or either supply. Rating applies to +125°C case temperature or +75°C ambient
temperature for IgeT < 30 A,
Le courtcircuit peut se produire soit avec la masse soit avec I'alimentation. Cette limite est valable pour des températures

bortier de +125°C (série M) ou + 75°C (série C) pour un courant de réglage <30 uA.

General description

Description genérale

The SF.C 2776 programmable operational amplifier
is characterized by high input impedance, low supply
currents and low input noise over a wide range of
operating supply voltages.

Coupled with programmable electrical characteristics
it is an extremely versatile amplifier for use in high
accuracy, low power consumption analog applications.

Input noise voltage and current, power consumption,
and input current can be optimized by a single resistor
or current source that sets the chip quiescent current
for nano-watt power consumption or for characteris-
tics similar to the SF.C 2741.

Internal frequency compensation, absence of latch up,
high slew rate and short circuit current protection
assure ease of use in long time integrators, active
filters, and sample and hold circuits.

L‘amplificateur opérationnel programmable SF.C 2776 est
caractérisé par une forte impédance d‘entrée, un faible
courant d‘alimentation et un faible bruit & I'entrée dans une
plage due de tension d i

Ces jstic iées avec des iq élec-

triques prog bles en font un -amplifi utilisable

dans une gamme trés dué d‘applicati logic
une faible et une grande précision.

Le courant et la tension de bruit & I’entrée, la consommation
et le courant d’entrée peuvent étre optimisés par une simple
résistance ou une source de courant qui régle le courant de
repos permettant d’obtenir une consommation trés faible
(quelques nano-watts) ou des caractéristiques équivalentes &
celles du SF.C 2741.

La ion en fr interne, l'ab de “latch
up”, la grande pente du signal de sortie et la protection contre
les courts-circuits le rendent particuliérement facile & utiliser
pour les intégrateurs a longue durée, dans les filtres actifs ou
les circuits d’échantillonnage.

THOMSON - CSF
DIVISION_SEMICONOUCTEURS,

SesEsSEn’
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SF.C 2776

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES
TO-99 (cB-11) TO-116 (CB-2)
METAL CAN DUAL IN LINE PACKAGE
Boitier métallique Bortier enfichable
Top view Top view
Vue de dessus Vue de dessus

N.C.N.C.H G F E N.C.
14 13 1211 10 9 8

imininininining

¢ D
pguguoaougy
1 2 3 4 5 6 7
N.C.N.C.CA B C D N.C.
N.C : No connected
Non connecté
TO-91 (cB-86) CB-98
FLAT PACKAGE DUAL IN LINE PACKAGE
Bortier plat Boitier enfichable
Top view Top view
Vue de dessus Vue de dessus
H G F E
8 7 6 5
N.C. 1 [ J 10 N.C. nonn
A 21 — 19 H
B 3 18 G D
C 4l 17 F
oSt 1o E oogd
1 2 3 4
A B C D
N.C : No connected
Non connecté
Principal features Données principales

— Micro power consumption

— No frequency compensation required
— Wide programming range

— High slew rate

— Short circuit protection

— Trés faible consommation

— Compensation en fréquence interne
— Grande plage de programmation

— Grande pente du signal de sortie

— Protégé contre les courts-circuits
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SF.C 2776

PINS CONFIGURATION
BROCHAGES
TO-99 TO-116 TO-91 CB-98

Offset null

Equilibrage A 1 3 2 1
Inverting input

Entrée inverseuse B 2 4 3 2
Non-inverting input

Entrée non inverseuse C 3 5 4 3
Vee D 4 6 5 4
Offset null
|Equilibrage E 5 9 6 5
Output

Sortie F 6 10 7 6
Vée G 7 n 8 7
IseT 8 12 B 8
Courant de réglage
SCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

AO——e

Rt | R2
10k 10 k.

Q18

<

mO-

L
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SF.C 2776

RESISTOR BIASING
REGLAGE PAR RESISTANCE

B8O——4

co—|

RSET connected to ground
Rési de réglage ée & la masse

RSET connected to Voo

de réglage éeau —V oo
Recommended for : Va~<% 6V
" cC
Recommandé pour

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TRANSISTOR

FET CURRENT SOURCE BIASING
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT ATEC

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT
CIRCUIT D’EQUILIBRAGE

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE

4/25
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SF.C 2776

SELCUMETASARNCTION iy counrions
COURANT DE REGLAGE EN FONCTION S‘;Z‘L‘}g%"'s DONNANT LE COURANT DE
DE LA RESISTANCE DE REGLAGE
RseT
2P \\ \\
[V AN IS
RSN
\\\ \ \\\\ )6\1/
ol 16\ \\ SN : =V60 -0,7-Vce
1MQ °\\:<}‘ \) S SET RseT
\ N —
5| L ~ L\ NN where RgET is connected to Voo
T ‘\ N \\ lorsque la résistance de réglage est connectée au —VCD
s D, N, +
4 N N Vée - 07
100 kQ SN lseT = ~ g
R =
5T Rser to Ve \ where RggT is connected to ground
RSET 10 GND ————e lorsque la résistance de réglage est connectée a la masse.
okl L LI ] |
_ 4 6 2 4
0! 2 lo° 46 ]01 ISET(uA)

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR
(lsgT to Vee!

RESISTANCE DE REGLAGE DU COURANT DE REPOS
(réunie au —VCC)

IseT
Vee
1,5 uA 15 uA
15V 1,7 MQ 170 kQ
+3 vV 36MQ 360 k2

Note : The SF.C 2776 may be operated with
t6 V 7,5 MQ 750 k2 RSET connected to ground or V(.
Ce circuit SF.C 2776 peut fonctionner avec
la résistance de réglage réunie & la masse ou
au —-Vee

156 V 20 MQ 2 MQ
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25° =+ 1 =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamp=25°C  Vec=*15V SET = 'PH
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage
Tension de décalae & I'entrée Rs <10kQ Vpi 2 5 mv
Input offset current
Courant de décalage 4 I'entrée RS <10kQ IDI 07 3 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen g 2 75 nA
I nput resistance
Impédance d’entrée ZI 50 MQ
Differential input capacitance C. 2 pF
Capacité d’entrée différentielle id
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage VDImax 9 mV
Large signal voltage gain R >75kQ 5 5
Amplification en tension VO =+10V AV 2.10° 4.10
Output resistance R
Résistance de sortie o] 5 kQ
Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie |OS 3 mA
Supply current |
Caurgnt d‘alimentation cc 20 25 uA
Power consumption
Puissance consommée P 0,75 mwW

VI =20 mV
Risetime ) R >5kQ 4 16 us
Temps de transition & la croissance c L= 100 pF
Oversh Vi =20mv

vershoot

Rebondissement R >5kQ 0 %

C_ =100pF
Slew rate S
Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ vOo 0,1 V/us
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L =7 k2 Vorp 12 +14 \
6/25
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

—565°C<T <+125°C Vpee=215V | =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb cc SET
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage
Tension de décalage a I’entrée Rg <10kQ Vpi 6 mv
Tamb= 125°C 5 nA
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI
Tamb=—55°C 10 nA
Tamb=125°C 75 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = —55°C 20 nA
Input volitage range
T:l’;sion d’entrée limite le max £10 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 90 dB
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection 0 aux alimentati Rg <10kQ SVR 25 150 HVIV
Large signal voltage gain Ry >75kQ A 105
Amplification en tension Vg =t10V Vv
Output voltage swing R > V. + v
Dynamique de sortie L = 75k opP 10
Supply current | A
Courant d’alimentation cc 30 M
Power consumption
Puissance consommée P 09 mW
7/25
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25° =+ =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb=25°C  Vgc=+15V  Iggr=154A
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage
Tension de décalage a I'entrée Rg <10k Voi 2 5 mV
Input offset current
Courant de décalage a I'entrée Rg <10kQ ol 2 15 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen IB 15 60 nA
I nput resistance z
Impédance d’entrée | 5 MQ
Differential input capacitance .
Capacité d'entrée différentielle Cig 2 pF
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage VD Imax 18 mV
Large signal voltage gain RL >5kQ A 10° 4.10°
Amplification en tension VO =+10V v :
Output resistance
Résistance de sortie Ro 1 kQ
Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie los 12 mA
Supply current
Courant d’alimentation ! cc 160 180 uA
Power consumption P 54 W
Puissance consommée ”
V), =20mV
Rise time R, >5kQ
itie i L = 1 0,35 us
T d al r
emps de transition la croissance CL - 100 pF
Oversh Vi =20mVv
vershoot
Rebondissement R >5kQ 10 %
C_ =100pF
Slew rate .
Pente maximale du signal de sortie R L = 5kQ SVO 08 V/us
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L = 5kQ VOPP +10 13 \%
8/25
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

—55°C<T, <+125°C Vpe=:15V | = 15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb cc SET
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage vV
Tension de décalage & I’entrée . RS <10kQ DI 6 mv
Tamb= 125°C 15 nA
Input offset current 'DI
Courant de décalage a |'entrée
Tamb = —56°C 40 nA
Tamb = 125°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb= —55°C 120 nA
Input voltage range
Tension d’entrée limite Vlmax +10 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 90 dB
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection da aux ali ion: RS <10kQ SVR 25 150 uv/v
Large signal voltage gain R >75kQ A
Amplification en tension VO =+10V v 75.10°
Output voltage swihg V, + \%
Dynamique de sortie R L >75kQ OPP *10
Supply current 1 A
Courant d‘alimentation cc 200 M
Rower consumption P 6 "
Puissance consommée
9/25
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25° = =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb=25°C Vgg=+3V IseT = 1.54A
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage
Tension de décalage 3 I’entrée RS <10kQ Vpi 2 5 mV
Input offset current
Courant de décalage & |'entrée Rg <10kQ ot 07 3 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen IB 2 75 nA
Input resistance
Impédance d‘entrée zI 50 MQ
Differential input capacitance X
Capacité d’entrée différentielle cld 2 pF
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage VD Imax 9 mV
Large signal voltage gain R >75kQ " 5
Amplification en tension \/o —+1V AV 5.10" 2.10
Output resistance
Reésistance de sortie R0 5 kQ
Output short-circuit current | A
Courant de court-circuit en sortie 0os 3 m
Supply current
Cazgnz d’alimentation ! cc 13 20 MA
Power consumption
Puissance consommée P 78 120 uw

vV, =20mV
Rise time R, >5kQ
Temps de transition a la croissance c L =100 pF ‘T 3 M

L =
Overshoot Vi =20mv
vershoo

Rebondissement R >5kQ 0 %

C_ =100pF
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie R L =5 k§2 sVO 0,03 V/us
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS _—55°C< Tamp<+t125°C Vpc=:3V  IggT= 15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage
Tension de décalage a I’entrée RS <10kQ VD' 6 mV
Tamb= 125°C 5 nA
Input offset current |
Courant de décalage & I’entrée DI
Tamb=—55°C 10 nA
Tamb = 125°C 75 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
T amp = —55°C 20 . nA
Input voltage range
Tension d‘entrée limite vlmax +1 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 86 dB
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection dG aux ali i RS <10k SVR 25 150 uv/vV
Large signal voltage gain R >75kQ 3
Amplification en tension v0 =+1V Ay 25.10
Output voitage swing V
Dynamigque de sortie RL 275k oPP 2 24 \Y
Supply current
Courant d’alimentation lec 25 A
Power consumption
Puissance consommée P 150 uw
11/25
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb = 25°C

Vcc= +3V

lsET =15 uA

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Input offset voltage v

Tension de décalage & I’entrée RS <10kQ DI 2 5 mV

Input offset current <

Courant de décalage 4 I'entrée Rs <10kQ Ipi 2 15 nA

Input bias current

Courant de polarisation moyen s 15 50 nA

Input resistance Z

Impédance d’entrée ] 5 MQ

Differential input capacitance C. 2 pF

Capacité d’entrée différentielle id

Offset voltage adjustment range Vp, 18 Y

Gamme de régalge de la tension de décalage Dimax

Large signal voltage gain RL >5kQ " 5

Amplification en tension Vo =£1V Ay 5.10" 2.10

Output resistance R

Résistance de sortie 0 1 kQ

Output short-circuit current

Courant de court-circuit en sortie '05 5 mA

Supply current |

Corrant d‘alimentation cc 130 160 HA

Power consumption

Puissance consommée P 780 960 uw
Vi, =20mV

Rise time R, >5kQ 06

it i L = t A us
Temps de transition & la croissance CL =100 pF
Oversh Vi =20mVv
vershoot

Rebondissement R >5kQ 5 %
C_ =100pF

Slew rate

Pente maximale du signal de sortie R L =>5kQ sVO 0,35 Vlius
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

-55°C< T <+125°C Vpe=+ 3V | = 15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb cc SET ®
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.v
Input offset voltage \%
Tension de décalage a I’entrée RS <10k DI 6 mv
Tamb"‘ 125°C 15 nA
Input offset current |
Courant de décalage 3 I’entrée DI
Tamb= —55°C 40 nA
Tamb= 125°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = —=55°C 120 nA
Input voltage range
Tension d‘entrée limite V| max 1 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 86 dB
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection dd aux ali i RS <10k SVR 25 150 uv/iv
Large signal voltage gain R >5kQ A 26.103
Amplification en tension V0 =1V v )
Output voltage swing R, >5kQ V. 19 v
Dynamique de sortie L= OpP 2,1
Supply current |
Courant dalimentation cc 180 HA
Power consumption p 108 W
Puissance consommée !
13/26
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25° = =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamp = 25°C Vgc=*15V  Iger=154A
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage
Tension de décalage & I'entrée Rs <10k2 VDI 2 6 mV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée RS <10 kG lD| 07 6 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen |B 2 10 nA
Input resistance
Impédance d’entrée Z| 50 MQ
Differential input capacitance .
Capacité d’entrée différentielle Cig 2 pF
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage VDImax 9 mV
Large signal voltage gain R >75kQ . 5
Amplification en tension VO =+10V AV 5.10" 4.10
Output resistance
Résistance de sortie Ro 5 kS2
Output short-circuit current | A
Courant de court-circuit en sortie (o} 3 m
Supply current
Cmg'gn‘: d‘alimentation ICC 20 30 uA
Power consumption
Puissance consommeée P 09 mwW
Vl =20 mV
Rise time R, >5kQ
Temps de transition 3 la croissance c L =100 pF tf 16 Hs
L=
Overshoot V) =20mV
vershoo!
Rebondissement R L =5 kQ 0 %
C_ =100pF
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie F{L >5kQ sVO 0,1 Vius
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L =75k Vorep 12 14 \%
14/25
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

0°C< Tymp < 70°C

Vcc=i15V |SET=1,5MA

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Inpqt offset voltage RS <10kQ v | 75 mv
Tension de décalage a I’entrée D
Tamb = 70°C 6 nA
Input offset current |
Courant de décalage & I’entrée DI
T amb= 0°C 10 nA
Tamb = 70°C 10 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 20 nA
Inp\{t voltagq range v +10 Vv
Tension d‘entrée limite Imax
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 90 dB
Supply voltage rejection ratio Rg <10k SVR 25 200 uV/V
Taux der da aux
Large signal voltage gain R >75kQ A 5.10%
Amplification en tension Vo =10V A ’
Output voltage swing > v + Vv
Dynamique de sortie R L = 75kQ OPP 10
Supply current 1 A
Courant d’alimentation cc 35 K
Power consumption W
Puissance consommée P 1.05 m
15/25
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS — 9250 -+ S= 15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb 25°C Vcc 18V ISET ®
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage
Tension de décalage & I’entrée RS <10kQ VDI 2 6 mV
Input offset current
Courant de décalage a I'entrée Rs <10kQ 'DI 2 25 nA
Input bias current
Courant de polarisation moyen ' 15 50 nA
Input resistance
Impédance d’entrée Zl 5 MQ
Differential input capacitance )
Capacité d’entrée différentielle Cig 2 pF
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage VDImax 18 mV
Large signal voltage gain R >5kQ A . 5
Amplification en tension Vo —+10V \" 5.10" 4.10
Output resistance
Résistance de sortie Ro 1 kQ
Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie IOS 12 mA
Su, current
cOf,i’f,Vz d‘alimentation 'ec 160 190 HA
Power consumption 3 5,7 mw
Puissance consommée ’

V) =20mV
Rise time R, >5kQ s
Temps de transition 3 la croissance C|I_- Z 100 pF t 0,35 M
Overshoot Vi =20mVv

vershoo

Rebondissement R >5kQ 10 %

C_ =100pF
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ sVo 08 V/us
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L =75kQ VOPP +10 $13 \
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

0°C < Tymp< 70°C

Vcc= +16V ISET= 15uA

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage \Y mV
Tension de décalage a I’entrée RS <10k§ DI 75
Tamb = 70°C 25 nA
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI
Tamb = 0°C 40 nA
Tamb = 70°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 100 nA
Input voltage range v +10 v
Tension d’entrée limite Imax
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 90 ds
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection d aux alimentati Rs <10kQ SVR 2% 200 | wviv
Large signal voltage gain Ry >75kQ A 5.10%
Amplification en tension Vo =t10V v e
Output voltage swing S Y] + Vv
Dynamique de sortie R L = 75kQ OopPP +10
Supply current )
Courant d’alimentation cc 200 HA
Power consumption [ 6 mw
Puissance consommée
17/25

291



SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

= 25° =3V | =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb=25°C Ve SET= 154
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage

Tension de décalage & I’entrée RS <10k VD' 2 6 %
Input offset current

Courant de décalage & I'entrée IDI 07 6 nA
Input bias current

Courant de polarisation moyen I 2 10 nA
Input resistance z

Impédance d'entrée | 50 MQ
Differential input capacitance C. 2 pF
Capacité d’entrée différentielle id

Offset voltage adjustment range

Gamme de réglage de la tension de décalage VDimax 9 mV
Large signal voltage gain R >75kQ 3 5

Amplification en tension Vg =£1V AV 25.10° 2.10

Output resistance

Reésistance de sortie Ro 5 39
Output short-circuit current

Courant de court-circuit en sortie 'OS 3 mA
Supply current .
Courant dalimentation lCC 13 20 MA
Power consumption
Puissance consommée P 78 120 W

Vi =20mV

Risetime ) R >5kQ t 3 us
Temps de transition & la croissance c L= 100 pF

Oversh Vi =20mVv

vershoot
Rebondissement R >5kQ 0 %
C_ =100pF
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ SVo 0,03 V/us
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

° 70° Vee=123V | =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 0°C <Tamp < 70°C cc SET ™~
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage \Y] v
Tension de décalage a I’entrée RS <10kQ DI 75 m
Tamb = 70°C 6 nA
Input offset current | |
Courant de décalage & |’entrée D
=0°C 10 nA
Tarnb
Tamb = 70°C 10 nA
Input bias current ]
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 20 nA
lnpqt voltage range Vi +1 v
Tension d’entrée limite Imax
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 86 a8
Supply vqltage reiection‘ ratio . RS <10k§2 SVR 25 200 VIV
Taux derej da aux
Large signal voltage gain R >75kQ A 25.10°
Amplification en tension VO =%1V v :
Output voltage swing > V, +2 24 \"
Dynamique de sortie R L = 75kQ OpP 2 ’
Supply current | A
Courant d’alimentation cc 25 M
quer consumption P 150 uw
Puissance consommée
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb = 25°C

Vec=%3V

'SET =15 MA

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Input offset voltage
Tension de décalage a |'entrée

Rg <10kQ

mV

Input offset current
Courant de décalage a I'entrée

Rg <10kQ

nA

Input bias current
Courant de polarisation moyen

15 50

nA

Input resistance
Impédance d‘entrée

MQ

Differential input capacitance
Capacité d’entrée différentielle

pF

Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage

mV

Large signal voltage gain
Amplification en tension

Bl
0<r-
v
+ o
< <

25.10% 2.10°

Output resistance
Résistance de sortie

kQ

Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie

mA

Supply current
Courant d‘alimentation

130 170

MA

Power consumption
Puissance consommée

0,78 1,02

mwW

Rise time
Temps de transition 3 la croissance

v, =20mv
R >5kQ
C_ =100 pF

0,6

us

Overshoot
Rebondissement

V' =20 mV
R >5kQ
C_ =100pF

%

Slew rate
Pente maximale du signal de sortie

R >5kQ

0,35

V/us
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS °C< ° Vee=+3V | =15
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 0°C < Tymp < 70°C cc SET = 151A
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage
Tension de décalage a I'entrée RS <10kQ VD‘ 75 mv
Tamb = 70°C 25 nA
Input offset current |
Courant de décalage a I'entrée DI
Tamb= 0°C 40 nA
Tamb= 70°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb= 0°C 100 nA
Input voltage range
Tension d’entrée limite v Imax 1 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun Rs <10k CMR 70 86 dB
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection di aux ali) i RS <10kQ SVR 25 200 uV/IV
Large signal voltage gain R >5kQ 3
Amplification en tension VO =+1V AV 25.10
Output voltage swing V.
Dynamique de sortie R L >5kQ opPP 2 21 \%
Supply current
Courant d’alimentation e 180 HA
Power consumption
Puissance consommée P 1,08 mw
21/25
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SF.C 2776

INPUT BIAS CURRENT

Courant de polarisation d’entrée

(nA) T
83V Ve <t18V
6 T mb= 25°C
4
2 /
10",
6 /
4
2
0
10 s
6
‘ y
2
107 : !
2 5 2 s 3
102 107 10° 10" 7 lgerieA)
OUTPUT VOLTAGE SWING
Dynamique de sortie
Vorp
W [ = J6°C
amb™ ot —
| L L—T" L1
24 Vpon=%15 -
cc
e 15 Y
SET A Y
18 Vee=115V
/ IggT= 1,5 uA
12 /
6 -
1T | Vec ]
1,5 1A <lgg7 <15 4AT]
0 LI 11
2 4,68 2 468 2 a
10° 10 10° Ay la)

INPUT BIAS CURRENT
Courant de polarisation d‘entrée

B
A3V <Vgc <t 18V
24
AN
N
18
l\. 1= 154A
N
12 AN
6 N
B IseT=15uA \\
0 ’\\.
~60 —20 20 60 100 T, (C)

STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION

OF SET CURRENT
| Courant d‘alii ion en fe du de
CC réglage
(WA) [
Tamb=25°C
13v<vs<+1av /
2
4
10? /
4
) /
2
10!
5
2
1 /
5 ,/
C2
10"
22 5 .2 & 2 5 2 | (uA)
102 107 10° 10" ° seTH
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SF.C 2776

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN OPEN LOOP VOLTAGE GAIN
Gain en boucle ouverte Gain en boucle ouverte
Av — Av e
Vee=%3V ’ l , Veg=*15V
IsET =15 A
400k 12M ook
ISET = 15 1A T ; 4+
R =5ka
: // \\ | / N,
A / \
300k 1M
/
IgeT=15u1A /
200k > R =75kQ 800k IseT=151A
e ) R =75kQ
L~
100k 600k / ,/ N
/! £
0 400k | ] \
-60 -20 20 60 100 T, ,(°C) -60 -20 20 60 100 Tamb!°C)
GAIN - BANDWIDTH SLEW RATE ) )
Produit gain - bande Pente maximale du signal de sortie
2 . Vs
Hz| T = 25°C us|
5 amb s
2 2 7
6 Wi o 10° /
10 7
5 Vec=t15V /J 5 7
-
2 / Vec=2%3V4+H 2 Vs=i—15\////l
10° 107! | A
5 o 5 Vo =%3V
YV S ]
/ // /
2 / 2
10* ) 102
5 5 A
1A
2 2 L7
10° 103
N 46 2 46 _, 2 4 2 5 2 5 2 5 2
10" 100 10" ° . lserhA) 102 107! 100 101 2 lserleAl
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SF.C 2776

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION

Sample 50 nA
—

Hold 0,75 nA
—_—

+15V

100 k2

Analog input V| 2N 4979
Entrée analc [e3 ] |’ !
—-5VKV <+5V
SIS 100 kO .1.01
Gate

&0’1 "
! P

1N 4148
Sample
+15V
o Jﬂ
BCY 69
—15V
Hold
R1 R2 —
300 kQ 30 MQ —_—
A\
NANO-WATT AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR FAIBLE CONSOMMATION
1
{1}
R2
1MQ
v R1 +12V
L 100 k2 s
—
o] - - G
Vo
O

R3
91k

Pp = 600 nW

(24125
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SF.C 2776

TYPICAL APPLICATIONS

APPLICATIONS TYPIQUES
MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER
WITHOUT FET'S AMPLIFICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D'ENTREE

MULTIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP

R2_1MQ

50 MQ

—-15V

25/25
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SF.C 2778

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL PROGRAMMABLE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(¥oir § limites absolues)

Operating free-air
Type Package| temperature range | Storage temperature [Vcc | P | Vip | V) (1) 8::3:3 short(2)
Boitier bi &Zﬁ pérature | T destock (V) 1mWi V) V) | puration
SF.C2778M | TO-99 —565°C, +125°C —65°C, +150°C | +18 | 500 | +30 | 15
SF.C2778C | TO-99 0°c, + 70°C —65°C, +150°C | 18 | 500 | +30 | +15 | Indefinite
Hlimitée
SF.C 2778 DC | CB-98 0°C, + 70°C —55°C, +125°C | +18 | 310 | +30 | 15

(1) - For supply voltages loss than * 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
Pour des tensions d‘alimentations inférieures 8 t 15 V, la tension d’entrée maximale est égale & la tension d‘alimentation.

(2) - Short circuit may be to ground or either supply. Rating applies to 1 125°C case temperature or +75°C ambient

temperature for IggT < 30 pA.

Le courtcircuit peut se produire soit avec la masse soit avec l'alimentation. Cette limite est valable pour des températures
bortier de +125°C (série M) ou + 75°C (série C) pour un courant de réglage <30 pA.

IGeneral description

Description générale

The SF.C 2778 programmable operational amplifier
is characterized by high input impedance, low supply
currents and low input noise over a wide range of
operating supply voltages.

Coupled with programmable electrical characteristics
it is an extremely versatile amplifier for use in high
accuracy, low power consumption analog applications.

Input noise voltage and current, power consumption,
and input current can be optimized by a single resistor
or current source that sets the chip quiescent current
for nano-watt power consumption or for characteris-
tics similar to the SF.C 2748.

External frequency compensation, absence of latch up,
high slew rate and short circuit current protection
assure ease of use in long time integrators, active
filters, and sample and hold circuits.

L‘amplificateur opérationnel programmable SF.C 2778 est|
caractérisé par une forte impédance d’entrée, un faible|
courant d‘alimentation et un faible bruit & I’entrée dans une)|
plage étendue de tension d‘alimentation.

Ces caractéristiques associées avec des caractéristiques élec-
triques programmables en font un -amplificateur utilisable
dans une gamme trés d icatic logic

é une faible ion et une grande précision.

Le courant et la tension de bruit & I’entrée, la consommation|
et le courant d’entrée peuvent étre optimisés par une simple
résistance ou une source de courant qui régle le courant de|
repos permettant d‘obtenir une consommation trés faible
(quelques nano-watts) ou des caractéristiques équivalentes &
celles du SF.C 2748.

La ion en externe, l'ab de “latch
up”, la grande pente du signal de sortie et la protection contre|
les courts-circuits le rendent particuliérement facile & utiliser
pour les intégrateurs & longue durée, dans les filtres actifs ou
les circuits déchantill

THOMSON - CSF
DIVIBION_ SEMICOMDUCTEURS
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SF.C 2778

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
TO-99 (cB-11) CB-98
METAL CAN DUAL IN LINE PACKAGE
Boitier métallique Boitier enfichable
Top view .
Vue de dessus L?lg Zlfvdvessus
H G F E
8 7 6 5
aMamMn
B
- D
gbigu
1 2 3 4
D A B CD
Principal features Données principales

— Micro power consumption

— No frequency compensation required
— Wide programming range

— High slew rate

— Short circuit protection

— Trés faible consommation

— Compensation en fréquence interne
— Grande plage de programmation

— Grande pente du signal de sortie

— Protégé contre les courts-circuits

2/25
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SF.C 2778

PINS CONFIGURATION
BROCHAGES
TO-99 CB-98
Frequency compensation A
Compensation en fréquence 1 1
Inverting input
Entrée inverseuse B 2 2
Non-inverting input
Entrée non invgrseuse c 3 3
Vee D 4 4
Frequency compensatior
Compensation en fréquence E 5 5
Output
Sortie F 6 6
v+
Vee G 7 7
|
SET
Courant de réglage 8 8
SCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

3/25
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SF.C 2778

BIASING CIRCUITS
CIRCUITS DE REGLAGE

RESISTOR BIASING
REGLAGE PAR RESISTANCE

3% 30pF

80—

cOo—

RSET connected to ground
Rési: de réglage 2 la masse

RSET connected to Vo

Résis de réglage au —Veeo
Recommended for : Voo <t 6V
Recommandé pour

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TRANSISTOR

3% 30pF

FET CURRENT SOURCE BIASING
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TEC

3% 30pF

2N 4979

Vee

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE

4/25
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SF.C 2778

SET CURRENT AS A FUNCTION

OF SET RESISTOR

COURANT DE REGLAGE EN FONCTION
DE LA RESISTANCE DE REGLAGE

RseT
2D, N, N
Y N
10 MQ ‘ NN L
5 \\ N \\\ o\\x
X N, N,
NN NN s, |
2 %“\ \\\\\\I\]
1MQ oo PRI
S \,
5| L%'f N \\\\\‘
\'L\ NN
) S N
2 N
100 kS2 M
\\
5F Rsgr t0 Ve 3
RSET 10 GND e ememe
okel L LI | |
W12 480 2 48

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR

(lsgT to V!
RESISTANCE DE REGLAGE DU COURANT DE REPOS

(réunie au —V ¢l

IseT
Vee
1,50A 15 uA
15V 1,7 MQ 170 kQ
+3 vV 3,6 MQ 360 k2
6V 7,5 MQ 750 k<2
15 V 20 MQ 2 M

IseT EQUATIONS :
EQUATIONS DONNANT LE COURANT DE
REGLAGE

lsgT = véc -07-Vge
RseT

where R is connected to Ve
lorsque Ia résistance de réglage est connectée au —V oo
Véc - 07

Rser

where Rgg is connected to ground
lorsque la résistance de réglage est connectée & la masse.

IseT =

Note : The SF.C 2778 may be operated with
RSET connected to ground or VCC.
Ce circuit SF,C 2778 peut fonctionner avec
la résistance de réglage réunie & la masse ou
auv-Vee
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SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25° Van=+15V 1 =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb ¢ cc SET
Test Fpnditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure

Input offset voltage Re <10kQ VD] 2 5 mv
Tension de décalage & I'entrée S

Input offset current R < nA
Courant de décalage 3 I'entrée s <10k2 Y 07 3

Input bias current A
Courant de polarisation moyen ! B 2 75 n

I nput resistance z 50 mMQ
Impédance d’entrée |

Differential input capacitance C. 2 oF
Capacité d’entrée différentielle id

Offset voltage adjustment range

Gamme de réglage de la tension de décalage VDlmax 9 mV
Large signal voltage gain RL >75kQ A 2105 4.10°

Amplification en tension Vo =10V v . -

Output resistance R

Résistance de sortie 0 5 kQ
Output short-circuit current .
Courant de court-circuit en sortie 'OS 3 mA
Supply current )

Courant dalimentatior cc 20 25 HA
Power consumption

Puissance consommée P 0,75 mwW

V) =20mVv

Risetime . R >5kQ t, 16 s
Temps de transition & la croissance c L= 100 pF

Oversh Vi) =20mV

vershoot
Rebondissement R L >5kQ 0 %
C_ =100pF

Slew rate

Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ SVO 0,1 Vlus
Output voltage swing

Dynamique de sortie R >75kQ Vorp £12 *14 Y
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306



SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS —55°C<Tamb<+125°c Vee=t¢ 15V Iggr=15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage RS <10kQ VDI 6 mv
Tension de décalage & |’entrée
Tamb = 125°C 5 nA
Input offset current Ioi
Courant de décalage & I’entrée D
Tamb = —55°C 10 nA
Tamp = 125°C 75 nA
Input bias current 1
Courant de polarisation moyen B
Tamp = —55°C 20 nA
Input voltage range
Tension d’entrée limite Vl max +10 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10k CMR 70 90 a8
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection di aux ali i RS <10kQ SVR 25 150 uv/iv
Large signal voltage gain R =>75kQ A 105
Amplification en tension VO =+x10V v
Output voltage swing > v
Dynamique de sortie R L = 75k OopPP +10 v
Supply current
Courant dalimentation ICC 30 HA
Power consumption
Puissance consommée P 09 mwW
7/25
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SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

= 25° =3 =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb = 25°C Vge=+15V IseT = 150A
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage v
Tension de décalage & I’entrée RS <10kQ DI 2 5 mvV
Input offset current
Courant de décalage & I'entrée Rg <10kQ Ipi 2 15 nA
Input bias current .
Courant de polarisation moyen g 15 50 nA
I nput resistance
Impédance d'entrée Z 5 MQ
Differential input capacitance :
Capacité d'entrée différentielle Cig 2 pF
Offset voltage adjustment range
Gamme de réglage de la tension de décalage VDlmax 18 mV
Large signal voltage gain R >5kQ A 105 4.10°
Amplification en tension Vo =+10V \ .
Output resistance
Reésistance de sortie Ro 1 k2
Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie IOS 12 mA
Su, current
Cm?rgln\; d‘alimentation ! cc 160 180 HA
Power consumption
Puissance consommée P 54 mwW

Vi =20mV
Rise time R, >5k

itie i L % 0,35 Hs
Temps de transition a la croissance CL — 100 pF T
Overshoot V) =20mv
vershoo

Rebondissement R >5kQ 10 %

C_ =100pF
Sléw rate
Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ SVO 08 V/us
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L >5kQ VOPP +10 *13 A\
8/25
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SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS _55°C<T, <+125°C Vpap=+15V | = 15 A
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES C<Tamb cc SET K
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage
Tension de décalage & I’entrée RS <10kQ vD' 6 mV
Tamb= 125°C 15 nA
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI
Tamb=—55°C 40 nA
1 Tamb=125°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = —55°C 120 nA
Input voitage range
Tension d’entrée limite VI max £10 v
Common mode rejection ratio Re <10KS B
Taux de rejection en mode commun S = CMR 70 90
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection dd aux ali 7 Rg <10kQ SVR 25 150 uv/v
Large signal voltage gain R, >75kQ
Amplification en tension Vo =t10V Ay 75.10°
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L=z 75k Vorp 10 v
Supply currén :
Courant d'aﬁ%{a!im‘l lCC 200 HA
Power consumption
Puissance consommée P 6 mw
9/25
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SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

= 25°C Vee=13V I =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb cc SET u
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage < v
Tension de décalage & I'entrée Rg <10 k2 DI 2 5 mv
Input offset current < | A
Courant de décalage 3 I’entrée RS <10k DI 07 3 n
Input bias current
Courant de polarisation moyen IB 2 7'5 nA
Input resistance z 50 MQ
Impédance d’entrée !
Differential input capacitance C. 2 oF
Capacité d’entrée différentielle id
Offset voltage adjustment range v v
Gamme de réglage de la tension de décalage Dimax 9 m
. . R, >75kQ

Large signal voltage gain L Z A 4 5
Amplification en tension V0 =1V \ 5.10% 210
Output resistance R
Résistance de sortie o 5 kQ
Output short-circuit current |
Courant de court-circuit en sortie 0s 3 mA
Supply current |
Coz?/ant d‘alimentation cc 13 20 HA
Power consumption P 78 120 uw
Puissance consommée

Vi =20mV
Rise time B ) RL >5kQ t, 3 us
Temps de transition a la croissance CL =100 pF
Oversh Vi =20mv

vershoot

Rebondissement R L =5k 0 %

C_ =100pF
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie RL =5k SVO 0,03 Vlus
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SF.C2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS _55°C< tamb <+ 125°C VCC =+3V Iggr=15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Test _cpnditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
Input offset voltage Re <10k Vpi 6 mvV
Tension de décalage & I’entrée S
- A
Tamb = 125°C 5 n
Input offset current |
Courant de décalage & I’entrée DI
Tamb = —55°C 10 nA
- nA
Tamb =125°C 75
Input bias currgnt |
Courant de polarisation moyen 8
Tamb = —55°C 20 nA
Input voitage range \Y
Tension dentrée fimits Vi max 1
Common mode rejection ratio dB
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 86
Supply voltage rejection ratio ) Re <10kQ SVR 25 150 uvIiv
Taux de rejection da aux alii S
Large signal volitage gain RL >75kQ AV 25.10°3
Amplification en tension V0 =1V °
Output voltage swing R, >75kQ VOPP 42 424 v
Dynamique de sortie L
Supply current | A
Courant d’alimentation cc 2 H
' Power consumptiop P 150 uWw
Puissance consommée
11/25
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SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25°C Vo= t3V 1 =15 A
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb cc SET
Test conditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
Input offset voltage Vv 2 5 mV
Tension de décalage a I'éntrée RS <10k2 DI
Input offset current R 5 nA
Courant de décalage & I'entrée S <10k |D| 2 1
Input bias current . nA
Courant de polarisation moyen - 's 15 50
I nput resistance 4 5 MQ
Impédance d’entrée !
Differential input capacitance C. 2 pF
Capacité dentrée différentielle id
Offset voltage adjustment range v 18 mv
Gamme de réglage de la tension de décalage Dlimax
Large signal voltage gain R >5kQ " 5
Amplification en tension Vo =%1V AV 5.10° 2.10
Output resistance R
Résistance de sortie (o] 1 k§2
Output short-circuit current
Courant de court-circuit en sortie IOS 5 mA
Su current
Coz‘l)rg’n\; d‘alimentation lCC 130 160 uA
Power consumption
Puissance consommée P 780 960 Hw
P
P : Vi =20mV
Rise time R, >5kQ
Temps de transition a la croissance C:: ~ 100 pF ‘r 0'6 Hs
Overshoot Vi =20mv
vershoo
Rebondissement R >5kQ 5 %
C_ =100pF
Slew rate
Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ sVO 0,35 Vips
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SF.C 2778 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  —_s55° +1265°C Vpp=t 3V lepy = 15 4A
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 55°C< Tamp<+125°C  Vgc = * SET = K

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage Vv v
Tension de décalage & I’entrée Rs <10kQ DI 6 m
Tamb = 125°C 15 nA
Input offset current I
Courant de décalage a I'entrée DI
Tamb =-55°C 40 nA
Tamp = 125°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = —55°C 120 nA
Inpu_t vo!tage range v +1 Vv
Tension d‘entrée limite | max
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 86 8
Supply voltage rejection ratio Ry <10kQ SVR 25 150 VIV
Taux derej daaux
Large signal voltage gain R >5kQ A 25.103
Amplification en tension VO =+t1V v .
. 19
Output voltage swing R, >5kQ VOPP Vv
Dynamique de sortie L 21
Supply current I
Courant d“alimentation cc 180 HA
Power consumption p 1,08 mw
Puissance consommée
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

= 25° Vee=+15V [ =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb = 25°C cc SET ®
Test conditions . -
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

“Input offset voltage Vv

Tension de décalage a I'entrée RS <10k2 DI 2 6 mVv
Input offset current

Courant de décalage & I'entrée Rs <10ka 'pi 07 6 nA
Input bias current

Courant de polarisation moyen IB 2 10 nA
I nput resistance z

Impédance d’entrée | 50 M
Differential input capacitance C. 2 pF
Capacité d’entrée différentielle id

Offset voltage adjustment range Vv

Gamme de réglage de la tension de décalage Dimax 9 mv
Large signal voltage gain F'l_ >75kQ A 5 104 4.10°

Amplification en tension Vo =*10V v ' .

Output resistance R

Résistance de sortie [0} 5 k2
Output short-circuit current

Courant de court-circuit en sortie IDS 3 mA
Supply current

Courant d‘alimentation 'CC 20 30 HA
Power consumption

Puissance consommée P 09 mwW

V) =20mV
Rise time R >5kQ t 16 us
Temps de transition a la croissance c =100 pF r .
L=
Oversh Vi =20mVv
vershoot
Rebondissement RL >5kQ 0 %
C_ =100pF

Slew rate
Pente maximale du signal de sortie R L = 5k Svo 0,1 V/us
Output voltage swing
Dynamique de sortie R L >75 k2 VOPP 12 +14 \]
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ° ° =t =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 0°C< Tamp<70°C  Vec=* 15V IgeT = 154A

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage \
Tension de décalage a I'entrée RS <10kQ DI 75 mV
Tampb = 70°C 6 nA
Input offset current |
Courant de décalage a I'entrée DI
Tamb= 0°C 10 nA
Tamp= 70°C 10 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 20 nA
Input voltage range
Tension d'entrée limite Vi max 10 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10k CMR 70 90 ds
Supply voltage rejection ratio
Taux de rejection dii aux ali ? RS <10k SVR 25 200 uv/v
Large signal voltage gain RL =75k A 5.10%
Amplification en tension VO =+10V v .
Output voltage swing Vv
Dynamique de sortie R L >75kQ opP £10 v
Supply current
Courant d’alimentation 'CC 35 LA
Power consumption
Puissance consommée P 1,05 mw
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25° Van =+ =15 pA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb = 25°C cc=*15V IsET H
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage

Tension de décalage 3 I'entrée RS <10kQ Voi 2 6 mV
Input offset current

Courant de décalage & I'entrée Rg <10k2 Y] 2 25 nA
Input bias current

Courant de polarisation moyen s 15 50 nA
Input resistance z

Impédance d‘entrée ] 5 MQ
Differential input capacitance C. 2 oF
Capacité d‘entrée différentielle id

Offset voltage adjustment range

Gamme de réglage de la tension de décalage VDlmax 18 mV

i i R, >5kQ

Large signal voltage gain L = 4 5

Amplification en tension V0 =+10V AV 5.10" 4.10

Output resistance R

Résistance de sortie [0} 1 kS
Output short-circuit current

Courant de court-circuit en sortie los 12 mA
Supply current |

Courant d‘alimentation cc 160 190 HA
Power consumption

Puissance consommée P 57 mw

vV, =20mV

Rise time RL >5kQ % 0,35 us
Temps de transition & la croissance CL =100 pF .

Oversh Vi =20mV

vershoot
Rebondissement RL >5kQ 10 %
C_ =100pF

Slew rate

Pente maximale du signal de sortie R =5k Svo 08 Vlus
Output voltage swing

Dynamique de sortie R L > 5kQ VOPP 10 +13 \"
16/25
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SF.C 2778 C,SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 0°C< <70°C Vee=+t15V | =15 uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb cc SET
Test conditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure )
Input offset voltage RS <10k VDI 75 mV
Tension de décalage a I’entrée
Tamb = 70°C 25 nA
Input offset current |
Courant de décalage a I'entrée DI
Tamb=0°C 40 nA
Tamb= 70°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 100 nA
Input voltage range v
Tension d’entrée limite VI max 10
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun RS <10k CMR 70 90 d8
Supply voltage rejection ratio Re <10k SVR 25 200 uv/V
Taux de rejection di aux ali S
Large signal voltage gain R L = 75 k§2 A, 5.10%
Amplification en tension VO =10V v :
Output voltage swing \ + Vv
Dynamique de sortie R L >75kQ opP 10
Supply current Iec 200 uA
Courant d’alimentation
Power consumption [ 6 mwW
Puissance consommée
17/25
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS _ 280 Van=+3V 1 = 15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb 25°C cc SET QK
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage Vv

Tension de décalage a I'entrée RS <10kQ a]] 2 6 mV
Input offset current

Courant de décalage 3 I'entrée 'pi 07 6 nA
Input bias current

Courant de polarisation moyen Ig 2 10 nA
I nput resistance

Impédance d’entrée ZI 50 MQ

Differential input capacitance .

Capacité d’entrée différentielle Cid 2 pF
Offset voltage adjustment range

Gamme de réglage de la tension de décalage VD| max 9 mV

Large signal voltage gain R >75kQ 5 5

Amplification en tension VO —+1V AV 25.10° 2.10

Output resistance

Résistance de sortie Ro 5 kQ
Output short-circuit current

Courant de court-circuit en sortie IOS 3 mA
Supply current

Courant d’alimentation |CC 13 20 HA
Power consumption
Puissance consommée P 78 120 uw

V) =20mV

Rise time R, >5kQ

Temps de transition & la croissance C:: 100 pF t 3 us
0 hoot V| =20 mV

vershoo
Rebondissement R >5kQ 0 %
C_ =100pF

Slew rate
Pente maximale du signal de sortie F\~L > 5 k€2 SVO 0,03 Vlius
18/25
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 0°C<T <70°C Vee=t3V | =15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES C<Tamb cc SET
Test conditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
Input offset voltage Re <10k§2 VDI 75 mV
Tension de décalage a I’entrée S
Tamb = 70°C 6 nA
Input offset current I
Courant de décalage 3 I’entrée DI
Tamb=0°C 10 nA
Tamp= 70°C 10 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 20 nA
Input voltage range Vv +1 \
Tension d’entrée limite | max =
Common mode rejection ratio 48
Taux de rejection en mode commun RS <10kQ CMR 70 86
Supply voltage rejection ratio Re <10k SVR 25 200 uv/v
Taux de rejection di aux ali i S
Large signal voltage gain R >75kQ A 25.10°
Amplification en tension VO =1V v :
Output voltage swing R, >75kQ Vopp 12 24 v
Dynamique de sortie L
Supply current lCC 25 uA
Courant d’alimentation
Power consumption p 150 uw
Puissance consommée
19/25
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS — 25° 1 = A
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb 25°c SET 154
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Input offset voltage

Tension de décalage a I'entrée Rg <10kQ Vbl 2 6 mV
Input offset current

Courant de décalage a |'entrée RS <10kQ IDl 2 25 nA
Input bias current

Courant de polarisation moyen I 15 50 nA
Input resistance

Impédance d‘entrée ZI 5 MQ
Differential input capacitance )

Capacité d’entrée différentielle Cig 2 pF
Offset voltage adjustment range

Gamme de réglage de la tension de décalage VD Imax 18 mV
Large signal voltage gain R >5kQ 3 o

Amplification en tension VO —+1V AV 25.10° 2.10

Output resistance

Résistance de sortie Ro 1 39
Output short-circuit current

Courant de court-circuit en sortie I('_)s 5 mA
Supply current

Courons g alimentation 'ec 130 170 uA
Power consumption

Puissance consommée P 0,78 1,02 mw

Vi =20mv

Rise time R, >5kQ

Temps de transition & la croissance Cl‘: : 100 pF & 0,6 s
0 hoot V| =20 mV

vershoo
Rebondissement R L >5kQ 5 %
CL = 100 pF

Slew rate
Pente maximale du signal de sortie RL >5kQ SV0 0,35 V/us
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SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ° ° =33V | = 15uA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 0°C <Tymp< 70°C Vec=*3 SET M

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset voltage ‘ V,
Tension de décalage a I’entrée Rs <10k DI 75 mv
Tamb= 70°C ‘25 nA
Input offset current |
Courant de décalage & I'entrée DI
Tamp = 0°C 40 nA
Tamp= 70°C 50 nA
Input bias current |
Courant de polarisation moyen B
Tamb = 0°C 100 nA
Input voltage range
Tension d’entrée limite VI max 1 v
Common mode rejection ratio
Taux de rejection en mode commun Rs <10k CMR 70 86 dB
Supply voltage rejection ratio .
Taux de rejection dd aux alimentati Rg <10kQ SVR 2% 200 | wvIv
Large signal voltage gain R >5kQ 5
Amplification en tension V. o =t1V AV 25.10
Output voltage swing V.
Dynamique de sortie RL >5kQ OoPP 12 $21 \"
Supply current
Courant d‘alimentation ‘CC 180 MA
Power consumption
Puissance consommée P 1,08 mw
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SF.C 2778

INPUT BIAS CURRENT INPUT BIAS CURRENT
Courant de polarisation d’entrée Courant de polarisation d’entrée
's (:3\
) T
A fE3V<v o<t v £3V<Veestisy
6 T, mb= 25°C
4
24
2 ,/ \\
N
10',
6 / 18
/
4 —
‘\"ET =15 A
2 N
12 A
0
10 s
6
a4 // 6 \\
2 ) -~ IsgT=151A N
10" L 0 P~
5 2
1072 107! 10° 10! |SET(MA) -60 -20 20 60 100 T, (°C)
OUTPUT VOLTAGE SWING STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION
Dynamique de sortie OF SET CURRENT
Courant d’alii ion en f jon du de
o o
v — T
T omp= 25°C " WANT, b= 25°C
[ = r +3VLV . <+18V /
A S
L~ 2

24 [Veo=%15V
'sewr=15nA,/ 102 /
|

18 Voe=%15V
/ IgeT=154A

1
/ 10

12 s
2
100
6
i A
"1 Vcc=13v
1.50A SIgg 1 <15 uAT] 2
0 L1 1] 10!
2 4 68 2 4 68 2 4 2
10° foo ] Ry (o) 102° %01 Tq0? Pqo1 2 lseThA
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SF.C 2778

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN OPEN LOOP VOLTAGE GAIN
Gain en boucle ouverte Gain en boucle ouverte
Av ——r Ay s
Vee=t3V | I Vee=t15V
IseET=151A
RL = 5kQ
400k ‘ﬁsET= 15 uA / \ ——‘ 1,2M -‘—
= 5kQ
" /| \ / \
Y / \\
300k 1M /
W
T IlseT=1.5uA /
SET =1/
200k R =75ka 800k IsET = 1.5 4A
L~ R =75k
100k 600k / A \ \
/] \
0 400k \\
-60 -20 20 60 100 Tamb(° c) -60 -20 20 60 100 Tamb(°C!
GAIN - BANDWIDTH SLEW RATE ) )
Produit gain - bande Pente maximale du signal de sortie
GB . Svo
(H2) Tamb= 25°C (V/us) C, =30pF
5 C.=30pFt 5
2 2
108 A Lr 100 fd
5 Vee=£15V 1A 5 7
A
A
2 4 Vec=13V4 2 vs=+15v///
10° 101 L/
5 A s / Vg=23V_] |
AN f
2 / 2
4 -2
10 7 10
51— 5 A /
2 2 //
103 103
2 46,02 46 32 4 (A 2 5 42 5 62 5 42 i _(uA)
10 10 10 SET 102 10! 10° 10" © 'seT*
23/25

323



SF.C 2778

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES
HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION
30 pF
Sample 50 nA
—_—
Hold 0,75 nA
Hold 0.75 A, 8
100 k2 VO
Analoginput V) 2N 4979
Entrée (o} ¢ S
-5 V<V <+5V LI -L W
100 ko cate & 1 R
0.1k 'ser| -15V
1N 4148 \ !
eV
o }h;acv 69
sy 82k
Hold
R1 ] R2 00 P
300 ke 30 M2 -|-
NANO-WATT AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR FAIBLE CONSOMMATION
R2
470F e
v, R1 & +12v
o 100 k2 8| € o
Vo
O

Pp = 600 "W

R3
91 kQ
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SF.C 2778

TYPICAL APPLICATIONS

APPLICATIONS TYPIQUES
MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER
WITHOUT FET'S AMPLIFICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D’ENTREE

MULTIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP

R2 1MQ

R3

270 k2
R4
jokg BCY 69

s1 O

52 O—rof_J—1 BCY 69 —15V
R
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SF.C 2861

OPERATIONAL AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

(See § absolute maximum ratings)
(Voir § limites absolues)

Operating free-air

Pack tu s wre | Vs | P*{Vio| Vi |'omax.| timax

Type a;: cage tempe;a ure range torage ten:pera ure .| “imax.
Bottier |~ Gamme de tem Températurs do ™ [ew)| (v | (v | (mA) | (°0)

SF.C2861M |CB-107| —B5°C, +125°C | —65°C, +150°C |10 | 500 | +2 |+Vg| 70 | 150
SF.C2861PM | TO91 | —55°C, +125°C | —65°C, +150°C [*10|500 | #2 |vg| 70 | 150
SF.C2861T |CB107| —25°C,+ 85°C | —65°C, +150°C (10| 500 | 2 |tVg| 70 | 150

SF.C 2861 DT |CB-116 —25°C, + 85°C

SF.C2861C |CB-107 0°C,"+ 70°C

SF.C 2861 DC |CB-116 0°C, + 70°C

—40°C, +125°C [ +10 | 500 | 2 | tVg| 70 150

—65°C, +150°C |10 | 500 | +2 |*Vg| 70 150

—40°C, +125°C | +10| 6500 | *2 | Vg | 70 150

*, — =
Rin (jo) = 45°CM, Ryp (j.g) = 150°C/W — CB-107

= and
Rih (ja= 190°C/W — CB-116 %" TO-91

General description

Description générale

The SF.C 2861 is a general purpose operational
amplifier built on a single silicon chip. It provides a
high voltage gain and an excellent temperature
stability.

Frequency compensation is obtained with a single
50 pF capacitor. The amplifier is built with an
input protection ; the principal advantage is the
possibility to deliver an output current of 70 mA.
The SF.C 2861 is specified over a large supply voltage
range :*2Vto+10V.

The SF.C 2861 C is specified over a 0°C to 70°C
temperature range.

The SF.C 2861 T is specified over a ~-26°C to +85°C
temperature range.

The SF.C 2861 M is a military device specified over a
—55°C to +125°C temperature range.

Le SF.C 2861 est un amplificateur opérationnel d‘usage
général a U intégrée lithic
gain en tension élevé ainsi qu‘une excellente stabilité en

Il présente un

température.

La compensation en fréquence est réalisée avec une seule
capacité de 50 pF. L’amplificateur comporte un circuit de
protection & l'entrée ; le principal avantage est de pouvoir
fournir un courant en sortie de 70 mA.

Le SF.C 2861 est spécifié dans une large gamme de tension
d‘alimentation : 2 Va t 10 v.

Le SF.C 2861 C est spécifié dans une gamme de température
de0°Ca70°cC.

Le SF.C 2861 T est spécifié dans une gamme de température
de —~25°Ca +85°C.

Le SF.C 2861 M correspond & la gamme militaire et est
spécifié pour fonctionner dans la gamme —55°C & +125°C.

THOMSON - CSF
OIVISION SEMICONDUCTEURS

75-7 113
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SF.C 2861

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Frequency compensation
Compensation en fréquence

B
B ey Al
Inputs
Entrée;c I) Output
? >
. 3
>
3
D
v
Blc|ple|F|e
PIN CONFIGURATIONS | T0-91 |5[3|610/8]1
BROCHAGES CB-116 |32 |4 5|1
ce-107 |4 |3|6|8]7]2

TO-91 (CB-86) Top view CB-107 Top view C_B'"s Top view
FLAT PACKAGE Vue de dessus | METAL CAN Vue de dessus | DUAL IN LINE Vue de dessus
Boitier plat Bofitier métal PACKAGE O
Boitier s;"'?‘"
enfichable rtie
v
Frequency compensation Frequency Freq y ——f_[1 M
c ion én Comperwntian\~ Output Cc"'“l’e"‘a“?“
vt 1 < 0 en fréquence ~ Sortie e: 'gggﬂgfégn '
— — vte o s
+C -
C ) 0] ]
- JvT vt -
5 0
Inputs Output Inputs inputs
Enptrées Sort?: nptrée: Entrées
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
G
——OvV+
< <
s s

— High input impedance

— High voltage gain

— Excellent temperature stability

— Output current : 70 mA

— Supply voltage range : 2 Vto+ 10 V

— Haute impédance d’entrée

— Gain en tension élevé

— Excellente stabilité en température
— Courant de sortie : 70 mA

- de tension d'

2/13
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SF.C 2861

MEASUREMENT DIAGRAMS  (Pin connection for CB-1S)7 can)
107,

SCHEMAS DE MESURE (Brochage du boftier CB-
NON-INVERTING AMPLIFIER INVERTING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR | V+ AMPLIFICATEUR INVERSEUR +
v
39pF
2 kQ ‘
300 k2 2k
l"
—O
Output
Sortie Output
Sortie
v —ov—

TYPICAL APPLICATIONS

APPLICATIONS TYPIQUES

INVERTING AMPLIFIER NON-INVERTING AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR INVERSEUR v+ AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR \/+

% Ry RL
R=1kQ 100 k2 =2k 100 kS2 2kQ
—O
Vo
! A\
SCHMITT TRIGGE POWER AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE +
———OV

TRIGGER DE SCHMITT

100 k2

2 kQ
P—QN 3441
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SF.C 2861

TYPICAL APPLICATIONS

APPLICATIONS TYPIQUES
PULSE GENERATOR SELECTIVE AMPLIFIER vt
GENERATEUR D’IMPULSIONS AMPL